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S26HS256T, S26HS512T, S26HS01GT, 
S26HL256T, S26HL512T, S26HL01GT 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™ フラッシュ
HYPERBUS™ インターフェース ,  1.8  V/3.0 V

機能
• 各メモリ アレイ セルに 2データ ビットを保存するインフィニオン 45nm MIRRORBIT™技術
• セクタ アーキテクチャ オプション

- ユニフォーム : アドレス空間はすべて 256KBセクタで構成
- ハイブリッド

• コンフィギュレーション 1: アドレス空間は、最上部または最下部でグループ化された 32の 4KBセ
クタと、残りの部分にある全 256KBセクタで構成

• コンフィギュレーション 2: アドレス空間は、最上部および最下部の両方で均等に分割された 32 の
4KBセクタと、残りの部分にある全 256KBセクタで構成

• 256または 512バイトのページ プログラム バッファ
• 1024バイト (32×32バイト ) の OTPセキュア シリコン領域 (SSR)

• HYPERBUS™インターフェース
- JEDEC eXpanded SPI (JESD251) 準拠
- DDRオプションは最大 400MBps (200 MHzクロック速度 )
- データ ストローブ (DS) をサポートし、高速システムでの読み出しデータ キャプチャを簡素化

• レガシー (x1) SPI (1S-1S-1S)
- JEDEC eXpanded SPI (JESD251) 準拠
- SDRオプションは最大 21MBps (166 MHzクロック速度 )

• HYPERBUS™インターフェースを備えた SEMPER™フラッシュ デバイスは、レガシー SPI (x1) と
HYPERBUS™インターフェース (x8) の両方でデフォルト ブートをサポート

• 安全性機能
- ISO 26262 ASIL B準拠および ASIL D対応の安全性機能
- インフィニオン endurance flex アーキテクチャ : 高耐久性および⻑期データ保持のパーティションを
提供

-インターフェース CRC: ホスト コントローラーと SEMPER™ フラッシュ デバイス間の通信インター
フェースでエラーを検出

- データ整合性 CRC:メモリ アレイでエラーを検出
- セーフブート :デバイスの初期化失敗を報告し、コンフィギュレーション破損を検出し、回復オプショ
ンを提供 

- 内蔵エラー訂正コード (ECC): メモリ アレイ データでシングルビット エラー訂正およびダブルビット
エラー検出 (SECDED) を実⾏

- 消去中の電力喪失を⽰すセクタ消去ステータス インジケータ
• 保護機能

- 個別メモリ アレイ セクタ単位での高度セクタ保護
• オートブート :電源投入後のメモリ アレイへの即時アクセスを有効化
• CS#シグナリング方式 (JEDEC) および個別 RESET#ピンによるハードウェア リセット
• デバイス機能と特⻑を記述するシリアル フラッシュ検出可能パラメーター (SFDP)

• デバイス ID、メーカー ID、固有 ID

• データ整合性
- 256Mbデバイス

• メイン アレイは最小 512,000回のプログラム /消去サイクル
- 512Mbデバイス

• メイン アレイは最小 1,280,000回のプログラム /消去サイクル

https://www.infineon.com/
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256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
性能要約

- 1Gbデバイス
• メイン アレイは最小 2,560,000回のプログラム /消去サイクル

• すべてのデバイス
- 4KBセクタは最小 300,000回のプログラム /消去サイクル
- 少なくとも 25年間のデータ保持

• 電源電圧
- 1.7V〜 2.0V (HS-T)
- 2.7V〜 3.6V (HS-T)

• グレード /温度範囲
- 産業用 (−40°C〜 +85°C)
- 産業用プラス (−40°C〜 +105°C)
- 車載用 AEC-Q100グレード 3 (−40℃〜＋ 85℃ )。
- 車載用 AEC-Q100グレード 2 (−40℃〜＋ 105℃ )。
- 車載用 AEC-Q100グレード 1 (−40℃〜＋ 125℃ )。

• パッケージ
- 256Mbと 512Mb: 24ボール BGA 6×8mm
- 1Gb: 24ボール BGA 8×8mm

性能要約
最⼤読み出し速度

トランザクション 初期アクセス レイテンシ (サイクル ) クロック レート (MHz) MBps

SPI読み出し 0 50 6.25

SPI高速読み出し 10 166 20.75

HYPERBUS™ DDR読み出し (HS-T) 16 200 400

HYPERBUS™ DDR読み出し (HL-T) 14 166 332

標準プログラムと消去速度
動作 KBps

256Bページ プログラム (4KBセクタ /256KBセクタ ) 595 / 533

512Bページ プログラム (4KBセクタ /256KBセクタ ) 753 / 898

256KBセクタ消去 331

4KBセクタ消去 95

標準消費電力
動作 HL-T電流 (mA) HS-T電流 (mA)

SDR読み出し (50MHz) 10 10

DDR読み出し (HYPERBUS™) 75 (166 MHz) 156 (200 MHz)

プログラム 50 50

消去 50 50

スタンバイ (HS-T) 0.014 0.011 

ディープ パワー ダウン (HS-T) 0.0022 0.0013
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256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
データ整合性

データ整合性
プログラム /消去 (PE) 可能回数 - 高耐久性 (256KBセクタ )

パーティション内のセクタ数
最小 PEサイクル数

最小データ保持期間 単位 
512Mbおよび1Gb製品 256Mb製品

512 (1Gbデバイスのデフォルト値 ) 2,560,000 -

2 年

508 2,540,000 -

504 2,520,000 -

... ... -

256 (512Mbデバイスのデフォルト値 ) 1,280,000 -

252 1,260,000 -

128 (256Mbデバイスのデフォルト値 ) 640,000 512,000

... ...

28 140,000 112,000

24 120,000 96,000

20 100,000 80,000

注 :最小サイクル数は高耐久性パーティション全体に対するものです。

プログラム /消去可能回数 - ⻑期データ保持パーティション (256KBセクタ )
最小 PEサイクル数 最小データ保持期間 単位

500 25 年
注 最小サイクル数は各々のセクタに対するものです。

4KBセクタおよび不揮発性レジスタ アレイのプログラム /消去可能回数
 フラッシュ メモリ タイプ 最小サイクル数 単位 最小データ保持期間 単位

4KBセクタのプログラム /消去サイクル数

500

PEサイ
クル

25

年

300,000 
注 :上記の書き換え可能回数を達成す
るためには、プログラムまたは消去動
作中に電力喪失イベントをセクタあた
り 300回に制限する必要があります。

2

恒久的な保護ビット (PPB) アレイまたは不揮発性レジ
スタ アレイのプログラム /消去サイクル数

注 :不揮発性レジスタへの書き込みトランザクショ
ンを実⾏するたびに、不揮発性レジスタ アレイ全体
で PEサイクルが発生します。

500 25
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256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
目次

目次
機能 .................................................................................................................................................1
性能要約...........................................................................................................................................2
データ整合性 ....................................................................................................................................3
目次 .................................................................................................................................................4
1 ピン配置および信号の説明 .............................................................................................................6
2 インターフェースの概要 .................................................................................................................8
2.1 概要 .........................................................................................................................................................................8
2.2 HYPERBUS™トランザクション プロトコル ....................................................................................................10
2.3 レガシー (x1) SPIトランザクション プロトコル ............................................................................................13
2.4 組込み動作 ...........................................................................................................................................................17
2.5 レジスタ命名規則 ...............................................................................................................................................18
2.6 HYPERBUS™トランザクション命名規則 .........................................................................................................18
2.7 レガシー (x1) SPIトランザクション命名規則.................................................................................................18
3 アドレス空間マップ .....................................................................................................................19
3.1 SEMPER™フラッシュ メモリ アレイ ................................................................................................................19
3.2 アドレス空間オーバーレイ (ASO) (HYPERBUS™のみ )...................................................................................21
3.3 IDアドレス空間...................................................................................................................................................23
3.4 SFDP JEDEC JESD216シリアル フラッシュ検出可能パラメーター (SFDP) 空間 ........................................23
3.5 セキュア SSRアドレス空間...............................................................................................................................23
3.6 レジスタ (レガシー (x1) SPIのみ )....................................................................................................................24
4 機能 .............................................................................................................................................26
4.1 エラー検出と訂正 ...............................................................................................................................................26
4.2 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ (ウェア レベリング ) .....................................................31
4.3 インターフェース CRC .......................................................................................................................................34
4.4 データ整合性 CRC ...............................................................................................................................................36
4.5 データ保護スキーム ...........................................................................................................................................38
4.6 セーフブート .......................................................................................................................................................48
4.7 オートブート .......................................................................................................................................................53
4.8 読み出しトランザクション ...............................................................................................................................54
4.9 書き込みトランザクション - レガシー (x1) SPI...............................................................................................64
4.10 プログラム .........................................................................................................................................................66
4.11 消去 .....................................................................................................................................................................74
4.12 組込み動作の一時停止と再開 .........................................................................................................................77
4.13 エラー タイプと報告 - HYPERBUS™.................................................................................................................82
4.14 エラー タイプおよび報告 - レガシー (x1) SPI ................................................................................................83
4.15 リセット .............................................................................................................................................................84
4.16 電力モード .........................................................................................................................................................89
4.17 電源投入と電源切断 .........................................................................................................................................91
5 レジスタ ......................................................................................................................................93
5.1 レジスタ命名規則 ...............................................................................................................................................94
5.2 HYPERBUS™レジスタ .........................................................................................................................................94
5.3 レガシー (x1) SPIレジスタ ...............................................................................................................................111
6 トランザクション テーブル......................................................................................................... 130
6.1 HYPERBUS™トランザクション テーブル ......................................................................................................130
6.2 レガシー (x1) SPIトランザクション テーブル ..............................................................................................144
7 電気的特性 ................................................................................................................................. 147
7.1 絶対最大定格 [62]..............................................................................................................................................147
7.2 動作範囲 .............................................................................................................................................................147
7.3 熱抵抗 .................................................................................................................................................................147
7.4 静電容量特性 .....................................................................................................................................................148
7.5 ラッチアップ仕様 .............................................................................................................................................148



Datasheet 5 002-23658 Rev. *F
2025-02-13

 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
目次

7.6 DC特性................................................................................................................................................................148
7.7 ACテスト条件....................................................................................................................................................151
8 タイミング特性 .......................................................................................................................... 152
8.1 タイミング波形 .................................................................................................................................................155
9 デバイス ID ................................................................................................................................ 158
9.1 JEDEC SFDP Rev Dヘッダ テーブル.................................................................................................................158
9.2 JEDEC SFDP Rev Dパラメーター テーブル.....................................................................................................159
9.3 xSPIプロファイル 2 ..........................................................................................................................................162
9.4 メーカーおよびデバイス ID.............................................................................................................................163
9.5 固有 ID.................................................................................................................................................................164
10 パッケージ図............................................................................................................................ 165
11 注文情報 .................................................................................................................................. 167
11.1 有効な組合せ — 標準グレード ......................................................................................................................168
11.2 有効な組合せ — 車載向けグレード /AEC-Q100 ...........................................................................................169
改訂履歴....................................................................................................................................... 170
免責事項....................................................................................................................................... 171



Datasheet 6 002-23658 Rev. *F
2025-02-13

 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
ピン配置および信号の説明

1 ピン配置および信号の説明

Figure 1 24ボール BGAピン配置 [1]

RSTO# DNU RESET# INT#

CK# CK VSS VCC DNU

VSSQ CS# DS DQ2 DNU

VCCQ DQ1 DQ0 DQ3 DQ4

DQ7 DQ6 DQ5 VCCQ VSSQ

B

A

C

D

E

1 2 3 4 5

Top View

注
1. BGA パッケージのフラッシュ メモリ デバイスは超音波洗浄にさらされると損傷する場合があります。パッケージ本体を⻑時間にわたっ
て温度 150°C 以上の環境に放置すると、パッケージならびにデータの整合性が損なわれることがあります。
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256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
ピン配置および信号の説明

Table 1 信号の説明
記号 タイプ 必須 /オプショ

ン 説明

CS# 入力 必須

チップ セレクト (CS#):  すべてのバス トランザクションは CS#の HIGHから LOWへ
の遷移で開始され、CS#の LOWから HIGHへの遷移で終了します。CS#を LOWに
すると、デバイスはアクティブ モードになります。CS#が HIGHになると、内部組
込み動作が実⾏中でないかぎり、デバイスはスタンバイ モードになります。他の
すべての入力ピンは無視され、出力ピンは高インピーダンス状態になります。 

CK, CK#[2, 3] 入力 必須

クロック (CK, CK#): クロックはシリアル インターフェースのタイミングを提供しま
す。シングルエンドと差動のクロック モードが提供されます。トランザクション
は CK信号の⽴ち上りエッジ (シングルエンド ) または CK信号と CK#信号が交差す
る所 (差動 ) でラッチされます。 
レガシー (x1) SPIインターフェースでは、コマンド、アドレスとデータ入力はク
ロックの⽴ち上りエッジでラッチされ、データはクロックの⽴ち下りエッジで出
力されます。 
HYPERBUS™ (x8) インターフェースでは、シングルエンド クロックの場合、コマン
ド、アドレスとデータ入力は CKの⽴ち上りと⽴ち下りエッジに関してラッチされ
ます。差動クロック モードの場合、コマンド、アドレスとデータ入力は CKと CK#
が交差する所に関してラッチされます。
差動クロック : CKと CK#を使用します。 
シングルエンド : CKを使用します (CK#は使用せず、開放のままにできます )。 

DS 出力 必須

読み出し DS: DSはデータ読み出し動作のみに使用され、HYPERBUS™インター
フェースで出力データが有効であることを⽰します。CS#が LOWのとき、読み出
しトランザクション中に DSは CS#が HIGHになるまでデータ出力を同期化するよ
うにトグルします。読み出しトランザクション中の出力データは DSとエッジ揃え
になります。

DQ[7:0] 入力 /出力 必須
シリアル データ (DQ[7:0]): 双方向信号であり、コマンド、アドレス、データ情報を
転送します。 
レガシー (x1) SPIインターフェース : DQ[0]は入力 (SI)、DQ[1]は出力 (SO) です。 
HYPERBUS™ (x8) インターフェース : DQ[7:0]は入力と出力です。

RESET# 入力 (弱プルアップ
) 任意

ハードウェア リセット (RESET#): LOWのとき、デバイスは自己初期化してアレイ読
み出し状態に戻ります。RESET#が LOWのとき、DSと DQ[7:0]は High-Z状態にな
ります。RESET#は弱プルアップされており、RESET#を未接続のままにすると、そ
れ自身で HIGH状態にプルアップされます。

INT# 出力 (オープンドレ
イン ) 任意

システム割込み (INT#): LOWのとき、デバイスは内部イベントが発生したことを⽰
します。この信号はデバイスがチップ内イベントが発生したことを⽰すためにシ
ステム レベルの割込みとして使用されます。INT#はオープンドレイン出力です。

RSTO# 出力 (オープンドレ
イン ) 任意

リセット出力 (RSTO#): RSTO#はデバイス内でパワーオンリセット (POR) が発生した
ことを⽰すオープン ドレイン出力であり、システム レベルのリセット信号として
使用できます。内部 PORの完了時、ユーザーにより定義されたタイムアウト期間
が経過した後、RSTO#信号は低インピーダンスから高インピーダンスに遷移しま
す。高インピーダンス状態に遷移すると、外部プルアップ抵抗により RSTO#信号
は HIGHに引っ張られて、デバイスは瞬時にスタンバイ状態になります。RSTO#が
LOWのとき、トランザクションは禁止されます。この期間中、デバイスは選択で
きず、トランザクションを受け取らず、RSTO#以外の出力を駆動しません。

VCC 電源
必須

コア電源
VCCQ 入力 /出力用の電源
VSS グランド電源

コア グランド
VSSQ 入力 /出力グランド
DNU – – 使用禁止 

注
2. クロックはフリーランである必要はありません。
3. CKと CK#は真の差動信号ではなく、相補信号です。システム レベル終端が適切に設計されるように注意する必要があります。
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256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
インターフェースの概要

2 インターフェースの概要
2.1 概要
インフィニオン SEMPER™フラッシュ製品ファミリは、JEDEC JESD251 eXpanded SPI (xSPI) 仕様に準拠し
た、高速 CMOS、MIRRORBIT™ NORフラッシュ デバイスです。SEMPER™フラッシュは、ASIL-Bに準拠お
よび ASIL-Dに対応するために ISO 26262規格による機能安全用に設計されています。
HYPERBUS™インターフェースを備えた SEMPER™フラッシュ デバイスは、HYPERBUS™インターフェース
とレガシー (x1) SPIの両方をサポートします。両インターフェースはトランザクションを順次に転送し、
インターフェース接続信号の数を減らします。SPIは SDR、HYPERBUS™は DDRをサポートします。 
HYPERBUS™インターフェース (DDR) はデータ (DQ) 信号でクロック サイクルごとに 2データ バイトを転
送します。読み出しまたはプログラム /書き込みアクセスは、内部 HYPERFLASH™コアにおける一連の
16ビット幅の 1クロック サイクル データ転送と、DQ信号における 2つの対応する 8ビット幅の半ク
ロック サイクル データ転送から成ります。データとコマンド /アドレス情報は 8ビット データ バスを
介して DDR方式で転送されます。クロック入力信号は、DQ信号上のコマンド /アドレス /データ情報
の受信時に SEMPER™フラッシュの信号キャプチャに使用されます。読み出し DSは、データが
SEMPER™フラッシュ メモリから転送される時点を⽰すメモリからの出力です。DSは、読み出し動作の
データ転送部分中の CKの⽴ち上りと⽴ち下りエッジを基準にします。コマンド /アドレス /書き込み
データの値はクロック エッジの中央に揃え、読み出しデータの値は DSの遷移のエッジに揃えます。
SEMPER™フラッシュへの読み出しおよびプログラム /書き込み動作はバースト指向です。読み出しトラ
ンザクションはラップ バーストかリニア バースト方式で⾏うよう設定できます。ラップ動作では、ア
クセスは選択した位置から開始して、設定した位置数までグループ ラップ シーケンスで継続します。
リニア動作では、アクセスは選択した位置から開始して、読み出し動作が終了する (CS#が HIGHに戻る
) までシーケンシャルに継続します。書き込みトランザクションは 1つ以上の 16ビット値を転送しま
す。
各ランダム読み出しは、ページ (32バイト⻑のアラインされたデータ セット ) にアクセスします。各
ページは 1対のハーフページ (16バイト⻑のアラインされたデータ アレイのグループ ) から構成されま
す。ハーフページは 16バイト アドレス境界にアラインされます。読み出しアクセスは、対象のハーフ
ページ アドレスとバースト種類を定義するために 2クロック サイクルを要し、かつ追加初期レイテン
シを要します。初期レイテンシ期間中の 3番目のクロック サイクルでは対象のハーフページの開始アド
レスが指定されます。初期データ値が出力された後、後続のクロック サイクルで追加のデータはラップ 
バーストかリニア バースト方式でページから読み出されます。リニア バースト モードに設定した場合、
ページがバースト出力されている間にデバイスは自動的に MIRRORBIT™フラッシュ メモリ アレイから次
のシーケンシャルのページをフェッチします。アレイからのフェッチが進⾏中に同時にバースト出力す
ると、連続リニア バースト動作が実⾏可能になり、400/333 MBpsの持続データ レートを実現できます [1
バイト (8ビット データ バス )*2(両クロック エッジのデータ )*200/166 MHz = 400/333 MBps]。
各メモリ ビットの消去済み状態は論理 1です。プログラム動作により論理 1 (HIGH) から論理 0 (LOW) に
変更します。消去動作だけがメモリ ビットを「0」から「1」に変更できます。消去動作はセクタ全体 
(4KBまたは 256KB) に対して⾏わなければいけません。
SEMPER™フラッシュは柔軟性のあるセクタ アーキテクチャを提供します。アドレス空間は、ユニ
フォーム 256KBセクタ アレイ、ハイブリッド コンフィギュレーション 1アレイ (32の 4KBセクタが最
上部か最下部にあり、残りのセクタが 256KB)、またはハイブリッド コンフィギュレーション 2アレイ 
(32の 4KBセクタが最上部と最下部間で均等に分かれ、残りのセクタが 256KB) に設定できます。
単一のプログラム動作で使用するページ プログラム バッファは、256バイトまたは 512バイトのどちら
かに設定できます。512バイト オプションでは、最大のプログラム スループットが得られます。
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Figure 2 論理ブロックダイアグラム

SEMPER™フラッシュ ファミリは、複数の容量、1.8Vと 3.0Vコアと I/O電圧オプションを含みます。 
デバイス制御ロジックは、ホスト インターフェース コントローラー (HIC) と組込みアルゴリズム コント
ローラー (EAC) の 2つの並⾏して動作するセクションに分かれます。HICはデバイス入力の信号レベル
を監視し、かつ必要に応じてデバイス出力を駆動し、ホスト システムとのデータ読み出し、プログラ
ム、書き込み転送を実⾏します。HICは読み出し転送で、現在入力されたアドレス空間からデータを出
力し、書き込み転送アドレスとデータ情報を EACコマンド メモリに配置し、また、電源遷移および書
き込み転送を EACに通知します。EACは、プログラム /書き込み転送後に、コマンド シーケンスが適正
かどうかについてコマンドメモリをチェックして、そして関連する組込みアルゴリズム (EA) を実⾏しま
す。
メモリ アレイ内の不揮発性データの書き換えには、EAの一部である一連の動作を必要とします。アル
ゴリズムは内部の EACによって完全に管理されます。主要なアルゴリズムは、メイン アレイ データの
プログラムと消去を実⾏します。ホスト システムはフラッシュ デバイスにコマンド コードを書き込み
ます。EACはコマンドを受け取り、トランザクションを完了するために必要なすべてのステップを実⾏
し、EAの進⾏中にステータス情報を提供します。
CS#、CK、SI/DQ0、SO/DQ1、DQ [7:2]および DSの必須信号に加え、SEMPER™フラッシュ デバイスは
CK#、RESET#、INT#および RSTO#のオプションの信号も含みます。RESET#信号が LOWから HIGHに遷
移すると、デバイスは内部の POR後のデフォルト状態に戻ります。DSが読み出しトランザクション中
に出力データと同期化されるため、ホスト システムは高いクロック周波数動作でデータをキャプチャで
きます。INT#は、プログラムまたは消去動作の終了時に HYPERFLASH™がビジーからレディに遷移する
時点を⽰すか、または読み出し中の ECCエラーの検出を⽰すために HYPERFLASH™マスターに割込みを
提供するオープンドレイン出力です。RSTO#はデバイス内で PORが発生する時点を⽰すオープンドレ
イン出力であり、システム レベルのリセット信号として使用できます。内部 PORの完了後、ユーザー
によって定義されたタイムアウト期間が経過すると、RSTO#信号は低インピーダンスから高インピーダ
ンスに遷移します。高インピーダンス状態に遷移した後、外部プルアップ抵抗により RSTO#信号は
HIGHに引っ張られて、デバイスは瞬時にスタンバイ状態になります。
インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャにより、システム設計者は特定のアプリケーション用に
SEMPER™フラッシュの耐久性とデータ保持期間をカスタマイズすることが可能です。ホストは高耐久性
または⻑期データ保持用のパーティションを定義し、最大 100万回以上のサイクルまたは 25年のデー
タ保持期間を実現します。 
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SEMPER™フラッシュ デバイスは、メモリ アレイのプログラム中に組込みハミング ECCを生成すること
でエラー検出と訂正をサポートします。その後、この ECCコードは読み出し中に 1ビットと 2ビット 
エラーの検出および 1ビットの訂正に使用されます。 
SEMPER™フラッシュ デバイスは、ホスト システムにデバイスの状態を提供する診断機能を内蔵します。 
• プログラムおよび消去動作 : プログラムまたは消去の成功、失敗および一時停止状態の報告
• エラー検出と訂正 : アドレス トラップおよびエラー カウントを含む 1ビットおよび /または 2ビット 
エラー ステータス

• データ整合性チェック : メモリ アレイ内容に対するエラー検出
• インターフェース CRC: インターフェース トランザクションに対するエラー検出
• セーフブート : 適切なフラッシュ デバイス初期化およびコンフィギュレーション破損からの回復の報
告 

• セクタ消去ステータス : セクタごとの消去の成功と失敗状態の報告
• セクタ消去カウンター : セクタごとの消去サイクルのカウント

2.2 HYPERBUS™トランザクション プロトコル
トランザクション
すべてのバス トランザクションは読み出しと書き込みの 2種類に分けられます。CK=LOW、CK#=HIGH
のとき、CS#が LOWになると、バス トランザクションは開始します。実⾏されるトランザクションは
最初の 3クロック サイクル中に DDR方式 (合計 6クロック エッジを使用すること ) で SEMPER™フラッ
シュ デバイスに提供されます。これらの最初の 3クロックでは、3ワードのコマンド /アドレス (CA0、
CA1、CA2) 情報が転送され、以下のトランザクションの特性を定義します。
• 読み出しトランザクションまたは書き込みトランザクション
• トランザクションはメモリ アレイに対してか、またはレジスタ空間に対してか 

- HYPERBUS™プロトコルはメモリとレジスタの両方のアドレス空間を備えるスレーブ デバイスに対応
しますが、本仕様書で説明する SEMPER™フラッシュ メモリでは、メモリとレジスタが個別のアドレ
ス空間として区別されません。トランザクションの宛先位置がメモリ空間かレジスタ空間かにかか
わらず、トランザクションが選択するアドレス空間は 1つのみです。書き込みトランザクションで
は、トランザクション アドレスとデータを 1つのコマンド レジスタ セット (バッファ ) に格納しま
す。読み出しトランザクションは、コマンドを実⾏することで単一のアドレス空間内に一時的に
オーバレイされるメモリ アレイかレジスタ アドレス空間のウィンドウからデータを返します。レジ
スタ空間オーバーレイ方法を持つ、この単一アドレス空間はレガシーのパラレル NORフラッシュ デ
バイスと下位互換性があります。

• トランザクションはリニア バースト シーケンスまたはラップ バースト シーケンスを使用するか
- リニアとラップ バーストは読み出しトランザクションで完全にサポートされます。SEMPER™フラッ
シュはまた、1つのラップ バーストとその後に続くリニア バーストを組み合わせるハイブリッド 
バーストをサポートします。

- SEMPER™フラッシュの書き込みトランザクションはバースト シーケンスをサポートせず、バースト
種類の表⽰も無視します。書き込みコマンド トランザクションは 1回の書き込みごとに 1ワードを
転送します。ワード プログラム コマンドの書き込みデータ転送のみはリニア バーストで実⾏できま
す。

• 対象のハーフページ アドレス (⾏と上位列アドレス )

• (ハーフページ内の ) 対象のワード アドレス (下位列アドレス )
トランザクション定義後かつデータ転送前の間で、読み出しレイテンシの要件を満たすためにいくつか
のアイドル クロック サイクルが必要です。対象となるデータが転送された後、HYPERBUS™マスター ホ
ストは CK=LOWと CK#=HIGHの状態で CS#を HIGHに駆動することでトランザクションを終了します。
データは 16ビット値として転送されます。16ビットの中、最初の 8ビット (ビット 15〜 8) は CKの⽴
ち上りエッジ (書き込みデータか CAビットの場合 ) または DSの⽴ち上りエッジ (読み出しデータの場
合 ) で転送され、次の 8ビット (ビット 7〜 0) は CKの⽴ち下りエッジまたは DSの⽴ち下りエッジで転
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送されます。CK=LOW、CK#=HIGHのとき、CS#を HIGHにすることで読み書き動作中のデータ転送を終
了します。読み出しデータは DSの遷移と同時に変化し、書き込みデータはクロック エッジと中央が揃
います。

トランザクション キャプチャ
CK/CK#はホストとメモリの間の各ビットまたは各ビット グループの転送を⽰します。コマンド、アド
レスおよび書き込みデータ ビットの転送は CKエッジまたは CK/CK#が交差する所で⾏われます。 
注 :プログラムまたは消去 (組込み動作 ) 中に、フラッシュ メモリ アレイを読み出そうとすると無視さ
れます。組込み動作はそれに影響されず、実⾏が継続されます。組込み動作中、ごく限られたコマンド 
セットは受け入れられます。
読み出し
CA0は読み出し動作が次に実⾏されることを⽰す一方、バースト種類 (ラップかリニア ) も表⽰します。
ハーフページ アドレスが CA0と CA1にて提供され次第、読み出し動作は内部のアレイ アクセスを開始
します。CA2は選択したハーフページ内の対象のワード アドレスを指定します。その後、ホストはコン
フィギュレーション レジスタ内のレイテンシ カウント設定により定義されたサイクル数の期間でク
ロックを供給し続けます。これらのレイテンシ クロック サイクルの設定値に達すると、メモリはデー
タ ストローブ (DS) の遷移と同時に対象のデータの出力を開始します。新しいデータがエッジ揃えの方法
にて、毎回の DSの遷移によって出力されます。ホストから供給されるクロック (CKと CK#) の遷移が続
いている限り、データは引き続き出力されます。ラップ バーストはバースト⻑の範囲内で引き続きラッ
プし、リニア バーストはページ境界を越えてシーケンシャルにデータを出力します。58ページのバー
スト タイプで説明するように、ハイブリッド バーストは 1つの初期ラップ バーストの次にリニア バー
ストが後続することを提供します。ラップの読み出しはメイン アレイ、SFDPテーブルおよびセキュア 
シリコン領域 (SSR) から実⾏されます。CK=LOW、CK#=HIGHのとき、CS#を HIGHにすることで読み出し
転送を終了します。
リニア バーストがアレイ内の最後のアドレスに達したとき、バーストが続くと、アドレス カウンター
はラップアラウンドし、アドレス 000000hに戻ります。これにより、読み出しシーケンスが無制限に継
続します。したがって、単一の読み出し命令だけでメモリ全体を読み出せます。
16バイトと 32バイトのラップ バーストはページ境界を越えず、ページ境界越えのレイテンシも発生さ
せません。64バイトのラップ バースト読み出しでは、開始アドレスに応じて対象のアドレスと次の
ページの境界を越えるときにレイテンシが発生する可能性があります (Table 48を参照してください )。 
ページ境界越えのレイテンシは、CFR2x[7]のダブル初期レイテンシのオプションを選択することで回避
できます。これにより、デバイスは各アクセス中に 2つの連続ページをフェッチでき、レイテンシ無し
のデータ アクセスを可能にします。

Table 2 コマンド /アドレス ビットの割り当て
CAビット # ビット名 ビット機能

47 R/W#
トランザクションを読み出しか書き込みとして特定します。 
1=読み出し動作 
0=書き込み動作
ターゲット空間は CA46で定義されます。

46 ターゲット

読み書き動作がメモリかレジスタ空間にアクセスするかを⽰します。 
0=メモリ空間
1=レジスタ空間
レジスタ空間は揮発性メモリとペリフェラル デバイスが使用するよう用意されます。
HYPERFLASH™デバイスはこの機能を利用せず、読み出し /書き込みトランザクションの間
このビットを「0」にセットする必要があります。

45 バースト タイプ
バーストがリニアかラップであるかを⽰します。 
0=ラップ バースト
1=リニア バースト

44〜 39 (1Gb)
44〜 38 (512Mb)
44〜 37 (256Mb)

予約済み 将来のアドレス拡張用に予約されています。
ホスト コントローラーは予約済みビットを「0」にセットする必要があります。

38〜 16 (1Gb)
37〜 16 (512Mb)
36〜 16 (256Mb)

列と上位
⾏アドレス 対象アドレスのハーフページ要素

15〜 3 予約済み 将来の列アドレス拡張用に予約されています。 
ホスト コントローラーは予約済みビットを「0」にセットする必要があります。

2〜 0 下位列アドレス 対象アドレスの下位列要素 : ハーフページ内の開始ワードを選択するシステム ワード アド
レス ビット A2〜 0です。
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Figure 3 読み出し動作 (シングル初期レイテンシ )[4, 5, 6, 7, 8]

書き込み動作
書き込み動作は、トランザクション特性を⽰す CAx (コマンド /アドレス ) 情報を提供する最初の 3ク
ロック サイクルで始まります。SEMPER™フラッシュが単一の 16ビット書き込みトランザクションのみ
サポートするするか、またはワード プログラム コマンドでデータをロードするときのみ連続リニア 
バーストをサポートするため、バースト タイプ ビット CA[45]は「ドント ケア」です。CA情報の直後
に、ホストは DQバス上で書き込みデータを転送できるようになります。最初のデータ バイト (A) は CK
の⽴ち上りエッジにあり、2番目のデータ バイト (B) は CKの⽴ち下りエッジにあります。書き込みデー
タは CKと CK#入力信号と中央が揃います。CK=LOW、CK#=HIGHのとき、CS#を HIGHにすることで書
き込み転送を終了します。 

Figure 4 書き込み動作 [4, 9, 10]

注
4. トランザクションは CK=LOW、CK#=HIGHのときに開始する必要があります。CS#は新しいトランザクションが開始する前に HIGHに戻ら
なければなりません。 

5. CA[23:16]がキャプチャされると、フラッシュ アレイからの読み出しアクセスは始まります。
6. 読み出しレイテンシは揮発性コンフィギュレーション レジスタ (または不揮発性コンフィギュレーション レジスタ ) 内の読み出しレイテ
ンシ値により定義されます。

7. この読み出し動作の例では、レイテンシ カウントは 4クロックに設定されます。
8. レジスタ読み出しトランザクションのデータ出力は、デバイスが出力する最初のワードでのみ有効です。CS#が LOWのままにある間、

CK/CK#がトグルし続けると、後続のデータ値出力は未定義になります。
9. DSは CS#が LOWである限り LOWに駆動されますが、書き込みトランザクション中は使用されません。
10.書き込み動作はシングル ワード (16ビット ) のトランザクションか、またはワード プログラム コマンドでデータをロードするときのみサ
ポートするリニア書き込みバーストのトランザクションに制限されます。
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2.3 レガシー (x1) SPIトランザクション プロトコル
トランザクション
• CS#がアクティブ (LOW) のとき、データ入力 (SI/DQ0) 信号上でまずコマンド情報、次にアドレスおよび
データがホストからフラッシュ デバイスに転送されている間、クロック信号 (CK) はトグルします。ク
ロックは、フラッシュ デバイスからホストへの読み出しデータ (SO/DQ1) またはホストからフラッシュ 
デバイスへの書き込みデータ (SI/DQ0) の転送中に引き続きトグルします。ホストは所望のデータ量を
転送した後、CS#を非アクティブ (HIGH) に駆動します。CS#がアクティブである期間は、バス上のト
ランザクションと呼ばれます。

• CS#が非アクティブのとき、CKはトグルする必要がありません。
• コマンド転送はトランザクションの毎開始時に⾏われます。アドレス、レイテンシ サイクルおよび
データ転送フェーズはオプションで、それらの存在はプロトコル モードまたは転送されるコマンドに
依存します。
トランザクション キャプチャ
• CKはホストとメモリの間の各ビットまたは各ビット グループの転送を⽰します。コマンド、アドレ
スおよび書き込みデータ ビットの転送は CKの⽴ち上りエッジで⾏われます。 
注 :プログラムまたは消去 (組込み動作 ) 中に、フラッシュ メモリ アレイを読み出そうとすると無視さ
れます。組込み動作はそれに影響されず、実⾏が継続されます。組込み動作中、ごく限られたコマンド 
セットは受け入れられます。それらは 77ページの組込み動作の一時停止と再開で説明されます。
プロトコル
• レガシー (x1) SPIモードはパワーオン リセット (POR) の後に続くデフォルトのプロトコルですが、フ
ラッシュ デバイスは HYPERBUS™モードで起動するよう設定できます。 

• 各トランザクションは 8ビット (1バイト ) コマンドで始まります。コマンドは、情報転送のタイプ、
または実⾏するデバイスの動作を選択します。

• このプロトコルは、SI/DQ[0]を使用してホストからフラッシュ デバイスに、SO/DQ[1]を使用してフ
ラッシュ デバイスからホストに情報を転送します。各 DQライン上で、情報は各バイト内で最上位
ビット (MSb) から最下位ビット (LSb) へ順に配置されます。シーケンシャル アドレス バイトは最上位か
ら最下位に順に転送されます。シーケンシャル データ バイトは最下位アドレスから最上位アドレスへ
順に転送されます。 

• DQ[7:2]はデータ転送期間中に使用されません。そのため、DQ[7:2]信号は高インピーダンスです。
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2.3.1 トランザクションの詳細

Figure 5 コマンド⼊力のある SPIトランザクション

Figure 6 コマンドとアドレス⼊力のある SPIトランザクション

Figure 7 コマンドと 2アドレス⼊力のある SPIトランザクション

Figure 8 コマンド、アドレスおよびデータ⼊力のある SPIプログラム トランザクション
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Figure 9 コマンドとデータ⼊力のある SPIプログラム トランザクション

Figure 10 コマンド⼊力のある SPI読み出しトランザクション (出力レイテンシ有り )[11,12]

Figure 11 コマンドとアドレス⼊力のある SPI読み出しトランザクション (出力レイテンシ有り )

CK

CS#

DQ[0]/SI

DQ[1]/SO

Input Data

CMD [7] CMD [0]

MSb LSb
DIN A 

[7]
DIN A 

[0]

MSb LSb

High-Impedance

DIN A+1 
[7]

DIN A+n 
[0]

注
11.レジスタまたは固有 ID の読み出し操作の場合、フラッシュ デバイスは最上位バイト (MSB) を最初に出力します。 
12. SFDP および ID読み出し操作の場合、フラッシュ デバイスは最下位バイト (LSB) を最初に出力します。
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Figure 12 コマンドとアドレス⼊力のある SPI読み出しトランザクション (出力レイテンシ無し )

Figure 13 出力データ シーケンスのある SPIトランザクション (オートブート )
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2.4 組込み動作
2.4.1 組込みアルゴリズム コントローラー (EAC)
EACは、ホスト システムからフラッシュ メモリ アレイのプログラムと消去を⾏うトランザクションを
受け取り、不揮発メモリ状態を変更するために必要なすべての複雑な動作を実⾏します。これにより、
ホスト システムはプログラムおよび消去のプロセスを管理する必要がなくなります。 
EACの動作は次の 5カテゴリに分けられます。 
• ディープ パワー ダウン (DPD)
• スタンバイ (読み出しモード )
• アドレス空間の切替え
• 組込みアルゴリズム (EA)
• 高度セクタ保護 (ASP) 管理

2.4.1.1 ディープ パワー ダウン (DPD)
DPDモードでは、消費電流は低レベルに駆動されます。デバイスは ASOになく、スタンバイ状態にあ
る間、DPDモードに移⾏しなければいけません。 
DPDでデバイスはコンフィギュレーションを維持することに注意してください。すなわち、デバイスは
DPDの開始時と同じ状態で DPDを終了します。ただし、ECC関連レジスタ (ECCステータス、エラー検
出カウンターおよびアドレス トラップ ) は状態を維持せず、DPDの終了時にリセットされます。
デバイスが DPDで起動するコンフィギュレーション オプションがあることに注意してください。この
オプションを選択した場合、DPDに移⾏するため CS#を POR中に HIGHに維持する必要があります。

2.4.1.2 スタンバイ
スタンバイ状態では、消費電流は大幅に削減されます。コマンドが処理されず、組込みアルゴリズム 
(EA) が進⾏中でないとき、EACはスタンバイ モードに入ります。EAの進⾏中にデバイスの選択を外すと 
(CS#=HIGH)、その動作が完了するまでデバイスは依然としてアクティブ電流を消費します (ICC4) 。

2.4.1.3 アドレス空間の切替え - HYPERBUS™のみ
特定のアドレスとデータ シーケンス (トランザクション ) を書き込むと、メモリ デバイスのアドレス空
間がフラッシュ メモリ アレイからアドレス空間オーバーレイ (ASO) の 1つに切り替えられます。 
組込みアルゴリズムは、現時点で有効になっている (入っている ) ASOで表⽰されている情報に基づい
て動作します。システムが ASO終了コマンドを発⾏し、ハードウェア リセットを実⾏するか、または
デバイスの電源が切られるまで、システムは ASOへのアクセスを継続します。ASO終了コマンドは、
ASOをフラッシュ メモリ アレイのアドレス空間に戻して切り替えます。特定の ASOが有効のときに受
け取られたトランザクションは、トランザクション テーブルの ASO開始と ASO終了コマンドの間にリ
ストアップされます。すべてのトランザクション シーケンスのアドレスとデータの要件については、
130ページのトランザクション テーブルを参照してください。
どのモードでも、ステータス レジスタ読み出しトランザクションを発⾏してデバイスのアドレス空間内
のあらゆるワード アドレスでステータス レジスタ ASOを表⽰させられることに注意してください。

2.4.1.4 組込みアルゴリズム (EA)
メモリ アレイ内の不揮発性データの書き換えには、組込みアルゴリズム (EA) と呼ばれる複雑な動作シー
ケンスを実⾏する必要があります。アルゴリズムはデバイス内部の EACによって完全に管理されます。
主要なアルゴリズムは、HYPERBUS™を介してメイン アレイ データと ASOのプログラムと消去を実⾏し
ます。ホスト システムはフラッシュ デバイスのアドレス空間にコマンド コードを書き込みます。EAC
はコマンドを受け取り、コマンドを完了するために必要なすべてのステップを実⾏し、EAの進⾏中に
ステータス情報を提供します。

2.4.1.5 高度セクタ保護 (ASP) 管理
ASPは、いずれかまたはすべてのセクタに対するプログラムまたは消去を無効 /有効にする保護方法を
提供します。EACはこの保護を管理することでデータの整合性を維持します。
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2.5 レジスタ命名規則

Figure 14 レジスタ命名規則

Figure 15 レジスタ ビット命名規則

2.6 HYPERBUS™トランザクション命名規則

Figure 16 HYPERBUS™トランザクション命名規則

2.7 レガシー (x1) SPIトランザクション命名規則

Figure 17 レガシー (x1) SPIトランザクション命名規則

REG#_N_[#:#]

Register Bit Location (e.g. [7:0])

Register Type
N = Nonvolatile
V = Volatile
O = OTP

4-Characters Register Name

RGBITS#

Number (if applicable)

6- Characters Register Bit Name

ABCDEF_#_#

Number of Clock Cycles
1 = Transaction requires one Clock Cycle
2 = Transaction requires two Clock Cycles
3 = Transaction requires three Clock Cycles
4 = Transaction requires four Clock Cycles
5 = Transaction requires five Clock Cycles
6 = Transaction requires six Clock Cycles
7 = Transaction requires seven Clock Cycles
6-Character Transaction Name Abbreviation

Address Space Overlay (ASO)
0 = Non-ASO Transaction
1 = ASO Transaction 



Datasheet 19 002-23658 Rev. *F
2025-02-13

 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
アドレス空間マップ

3 アドレス空間マップ
SEMPER™フラッシュ ファミリのアドレス空間はメイン メモリ アレイ、アドレス空間オーバーレイ 
(ASO)、メーカー ID、デバイス ID、固有 ID、シリアル フラッシュ検出可能パラメーター (SFDP)、SSRお
よびレジスタ用のアドレッシングを含みます。 

Figure 18 SEMPER™フラッシュのアドレス空間マップ概要

3.1 SEMPER™フラッシュ メモリ アレイ
メイン フラッシュ アレイは物理セクタと呼ばれるユニットに分けられます。
HL-T/HS-Tファミリのセクタ アーキテクチャは以下のオプションに対応します。 

• 256KB ユニフォーム セクタ オプション対応の 256Mb、512Mb、1Gb

• ハイブリッド セクタ オプション対応の 256Mb、512Mb、1Gb
- コンフィギュレーション 1:アドレス空間の最上部または最下部にある 32の 4KBセクタおよび 1つ
の 128KBセクタと、256KBの残りのセクタの物理セット

- コンフィギュレーション 2:アドレス空間の最上部と最下部の両方にある 16の 4KBセクタおよび 1
つの 192KBセクタと、256KBの残りのセクタの物理セット 

コンフィギュレーション レジスタ内のセクタ アーキテクチャ選択ビットの組合せは、SEMPER™フラッ
シュ ファミリの異なるセクタ アーキテクチャ オプションをサポートします。詳細については 93ページ
のレジスタを参照してください。 

Table 3 256KBユニフォーム セクタ アドレス マップ

セクタ 
サイズ

(KB)

S26HL01GTと S26HS01GT S26HL512Tと S26HS512T S26HL256Tと S26HS256T

セクタ
数

セクタ
範囲

ワード アドレス範囲 
(セクタ開始アドレス〜
セクタ終了アドレス )

セクタ
数

セクタ
範囲

ワード アドレス範囲 
(セクタ開始アドレス〜
セクタ終了アドレス )

セクタ
数

セクタ
範囲

ワード アドレス範囲 
(セクタ開始アドレス〜
セクタ終了アドレス )

256 512

SA00 0000000h〜 001FFFFh
256

SA00 0000000h〜 001FFFFh
128

SA00 00000000h〜 0001FFFFh
: : : : : :

SA511 3FE0000h〜 3FFFFFFh SA255 1FE0000h〜 1FFFFFFh SA127 0FE0000h〜 0FFFFFFh

SEMPERTM flash 
Memory Array

(256Mb / 512Mb / 1Gb)

SFDP

IDs

Registers

Secure Silicon Region
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上記の表は参考としていくつかのセクタを使用する要約された表です。明確に⽰されていないアドレス
範囲があります。すべての 4KB セクタのパターンは xxxxx000h〜 xxxxx7FFhです。すべての 256KB セク
タのパターンは xxx00000h〜 xxx1FFFFhです。

Table 4 最下部のハイブリッド コンフィギュレーション 1:32の 4KBセクタと 256KBユニフォー
ム セクタのアドレス マップ

メイン アレイ 
セクタ サイズ パラメーター セクタ番号 アドレス サイズ アドレス範囲 (16ビット ) 備考

256KB

0 4KB 0000000h〜 00007FFh パラメーター セクタ 0の開始
1 4KB 0000800h〜 0000FFFh パラメーター セクタ 1
2 4KB 0001000h〜 00017FFh パラメーター セクタ 2

.......

30 4KB 000F000h〜 000F7FFh パラメーター セクタ 30
31 4KB 000F800h〜 000FFFFh パラメーター セクタ 31の終了

メイン アレイ セクタ 0の露出
部分 128KB 0010000h〜 001FFFFh メイン アレイ セクタ 0の露出部分に

マッピングされます。

Table 5 最上部のハイブリッド コンフィギュレーション 1:32の 4KBセクタと 256KBユニフォー
ム セクタのアドレス マップ

メイン アレイ 
セクタ サイズ パラメーター セクタ番号 アドレス サイズ アドレス範囲 (16ビット ) 備考

256KB

メイン アレイの最終セクタの
露出部分 128KB xx00000h〜 xx0FFFFh メイン アレイの最終セクタの露出部

分にマッピングされます。
0 4KB xx10000h〜 xx107FFh パラメーター セクタ 0の開始
1 4KB xx10800h〜 xx10FFFh パラメーター セクタ 1

.........

30 4KB xx0F000h〜 xx0F7FFh パラメーター セクタ 30
31 4KB xx1F800h〜 xx1FFFFh パラメーター セクタ 31の終了

Table 6 ハイブリッド コンフィギュレーション 2:最下位 16と最上位 16の 4KBセクタのアドレ
ス マップ

メイン アレイ 
セクタ サイズ パラメーター セクタ番号 アドレス サイズ アドレス範囲 (16ビット ) 備考

256KB

0 4KB 0000000h〜 00007FFh パラメーター セクタ 0の開始
1 4KB 0000800h〜 0000FFFh パラメーター セクタ 1
2 4KB 0001000h〜 00017FFh パラメーター セクタ 2

.......

15 4KB 0007800h〜 007FFFh パラメーター セクタ 15

メイン アレイ セクタ 0の露出
部分 192KB 008000h〜 001FFFFh メイン アレイ セクタ 0の露出部分に

マッピングされます。
.......

メイン アレイの最終セクタの
露出部分 192KB xx00000h〜 xx17FFFh メイン アレイの最終セクタの露出部

分にマッピングされます。
0 4KB xx18000h〜 xx187FFh パラメーター セクタ 0の開始
1 4KB xx18800h〜 xx18FFFh パラメーター セクタ 1

.......

14 4KB xx1F000h〜 xx1F7FFh パラメーター セクタ 14
15 4KB xx1F800h〜 xx1FFFFh パラメーター セクタ 15の終了
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3.2 アドレス空間オーバーレイ (ASO) (HYPERBUS™のみ )
HYPERBUS™プロトコルはメモリとレジスタの両方のアドレス空間を備えるスレーブ デバイスに対応し
ますが、本仕様書で説明する SEMPER™フラッシュ デバイスでは、メモリとレジスタが個別のアドレス
空間として区別されません。HYPERBUS™トランザクションの宛先位置が選択したデバイスのメモリ空間
かレジスタ空間にかかわらず、トランザクションが選択するアドレス空間は 1つのみです。
書き込みトランザクションでは、トランザクション アドレスとデータを 1つのコマンド レジスタ セッ
ト (バッファ ) に格納します。
読み出しトランザクションは、コマンドを実⾏することで単一のアドレス空間内に一時的にオーバレイ
されるメモリ アレイかレジスタ アドレス空間のウィンドウからデータを返します。レジスタ空間オー
バーレイ方法を持つ、この単一アドレス空間はレガシーのパラレル NORフラッシュ メモリのプログラ
ムと消去ソフトウェア ドライバと下位互換性があります。
フラッシュ メモリ デバイスのアドレス範囲内に複数の個別のアドレス空間が現れることがあります。
任意の一つの時点では 1つのアドレス空間が表⽰されます (アクセスできます )。
• フラッシュ メモリ アレイ :データ格納用の主要な不揮発性メモリ アレイであり、読み出し動作によっ
てランダムにアクセスされます。

• ID/SFDP (ID): 弊社の工場でプログラムされたデバイス特性情報のために使用されるフラッシュ メモリ 
アレイです。この領域はデバイス ID (ID)、固有 ID (UID) およびシリアル フラッシュ検出可能パラメー
ター (SFDP) のパラメーター /テーブルを含みます。

• SSR: 弊社の工場でプログラムされた恒久データおよびカスタマ プログラム可能な恒久データのために
使用される 1024B OTP不揮発性メモリ アレイです。 

• 高度セクタ保護コンフィギュレーション レジスタ (ASP): デバイスのデータ保護スキームを設定するた
めのレジスタです。

• パスワード (PSWD): パスワード モードのセクタ保護を使用した場合、PPBロック ビットの状態を変更
できるようにする 64ビット パスワードを格納する OTP不揮発性アレイです。

• 持続的保護ビット (PPB): 各セクタが 1ビットを占める不揮発性メモリ アレイです。プログラムされる
と、各ビットは該当するセクタを消去とプログラムから保護します。 

• PPBロック ビット (PPBL): PPBビットの消去とプログラムを有効 /無効にする揮発性レジスタ ビットで
す。

• ダイナミック保護ビット (DYB): 揮発性アレイであり、セクタごとに 1ビットを占めます。セットされ
ると、各ビットは該当するセクタを消去とプログラムから保護します。

• ECCステータス (ECCST): ECCステータス、ECCエラー アドレスおよび ECCエラーの総数を読み出しま
す。

• データ整合性チェック (DICRC): メモリ アレイのデータ CRCチェック値を読み出します。
• インターフェース CRC (ICRC): インターフェース CRCチェック値を読み出します。
• オートブート (ATB): オートブート機能の開始アドレスと遅延時間を設定する不揮発性レジスタです。
• セクタ消去カウント (SEC): セクタが消去された回数を⽰す 32ビット値です。
• インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ ポインタ (EFP): 高耐久性領域か⻑期データ保持領域を
選択する 4つのポインタを設定する 5つの不揮発性レジスタの一組です。

• ステータス レジスタ /ペリフェラル レジスタ :組込みアルゴリズムの状態を⽰し、他のレジスタに読
み書きするためのレジスタ アクセスです。
フラッシュ メモリ アレイはデフォルトの一次アドレス空間ですが、どの時点においても他のアドレス
空間によってオーバーレイされることがあります。各代替アドレス空間はアドレス空間オーバーレイ 
(ASO) と呼ばれます。 
各 ASOは、ASO開始コマンドに応じて、選択したセクタかフラッシュ デバイスのすべてのアドレス空
間を置換します (重ねます )。1つのみのセクタが ASOに置き換えられた場合、メモリ アレイの残りの
セクタは依然として読み出し可能です。特定の ASOアドレス マップで定義されていないアドレス範囲



Datasheet 22 002-23658 Rev. *F
2025-02-13

 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
アドレス空間マップ

は、将来に使用するために予約されます。特に指定のない限り、ASOアドレス マップ外のすべての読み
出しアクセスは無効な (未定義 ) データを返します。その位置はアクティブ駆動されたデータを表⽰し
ますが、その意味は未定義です。
特定の時点においてフラッシュ デバイスのアドレス空間に現れる内容を決定するアドレス マップ モー
ドが多くあります。
• 読み出しモード
• ステータス レジスタ (SR) モード
• ASOモード
• ペリフェラル レジスタ モード
読み出しモードでは、フラッシュ メモリ アレイ全体は、ホスト システムのメモリ コントローラーに
よって直接読み出せます。電源投入時、またはハードウェア リセット後、または組込みアルゴリズム 
(EA) が一時停止された後、メモリ デバイスの組込みアルゴリズム コントローラー (EAC) の制御下でデバ
イスが読み出しモードになります。読み出しモードでは読み出しアクセスと読み出しコマンドが受け取
られます。ただし EAが一時停止されているときには、コマンドのサブセットが受け取られます。 
どのモードでも、ステータス レジスタ読み出しコマンドを発⾏してデバイスのアドレス空間内のあらゆ
るワード アドレスでステータス レジスタ ASOを表⽰させられます。このステータス レジスタ ASOモー
ドでは、デバイス インターフェースは読み出しアクセスだけに対応し、書き込みアクセスはすべて無視
されます。デバイスに対する次の読み出し動作はステータス レジスタの内容にアクセスします。その
後、デバイスはステータス レジスタ ASOを終了し、ステータス レジスタ読み出しコマンドを受け取る
前の (呼び出し ) モードに戻ります。
同様に、他のレジスタを読み書きするコマンドはペリフェラル レジスタ モードを使用します。この
モードでは、レジスタは一時的な ASO内に現れ、コマンドによって選択されたレジスタの読み書き動
作が完了するとこの ASOは自動的に終了します。読み出しと書き込み動作はレジスタ アクセス コマン
ド シーケンスの最後のサイクルで実現されます。
EAモードでは、EACは不揮発性メモリ アレイのプログラムや消去のような組込みアルゴリズムを実⾏
します。このモードでは、フラッシュ メモリ アレイはすべて読み出し不可です。プログラム /消去一時
停止コマンド、またはステータス レジスタ読み出しコマンドのみがこのモードで実⾏可能です。その他
のすべてのコマンドは無視されます。したがって、EAモードから他の ASOに入ることはできません。
ASOモードでは、残りのオーバーレイ アドレス空間の 1つ (フラッシュ メモリ アレイのアドレス マッ
プで重ねられる ) がアクセスされます。いつも一度にアクセスできる ASOは 1つだけです。デバイスへ
のコマンドは、現在アクセス中の ASOに影響します。ASOごとに特定のコマンドが有効です。有効な
コマンドは Table 120の ASO関連セクションに⽰されます。
下記の ASOには、「1」を「0」に変更するようにプログラムできる不揮発性データがあります。
• SSR 

• ASPコンフィギュレーション レジスタ (ASPR)

• 持続的保護ビット (PPB) 

• パスワード
• オートブート
• インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャのデータ ポインタ
• PPBとオートブート ASOだけが、「0」を「1」に変更するように消去できる不揮発性データを持ちま
す。
不揮発性 ASOのいずれかがアクセスされている間、プログラムまたは消去コマンドが発⾏されると、
EAはその ASO上で動作します。EAが有効な間は ASOの読み出しは不可です。EAが完了すると、ASO
がアクセス状態のままで再度読み出し可能になります。EAがこれらの ASOのいずれかで動作している
間は、一時停止コマンドと再開コマンドが無視されます。
ペリフェラル レジスタ モードは、PORタイマー、割み込みコンフィギュレーション レジスタ、割み込
みステータス レジスタ、揮発性コンフィギュレーション レジスタおよび不揮発性コンフィギュレー
ション レジスタを管理することに使用されます。
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3.3 IDアドレス空間
メモリのこの特別な領域は、メーカーとデバイス、および固有 IDに割り当てられます。
• メーカー IDは JEDECによって割り当てられます (Table 134および Table 135を参照 )。
• デバイス IDはインフィニオンによって割り当てられます (Table 134および Table 135を参照 )。
• 64ビットの固有番号は、固有デバイス IDアドレス空間の 8バイトに配置されます。この固有 IDは、
各デバイスに固有のソフトウェア読み出し可能なシリアル番号として使用できます（Table 136を参照
してください）。
これらの IDは、それぞれのトランザクションを提供することによってのみ読み出すことができるため、
アドレス空間は定義されていません。トランザクションは、これらの IDを読み出すためのアドレスを
必要としません。このアドレス空間のデータは読み出し専用データです。

3.4 SFDP JEDEC JESD216シリアル フラッシュ検出可能パラメーター 
(SFDP) 空間

SFDP規格は、内部パラメーター テーブルの標準的な一式でこのシリアル フラッシュ デバイスの機能と
特⻑を記述する一貫性のある方法を提供します。ホスト システム ソフトウェアはこれらのパラメー
ター テーブルを問い合わせ、異なる機能に対応するために必要な調整を可能にします。SFDPアドレス
空間には、SFDPデータ構造を識別し、各パラメーターへのポインタを提供する、アドレス 0から始ま
るヘッダが含まれます。SFDPアドレス空間はインフィニオンによってプログラムされ、ホスト システ
ムでは読み出し専用です。
HYPERBUS™は読み出しモード中に ID-SFDP開始コマンド シーケンスを発⾏することで ID-SFDP ASOにア
クセスします。SFDPはアドレス オーバーレイであり、セクタ アドレス (SA) にマッピングする必要があ
ります。レガシー (x1) SPIはアドレス オーバーレイを必要とせず、RSFDP_3_0トランザクションを使用
して SFDPにアクセスします。アドレスオーバレイはレガシー (x1) SPI 用では除去しなければいけないも
のです (Table 130および Table 133を参照 )。

3.5 セキュア SSRアドレス空間
各 HS/L-T familyメモリ デバイスには OTPアドレス空間である 1024バイトの SSRがあります。このアド
レス空間はメイン フラッシュ アレイから分かれています。SSR領域は 32の領域に分割され、それぞれ
が単独にロックでき、32バイト整列⻑です。
アドレス 0から始まる 32バイトの領域では、
• 16最下位バイトは 128ビットの乱数を含みます。この乱数に対する書き込み、消去またはプログラム
は不可であり、実⾏しようとすると PRGERRフラグが返されます。

• 次の 4バイトは、セキュア領域ごとに 1ビット (合計 32ビット ) を提供し、いったん「0」にセットさ
れたら、書き込み、消去またはプログラムから恒久的に保護されます。

• 他のすべてのバイトは予約されています。
残りの領域は、出荷時に消去され、追加の恒久的なデータのプログミングに使用できます。

Table 7 SFDPアドレス マップ概要
バイト アドレス (x1 SPI) ワード アドレス (x8 HB) 説明

0000h (SA) + 0000h JEDEC JESD216D SFDP空間の位置 0 - SFDPヘッダの開始
... ... SFDPヘッダの残りの部分に続いて未定義の空間

0100h (SA) + 0080h SFDPパラメーター テーブルの開始。SFDPパラメーター テーブルのデータは 0100hで
始まります。

... ... SFDPパラメーター テーブルの残りの部分に続いてさらなるパラメーターまたは未定義
空間

注
13.レガシー (x1) SPIは固有 IDを読み出すためにシリアル検出可能パラメーター読み出し (RSFDP_3_0) トランザクションを使用します。アド
レスは必要です。
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3.6 レジスタ (レガシー (x1) SPIのみ )
レジスタは、HS/L-T familyメモリ デバイスの動作方法を設定する、またはデバイス動作のステータスを
報告するために使用される小さなメモリ セル グループです。レジスタは特定のコマンドおよびアドレ
スでアクセスされます。Table 9に、本フラッシュ メモリ デバイスのレガシー (x1) SPIの利用可能なレジ
スタのアドレス マップを⽰します。

Table 8 SSRアドレス マップ 

領域 バイト アドレス範
囲 内容 工場出荷初期状態

領域 0

000h インフィニオンがプログラムした乱数の LSB

インフィニオンがプログラムする乱数... ...

00Fh インフィニオンがプログラムした乱数の MSB

010h〜 013h

領域ロック ビット
バイト 10h [ビット 0] =「0」のとき、領域 0を
プログラムから保護します。
...
バイト 13h [ビット 7] =「0」のとき、領域 31
をプログラムから保護します。

全バイト =FFh

014h〜 01Fh 将来使用するために予約済み (RFU)

全バイト =FFh

領域 1 020h〜 03Fh

ユーザー プログラミング用に使用可能
領域 2 040h〜 05Fh

... ...

領域 31 3E0h〜 3FFh

Table 9 レジスタ アドレス マップ (レガシー (x1) SPIのみ ) (1/2)

機能 レジスタ タイプ レジスタ名 揮発性コンポーネン
ト アドレス (16進 )

不揮発性コンポーネ
ント アドレス (16進 )

デバイス ステータ
ス

ステータス レジスタ 1
STR1N[7:0], 
STR1V[7:0] 0x00800000 0x00000000

ステータス レジスタ 2 STR2V[7:0] 0x00800001 該当なし

デバイス 
コンフィギュレー
ション

コンフィギュレーション レジスタ 1
CFR1N[7:0], 
CFR1V[7:0] 0x00800002 0x00000002

コンフィギュレーション レジスタ 2
CFR2N[7:0], 
CFR2V[7:0] 0x00800003 0x00000003

コンフィギュレーション レジスタ 3
CFR3N[7:0], 
CFR3V[7:0] 0x00800004 0x00000004

コンフィギュレーション レジスタ 4
CFR4N[7:0], 
CFR4V[7:0] 0x00800005 0x00000005

インターフェース
CRC インターフェース CRCイネーブル レジスタ ICEV[7:0] 0x00800008 該当なし

インフィニオン
Endurance Flexアー
キテクチャ

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選
択レジスタ 0[7:0]

EFX0O[7:0]

該当なし 

0x00000050

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選
択レジスタ 0[15:8]

EFX0O[15:8] 0x00000051

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選
択レジスタ 1[7:0]

EFX1O[7:0] 0x00000052

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選
択レジスタ 1[15:8]

EFX1O[15:8] 0x00000053

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選
択レジスタ 2[7:0]

EFX2O[7:0] 0x00000054

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選
択レジスタ 2[15:8]

EFX2O[15:8] 0x00000055

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選
択レジスタ 3[7:0]

EFX3O[7:0] 0x00000056

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選
択レジスタ 3[15:8]

EFX3O[15:8] 0x00000057

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選
択レジスタ 4[7:0]

EFX4O[7:0] 0x00000058

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選
択レジスタ 4[15:8]

EFX4O[15:8] 0x00000059
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割込みピン
割込みコンフィギュレーション レジスタ INCV[7:0] 0x00800068

該当なし

割込みステータス レジスタ INSV[7:0] 0x00800067

エラー訂正

ECCステータス レジスタ ESCV[7:0] 0x00800089

ECCエラー検出カウント レジスタ [7:0] ECTV[7:0] 0x0080008A

ECCエラー検出カウント レジスタ [15:8] ECTV[15:8] 0x0080008B

ECCアドレス トラップ レジスタ [7:0] EATV[7:0] 0x0080008E

ECCアドレス トラップ レジスタ [15:8] EATV[15:8] 0x0080008F

ECCアドレス トラップ レジスタ [23:16] EATV[23:16] 0x00800040

ECCアドレス トラップ レジスタ [31:24] EATV[31:24] 0x00800041

オートブート 

オートブート レジスタ [7:0] ATBN[7:0]

該当なし

0x00000042

オートブート レジスタ [15:8] ATBN[15:8] 0x00000043

オートブート レジスタ [23:16] ATBN[23:16] 0x00000044

オートブート レジスタ [31:24] ATBN[31:24] 0x00000045

消去カウント
セクタ消去カウント レジスタ [7:0] SECV[7:0] 0x00800091

該当なし

セクタ消去カウント レジスタ [15:8] SECV[15:8] 0x00800092

セクタ消去カウント レジスタ [23:16] SECV[23:16] 0x00800093

データ整合性
チェック

データ整合性チェック CRCレジスタ [7:0] DCRV[7:0] 0x00800095

データ整合性チェック CRCレジスタ [15:8] DCRV[15:8] 0x00800096

データ整合性チェック CRCレジスタ [23:16] DCRV[23:16] 0x00800097

データ整合性チェック CRCレジスタ [31:24] DCRV[31:24] 0x00800098

保護とセキュリ
ティ

高度セクタ保護レジスタ [7:0] ASPO[7:0]
該当なし

0x00000030

高度セクタ保護レジスタ [15:8] ASPO[15:8] 0x00000031

ASP PPBロック レジスタ (持続的保護ブロック ) PPLV[7:0] 0x0080009B 該当なし
ASPパスワード レジスタ [7:0] PWDO[7:0]

該当なし

0x00000020

ASPパスワード レジスタ [15:8] PWDO[15:8] 0x00000021

ASPパスワード レジスタ [23:16] PWDO[23:16] 0x00000022

ASPパスワード レジスタ [31:24] PWDO[31:24] 0x00000023

ASPパスワード レジスタ [39:32] PWDO[39:32] 0x00000024

ASPパスワード レジスタ [47:40] PWDO[47:40] 0x00000025

ASPパスワード レジスタ [55:48] PWDO[55:48] 0x00000026

ASPパスワード レジスタ [63:56] PWDO[63:56] 0x00000027

Table 9 レジスタ アドレス マップ (レガシー (x1) SPIのみ ) (2/2)

機能 レジスタ タイプ レジスタ名 揮発性コンポーネン
ト アドレス (16進 )

不揮発性コンポーネ
ント アドレス (16進 )



Datasheet 26 002-23658 Rev. *F
2025-02-13

 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
機能

4 機能
4.1 エラー検出と訂正
SEMPER™フラッシュ ファミリデバイスは、メモリ アレイのプログラム中に組込みハミング ECCを生成
することでエラー検出と訂正をサポートします。その後、この ECCコードは読み出し中にエラーの検出
と訂正に使用されます。ECCは 16バイト データ ユニットをベースとします。16バイト データ ユニット
がプログラム バッファにロードされ、(消去後の ) プログラム用に 128ビットのフラッシュ メモリ アレ
イ ラインに転送されるとき、各データ ユニットごとの 8ビット エラー訂正コード (ECC) も、ホスト シス
テム ソフトウェアに⾒えないメモリ アレイの部分にプログラムされます。その後、この ECC情報は各
フラッシュ アレイの読み出し動作中にチェックされます。データ ユニット内のいかなる 1ビット エ
ラーも ECCロジックによって訂正されます。16バイト データ ユニットは、ECCが有効である最小のプ
ログラム粒度です。
あるデータ量が最初に 16バイト データ ユニット内にプログラムされたとき、ECC値はデータ ユニット
全体に対してセットされます。消去を⾏わず、その後に追加のデータが同じデータ ユニットにプログラ
ムされた場合、データ ユニットの ECCは無効にされ、1ビット ECCディセーブル ビットがセットされ
ます。データ ユニットに対して ECCを再び有効にするためにはセクタ消去が必要です。 
これらは、ユーザーに対してトランスペアレント (透明 ) な自動動作です。ECC機能の透明性は、各
データ ユニットに一回のデータ書き込みを⾏う標準的なプログラム動作に対するデータの信頼性を向上
させます。また同時に、シングル バイト プログラムおよび同じデータ ユニットが複数回プログラムさ
れるビットウォーキング (この場合、ECCは無効 ) を可能にすることで、旧世代の製品とのソフトウェ
ア互換性を可能にします。 

Figure 19 16バイト ECCデータ ユニットの例

SEMPER™ NORフラッシュはデフォルト ECCコンフィギュレーションとして 2ビット エラー検出をサ
ポートします。このコンフィギュレーションでは、データ ユニット内のどの 1ビット エラーも訂正さ
れ、どの 2ビット エラーも検出され報告されます。16バイト ユニット データは、2ビット エラー検出
のために 9ビット ECCを必要とします。2ビット エラー検出が有効にされたとき、(消去を⾏わず ) 同
じデータ ユニットに対するバイト プログラム、ビットウォーキングや複数回のプログラム動作は不可
であり、プログラム エラーとなります。ECCモードを 1ビット エラー検出から 2ビット エラー検出へ、
または逆の方向に変更すると、メモリ アレイ内のデータに関連する ECCシンドロームがすべて無効に
なります。ECCモードを変更する際、まずホストはデバイス内のセクタをすべて消去する必要がありま
す。プログラムされたデータを消去せずに ECCモードを変更した場合、その後の読み出し動作は未定義
の動作となります。
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4.1.1 ECCエラー報告
ECCエラーを検出したとき、 5つの方法でホスト システムに通知できます。
• ECCデータ ユニット ステータスは、 データ ユニット内の 1ビットまたは 2ビット エラーの状態を提供
します。

• アドレス トラップ レジスタは、 メモリ アレイ読み出し中の PORまたはリセットの後に発生する最初の
ECCエラーのアドレス位置をキャプチャします。

• ECCエラー検出カウンターは、 読み出し中にデータ ユニットに発生した 1ビットまたは 2ビット エ
ラーの数を記録します。

• 割込み (INT#) 出力は、 データ読み出し中にいつ 1ビットまたは 2ビット エラーが検出されたかを⽰す
ために有効にされます。

• HYPERBUS™インターフェースでは、2ビット エラーを含むハーフページの読み出し中にデータ スト
ローブ (DS) のトグルを停止させる (ストール ) ためにあるモードを有効にできます。DSが 32クロック 
サイクル以上で遷移していないため、 ストール状態はバス エラーとして SEMPER™フラッシュ マスター
によって検出されます。 データ ストローブ ストール制御ビット CFRIx[2]が、 DSストールを有効にする
ために使用されます。 有効になった場合 (CFRIx[2]=0)、 2ビット エラーの発生時に DSは 2クロック サイ
クル後に LOWに駆動されます。 DSは CS#がアサートされる限り LOWのままになり、 CS#が HIGHに戻
ると通常の DS機能は再開します。 DSストール制御ビットが無効になった場合 (CFRIx[2]=1)、 DSの動作
は影響を受けません。

4.1.1.1 ECCデータ ユニット ステータス (EDUS)
• 各データ ユニットの ECCステータスは、HYPERBUS™用には 16ビット ECCデータ ユニット ステータ
ス、レガシー (x1) SPI用には 8ビット ECCデータ ユニット ステータスによって提供されます。 

• ECCデータ ユニット ステータスの内容は、選択したデータ ユニットに対して訂正済みの 1ビット エ
ラーまたは検出済みの 2ビット エラーがあるか、または ECCが無効にされたかを⽰します。

Table 10 ECCデータ ユニット ステータス

ビット フィー
ルド名 機能 

読み出し /書き込み 
(R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷
時設定
(2進 )

説明

EDUS[15:4] RESRVD 将来使用するた
めに予約済み V=>R 0000 これらのビットは将来使用するために予約済み。

注 :レガシー (x1) SPI専用では、ECCステータスは 8ビットだけです。

EDUS[3] ECC2BD 2ビット ECCエ
ラー検出フラグ V=>R 0 

このビットは、2ビット ECCエラー検出が有効な場合 (CFR4V[3]=1)、
2ビット エラーがデータ ユニットで検出されたかどうかを⽰します。 
2ビット エラー検出が無効な場合 (CFR4V[3]=0)、ECC2BDビットは常
に「0」になります。
注 :2ビットエラー検出が有効 (CFR4V[3]=1) の場合、シングルバイト
プログラミングまたはすでに部分的にプログラミングされたデータ
ユニットでビットウォーキングを実⾏している間、ECCOFFビットは
1bに設定されません。このようなバイトプログラミングまたはビッ
トウォーキングを実⾏しようとすると、プログラムエラーが発生し
ます。 

選択オプション :
1=2ビット エラーが検出されました。
0=エラーが発生しませんでした。

EDUS[2] RESRVD 将来使用するた
めに予約済み V=>R 0 このビットは将来使用するために予約されています。

EDUS[1] ECC1BC
1ビット ECCエ
ラー検出と訂正
フラグ

V=>R 0 

このビットはエラーがデータ ユニットで訂正されたかどうかを⽰し
ます。
選択オプション :
1=1ビット エラーがアドレス指定されたデータ ユニットで訂正され
ました。
0=アドレス指定されたデータ ユニットで訂正された 1ビット エラー
はありませんでした。

EDUS[0] ECCOFF
データ ユニット
ECCオフ /オン 
フラグ

V=>R 0 

このビットは ECCシンドロームがデータ ユニットでオフになってい
るかどうかを⽰します。 

選択オプション :
1=選択されたデータ ユニットで ECCはオフです。
0=選択されたデータ ユニットで ECCはオンです。
依存性 : CFR4x[3]
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4.1.1.2 ECCエラー アドレス トラップ (EATV)
• フラッシュ アレイ読み出し中に最初に発生した ECCエラーの ECCデータ ユニット アドレスをキャプ
チャするための 32ビット レジスタがあります。POR、ハードウェア リセット または ECCクリア トラ
ンザクション後に最初に発生した有効なエラー タイプ (CFR2x[6]での選択によって「2ビットのみ」ま
たは「1ビットか 2ビット」) のアドレスのみがキャプチャされます。EATVレジスタは読み出しトラ
ンザクションの間にのみ更新されます。
EATVレジスタは、エラーが検出されたときにアクセスされたアドレスを格納します。不良ビットはレ
ジスタで⽰された正確なアドレスに⾒つけられないことがありますが、エラーが検出された整列済み
の 16バイト ECCデータ ユニット内に⾒つけられます。単一の読み出し動作中に複数の ECCデータ ユ
ニットにエラーが⾒つかった場合、最初の不良の ECCユニットのアドレスのみが EATVレジスタにキャ
プチャされます。
2 ビット エラー検出が有効でなく、同じ ECC ユニットが複数回プログラムされた場合、その ECC ユ
ニットの ECCエラー検出が無効にされ、エラーが認識できないのでアドレスをトラップできません。

• アドレス トラップ レジスタは HYPERBUS™またはレガシー (x1) SPIアドレス トラップ レジスタ読み出し
トランザクションで読み出されます。

• ECCステータス レジスタ クリア トランザクション、PORまたは CS#シグナリング /ハードウェア /ソ
フトウェア リセットでは、アドレス トラップ レジスタがクリアされます。

Table 11 エラー上位 /下位アドレス トラップ レジスタのビット割り当て

メモリ容量
エラー下位アドレス レジスタ エラー上位アドレス レジスタ

全部 256Mb 512Mb 1Gb

EATV[15] A15 0 0 0

EATV[14] A14 0 0 0

EATV[13] A13 0 0 0

EATV[12] A12 0 0 0

EATV[11] A11 0 0 0

EATV[10] A10 0 0 0

EATV[9] A9 0 0 A25

EATV[8] A8 0 A24 A24

EATV[7] A7 A23 A23 A23

EATV[6] A6 A22 A22 A22

EATV[5] A5 A21 A21 A21

EATV[4] A4 A20 A20 A20

EATV[3] A3 A19 A19 A19

EATV[2] A2 A18 A18 A18

EATV[1] A1 A17 A17 A17

EATV[0] A0 A16 A16 A16
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4.1.1.3 ECCエラー検出カウンター (ECTV)
• フラッシュ メモリ アレイからデータが読み出されるときに発生した 1ビットまたは 2ビットエラーの
数をカウントするための 16ビット レジスタがあります。メイン アレイで認識されたエラーのみが、
エラー検出カウンターを増分させます。ECTVレジスタは読み出しトランザクションの間にのみ更新さ
れます。ECCステータス読み出しトランザクションは ECTVレジスタに影響しません。
16ビット エラー検出カウンターは FFFFhを越えて増分しませんが、ECCは動作を継続します。
注 : 連続した読み出し動作中に、1 ビットまたは 2 ビット エラーが検出されると、クロックがトグル
し続け、メモリ デバイスはデータ アドレスの増分および DQ信号上の新データの配置を継続すること
があります。エラーが発生した追加のデータ ユニットはCS#がHIGHに戻されるまでカウントされます。
読み出しトランザクション中は、エラーが発生したデータ ユニットごとに 1つのエラーのみがカウン
トされます。各読み出しトランザクションにより、対象のデータ ユニットの新たな読み出しが⾏われ
ます。もし複数の読み出しトランザクションがエラーのある同じデータ ユニットにアクセスしたら、
エラー カウンターはデータ ユニットが読み出されるたびに増分します。
2ビット エラー検出が有効でなく、同じデータ ユニットが複数回プログラムされた場合、そのデータ
ユニットの ECCエラー検出が無効にされ、エラーが認識できず、カウントされません。

• ECCエラー検出カウント レジスタは HYPERBUS™またはレガシー (x1) SPIの ECCエラー検出カウンター
読み出しトランザクションで読み出されます。

• POR、CS#シグナリング /ハードウェア /ソフトウェア リセットまたは ECCステータス レジスタ クリ
ア トランザクションでは、ECTVレジスタは「0」にセットされます。

4.1.1.4 INT#出力 - HYPERBUS™のみ
• SEMPER™フラッシュは、 フラッシュ デバイス内にイベントが発生したことをホスト システムに通知す
る INT#出力ピンをサポートします。 ユーザーは、以下のときにアクティブ (LOW) に遷移するよう INT#
出力ピンを設定できます。
- 2ビット ECCエラーの検出時
- 1ビット ECCエラーの検出時
- ビジー状態からレディ状態への遷移時

Table 12 エラー検出カウンター (揮発性 )
ビット位置 EDC結果 

EDC[15] R15

EDC[14] R14

EDC[13] R13

EDC[12] R12

EDC[11] R11

EDC[10] R10

EDC[9] R9

EDC[8] R8

EDC[7] R7

EDC[6] R6

EDC[5] R5

EDC[4] R4

EDC[3] R3

EDC[2] R2

EDC[1] R1

EDC[0] R0
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INT#ピンは BGAパッケージでのみ利用可能です。 動作は INT#出力 (通常は HIGH) が有効になった状態
で割込みコンフィギュレーション レジスタ (INCV) によって制御されます。 割込みコンフィギュレー
ション レジスタでは、INT#出力ピンで HIGHから LOWへの遷移をトリガーするように内部イベントが
有効にされるタイミングを決定します。 
割込みステータス レジスタ (INSV) は、 INSVが最後にクリアされてからどの有効な内部イベントが発生
したかを⽰します。 
有効にされたとき、 INT#出力ピンは有効なイベントの発生時に HIGHから LOWに遷移します。 ホストが
INT#が LOW状態に遷移したことを認識すると、 INSVレジスタを読み出すことで遷移の原因である内部
イベントを判定できます。 

POR/ハードウェア リセット /ソフトウェア リセット /DPD終了 /CS#シグナリング リセット中の INT#
出力の状態は無効です。

• INCVと INSVは、 INCVプログラム /INCV読み出しと INSVプログラム /INSV読み出しの HYPERBUS™トラ
ンザクションによりアクセスされます。

• 以下の方法で、 INT#出力を (外部プルアップ抵抗で ) HIGH状態に戻させます。
- 割込みコンフィギュレーション レジスタのビット 15に「1」をロードすることで、INT#出力を無効
にします。

- INT#出力を LOWに遷移させる内部イベントを⽰す適切な INSVビットを (「1 ｣を書き込むことで ) リ
セットします。 LOW状態にある、 また INSV内で有効にされたすべての INSVビットは、 INT#出力が
HIGHに戻る前にリセットする必要があります。

- 内部イベントが ECCであれば、ECC ASO内にあるときに ECCエラー クリア トランザクションを発⾏
することで INT#出力を HIGHに戻します。 ECCエラーをクリアすると、INSVの ECC関連ビット 
(INSV[1:0]) がクリアされますが、 INCVは無効にされません。

- INT#出力は、 CS#シグナリング リセット , ハードウェア リセット (RESET#=LOW), または PORによって
もデフォルト状態 (無効、High-Z) に戻されます。 ハードウェア リセットおよび PORは、 割込みコン
フィギュレーション レジスタをデフォルト状態 (全割込みが無効 ) に戻すことですべての割込みを無
効にします。

4.1.2 HYPERBUS™ ECC関連レジスタとトランザクション

4.1.3 レガシー (x1) SPI ECC関連レジスタとトランザクション

Table 13 HYPERBUS™ ECC関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )
関連 HYPERBUS™トランザクション

(Table 120を参照してください )

コンフィギュレーション レジスタ 2 (CFR2N, CFR2V) コンフィギュレーション レジスタ 2読み出し (RDVCR2_4_0, RDNCR2_4_0)

ECCアドレス トラップ レジスタ (EATV) アドレス トラップ レジスタ読み出し (RDADTU_2_1, RDADTL_2_1) - ECC ASO

ECCエラー検出カウント レジスタ (ECTV) ECCカウント値レジスタ読み出し (RDCONT_2_1) - ECC ASO

INT#ピン コンフィギュレーション レジスタ (INCV) 割込みコンフィギュレーション レジスタ読み出し (RDVINC_4_0)

INT#ピン ステータス レジスタ (INSV)

割込みステータス レジスタ読み出し (RDVINS_4_0)

割込みコンフィギュレーション レジスタ プログラム (PGVINC_4_0)

割込みステータス レジスタ プログラム (PGVINC_4_0)

Table 14 レガシー (x1) SPI ECC関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ 

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

コンフィギュレーション レジスタ 2 (CFR2N, CFR2V) 任意レジスタ読み出し (RDARG_4_0)

ECCアドレス トラップ レジスタ (EATV) 任意レジスタ書き込み (WRARG_C_1)

ECCエラー検出カウント レジスタ (ECTV) ECCステータス読み出し (RDECC_4_0)
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4.2 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ (ウェア レベリング )
インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャでは、高耐久性か⻑期データ保持に設定可能な領域へメ
イン メモリ アレイを分割できます。Endurance Flexは、ウェア レベリング プールの一部であるすべての
セクタにプログラム /消去サイクルが均等に分布される高耐久性領域にウェア レベリングを実装しま
す。これは、個々のセクタの早期摩耗を防止し、デバイスの信頼性を大きく向上させます。
アーキテクチャ上では、Endurance Flexのウェア レベリング アルゴリズムは論理セクタの物理セクタへ
のマッピングに基づきます。製品の寿命期間中に、このマッピングはすべての物理セクタに対するプロ
グラム /消去サイクルの均等な分布を維持するように変更されます。論理から物理へのマッピング情報
は、セクタがスワップされたときに更新される専用フラッシュ アレイに格納されます。セクタ スワッ
プは、消去トランザクションが発⾏されると⾏われます。 
Endurance Flexの高耐久性領域は少なくとも 20セクタのセットを必要とします。⻑期データ保持期間、
高耐久性、または両方の領域の設定に柔軟性を提供するために、4ポインタ アーキテクチャがありま
す。工場出荷時の設定では、すべてのポインタを無効にしており、ウェア レベリングの一部としてすべ
てのセクタを高耐久性として指定します。4ポインタを使用して最大 5つの領域を形成し、それぞれを
⻑期データ保持または高耐久性に設定できます。 
Figure 20はインフィニオン Endurance Flex アーキテクチャの概要を提供します。異なるセクタ アーキテ
クチャに基づいた 5つの可能な領域を⽰します。
注 :4KBセクタはインフィニオン Endurance Flexアーキテクチャの一部ではありません。

Figure 20 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ概要



Datasheet 32 002-23658 Rev. *F
2025-02-13

 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
機能

Figure 21 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ概要 (続く )

Table 15 領域定義 [14, 15, 16, 17]

領域 下限 上限
0 セクタ 0 アドレス ポインタ 1
1 アドレス ポインタ 1 アドレス ポインタ 2
2 アドレス ポインタ 2 アドレス ポインタ 3
3 アドレス ポインタ 3 アドレス ポインタ 4
4 アドレス ポインタ 4 最上位セクタ 

注
14.ポインタ アドレスは以下の規則に従う必要があります。
ポインタ 4 アドレス > ポインタ 3 アドレス
ポインタ 3 アドレス > ポインタ 2 アドレス
ポインタ 2 アドレス > ポインタ 1 アドレス

15. 4KBセクタは含まれません。
16.高耐久性領域と⻑期データ保持領域は、デバイスが最初に電源投入されたときに設定される必要があります。これらは 1度設定され
ると、変更できません。

17.いずれの高耐久性領域もその最小サイズは 20セクタです。
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4.2.1 コンフィギュレーション 1: 最⼤耐久性 - 1高耐久性領域
最大耐久性は、すべての 256KBセクタを高耐久性として指定することで達成できます。すべてのセクタ
はインフィニオン Endurance Flexポインタ アーキテクチャを使用して高耐久性として指定する必要があ
ります。最大耐久性のポインタ コンフィギュレーションを、Table 16に⽰します。

4.2.2 コンフィギュレーション 2: 2領域選択 - 1⻑期データ保持領域と 1高
耐久性領域

高耐久性または⻑期データ保持用のセクタはインフィニオン Endurance Flexポインタ アーキテクチャを
使用して指定する必要があります。領域 0は⻑期データ保持として指定され、16セクタから成ります。
領域 1は高耐久性として指定され、240セクタから成ります。2領域コンフィギュレーションのポイン
タ セットアップは、Table 17に⽰します。

4.2.3 HYPERBUS™ Endurance Flex関連レジスタとトランザクション

4.2.4 レガシー (x1) SPI Endurance Flex関連レジスタとトランザクション

Table 16 最⼤耐久性コンフィギュレーション用の EnduraFlexポインタ値 [18]

ポインタ番号 ポインタ アドレス
EPTADn[8:0] 領域タイプ ERGNTn ポインタ イネーブル

番号 EPTEBn
グローバル領域選択

GBLSEL
ウェア レベリングイ
ネーブル選択 WRLVEN

0 該当なし 該当なし 該当なし 1’b1 1’b1

1 9’b111111111

1’b1 1’b1 該当なし 該当なし
2 9’b111111111

3 9’b111111111

4 9’b111111111

Table 17 2領域コンフィギュレーション用の EnduraFlexポインタ値 [19]

ポインタ番号 ポインタ アドレス
EPTADn[8:0] 領域タイプ ERGNTn ポインタ イネーブル番

号 EPTEBn
グローバル領域選択

GBLSEL
ウェア レベリングイ
ネーブル選択 WRLVEN

0 該当なし 該当なし 該当なし 1’b0 1’b1

1 9’b000010000 1’b1 1’b0 該当なし 該当なし

Table 18 HYPERBUS™ Endurance Flex関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ (94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください ) 関連 HYPERBUS™トランザクション (Table 120を参照してください )

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (EFX4O, 
EFX3O, EFX2O, EFX1O, EFX0O)

EnduraFlexレジスタ読み出し (RDOENX_1_1) - EnduraFlex ASO

EnduraFlexレジスタ プログラム (PGOENX_2_1) - EnduraFlex ASO

Table 19 レガシー (x1) SPI Endurance Flex関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (EFX4O, 
EFX3O, EFX2O, EFX1O, EFX0O)

任意レジスタ読み出し (RDARG_4_0)

任意レジスタ書き込み (WRARG_C_1)

注
18.デバイスのデフォルト コンフィギュレーション。 
19.定義するポインタの数は設定する領域の数に基づきます。
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4.3 インターフェース CRC
インターフェース CRCは、ホストとデバイス間の通信に対してハードウェア加速の CRC計算を実⾏し、
転送される情報の整合性を確実にします。CRCは、デバイスで生データへの誤った変更を検出するため
に一般的に使用されるエラー検出コードです。
HL-T/HS-Tファミリのデバイスのインターフェース CRC方式は、CRCチェック値を検証し適切な処置を
取るためにホストに完全に依存します。デバイスは、ホストがインターフェース CRC読み出しトラン
ザクション (RDCRC_4_0、RICRC_1_1) で読み出す CRCチェック値を計算します。計算結果のチェック値
は、CS#が LOWの間のすべてのトランザクション内容、すなわち、コマンド、アドレスおよびデータ
を含みます。この CRCチェックサムは、単一のトランザクションまたは一連のトランザクションのい
ずれに対しても生成できます。唯一の制限は、スレーブが CRCチェックサムを計算するデータ サイズ
は 232ビットより小さなければならないことです。
ホストも同じトランザクション シーケンスに対して CRCチェック値を計算する必要があります。準備
ができたとき、ホストはデバイスが計算した CRCチェック値を読み出し、自分が計算したものと比較
します。不一致の場合、ホストは完全なトランザクション シーケンスを繰り返すことを選択できます。 

Figure 22 CRC計算の概要

注 :CRC読み出しトランザクションの終了時、デバイスは CRCチェック値をリセットし、CRC多項式を
再初期化します。
CRC32多項式 : X32 + X28 + X27 + X26 + X25 + X23 + X22 + X20 + X19 + X18 + X14 + X13 + X11 + X10 + X9 + X8 + X6 + 1

備考 

• ホストとデバイスの CRC多項式は同一でなければなりません。
• インターフェース CRCチェック値は以下の条件で 0xFFFFFFFFhにリセットされます。

- POR
- ハードウェア リセット
- ソフトウェア リセット
- CS#シグナリング リセット
- インターフェース CRCチェック値の読み出し
- ディープ パワー ダウンの終了

• コマンドが正常に受信される前にトランザクションが中止された場合、すなわち、転送の⻑さが、早
い CS#デアサートのため短縮された場合、転送されたデータは CRCチェック値にクロック入力されま
すが、もはや保証されなくなります。インターフェース CRCを使用する際、中止されない有効なトラ
ンザクションのみを使用しなければなりません。

• 揮発性ステータス レジスタの読み出しの前にインターフェース CRC値を読み出す必要があり、また揮
発性ステータス レジスタの読み出しの後にインターフェース CRC値をクリアする必要があります。

• インターフェース CRCが無効のとき、インターフェース CRCレジスタ値は不定になります。インター
フェース CRC機能を無効にする前にインターフェース CRCレジスタを読み出し、CRC計算を再初期化
するためにインターフェース CRC機能を有効にした後にもう一度読み出すことを推奨します。
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4.3.1 読み出し
読み出し動作は、 CS#=LOWのときにホストが READトランザクションを指定したときに⾏われます。 そ
の後、 デバイスはアドレスに基づいてメモリからのデータを提供します。 新しい READトランザクション
を発⾏する必要なく、 連続したアドレスに対して任意のバイト数で読み出し (バースト読み出し ) が可能
です。
トランザクション保護のために、 デバイスは CRC32多項式を使用してトランザクション シーケンス全体 
(CS# LOW状態 ) に対して CRCを実⾏します。 CS#を HIGHにすると、CRC計算は停止され、 チェック値は
CRCレジスタにラッチされます。 ホストが複数回の READトランザクションを実⾏した場合、 デバイスは
毎回の CS# LOWサイクルの間に CRCチェック値の更新を継続します。

Figure 23 CRC読み出し保護

注 :連続したインターフェース CRC読み出しトランザクションは、リセットされる CRCチェックサム
値を⽰しません。各インターフェース CRCレジスタ読み出しトランザクションの終了時、インター
フェース CRCレジスタはリセットされ、少なくとも 3クロック サイクルの間有効な入力データを持つ
トランザクションが⾏われた後にレジスタそれ自体を新しい CRCチェックサムで更新します。

4.3.2 プログラム /消去
プログラム動作は、CS#=LOWのときにホストがプログラム トランザクションを指定したときに⾏われ
ます。新しいプログラム トランザクションを発⾏する必要なく、連続したアドレスに対して最大 256バ
イト /512バイトの書き込み (バースト書き込み ) が可能です。消去動作は、CS#=LOWのときにホストが
消去トランザクションを指定したときに⾏われます。単一のセクタもデバイス全体も消去できます。
トランザクション保護のために、スレーブ デバイスは、CRC32多項式を使用して、命令シーケンス全体 
(CS# LOW状態 ) に対して CRCを実⾏します。プログラム /消去トランザクションを完了するために CS#
を HIGHにすると、CRC計算は停止され、チェックサムは CRCレジスタにラッチされます。ホストが複
数回のプログラム /消去トランザクションを実⾏した場合、スレーブは毎回の CS# LOWサイクルの間に
CRCチェックサムの更新を継続します。 

Figure 24 CRCによるプログラム保護
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ホスト デバイスは読み出しインターフェース CRCトランザクションを使用し、スレーブ デバイスから
の CRCチェックサムを読み出します。スレーブ デバイスは RDCRC_4_0トランザクションを CRCチェッ
クサムの一部として含み、その後チェックサム データをデータ バス上に配置します。スレーブからの
CRCチェックサムの受信時に、ホスト デバイス自体が計算した CRCチェックサムとの不一致を検出し
た場合、ホスト デバイスはスレーブ デバイスにプログラム /消去トランザクションを再発⾏できます。
フラッシュでは、CRCチェックサム エラーに起因した同じ位置への複数回のプログラム /消去は、アク
セス可能回数に影響します。 

4.3.3 HYPERBUS™インターフェース CRC関連レジスタとトランザクション

4.3.4 レガシー (x1) SPI インターフェース CRC関連レジスタとトランザク
ション

4.4 データ整合性 CRC
HL-T/HS-Tファミリのデバイスは、 メモリ アレイ内のユーザー定義アドレス範囲に対してハードウェア
加速の CRC計算を実⾏するために一連のトランザクションを備えます。 計算はプログラムや消去と同じ
ような組込み動作のもう一つのタイプであり、 計算実⾏中のデバイスはビジーです。 CRC動作はイン
ターフェース CRCと同じ CRC32多項式を使用して CRCチェック値を計算します。 

CRC32多項式 : X32 + X28 + X27 + X26 + X25 + X23 + X22 + X20 + X19 + X18 + X14 + X13 + X11 + X10 + X9 + X8 + X6 + 1

チェック値の生成シーケンスは、 データ整合性チェック (DICHK_4_1、LDENAD_1_1) トランザクションに
入力することで開始します。 このトランザクションは、 CRC開始アドレス レジスタに開始アドレスを
ロードすることを含みます /必要とします。 また、 CRC終了アドレス レジスタに終了アドレスをロード
することも含みます /必要とします。 CS#を HIGHにすると、 CRC計算が始まります。 CRCプロセスは、
開始アドレスと終了アドレスの間に格納されているデータのチェック値を計算します。 HYPERBUS™イン
ターフェースでは、 終了アドレスをロードするとデータ整合性の CRC計算が始まります。
計算期間中、 デバイスはビジー状態 (RDYBSY=1) に入ります。 チェック値の計算が完了すると、 デバイスは
レディ状態 (RDYBSY=0) に戻り、 計算結果のチェック値は読み出し可能です。 チェック値はデータ整合性
CRCレジスタ (DCRV[31:0]) に保存され、 読み出し (RDARG_4_0, RDDICL_2_1, RDDICU_2_1) が可能です。
チェック値の計算はデバイスがスタンバイ状態にあるときにのみ開始できます。 始まった計算は、 メモ
リ アレイからデータを読み出すために CRC一時停止トランザクション (SPEPD_0_0、SP_DIC_1_1) で一時
停止できます。 一時停止状態では、 ステータス レジスタの CRC一時停止ステータス ビットがセットされ
ます (DICRCS=1)。 いったん一時停止されたら、 ホストはステータス レジスタを読み出したり、 メモリ アレ
イからデータを読み出したり、 CRC再開トランザクション (RSEPS_0_0、RS_DIC_1_1) で CRC計算を再開
したりできます。
終了アドレス (ENDADD) は、 開始アドレス (STRADD) より少なくとも 4アドレス高くなければいけません。
[ENDADD<STRADD+3] の場合、 チェック値の計算は中止され、デバイスはレディ状態に戻ります 
(RDYBSY=0)。 レガシー (x1) SPIでは、 データ整合性 CRC中止ステータス ビットがセットされ (DICRCA=1)、
中止状態を⽰します。 DICRCAビットはセットされたら、 ソフトウェア リセットまたは後続の有効な CRC
コマンド実⾏でクリアできます。 HYPERBUS™では、 中止状態を⽰すためにバッファ書き込み中止ビット
はがセットされます (WRBFAB=1)。 ステータス レジスタ クリアは WRBFABビットをクリアし、 後続の有効
な CRCコマンドまたは CRC ASO終了シーケンスが実⾏可能になります。 [ENDADD<STRADD+3] の場合、
チェック値は不定のデータを保持します。
CRC-32多項式からチェック値を計算する際に使用される読み出しデータの順序は次のとおりです。

Table 20 HYPERBUS™ インターフェース CRC関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ 

(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )
関連 HYPERBUS™トランザクション 

(Table 120を参照してください )

該当なし インターフェース CRCレジスタ読み出し (RDICRC_1_1) - インター
フェース ASO読み出し

Table 21 レガシー (x1) SPI インターフェース CRC関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

インターフェース CRCイネーブル レジスタ (ICEV) 該当なし
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Figure 25 CrC-32データ順序

注 : CRCチェック値の計算中に無効なトランザクションがあると、チェック値データが壊れることがあ
ります。

4.4.1 HYPERBUS™データ整合性チェック関連レジスタとトランザクション

4.4.2 レガシー (x1) SPIデータ整合性チェック関連レジスタとトランザク
ション

Table 22 HYPERBUS™データ整合性 CRC関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )
関連 HYPERBUS™トランザクション

(Table 120を参照してください )

ステータス レジスタ (STRV) ステータス レジスタ読み出し (RDVSTR_2_0)
ステータス レジスタ失敗フラグ クリア (CLVSTR_1_0)
開始アドレス ロード (LDSTAD_1_1) - データ整合性チェック ASO
終了アドレス ロード (LDENAD_1_1) - データ整合性チェック ASO
データ整合性 CRCレジスタ上位ワード読み出し (RDDICU_2_1) - データ整合性
チェック ASO
データ整合性 CRCレジスタ下位ワード読み出し (RDDICL_2_1) - データ整合性
チェック ASO

データ整合性 CRCチェック値レジスタ (DCRV)

Table 23 レガシー (x1) SPIデータ整合性 CRC関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

ステータス レジスタ 1 (STR1N, STR1V) データ整合性チェック (DICHK_4_1)

ステータス レジスタ 2 (STR2V) 消去 /プログラム /データ整合性チェック一時停止 (SPEPD_0_0)

データ整合性 CRCチェック値レジスタ (DCRV) 消去 /プログラム /データ整合性チェック再開 (RSEPD_0_0)
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4.5 データ保護スキーム
データ保護は、保存されているデータおよびデバイス コンフィギュレーションへの誤った変更を防止す
るために必要です。誤った変更には、メモリ アレイの誤った消去やプログラムだけでなく、デバイスの
機能を変化させる可能性のあるコンフィギュレーション レジスタへの書き込みも含まれます。保護ス
キームは、単一のセクタ、セクタ グループ、メモリ アレイ全体を対象とする 3つのタイプがあります。
Figure 26に、異なる保護スキームと該当するデータ領域の概要を⽰します。

Figure 26 データ保護およびセキュリティ (書き込み /プログラム /消去 ) スキーム

4.5.1 高度セクタ保護 (ASP)
高度セクタ保護 (ASP) スキームでは、消去やプログラムを防止するために揮発性または不揮発性ロック
機能によって個々のメモリ アレイ セクタを独⽴して制御できます。また、不揮発性ロック コンフィ
ギュレーションはロックされるか、またはパスワードで保護されます。
メイン メモリ アレイのセクタは、揮発性 (ダイナミック ビット - DYB) と不揮発性 (持続的保護ビット - 
PPB) の一対の保護ビットにより消去やプログラムから保護されます。個々の DYB/PPBビット ペアは個
別に、該当セクタを保護するために「0」にセットされ、該当セクタの保護を解除するために「1」にク
リアされます。DYB保護ビットは何回でもセットおよびクリアできますが、不揮発性の PPBビットそれ
ぞれは対応する技術的な耐久性要件を満たす必要があります。Figure 27に、ASPの概要を⽰します。
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Figure 27 高度セクタ保護 (不揮発性 )

Figure 28 DYBと PPBの保護制御

ASPは、設計やシステムのニーズに応じて採用できる複数のデータ保護スキームを作り出す豊富なコン
フィギュレーション オプション セットを提供します。それらのコンフィギュレーション オプションは、
40ページの ASP保護のまとめ〜 45ページのレガシー (x1) SPI ASP関連レジスタとトランザクションで説
明します。

Register Bits
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4.5.1.1 ASP保護のまとめ
PPBビットは、PPBロック ビットが「0」のときにプログラムや消去から保護されます。PPBロック 
ビットの状態を管理する方式には、持続的保護およびパスワード保護の 2つがあります。
持続的保護モードでは、PORまたはハードウェア リセット時に PPBロック ビットを「1」にセットし、
PPBビットがデバイス リセットによって非保護となるようにします。ソフトウェア リセットは PPB
ロック ビットに影響しません。PPBを保護するために PPBロック ビットを「0」にクリアするコマンド
があります。持続的保護方式では、PPBロック ビットをセットするコマンドがないため、PPBロック
ビットは次回の電源切断またはハードウェア リセットまで「0」のままです。持続的保護方式では、
PPBのプログラムまたは消去によってセクタ保護を変更するオプションをブートコードで有効にした
後、PPBロック ビットを「0」にクリアすることで通常のシステム動作の残りに対してさらなる変更か
ら PPBを保護します。これは、ブート コード制御によるセクタ保護と呼ばれることがあります。
パスワード保護モードでは、PPBを保護するために PORまたはハードウェア リセット時に PPBロック 
ビットを「0」にクリアします。パスワード方式では、64ビットのパスワードを恒久的にプログラム
し、隠すことがあります。隠しパスワードと比較するためのパスワードを供給する 1つのコマンドが使
用されます。パスワードが一致した場合、PPBロック ビットは PPBの保護を解除するために「1」に
セットされます。コマンドを使用して、PPBロック ビットを「0」にクリアできます。この方式では、
PPB保護を制御するためにパスワードを使用する必要があります。
PPBロック管理方式の選択は、使用する方式を恒久的に選択するために、ASPコンフィギュレーション 
レジスタの OTPビットのプログラムによって⾏われます。
各セクタは次の保護状態があります。
• ロック解除 – セクタは保護されません。簡単なコマンドで保護を変更できます。パワー サイクルまた
はハードウェア リセット後のデフォルト保護状態は、非保護です。

• 動的ロック – セクタは保護されます。簡単なコマンドで保護を変更できます。保護状態はパワー サイ
クルまたはハードウェア リセットを通じて保存されません。

• 持続的ロック – セクタは保護されます。PPBロック ビットが「1」にセットされた場合のみ、保護を変
更できます。保護状態は不揮発性で、パワー サイクルまたはハードウェア リセットを通じて保存され
ます。保護状態を変更するには、PPBビットをプログラム /消去する必要があります。

4.5.1.2 PPBロック
持続的保護ロック ビットは、 すべての PPBビットを保護するための揮発性ビットです。「0」にクリアす
ると、 すべての PPBをロックし、「1」にセットすると PPBの変更を許可します。 PPBロック ビットはデ
バイスあたり 1つしかありません。 PPBロック コマンドを使用してこのビットを「0」にクリアします。
PPBロック ビットは、 すべての PPBを所望の設定にした後にのみ「0」にクリアしなければいけません。
持続的保護モードでは、PORまたはハードウェアリセット時に、PPBロック ビットが「1」にセットさ
れます。PBBロック ビット クリア シーケンスでクリアされた場合、別のハードウェア リセットまたは
電源投入以外には、PPBロック ビットをセットできるソフトウェア コマンド シーケンスはありません。 
パスワード保護モードでは、PORまたはハードウェア リセット時に PPBロック ビットが「0」にクリア
されます。PPBロック ビットは、パスワード ロック解除コマンド シーケンスでのみ「1」にセットでき
ます。PPBロック ビットは、PPBロック ビット クリア シーケンスで「0」にクリアできます。

Table 24 セクタ保護状態
保護ビット値

セクタ状態
PPBロック ビット PPB DYB

1 1 1 非保護 :PPBと DYBは変更できます。
1 1 0

保護 :PPBと DYBは変更可できます。1 0 1

1 0 0

0 1 1 非保護 :PPBは変更できず、DYBは変更できます。
0 1 0

保護 :PPBは変更できず、DYBは変更できます。0 0 1

0 0 0
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4.5.1.3 DYB (揮発性 ) セクタ保護
ダイナミック保護ビット (DYB) は揮発性でセクタ固有であり、個別に変更できます。DYBは、PPBがク
リアされたセクタに対してのみ保護を制御します。DYB書き込みトランザクションを実⾏することで、
DYBを「0」にセットするか、または「1」にクリアし、各セクタはそれぞれ保護または非保護の状態に
なります。この機能により、意図しない変更からソフトウェアでセクタを簡単に保護できますが、変更
が必要な場合は簡単に保護を解除できます。上述したように、DYBは必要に応じて「0」にセットする
かまたは「1」にクリアできます。

4.5.1.4 PPB (不揮発性 ) セクタ保護
持続的保護ビット (PPB) は、個別の不揮発性フラッシュ アレイに配置されます。セクタごとに 1つの
PPBビットが割り当てられます。PPBが「0」にプログラムされた場合、該当するセクタはプログラム
と消去動作から保護されます。PPBは個別にプログラムされますが、グループとして消去される必要が
あります。これは、個々のワードがメイン アレイでプログラム可能ですがセクタ全体が一括での消去を
必要とすることと同様です。PPBビットのプログラムには、通常のワード プログラム時間が必要です。
PPBビット プログラムまたは PPBビット消去の間に、ステータス レジスタにアクセスしていつ動作が
完了したかを確認できます。すべての PPBを消去するには、通常のセクタ消去時間が必要です。 

4.5.1.5 持続的保護モード
持続的保護方式では、 PORまたはハードウェア リセット時に PPBロック ビットを「1」にセットし、
PPBビットがデバイス リセットによって非保護となるようにします。 PPBを保護するために PPBロック 
ビットを「0」にクリアするコマンドがあります。 持続保護方式では、 PPBロック ビットを「1」にセッ
トするコマンドがないため、 次の電源切断またはハードウェア リセットまで PPBロック ビットは「0」
のままです。

4.5.1.6 パスワード保護モード
パスワード保護モードでは、 PPBロック ビットをセットするために 64ビットのパスワードを必要とす
ることによって、 持続的セクタ保護モードよりも高レベルのセキュリティを実現できます。 このパス
ワード要件に加えて、 電源投入またはハードウェア リセット後、 電源投入時に保護を確実にするために
PPBロックは「0」にクリアされます。 完全なパスワードを入力してパスワード ロック解除コマンドを
正常に完了すると、 PPBロック ビットが「1」にセットされ、 セクタの PPBの変更が可能になります。 パ
スワード保護スキームのフローチャートを Figure 29に⽰します。

Figure 29 パスワード保護スキームのフローチャート

Power up
Hardware Reset

ASPPWD = 0

Password Protection

Yes

�� PPBLock Bit = 0
�� ASP Register Bits = Program Protected
�� PPB Bits = Erase/Program Protected

PWD = Unlock

�� PPBLock Bit = 1
�� ASP Register Bits = Program Protected
�� PPB Bits = Erase/Program UnProtected

Yes

Fail

No

Default Protection

�� PPBLock Bit = 1
�� ASP Register Bits = Program UnProtected
�� PPB Bits = Erase/Program UnProtected
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パスワード保護の注意
• パスワード プログラム コマンドでプログラムできるのは、「0」だけです。 
• 出荷時はパスワードはすべて「1」です。パスワードは自身のメモリ空間内にあり、パスワード プロ
グラムとパスワード読み出しコマンドの使用によりアクセス可能です。

• あらゆる 64ビット パスワードの組合せがパスワードとして有効です。
• いったんパスワードをプログラムして検証したら、パスワードの読み出しを防ぐためには、パスワー
ド保護モード ロック ビットを「0」にプログラムする必要があります。

• 一旦パスワード保護モードロック ビットを「0」にプログラムすると、 データバス上で 64ビットパス
ワードの読み出しができなくなるため、 パスワードはプログラムできません。 これ以降、 パスワード領
域へのプログラムコマンドや読み出しコマンドは無効になり、 無視されます。 レガシー (x1) SPIでは、 保
護されたパスワードをプログラムしようとすると、 プログラムステータスビットがセットされます。 
HYPERBUS™では、 保護されたパスワードをプログラムしようとすると、 セクタロックステータスビット
とプログラムステータスビットがセットされます。 パスワードまたはパスワード保護モードロック
ビットをさらにプログラムしようとすると、 その動作は中止され、 ステータスレジスタに失敗が⽰され
ます。 パスワード保護モードロックビットがプログラムされた後、 パスワードが何であるかを確認する
方法はありません。 パスワードの確認ができるのは、 パスワード保護モードを選択する前のみです。

• パスワード モード ロック ビットは消去できません。
• 有効な 64ビット パスワードがデバイスに与えられた後、PPBロックをセットするためにデバイスは

tPSWDの時間を要します。
• パスワード ロック解除コマンドはパスワードのロックを解除するために使用されます。供給されたパ
スワードが内部の隠しパスワードと一致しない場合、デバイスはロックされ、更なる命令を受け取り
ません。デバイスをスタンバイ モードに戻してパスワードの入力を再度試すためには、ハードウェア 
リセットまたは CS#シグナリング リセットまたはパワー サイクルが必要です。

• パスワード モード ロック ビットをセット後にパスワードが失われた場合、 PPBロック ビットをクリア
する方法はありません。

4.5.1.7 パスワード読み出し保護モード
パスワード読み出し保護モードはデフォルトの 41ページのパスワード保護モードの代替モードとして
使用できます。 パスワード読み出し保護モードは、 ユーザーが ASPR[5]=0にプログラムしたときにデフォ
ルトの PPBパスワード保護モードの代わりに使用されます。 パスワードがプログラムされ、 ASPR[2]が
「0」にプログラムされない限り、 パスワード読み出し保護モードは有効になりません。
パスワード読み出し保護モードでは、 フラッシュ メモリ アレイは読み出し、 プログラムおよび消去から
保護されます。 パスワード ロック解除コマンドが正常に完了するまでは、 不揮発コンフィギュレーショ
ン レジスタ ビット xVCR1[9:8]によって選択された最下位または最上位 (256KB) セクタ アドレス範囲のみ
が読み出せます。 アレイの読み出し保護部分からの読み出しは、読み出し可能なセクタにリダイレクト
します。 
このモードでは、 PPBロック ビットはアドレスの上位ビットを制御するために使用されます。 PPBロッ
ク ビットが「1」の場合、 アドレス ビットが正常に動作します。 PPBロック ビットが「0」の場合、 メイ
ン アレイ セクタ アドレスを選択するアドレス ビットは「0」または「1」にされ、 最下位または最上位ア
ドレス範囲を選択します。 アドレス範囲選択のために、 SPIでは TBPROT (CFR1x[5]) ビットを使用し、
HYPERBUS™では TB4KBS[1:0] (CFR1x[9:8]) ビットを使用します。
パスワード読み出し保護が有効のとき、 オートブート機能は無効になります。 ATBR[0] (オートブート イ
ネーブル ) ビットはパスワード読み出し保護モードで無視されます。
Table 25 恒久保護モードとパスワード保護モードでの ASP コンフィギュレーションレジスタ選択

ASPOビット デフォルト値 名称
2 1 恒久的 /パスワード保護モード ロック ビット

ASPR[2:1]=00: 不可
ASPR[2:1]=01: パスワード モードは恒久的に有効 
ASPR[2:1]=10: 恒久的モードは恒久的に有効
ASPR[2:1]=11: 恒久的 /パスワード モードは無効 (工場出荷時設定 )

1
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PPBロック ビットが「0」の場合、PPBビットはプログラムおよび消去から保護されます。PPBロック 
ビットが「1」の場合、PPBビットにはプログラムまたは消去アクセスができます。
パスワード保護モードと同じように、PPBロック ビットは PORまたは PPBハードウェア リセットに
よって「0」にセットされます。
パスワード読み出し保護スキームのフローチャートを、Figure 30に⽰します。

Figure 30 パスワード読み出し保護スキームのフローチャート

Table 26 HYPERBUS™ CFR1xのブート ブロック アドレス範囲のマッピング
CFR1xビット デフォルト値 名称

CFR1x[9:8] 11

00=マップ パラメーター セクタとパスワード読み出し保護セクタは最下位のアドレスにマッピングさ
れます。
01=マップ パラメーター セクタとパスワード読み出し保護セクタは最上位のアドレスにマッピングさ
れます。
10=ユニフォーム セクタとパスワード読み出し保護セクタが最下位のアドレスにマッピングされます。
11=ユニフォーム セクタとパスワード読み出し保護セクタが最上位のアドレスにマッピングされます。

Table 27 レガシー (x1) SPI CFR1xのブート ブロック アドレス範囲のマッピング
CFR1xビット デフォルト値 名称

CFR1x[5] 0
0=マップ パラメーター セクタとパスワード読み出し保護セクタは最上位 (最上部 ) のアドレスにマッピ
ングされます。
1=マップ パラメーター セクタとパスワード読み出し保護セクタは最下位 (最下部 ) のアドレスにマッピ
ングされます。
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パスワード読み出し保護の注意
• パスワード読み出し保護は、ASPR[5]ビットを「0」にプログラムすることで有効にします。
• パスワード読み出し保護方式のパスワード プログラム、読み出し、ロックのコマンド シーケンスは、

PPBパスワード方式のデフォルト シーケンスと同じです。
• パスワード 読み出し保護モードとパスワード保護モードが有効になった (ASPR[2]、ASPR[5]が「0」に
プログラムされた ) 場合、パスワード ロック解除シーケンスに正しいパスワードが正常に入力される
まで、すべてのアドレスがブート セクタにリダイレクトされます。その時点で、パスワード読み出し
保護モードが無効になり、すべてのアドレス指定が適切な位置を選択します。

• システム ハードウェア リセットが発生した場合は、パスワード読み出し保護モードが再び有効になり
ます。

• パスワード読み出し保護と PPBパスワード保護のどちらかのオプションを選択するために、ASPR[5]
を使用します。ASPR[5]=0の場合、デバイスではパスワード読み出し保護方式を許可します。しかし、
ASPR[2]=0までパスワード読み出し保護方式は有効になりません。ASPR[2]=0になると、デバイスが正
しいロック解除シーケンスおよびパスワードによりロック解除されるまで、すべてのアドレスは最下
位または最上位のセクタからのみ選択します。ASPR[2]=1の場合、アドレスは正常に選択します。こ
れにより、ユーザーはコードでプログラムし、テストし、パスワードを設定し、ASPR[2]=0にプログ
ラムすることでパスワードをロックできます。

• パスワード読み出し保護を使用した場合、パスワード読み出しコマンド シーケンスを送信すれば、未
定義の結果が返ります。PPBロック ビットは、ハードウェア リセット、PORまたは PPBロック ビッ
ト クリア コマンド シーケンスのときにのみ、「0」に戻ります。 

• パスワード読み出し保護モード時、PPBロック ビットが「0」の場合、ID読み出しコマンド、パス
ワード ロック解除コマンド、およびアレイ読み出しのみが可能です。パスワードを提供してデバイス
全体の読み出しおよび正常なコマンド動作を許可するまで、他のコマンドは無効です。 

• パスワード読み出し保護モードがアクティブ (ASPR[5]=0、ASPR[2]=0、PPBロック ビット =0) の場合、
メイン アレイは読み出し可能ですが、メモリ セクタ アドレスを「0」か「1」にすることでブート セク
タのみが読み出せるようにします。DYBまたは PPBアドレス空間を読み出すと、未定義のデータが返
ります。

• パスワード読み出し保護モードが有効の場合、メモリ空間へのプログラムまたはレジスタ書き込みは
できません。RESETは正常に動作し、バス プロトコルはモード ビットをリセットすることで変更でき
ます。

4.5.1.8 HYPERBUS™ ASP関連レジスタとトランザクション
Table 28 HYPERBUS™ ASP関連レジスタとトランザクション

関連レジスタ
(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )

関連 HYPERBUS™トランザクション
(Table 120を参照してください )

高度セクタ保護レジスタ (ASPO) 高度セクタ保護レジスタ プログラム (PGOASP_2_1) - 高度セクタ保護 ASO
高度セクタ保護レジスタ読み出し (RDOASP_1_1) - 高度セクタ保護 ASO

コンフィギュレーション レジスタ 1 (CFR1N, CFR1V)

揮発性コンフィギュレーション レジスタ 1読み出し (RDVCR1_4_0)
不揮発性コンフィギュレーション レジスタ 1読み出し (RDNCR1_4_0)

不揮発性持続的保護ビット プログラム (PGNPPB_2_1) - PPB ASO

不揮発性持続的保護ビット消去 (ERNPPB_2_1) - PPB ASO

不揮発性持続的保護ビット読み出し (RDNPPB_1_1) - PPB ASO

揮発性持続的保護ロック クリア (CLVPPL_2_1) - PPBロック ASO

揮発性持続的保護ロック読み出し (RDVPPL_1_1) - PPBロック ASO

揮発性ダイナミック保護ビット セット (STVDYB_2_1) - DYB ASO

揮発性ダイナミック保護ビット クリア (CLVDYB_2_1) - DYB ASO

揮発性ダイナミック保護ビット読み出し (RDVDYB_1_1) - DYB ASO

セクタ保護ステータス (PRTSTS_2_1) - PPB/DYB ASO
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4.5.1.9 レガシー (x1) SPI ASP関連レジスタとトランザクション

4.5.2 セキュア シリコン領域 (SSR)
各デバイスには、フラッシュ メモリ アレイから独⽴した 1024Bの OTP SSRアドレス空間があります。
SSR領域は 32の領域に分割され、それぞれが単独にロックでき、32バイト整列⻑です。
アドレス 0から始まる 32バイトの領域では、
• 最下位 16アドレス バイトが、インフィニオンによって 128ビットの乱数でプログラムされます。イ
ンフィニオンのみがこれらのバイトをプログラムできます。これらの位置に 0をプログラムしようと
すると、プログラム動作が失敗し、プログラム ステータス エラーが発生します。

• 次の上位 4アドレス バイト (SSRロック バイト ) は恒久的に各領域をプログラムから保護するために
SSR領域ごとに 1ビットを提供するために使用されます。出荷時にこれらのバイトは消去されます。
SSR領域のプログラム後、SSRロック バイト内の関連する保護ビットをプログラムすることでこの領
域をロックして更なるプログラムを防ぎます。

• 最下位アドレス領域の次の上位 12Bは、将来の使用のために予約されています (RFU)。これらの RFU
バイト内のビットは、ホスト システムによってプログラムできますが、将来のデバイスは、より大き
な SSR領域の保護に使用する場合があることに注意してください。出荷時にこれらのバイトは消去さ
れます。
残りの領域は、出荷時に消去され、追加の恒久的なデータのプログミングに使用できます。
Figure 31に、SSRメモリ空間の図を⽰します。
SSRメモリ空間はシステム セキュリティ強化のためです。インフィニオンによってプログラムされた乱
数などの SSR値は、フラッシュ コンポーネントがシステム CPU/ASICと一体化して使用され、デバイス
置き換えを回避します。
HYPERBUS™では、コンフィギュレーション レジスタの SSR一時的ロック選択 (CFR1x[10]) ビットはクリ
アされた場合、SSRメモリ空間全体をプログラムから保護します。これにより、信頼できるブート コー
ドが SSR領域のプログラムを制御し、またロック ビットをセットして通常の電源投入時システム動作
の残りの時間に SSRメモリ空間がさらにプログラムされないようにできます。

Table 29 レガシー (x1) SPI ASP関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

高度セクタ保護レジスタ (ASPO) ダイナミック保護ビット読み出し (RDDYB_4_0)

コンフィギュレーション レジスタ 1 (CFR1N, CFR1V)

ダイナミック保護ビット書き込み (WRDYB_4_1)

持続的保護ビット読み出し (RDPPB_4_0)

持続的保護ビット プログラム (PRPPB_4_0)

持続的保護ビット消去 (ERPPB_0_0)

PPB保護ロック ビット書き込み (WRPLB_0_0)

パスワード保護モード ロック ビット読み出し (RDPLB_0_0)

パスワード ロック解除 (PWDUL_0_1)

書き込みイネーブル (WRENB_0_0)

任意レジスタ読み出し (RDARG_4_0)

任意レジスタ書き込み (WRARG_C_1)
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Figure 31 OTP保護 (不揮発性 )

4.5.2.1 SSRメモリ空間の読み出し
HYPERBUS™インターフェースでは、SSR領域の読み出しは SSR開始シーケンスで SSR ASOに移⾏する
と⾏われます。SSRは、SSR開始コマンド シーケンスの間に識別された特定のセクタにマッピングされ
ます。SSR開始コマンド シーケンス中に識別されたセクタ内でかつ有効な 1KB SSRアドレス範囲外で
SSRを読み出すと、未定義のデータを得ます。SSR ASOによってオーバーレイされないセクタを読み出
すとアレイ データを得ます。SSR終了シーケンスを実⾏すると、デバイスがアレイ読み出し ASOに戻
ります。
レガシー (x1) SPIインターフェースでは、SSR読み出しトランザクション (RDSSR_4_0) で SSR領域を読み
出します。

4.5.2.2 SSRメモリ空間のプログラム
HYPERBUS™インターフェースでは、SSRメモリのプログラムは SSR開始シーケンスで SSR ASOに移⾏
すると⾏われます。SSRプログラム コマンドのプロトコルは、通常のアレイ プログラムと同じです。
SSRプログラム シーケンスは、特定の SSRアドレスに対して複数回実⾏できますが、このアドレス空間
は消去できません。Table 30に、SSRプログラムが許可されるアドレス範囲を⽰します。有効な SSRア
ドレス範囲外での SSRプログラム動作は、アドレス A9以上を無視し、有効な SSRアドレスの範囲内に
リダイレクトします。SSR空間をプログラムするとき、開始アドレスを 32ビットに整列する必要があ
ります。つまり、アドレスの A0ビットは 0'bであり、ホストは CS#をデアサートする必要があります。
SSR一時的ロック選択 (CFR1x[10])=0のとき、SSRプログラムを⾏うと失敗し、失敗は⽰されません。
ASP保護モードを選択しても、SSRアドレス空間が保護されません。SSR終了シーケンスを実⾏すると、
デバイスが読み出しモードに戻ります。
レガシー (x1) SPIインターフェースでは、SSRプログラム トランザクション (PRSSR_4_0) で SSR領域を
プログラムします。SSR空間をプログラムするとき、開始アドレスを 32ビットに整列する必要があり
ます。つまり、アドレスの A1と A0ビットは 0'bであり、ホストは CS#をデアサートする必要がありま
す。
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4.5.2.3 HYPERBUS™ SSR関連レジスタとトランザクション

4.5.2.4 レガシー (x1) SPI SSR関連レジスタとトランザクション

Table 30 SSRアドレス マップ 
領域 バイト アドレス範囲 (16進 ) 内容 工場出荷初期状態 (16進 )

領域 0

0000h インフィニオンがプログラムする乱数の最下位バイト
(LSB)

インフィニオンがプログラムする乱数... ...

000Fh インフィニオン fがプログラムする乱数の最上位バイ
ト (MSB)

0010h〜 0013h

領域ロック ビット
バイト 10 [ビット 0] =「0」のとき、領域 0をプログ
ラムから保護します。
...
バイト 13 [ビット 7] =「0」のとき、領域 31をプログ
ラムから保護します。

全バイト =FFh

0014h〜 001Fh 将来に使用するために予約済み (RFU)

領域 1 0020h〜 003Fh

ユーザー プログラミング用に使用可能
領域 2 0040h〜 005Fh

... ...

領域 31 03E0h〜 03FFh

Table 31 HYPERBUS™ SSR関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )
関連 HYPERBUS™トランザクション

(Table 120を参照してください )

該当なし

セキュア シリコン領域読み出し (RD_SSR_1_1) - SSR ASO

セキュア シリコン領域ワード プログラム (PG_SSR_4_1) - SSR ASO

セキュア シリコン領域バッファ ロード (LDBSSR_5_1) - SSR ASO

セキュア シリコン領域バッファ プログラム確認 (PGCSSR_1_1) - SSR ASO

バッファ書き込み中止リセット (RSWSSR_3_1) - SSR ASO

Table 32 レガシー (x1) SPI SSR関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

該当なし
セキュア シリコン領域プログラム (PRSSR_4_1)

セキュア シリコン領域読み出し (RDSSR_4_0)
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4.6 セーフブート
SEMPER™フラッシュ メモリ デバイスは、デバイスを初期化し、組込み動作を管理し、その他の高度な
機能を実装するために使用する組込みマイクロコントローラーを内蔵します。組込みマイクロコント
ローラーの初期化失敗や不揮発性コンフィギュレーション レジスタの破損のため、フラッシュ デバイ
スは使用できなくなることがあります。組込みマイクロコントローラー ファームウェアの恒久的な破損
などの壊滅的なイベントがなければ、デバイスを回復することが可能です。
セーフブート機能の使用では、ステータス レジスタをポーリングすることでエラー シグネチャによっ
て組込みマイクロコントローラーの初期化失敗やコンフィギュレーションの破損を検出できます。

4.6.1 マイクロコントローラー初期化失敗検出 (x1ブート オプション )
フラッシュ デバイスの組込みマイクロコントローラーが正常に初期化しなかった場合、壊滅的な故障で
なければ、ハードウェア リセットによりデバイスを回復できます。ハードウェア リセットはホスト コ
ントローラーによって開始されなければなりません。マイクロコントローラーの失敗した初期化の検出
時に、フラッシュ デバイスは自動的にレガシー (x1) SPIインターフェースに戻り、ステータス レジスタ
で失敗のシグネチャを提供します。 
Table 33に、初期化失敗検出時のデバイスのステータス レジスタ ビットを⽰します。
Table 33 ステータス レジスタ 1電源投⼊検出シグネチャ

ビット フィールド名 機能 検出シグネチャ
STR1V[7] RESVRD 将来使用するために予約済み 0

STR1V[6] PRGERR プログラム エラー ステータス フラグ 1

STR1V[5] ERSERR 消去エラー ステータス フラグ 1

STR1V[4]

RESVRD 将来使用するために予約済み
0

STR1V[3] 0

STR1V[2] 0

STR1V[1] WRPGEN 書き込み /プログラム イネーブル ステータス フラグ 0

STR1V[0] RDYBSY デバイス レディ /ビジー ステータス フラグ 1

Table 34 電源投⼊時の故障検出時のインターフェース コンフィギュレーション [20]

インター
フェース

サポートされるトラン
ザクション レジスタ タイプ アドレス

(バイト数 ) 動作周波数 
レジスタ読み出しレ
イテンシ (クロック 
サイクル数 )

出力インピーダンス

SPI
(1S-1S-1S)

ステータス レジスタ 1
読み出し (RDSR1_0_0)
任意レジスタ読み出し 
(RDARG_4_0)

ステータス レジスタ
(揮発性専用 )

4
最大 
(RDSR1_0_0, 
RDARG_4_0用 )

2 45Ω

注
20.ステータス レジスタの読み出しで、不揮発性ステータス レジスタのアドレスを RDARG_4_0に提供すると不確定な結果を生じます。
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4.6.1.1 ホスト ポーリング動作
ホストは、デバイスに初期化失敗が発生したかどうかを判断するために、ステータス レジスタ ポーリ
ング シーケンスを実⾏する必要があります。Figure 32にシーケンスのフローチャートを⽰します。

Figure 32 マイクロコントローラー初期化失敗検出用のホスト ポーリング シーケンス

4.6.1.2 マイクロコントローラー初期化失敗検出関連レジスタとトランザク
ション

Table 35 マイクロコントローラー初期化失敗関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを
参照してください )

関連 SPIトランザクション
(Table 122を参照してください )

関連 HYPERBUS™トランザクション
(Table 120を参照してください )

揮発性ステータス レジスタ 1 (STR1V)
任意レジスタ読み出し (RDARG_4_0)

該当なし
ステータス レジスタ 1読み出し (RDSR1_0_0)

Power-Up 

Read Status Register 1 (x1)
OR

Read Status Register (x8)

Status Register 1 
= 0x00? (x1) 

OR = LSB 0x80? (x8)
&

Any Read Identification Transaction = 
Successful

Device
Ready

Yes

Change Host Interface to SDR SPI
(1S-1S-1S)

No

Read Status Register 1

Hardware Reset 

Flash Microcontroller 
Initialization Failure 

Detected

Status Register 1 = 0x61

[21]

注
21.仕様範囲内の Vccで、ハードウェア リセットでは問題が解決しない場合、フラッシュ デバイスを交換してください。
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4.6.2 マイクロコントローラー初期化失敗検出 (x8ブート オプション )
マイクロコントローラーの初期化失敗の検出時、フラッシュ デバイスは HYPERBUS™インターフェース
のままであり、ホスト コントローラーから何のトランザクションも受け入れません。また、マイクロコ
ントローラー初期化の失敗のため、RSTO#は LOWから HIGHに遷移しません。

4.6.2.1 ホスト ポーリング動作
ホストは、デバイスに初期化エラーが発生したかどうかを判断するために、ステータス レジスタ ポー
リング シーケンスを実⾏するか、または RSTO#が LOWから HIGHに遷移したかどうかを確認する必要
があります。Figure 33にシーケンスのフローチャートを⽰します。マイクロコントローラーの初期化失
敗を検出すると、デバイスは 30Ωの出力インピーダンスをサポートします。

Figure 33 マイクロコントローラー初期化失敗検出用のホスト ポーリング シーケンス (x8ブート オ
プション )

Power-Up 

Read Status Register 1
(HYPERBUS™ Interface)

LSB of Status Register 1 = 
0x80? 

Device
Ready

Yes

No

Hardware Reset

Flash Microcontroller 
Initialization Failure 

Detected

[22]

注
22.仕様範囲内の Vccで、ハードウェア リセットでは問題が解決しない場合、フラッシュ デバイスを交換してください。
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4.6.3 コンフィギュレーション破損検出 (HYPERBUS™インターフェース )
HYPERBUS™インターフェースを介した不揮発性レジスタへの消去や書き込みなどのデバイス コンフィ
ギュレーションの更新時に電力喪失が起こった場合やハードウェア リセットが⾏われた場合、レジスタ
消去や書き込みトランザクションは中断されます。デバイスはスタンバイ モードに戻りますが、組込み
の消去や書き込み動作が完了前に終了されたため、不揮発性レジスタ データが破損された可能性が最も
高いです。
HYPERBUS™インターフェースに対応した SEMPER™フラッシュは、電力喪失が起こった場合、または不
揮発性コンフィギュレーション レジスタの消去中にハードウェア リセットが開始された場合、PRGERR 
(STRV[4]) ビットをセットします。そのため、不揮発性コンフィギュレーション レジスタ書き込みの前に
ステータス レジスタをポーリングすることが推奨されます。コンフィギュレーションの破損の検出時、
デバイスは 20サイクルの読み出しレイテンシをサポートします。 
通常動作を開始する前に、不揮発性レジスタ書き込み動作後のデバイス コンフィギュレーションを確認
することが推奨されます。レジスタ値が所望のコンフィギュレーションに一致しない場合、HYPERBUS™
インターフェースを介してコンフィギュレーションを再び書き込む必要があります。 

4.6.4 コンフィギュレーション破損検出 (x1レガシー SPI)
レガシー SPI (1S-1S-1S) プロトコルを介した不揮発性レジスタへの書き込みなどのデバイス コンフィ
ギュレーションの更新時に電力喪失が起こった場合やハードウェア リセットが⾏われた場合、レジスタ
書き込みトランザクションは中断されます。デバイスはスタンバイ モードに戻りますが、組込みの書き
込み動作が完了前に終了されたため、不揮発性レジスタ データは破損する可能性が最も高いです。次回
の電源投入時に、コンフィギュレーションの破損はステータス レジスタで⽰された適切な失敗フラグで
検出され、コンフィギュレーションの再度書き込みが可能になります。デバイスは設定された保護ス
キームを維持します。
Table 36に、コンフィギュレーション破損検出時のデバイスのステータス レジスタ ビットを⽰します。
Table 36 ステータス レジスタ 1コンフィギュレーション破損検出シグネチャ

ビット フィールド名 機能 検出シグネチャ
STR1V[7] RESVRD 将来使用するために予約済み 0

STR1V[6] PRGERR プログラム エラー ステータス フラグ 1

STR1V[5] ERSERR 消去エラー ステータス フラグ 0

STR1V[4]

RESVRD 将来使用するために予約済み
0

STR1V[3] 0

STR1V[2] 0

STR1V[1] WRPGEN 書き込み /プログラム イネーブルステータス 
フラグ 0

STR1V[0] RDYBSY デバイス レディ /ビジー ステータスフラグ 1

Table 37 コンフィギュレーション破損検出時のインターフェース コンフィギュレーション
インターフェース サポートされるトランザクション アドレス (バイト数 ) 動作周波数 出力インピーダンス

レガシー (x1) SPI すべての SPIトランザクション 4 最大 45Ω



Datasheet 52 002-23658 Rev. *F
2025-02-13

 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
機能

Figure 34 コンフィギュレーション破損検出用のホスト ポーリング シーケンス (x1レガシー SPI)

4.6.4.1 コンフィギュレーション破損検出関連レジスタ
Table 38 コンフィギュレーション破損検出関連レジスタとトランザクション

関連レジスタ
(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )

関連 SPIトランザクション
(Table 122を参照してください )

揮発性ステータス レジスタ 1 (STR1V) すべての 1S-1S-1Sトランザクション

Power-Up 

Read Status Register 1

Status Register 1 
= 0x00?

&
Any Read Identification Transaction = 

Successful

Device
Ready

Yes

No

Clear Status Register 1

Configure the Device by Updating All 
Nonvolatile Registers

Device
Ready

Change Host Interface to Default

Flash Configuration 
Corruption Detected

Status Register 1 = 0x41

Power-Up 

Read Status Register 1

Status Register 1 
= 0x00?

&
Any Read Identification Transaction = 

Successful

Device
Ready

Yes

No

Clear Status Register 1

Configure the Device by Updating All 
Nonvolatile Registers

Device
Ready

Change Host Interface to Default

Flash Configuration 
Corruption Detected

Status Register 1 = 0x41

[23]

注
23.最初の任意レジスタ書き込みトランザクションが不揮発性ステータス レジスタまたはコンフィギュレーション レジスタを更新すると、残
りのすべての不揮発性ステータスおよびコンフィギュレーション レジスタは事前定義された状態に戻ります (STR1N=0x00、CFR1N=0x00、
CFR2N=0x00、CFR3N=0x00、CFR4N=0x00)。アドレスのバイト⻑とレイテンシを設定してから、残りのコンフィギュレーションを⾏うこと
でセーフブート回復動作を開始することを推奨します。 
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4.7 オートブート
オートブート機能の使用では、電源投入またはハードウェア リセット後に読み出しトランザクション (
アドレスを含む ) を発⾏する必要なく、ホストは HL-T/HS-Tファミリのデバイスからデータを読み出せ
ます。デバイス コンフィギュレーションに基づき、CS#が LOWにされ、CKがトグルすると、データは
インターフェース I/Oに出力されます。 
読み出しデータの開始アドレスはオートブート レジスタ (ATBN[31:9] - STADR[22:0]) で指定されます。開
始アドレスはメモリ内のいかなる (512バイト ) ページ境界の位置にあっても構いません。クロック サイ
クル数で表される開始遅延時間 (ATBN[8:1] - STDLY[7:0]) もオートブート レジスタで指定されます。遅延
時間は、データが読み出される前に設定されます。遅延時間はホストの要件を満たすようにプログラム
できますが、動作周波数に基づいたメモリ アクセス時間を満たすために最小時間が必要です。オート
ブートの実⾏が成功または失敗した後、ステータス レジスタ 1の値をチェックし、コンフィギュレー
ションの破損を検証することを強く推奨します (セーフブート )。
注 :オートブートでは、ラップ機能を無効にしなければなりません。 
注 :高度セクタ保護の一部として、オートブートはパスワード読み出し保護機能が有効になったときに
無効にされます。パスワード読み出し保護機能が有効になったとき、オートブート (ATBN[0] - ATBTEN) 
を無効にすることを推奨します。
注 :インターフェース CRCが有効になったオートブートには、少なくとも 4データ ワードを読み出す必
要があります。
注 :最初のオートブート アドレスを⻑期データ保持領域に割り当てることを強く推奨します。 

4.7.1 HYPERBUS™ オートブート関連レジスタとトランザクション

4.7.2 レガシー (x1) SPI オートブート関連レジスタとトランザクション

Table 39 HYPERBUS™オートブート関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )
関連 HYPERBUS™トランザクション

(Table 120を参照してください )

オートブート レジスタ (ATBN)

オートブート レジスタ プログラム (PGNATB_2_1) - オートブート ASO

オートブート レジスタ読み出し (RDATBN_1_0) - オートブート ASO

オートブート HYPERBUS™トランザクション

Table 40 レガシー (x1) SPI オートブート関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

オートブート レジスタ (ATBN)

任意レジスタ読み出し (RDARG_4_0)

任意レジスタ書き込み (WRARG_C_1)

オートブート トランザクション
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4.8 読み出しトランザクション
HL-T/HS-Tは次の異なる読み出しトランザクションに対応します。メモリ アレイ読み出し , デバイス ID
読み出し , レジスタ読み出し , セキュア シリコン読み出し , 保護 DYBビットと PPBビット読み出し。 読み
出しトランザクションは以下の 2つのインターフェース /プロトコルのいずれも使用できます。
• SDRのレガシー (x1) SPIインターフェース
• DDR HYPERBUS™インターフェース
読み出しトランザクションの特⻑は以下のとおりです。
• 読み出しトランザクションは、 メモリ アレイにアクセスする時間を許可するためにコマンド /アドレ
ス バイトの後に続いてレイテンシ サイクルを必要とします (レガシー (x1) SPIプロトコルの RDAY1_4_0
と RDAY1_C_0を除く )。

• HYPERBUS™でのみ利用可能なデータ ストローブ (DS) は、 読み出しデータと同時に変化する出力クロッ
クであり、 メモリ コントローラーがデータをキャプチャできるようにします (58ページのデータ スト
ローブ (DS) - HYPERBUS™を参照してください )。 

• 読み出しトランザクションは、 ラップ , ハイブリッド , およびリニア バーストのオプションがあります。

4.8.1 ID読み出しトランザクション
固有 IDトランザクションは 3つあり、 それぞれはレガシー (x1) SPIと HYPERBUS™の 2つのプロトコルに
対応します。

4.8.1.1 デバイス ID読み出しトランザクション
デバイス ID読み出し (RDIDN_0_0、RDIDSF_1_1) トランザクションはメーカー IDとデバイス IDへの読み
出しアクセスを提供します。 レガシー (x1) SPIモードはアドレス サイクルがありません。 SPIモードでは、
トランザクションは CFR3V[7:6]で設定されたレイテンシ サイクルを使用して 166 MHzの最大クロック周
波数を有効にします。 同様に HYPERBUS™モードでは、 CFR1V[7:4]で設定されたレイテンシ サイクルを使
用して 166 MHz (HL-T) または 200 MHz (HS-T) の最大クロック周波数を有効にします。 HYPERBUS™モードは
データ キャプチャのために DSに対応します。

4.8.1.2 SFDP読み出しトランザクション
シリアル フラッシュ検出可能パラメーター読み出し (RSFDP_3_0、RDIDSF_1_1) トランザクションは
JEDECシリアル フラッシュ検出可能パラメーター (SFDP) へのアクセスを提供します。 SPIモードでは、
トランザクションは 3バイト アドレスを使用します。 0以外のアドレスがセットされた場合、 SFDP空間
内の選択された位置は読み出しデータの開始点です。 これにより、 SFDP空間の任意のパラメーターへラ
ンダムにアクセスできます。 SFDP読み出しトランザクションは、 パスワードが与えられる前にはパス
ワード読み出し保護モードで無効です。 SFDP読み出しトランザクションの最大クロック周波数は、SPI
モードでは 156 MHz、HYPERBUS™モードでは 166 MHz (HL-T) または 200 MHz (HS-T) です。 HYPERBUS™モー
ドはデータ キャプチャのために DSに対応します。

4.8.1.3 固有 ID読み出しトランザクション
固有 ID読み出し (RDUID_0_0、RDIDSF_1_1) トランザクションはデバイス ID読み出しトランザクション
と同様ですが、 デバイス独自の異なる 64ビットの番号にアクセスします。 固有 IDは工場出荷時にプログ
ラムされます。

4.8.1.4 HYPERBUS™ ID読み出し関連レジスタとトランザクション
Table 41 HYPERBUS™ ID読み出し関連レジスタとトランザクション

関連レジスタ
(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )

関連 HYPERBUS™トランザクション
(Table 120を参照してください )

HYPERBUS™コンフィギュレーション レジスタ 1 (CFR1N, CFR1V) ID/固有 ID/SFDP読み出し (RDIDSF_1_1) - ID/固有 ID/SFDP ASO
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4.8.1.5 レガシー (x1) SPI ID読み出し関連レジスタとトランザクション

4.8.2 メモリ アレイ読み出しトランザクション
メモリ アレイ データは、任意のバイト境界で始まるメモリから読み出せます。 データ バイトは、 ホスト
が CS#入力を HIGHに駆動してデータ転送を完了させるまで、 下位バイト アドレスから上位バイト アド
レスへ順次に読み出されます。 バイト アドレスがメモリ アレイの最大アドレスに達すると、 読み出しは
アレイのゼロ アドレスで継続します。

4.8.2.1 読み出しトランザクション - HYPERBUS™
HYPERBUS™読み出しトランザクションは DDRプロトコルで最大データ スループットを実現します。 こ
のプロトコルはデータ キャプチャのために DSに対応します。 リニア バースト⻑とラップ バースト⻑の
オプションがあります。 トランザクションは、 CFR1V[7:4]で設定されたレイテンシ サイクルを使用して
166 MHz (HL-T) または 200 MHz (HS-T) の最大クロック周波数を有効にします。

4.8.2.2 読み出しおよび高速読み出しトランザクション - レガシー (x1) SPI
SPI読み出しおよび高速読み出しトランザクションは、 レガシーSPIとの後方互換性を必要とするホスト 
システムのためにサポートされます。 このプロトコルはデータ キャプチャのために DSに対応していま
せん。 リニアおよびラップの読み出し⻑のオプションがあります。 読み出しトランザクションは 50 MHz
の最大クロック周波数に対応しており、 レイテンシ サイクルは必要ありません。 高速読み出しトランザ
クションは、 CFR2V[3:0]で設定されたレイテンシ サイクルを使用して 166 MHzの最大クロック周波数を
有効にします。

4.8.2.3 HYPERBUS™メモリ アレイ読み出し関連レジスタとトランザクション

4.8.2.4 レガシー (x1) SPIメモリ アレイ読み出し関連レジスタとトランザク
ション

4.8.3 レジスタ読み出しトランザクション
組込み動作の状態を報告するか、 またはデバイス コンフィギュレーション オプションを制御するための
レジスタが複数あります。 レジスタには揮発性ビットと不揮発性ビットがあります。 レジスタの読み出
しには、 汎用と専用の 2つのトランザクション タイプがあります。 汎用 (任意レジスタ読み出し ) トラン
ザクションは、 アドレス指定により不揮発性と揮発性のすべてのデバイス レジスタを読み出す方法を提
供します。 専用レジスタ読み出しトランザクションはレジスタごとに定義され、 そのレジスタの内容の
みを読み出します。 レガシー (x1) SPIは両方のトランザクション タイプに対応しますが、 HYPERBUS™は専
用トランザクションのみに対応します。

Table 42 レガシー (x1) SPI ID読み出し関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

SPIコンフィグレーション レジスタ 3 (CFR3N, CFR3V) ID読み出し (RDIDN_0_0)

Table 43 HYPERBUS™メモリ アレイ読み出し関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )
関連 HYPERBUS™トランザクション

(Table 120を参照してください )

HYPERBUS™コンフィギュレーション レジスタ 1 (CFR2N, CFR2V) 読み出し (RDMARY_1_0)

Table 44 レガシー (x1) SPIメモリ アレイ読み出し関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

SPIコンフィギュレーション レジスタ 2 (CFR2N, CFR2V) 読み出し (RDAY1_4_0, RDAY1_C_0)

SPIコンフィギュレーション レジスタ 4 (CFR4N, CFR4V) 高速読み出し (RDAY2_C_0)
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4.8.3.1 コンフィギュレーション レジスタ読み出しトランザクション - 
HYPERBUS™

コンフィギュレーション レジスタ読み出し (RDVCR1_4_0, RDVCR2_4_0, RDNCR1_4_0, RDNCR2_4_0) トラン
ザクションは揮発性と不揮発性の両方のデバイス コンフィギュレーション レジスタを読み出します。
その後に、CFR1V[7:4]で設定されたレイテンシ サイクル数が続き、 HYPERBUS™モードで 166 MHz (HL-T) 
または 200 MHz (HS-T) の最大クロック周波数を有効にします。 このプロトコルはデータ キャプチャのた
めに DSに対応します。

4.8.3.2 任意レジスタ読み出し - レガシー (x1) SPI
任意レジスタ読み出し (RDARG_4_0) トランザクションは不揮発性と揮発性のすべてのデバイス レジスタ
を読み出す最良の方法です。 トランザクションは読み出すレジスタのアドレスを含みます。 その後に、
不揮発性レジスタの読み出しのために CFR2V[3:0]、 揮発性レジスタの読み出しのために CFR3V[7:6]で設
定されたレイテンシ サイクル数が続きます。 そして、 選択したレジスタの内容が返されます。 読み出しア
クセスが続くと、 トランザクションが終了するまでレジスタ内容が返ります。 各 RDARG_4_0トランザク
ションで 1バイトのレジスタ位置のみを読み出します。 2データ バイト以上のレジスタに対しては、 各
データ バイトを読み出すために RDARG_4_0トランザクションは 2番目以上のバイトのアドレスで繰り
返す必要があります。
RDARG_4_0トランザクションは SPIモードで 166 MHzの最大クロック周波数に対応します。
RDARG_4_0トランザクションは、 ステータス レジスタ 1 (STR1V) を読み出すために組込み動作中に使用で
きます。 ASP PPBアクセス レジスタ (PPAV) や ASPダイナミック ブロック アクセス レジスタ (DYAV) など
のレジスタを読み出すために使用されません。 アクセスしたアレイの位置を選択し、 読み出すために個
別のコマンドが必要です。 ASPR[2:0]をプログラムすることで ASPパスワード保護モードを選択した場
合、 RDARG_4_0トランザクションは PASSレジスタ位置から無効なデータを読み出します。 未定義の位置
を読み出すと未定義のデータが返されます。

4.8.3.3 ステータス レジスタ読み出しトランザクション
ステータス レジスタ読み出し (RDSR1_0_0, RDSR2_0_0, RDVSTR_2_0) トランザクションはレジスタの揮発
性内容を読み出します。 SPIモードはアドレス サイクルがありません。 SPIトランザクションは、 揮発性
レジスタを読み出すために CFR3V[7:6]で設定されたレイテンシ サイクルを使用し、 166 MHzの最大ク
ロック周波数を有効にします。 HYPERBUS™トランザクションは、 揮発性レジスタを読み出すために
CFR1V[7:4]で設定されたレイテンシ サイクルを使用し、 166 MHz (HL-T) または 200 MHz (HS-T) の最大ク
ロック周波数を有効にします。 HYPERBUS™モードはデータ キャプチャのために DSに対応します。
ステータス レジスタ (SPI - 揮発性のみ ) の内容は、プログラム , 消去 , または書き込み動作の実⾏中にい
つでも読み出せます。
SPIモードでは、8の倍数のクロック サイクルを提供することでステータス レジスタを連続的に読み出
せます。 ステータスは各 8サイクルの読み出しごとに更新されます。

4.8.3.4 ダイナミック保護ビット (DYB) アクセス レジスタ読み出しトランザク
ション

DYBアクセス レジスタ読み出し (RDDYB_4_0, RDVDYB_1_1) トランザクションは DYBアクセス レジスタの
内容を読み出します。 SPIトランザクションは、 揮発性レジスタを読み出すために CFR3V[7:6]で設定され
たレイテンシ サイクルを使用し、 166 MHzの最大クロック周波数を有効にします。 HYPERBUS™トランザ
クションは、 揮発性レジスタを読み出すために CFR1V[7:4]で設定されたレイテンシ サイクルを使用し、
166 MHz (HL-T) または 200 MHz (HS-T) の最大クロック周波数を有効にします。 HYPERBUS™モードはデータ 
キャプチャのために DSに対応します。 アレイ全体に対して DYBアクセス レジスタを読み出すことはで
きません。 各位置は別々の DYB読み出しトランザクションで読み出さなければなりません。 

4.8.3.5 持続的保護ビット (PPB) アクセス レジスタ読み出しトランザクション
PPBアクセス レジスタ読み出し (RDPBB_4_0, RDNPPB_1_1) トランザクションは PPBアクセス レジスタの
内容を読み出します。 SPIトランザクションは、 揮発性レジスタを読み出すために CFR3V[7:6]で設定され
たレイテンシ サイクルを使用し、 166 MHzの最大クロック周波数を有効にします。 HYPERBUS™トランザ
クションは、 揮発性レジスタを読み出すために CFR1V[7:4]で設定されたレイテンシ サイクルを使用し、
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166 MHz (HL-T) または 200 MHz (HS-T) の最大クロック周波数を有効にします。 HYPERBUS™モードはデータ 
キャプチャのために DSに対応します。 アレイの全セクタに対して PPBアクセス レジスタを読み出すこ
とはできません。 各位置は別々の PPB読み出しトランザクションで読み出さなければいけません。

4.8.3.6 PPBロック読み出しトランザクション
PPBロックレジスタ読み出し (RDPLB_0_0、RDVPPL_1_1) トランザクションはグローバルな持続的保護
ロック ビットを読み出します。 SPIモードはアドレス サイクルがありません。 SPIトランザクションは、
揮発性レジスタを読み出すために CFR3V[7:6]で設定されたレイテンシ サイクルを使用し、 166 MHzの最
大クロック周波数を有効にします。 HYPERBUS™トランザクションは、 揮発性レジスタを読み出すために
CFR1V[7:4]で設定されたレイテンシ サイクルを使用し、 166 MHz (HL-T) または 200 MHz (HS-T) の最大ク
ロック周波数を有効にします。 HYPERBUS™モードはデータ キャプチャのために DSに対応します。

4.8.3.7 ECCデータ ユニット ステータス読み出し
ECCデータ ユニット ステータス読み出し (RDECC_4_0, RDECST_1_1) トランザクションはアドレス指定し
たデータ ユニットの ECCステータスを判定するために使用されます。 アドレスの LSbは ECCデータ ユ
ニットに整列されなければいけません。 SPIトランザクションは、 揮発性レジスタを読み出すために
CFR3V[7:6]で設定されたレイテンシ サイクルを使用し、 166 MHzの最大クロック周波数を有効にします。
HYPERBUS™トランザクションは、揮発性レジスタを読み出すために CFR1V[7:4]で設定されたレイテンシ 
サイクルを使用し、 166 MHz (HL-T) または 200 MHz (HS-T) の最大クロック周波数を有効にします。
HYPERBUS™モードはデータ キャプチャのために DSに対応します。
SPIモードでは、 デバイスは選択した ECCユニットの ECCステータス バイト内容を出力します。
HYPERBUS™モードでは、 デバイスは選択した ECCユニットの ECCステータス内容をワードで出力しま
す。 次の ECCユニットのステータスを読み出すには、 次の ECCデータ ユニットに整列されたアドレス (16
バイトのステップで増分する ) で別の ECCデータ ユニット ステータス読み出しトランザクションを実⾏
する必要があります。

4.8.3.8 パワーオン リセット (POR) タイマー読み出しトランザクション - 
HYPERBUS™

パワーオン リセット タイマー読み出し (RDNPOR_4_0) トランザクションは PORタイマー レジスタの内
容を読み出します。 トランザクションは、 CFR1V[7:4]で設定されたレイテンシ サイクルを使用して 166 
MHz (HL-T) または 200 MHz (HS-T) の最大クロック周波数を有効にします。 HYPERBUS™モードはデータ 
キャプチャのために DSに対応します。 PORタイマー レジスタは RSTO#ピンの機能を制御します。

4.8.3.9 HYPERBUS™ レジスタ読み出し関連レジスタとトランザクション
Table 45 HYPERBUS™ レジスタ読み出し関連レジスタとトランザクション

関連レジスタ
(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )

関連 HYPERBUS™トランザクション
(Table 120を参照してください )

HYPERBUS™コンフィギュレーション レジスタ 1 (CFR1N, CFR1V)

ID/固有 ID/SFDP読み出し (RDIDSF_1_1) - デバイス ID/固有 ID/SFDP ASO

ステータス レジスタ読み出し (RDVSTR_2_0)

揮発性コンフィギュレーション レジスタ 1読み出し (RDVCR1_4_0)
揮発性コンフィギュレーション レジスタ 2読み出し (RDVCR2_4_0)

不揮発性コンフィギュレーション レジスタ 1読み出し (RDNCR1_4_0)
不揮発性コンフィギュレーション レジスタ 2読み出し (RDNCR2_4_0)

不揮発性持続的保護ビット読み出し (RDNPPB_1_1)

揮発性持続的保護ロック読み出し (RDVPPL_1_1)

揮発性ダイナミック保護ビット読み出し (RDVDYB_1_1)

エラー訂正 (ECC) ステータス読み出し (RDECST_1_1)

不揮発性 PORタイマー レジスタ読み出し (RDNPOR_4_0)
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4.8.3.10 レガシー (x1) SPI レジスタ読み出し関連レジスタとトランザクション

4.8.4 データ ストローブ (DS) - HYPERBUS™
より高いデータ レートに対応するために、データ ストローブ信号 (DS) が DDRデバイスに追加されます。
データ ストローブは、データ信号も駆動するデバイスによって駆動される非フリーラン信号です。基板
レベルでは、ストローブ信号はデータ信号と同じ負荷を持ち、同様に配線される必要があります。読み
出しトランザクションのデータ転送期間中に、データ ストローブ (DS) 信号はデバイスによって駆動さ
れ、IOデータ信号と同時に遷移します。DSはその他のデータ出力と同じタイミング特性を持つ追加の
出力信号として使用されますが、あらゆるデータ ビットが転送されることで遷移が保証されます。マス
ターは DS信号の遷移を受信し、内部的に位相シフトすることで、それぞれの転送されたデータ ビット
をキャプチャするための内部読み出しデータ クロックとして使用できます。
DSの動作は以下のとおりです。
• 有効なデータが利用可能になると、DSは遷移し始めます。
• CS#が LOWであり、CK/CK#がトグルしている限り、DSはトグルし続けます。このルールの例外は以
下のとおりです。
- ページ境界越えのレイテンシ
- データのハーフページの読み出し時に ECCエラーを検出したときの DSストール

4.8.5 バースト タイプ
デバイスは読み出しトランザクションで 3つのバースト タイプに対応します。
• リニア バースト
• ラップ バースト
• ハイブリッド バースト - HYPERBUS™
リニア バーストは選択した位置から始まり、シーケンシャルにデータを出力します (メモリ アレイ全体
を読み出し可能 )。
ラップ バースト アクセスは、選択した位置から始まり、設定した位置数までグループ ラップ シーケン
スで継続します。

Table 46 レガシー (x1) SPI レジスタ読み出し関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 125を参照してください )

SPIコンフィギュレーション レジスタ 2 (CFR2N, CFR2V) デバイス ID読み出し (RDIDN_0_0)

SPIコンフィグレーション レジスタ 3 (CFR3N, CFR3V) SFDP読み出し (RSFDP_3_0)

Table 47 バースト シーケンスの例
CFR1x
[1:0] CA[45] ラップ境界 (バイト ) 開始アドレス (16

進 ) アドレス シーケンス (16進 ) (ワード )

XX 1 リニア XXXXXX03 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, ...

10 0 16 XXXXXX02 02, 03, 04, 05, 06, 07, 00, 01, ...

10 0 16 XXXXXX0C 0C, 0D, 0E, 0F, 08, 09, 0A, 0B, ...

11 0 32 XXXXXX0A 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, ...

11 0 32 XXXXXX1E 1E, 1F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, ...

01 0 64 XXXXXX03 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 00, 01, 02, ...

01 0 64 XXXXXX2E 2E, 2F, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, ...
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能Table 48.  例 1: 64バイト ラップ バースト アドレス シーケンス (レイテンシ コード =16) (1/2)

ターゲッ
ト アド
レス

クロック サイクル
0 1 2 3 … 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

0 CA0 CA1 CA2 バス 
ターンアラ
ウンド

+
初期レイテ
ンシ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - - - - - - -

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 - - - - - -

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 - - - - -

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X X X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 - - - -

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X X X X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 - - -

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X X X X X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 - -

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X X X X X X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 -

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X X X X X X X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - -

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - -

10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X X 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - -

11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X X X 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - -

12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X X X X 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - - -

13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X X X X X 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - -

14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X X X X X X 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -

15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X X X X X X X 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - - - - - - -

17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - -

18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - -

19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X X X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - - - -

20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X X X X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - - -

21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X X X X X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - -

22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X X X X X X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -

23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X X X X X X X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

24 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - - - - - - -

25 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 - - - - - -

26 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 X X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - - - - -

27 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 X X X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 - - - -

28 CA0 CA1 CA2 バス 
ターンアラ
ウンド

+
初期レイテ
ンシ

28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 X X X X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - - -

29 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 X X X X X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - -

30 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 X X X X X X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -

31 31 0 1 2 3 4 5 6 7 X X X X X X X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

- - 1 2 … 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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凡例: 
X=DSがトグルしていないバス上のアイドル期間を⽰します。 
– = 64バイトのラップ バーストが完了したことを⽰します。

レイテンシ カウント

Table 48.  例 1: 64バイト ラップ バースト アドレス シーケンス (レイテンシ コード =16) (2/2)

ターゲッ
ト アド
レス

クロック サイクル
0 1 2 3 … 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
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能Table 49.  例 1: 64バイト ラップ バースト アドレス シーケンス (レイテンシ コード =12)

ターゲッ
ト アド
レス

クロック サイクル
0 1 2 3 … 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

0 CA0 CA1 CA2 バス 
ターンアラ
ウンド

+
初期レイテ
ンシ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - - - - - - -

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 - - - - - - -

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 - - - - - - -

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 - - - - - - -

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 - - - - - - -

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 - - - - - -

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 - - - - -

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X X X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 - - - -

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - -

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - -

10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - -

11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - - - - -

12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - - - - - - -

13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - -

14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X X 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - - - - -

15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X X X 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - -

16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - - - - - - -

17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - - -

18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - -

19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - - - - - - -

20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - - - - - - -

21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - - - - - -

22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - - - - -

23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X X X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 - - - -

24 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - - - - - - -

25 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 - - - - - - -

26 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - - - - - - -

27 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 - - - - - - -

28 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - - - - - - -

29 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - - - - - -

30 CA0 CA1 CA2 バス ターン
アラウンド

+
初期レイテ
ンシ

30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 X X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - - - - -

31 31 0 1 2 3 4 5 6 7 X X X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - -

- - 1 2 … 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

レイテンシ カウント
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能Table 50 例 3: 64バイト ラップ バースト アドレス シーケンス (レイテンシ コード =20) (1/2)

ターゲッ
ト 

アドレス

CS#が LOWになった後のクロック サイクル

0 1 2 3 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

0

CA0 CA1 CA2

バス ターンアラ
ウンド

+

初期レイテンシ

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 X X X X D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23

1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 X X X X X D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23

2 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 X X X X X X D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23

3 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 X X X X X X X D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23

4 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 X X X X X X X X D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23

5 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 X X X X X X X X X D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23

6 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 X X X X X X X X X X D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23

7 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 X X X X X X X X X X X D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23

8 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 X X X X D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31

9 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 X X X X X D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31

10 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 X X X X X X D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31

11 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 X X X X X X X D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31

12 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 X X X X X X X X D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31

13 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 X X X X X X X X X D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31

14 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 X X X X X X X X X X D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31

15 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 X X X X X X X X X X X D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31

16 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 X X X X D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39

17 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 X X X X X D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39

18 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 X X X X X X D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39

19 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 X X X X X X X D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39

20 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 X X X X X X X X D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39

21 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 X X X X X X X X X D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39

22 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 X X X X X X X X X X D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39

23 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 X X X X X X X X X X X D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39

24 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 X X X X D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47

25 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 X X X X X D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47

26 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 X X X X X X D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47

27 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 X X X X X X X D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
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凡例 : 
X=DSがトグルしていないバス上のアイドル期間を⽰します。 
– = 64バイトのラップ バーストが完了したことを⽰します。

ページの境界を越えるときのレイテンシを計算するために、以下の式を使用します。
if ((PS - LTCY) < ADDR & (SP -1))

{

     ((ADDR & (SP -1)) - PS + LTCY)

}

else

{0}

ここで、
PS=ページ サイズ =16ワード
SP =サブページ サイズ =8ワード
LTCY =レイテンシ
ADDR =ターゲット アドレス
ハイブリッド バーストは 1つのラップ バーストとそれに続くリニア バーストを組み合わせます。ハイブリッド バーストは最初に、ラップ バースト⻑グループの対象アドレ
ス内で一回ラップしてから、そのラップ バースト⻑グループの終了アドレスを越えたデータのリニア バーストに切り替えます。ハイブリッド バーストは 16バイトと 32バ
イト バースト⻑グループに対応しますが、64バイトには対応しません。

28 CA0 CA1 CA2 バス ターン アラ
ウンド + 初期レ
イテンシ

D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 X X X X X X X X D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47

29 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 X X X X X X X X X D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47

30 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 X X X X X X X X X X D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47

31 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 X X X X X X X X X X X D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47

- - 1 2 … 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

レイテンシ カウント

Table 50 例 3: 64バイト ラップ バースト アドレス シーケンス (レイテンシ コード =20) (2/2)

ターゲッ
ト 

アドレス

CS#が LOWになった後のクロック サイクル

0 1 2 3 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
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以下は 32バイトと 16バイトのハイブリッド バースト読み出しのバースト シーケンスの例です。
1. 32バイトの例 (32バイト境界内でラップしてからリニア バーストに切り替える )

a. 06-07-08-09-0A-0B-0C-0D-0E-0F-00-01-02-03-04-05-10-11

b. 0E-0F-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-0A-0B-0C-0D-10-11

2. 16バイトの例 (16バイト境界内でラップしてからリニア バーストに切り替える )
a. 06-07-00-01-02-03-04-05-08-09

b. 03-04-05-06-07-00-01-02-08-09

4.9 書き込みトランザクション - レガシー (x1) SPI
レジスタに書き込むために書き込みトランザクションがあります。

4.9.1 書き込みイネーブル トランザクション
書き込みイネーブル (WRENB_0_0) トランザクションは、ステータス レジスタ 1の書き込み /プログラム 
イネーブル ステータス ビット WRPGEN (STR1V[1]) を「1」にセットします。書き込み、プログラムおよ
び消去トランザクションを有効にするためには、WRPGENビットは書き込みイネーブル (WRENB_0_0) ト
ランザクションを発⾏することで「1」にセットされます。

4.9.2 書き込みディセーブル トランザクション
書き込みディセーブル (WRDIS_0_0) トランザクションはステータス レジスタ 1の書き込み /プログラム 
イネーブル ステータス ビット WRPGEN (STR1V[1]) を「0」にクリアします。
実⾏用に WRPGENを「1」にセットすることを必要とするコマンドを無効にするために、WRPGENは書
き込みディセーブル (WRDIS_0_0) を発⾏することで「0」にクリアされます。メモリの内容を破壊する可
能性がある不注意な書き込み、プログラム、消去からメモリ領域を保護するために、ユーザーは
WRDIS_0_0トランザクションを使用します。組込み動作中に RDYBSYビット (STR1V[0])=1のとき、
WRDIS_0_0トランザクションは無視されます。

4.9.3 プログラムおよび消去失敗フラグ クリア トランザクション
プログラムおよび消去失敗フラグ クリア (CLPEF_0_0) トランザクションは、STR1V[5]ビット (エラー フ
ラグ消去 ) と STR1V[6]ビット (エラー フラグ プログラム ) を「0」にリセットします。いずれかのエラー 
ビットがセットされたときデバイスはビジーの状態を維持するため、RDYBSYが「1」にセットされたと
きデバイスがビジーの状態であっても、ステータス レジスタ クリア コマンドは受け入れられます。
WRPGENビットはこのコマンドの実⾏後も変化しません。

4.9.4 ECCステータス レジスタ クリア トランザクション
ECCステータス レジスタ クリア (CLECC_0_0) トランザクションは ECSV[4]ビット (2ビット ECC検出 )、
ECSV[3]ビット (1ビット ECC訂正 )、INSV[1:0]の ECC検出ステータス ビット、アドレス トラップ レジス
タ EATV[31:0]および ECC検出カウンター ECTV[15:0]をリセットします。このトランザクションの実⾏前
に WRPGENビットをセットする必要はありません。いずれかのエラー ビットがセットされたときデバ
イスはビジーの状態を維持するため、WRPGENが「1」にセットされてデバイスがビジーの状態であっ
ても、ECCステータス レジスタ クリア トランザクションは受け入れられます。
WRPGENビットはこのコマンドの実⾏後も変化しません。
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4.9.5 任意レジスタ書き込みトランザクション
任意レジスタ書き込み (WRARG_C_1) トランザクションは不揮発性と揮発性のすべてのデバイス レジスタ
に書き込む方法を提供します。 トランザクションは、 書き込むレジスタのアドレスと、 それに続いてアド
レス指定したレジスタに書き込む 1データ バイトを含みます。
デバイスが WRARG_C_1トランザクションを受け入れる前に、 書き込みイネーブル (WRENB_0_0) トラン
ザクションを発⾏して復号する必要があります。 これにより、 ステータス レジスタの書き込み /プログ
ラム イネーブル ビット (WRPGEN) がセットされ、 いかなる書き込み動作も可能になります。 動作完了を判
定するために、 RDYDSYビット (STR1V[0]) がチェックされます。 動作中にエラーが発生したかどうかを判
定するために、 PRGERRと ERSERRビット (STR1V[6:5]) がチェックされます。
いくつかのレジスタには、 混合したビット タイプおよびどのビットを修正するかを制御する個別のルー
ルを持つものがあります。 ビットには読み出し専用 , OTP, 予約済み (DNU) のタイプがあります。
読み出し専用ビットは変更できず、 WRARG_C_1トランザクション データ バイト内の対応するビットは、
プログラム /消去エラーの表⽰ (STR1V[6:5]の PRGERRまたは ERSERR) をセットせずに無視されます。 し
たがって、 WRARG_C_1データ バイト内のこれらのビット値は関係ありません。
OTPビットはデフォルト状態の逆のレベルにのみプログラムできます。 OTPビットをデフォルト状態に
復帰させるための書き込みは無視され、 エラーはセットされません。
WRARG_C_1データで変更された不揮発性ビットを更新するには不揮発性レジスタ書き込み時間 (tW) を
要します。 更新プロセスは不揮発性レジスタ ビットに対する消去およびプログラム動作を含みます。 更
新プロセスの消去またはプログラム部分が失敗した場合、 対応するエラー ビットおよび STR1Vの
RDYBSYビットは「1」にセットされます。
レジスタ書き込みが完了 /失敗したタイミングを判定するために、 ステータス レジスタ 1を繰り返し読
み出して (ポーリングして ) RDYBSYビット (STR1V[0]) とエラー ビット (STR1V[6, 5]) を監視します。書き込
みが失敗した場合、 CLPEF_0_0トランザクションを使用してエラー ステータスをクリアし、 デバイスを
スタンバイ状態に復帰させられます。
ASP PPBロック レジスタ (PPLV) は WRARG_C_1トランザクションで書き込めません。 PPLVレジスタに書
き込めるのは PPBロック ビット書き込み (WRPLB_0_0) トランザクションのみです。
データ整合性チェック レジスタは WRARG_C_1トランザクションで書き込めません。 データ整合性
チェックレジスタはデータ整合性チェックトランザクション (DICHK_4_1) を実⾏することでロードされ
ます。

4.9.6 PPBロック ビット書き込み
PPBロック ビット書き込み (WRPLB_0_0) トランザクションは PPBロック レジスタの PPLV[0]を「0」に
クリアします。 PPBLCKビットは PPBビットを保護するために使用されます。 PPLV[0]=0のとき、 PPBプロ
グラム /消去トランザクションは中止されます。 パスワード読み出し保護モードでは、 パスワードが供給
されるまで、 ブート コードを格納している 1セクタにアドレス範囲を制限することでアドレスの上位
ビットを制御するために、 PPBLCKビットを使用できます。
デバイスは WRPLB_0_0トランザクションを受け入れる前に、 書き込みイネーブル (WRENB_0_0) トランザ
クションを発⾏して復号する必要があります。 これにより、 ステータス レジスタ 1の書き込み /プログ
ラム イネーブル ビット (WRPGEN) がセットされ、 いかなる書き込み動作も可能になります。
動作の進⾏中に、 ステータス レジスタを読み出して RDYBSYビット値を確認することはまだ可能です。
WRPGENビットはセルフタイム動作の間で「1」に、 その動作が完了すると「0」になります。PPBロッ
ク書き込みトランザクションが完了すると、 RDYBSYビットは「0」にセットされます。

4.9.7 4バイト アドレス モード開始
4 バイト アドレス モード開始 (EN4BA_0_0) トランザクションは、 揮発性アドレス⻑ビット (CR2V[7]) を 1 に
設定することで 、 ほとんどの 3バイトアドレスのコマンドを 4バイトのアドレスを必要とするように変
更します。 SFDP読み出し (RSFDP_3_0) トランザクションについては、 アドレス⻑ビットの影響を受けま
せん。 RSFDP_3_0は、JEDEC JESD216規格では常に、 3 バイトのアドレスのみです。
POR, ハードウェア , またはソフトウェアのリセットにより、 不揮発性のアドレス⻑ビット (CR2N[7]) の定
義に従ってアドレス⻑が設定します。
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4.9.8 4バイト アドレス モード終了
4 バイト アドレス モード終了 (EX4BA_0_0) コマンドは、 揮発性アドレス⻑ビット (CR2V[7]) を 0 に設定し
て、 ほとんどの 3 バイト アドレス コマンドを 3 バイトのアドレスを必要とするように変更します。 このコ
マンドは、 引き続き 4 バイトのアドレスを期待する 4 バイトのみのコマンドには影響しません。

4.9.9 レガシー (x1) SPI書き込みトランザクション関連レジスタとトランザ
クション

4.10 プログラム
デバイスにデータをプログラムするためにプログラム トランザクションがあります。 プログラム トラン
ザクションは 2つのプロトコルのいずれも使用できます。
• DDRの HYPERBUS™インターフェース :レジスタ , メモリ アレイ , SSR, 持続的保護ビット , ダイナミック
保護ビット , ECCステータス クリア , および PPBロック クリア ビットをプログラムします。

• SDRのレガシー (x1) SPIインターフェース :メモリ アレイ , SSR, および持続的保護ビットをプログラム
します。

4.10.1 HYPERBUS™

4.10.1.1 ワード プログラム
ワード プログラムは、フラッシュ メモリ アレイ内の任意の場所に単一ワードやワード グループをプロ
グラムするために使用されます。 
ワード プログラムのコマンド シーケンスは少なくとも 4つのコマンド書き込みトランザクションを要
します。プログラム コマンド シーケンスは、2つのロック解除コマンド書き込みトランザクション (ト
ランザクション 1と 2) と、それに続くプログラム設定コマンド (トランザクション 3) を発⾏することで
始まります。次に、プログラム アドレスとデータが書き込まれ (トランザクション 4) 、これにより、組
込みプログラム アルゴリズムが開始されます。システムは、さらに制御やタイミングを提供する必要は
ありません。デバイスは自動的にプログラム パルスを生成し、内部でプログラムされたセルのマージン
を検証します。組込みプログラム アルゴリズムが完了すると、EACはスタンバイ状態に戻ります。 
4つのトランザクションから成るワード プログラム コマンド シーケンスは単一の (16ビット ) ワード (2
バイト ) のプログラムに使用されます。バースト書き込み機能を使用することで、複数のシーケンシャ
ル ワードをワード プログラム シーケンスでプログラムできます。ロック解除およびプログラムのコマ
ンド シーケンスは単一ワード プログラム シーケンスと同じですが、データ /アドレス トランザクショ
ン中に、1回の CS#アサートで多くのシーケンシャル データ値がロードされます。与えられたデータ
は、バースト書き込みトランザクションのコマンド /アドレス フェーズで指定した対象のアドレスから
始まるシーケンシャル アドレスにプログラムされます。整列される 256ワード (512バイト ) アドレス境
界を越えない限り、最大 256ワード (512バイト ) をプログラムできます。
システムは、ステータス レジスタを読み出してプログラム動作のステータスを調べられます (81ページ
のエラー タイプと報告 - HYPERBUS™を参照してください )。 
組込みプログラム アルゴリズムの実⾏中にデバイスに書き込まれるプログラム一時停止とステータス 
レジスタ読み出し以外のコマンドはすべて無視されます。 
ハードウェア リセット (RESET#=VIL) や電力喪失のため、プログラム動作が直ちに終了し、tRPH時間後に
デバイスが読み出しモードに戻ることに注意してください。動作終了では、プログラム中の領域は、
データ値が無効か不安定である中間的な状態になる場合があります。データが完全にプログラムされる

Table 51 レガシー (x1) SPI書き込みトランザクション関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

ステータス レジスタ 1 (STR1N, STR1V) 書き込みイネーブル (WRENB_0_0) 

アドレス トラップ レジスタ (EATV) 任意レジスタ書き込み (WRARG_C_1)

ECC検出カウンター (ECTV) PPBロック ビット書き込み (WRPLB_0_0)

コンフィギュレーション レジスタ 2 (CFR2V) 4バイトアドレスモード開始 (EN4BA_0_0), 4バイトアドレスモード終了 
(EX4BA_0_0)
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ために、デバイスのハードウェア リセット動作が完了すると、プログラム コマンド シーケンスは同様
のデータで再度開始しプログラム動作を完成できます。ただし、最高のデータ整合性を保証するために
は、プログラム動作が終了したセクタは消去し再プログラムする必要があります。
ワード プログラム コマンドは、SSR ASOに入ったときにも使用できます。
書き込みロック解除サイクルなしの修正済みワード プログラム コマンドは、高度セクタ保護、パス
ワード、PPB ASOに入ったときのプログラムに使用されます。PPBロックと DYB ASOに入ったときに揮
発性ビットを変更するためにも使用されます。

Figure 35 ワード プログラム動作

4.10.1.2 書き込みバッファ プログラム
書き込みバッファは、512バイトの境界 (ライン ) に整列された 512バイトのアドレス範囲にデータをプ
ログラムするために使用されます。このように、完全な書き込みバッファ プログラム動作はライン境界
に整列される必要があります。512バイト未満のプログラム動作は、いかなるワード境界でも開始でき
ますが、ライン境界を越えることはできません。書き込みバッファ プログラム動作の開始時に、バッ
ファ内のすべてのビット位置は 1 (FFFFhワード ) であるため、ロードされない位置には既存のデータが
保持されます。アドレス マップについては、19ページのアドレス空間マップを参照してください。
書き込みバッファ プログラムでは、1回の動作で最大 512バイトのプログラムができます。1ビットか
ら最大 512バイトまでを、1回の書き込みバッファ プログラム動作でプログラムできます。複数の 16
バイト ハーフページに書き込み、各ハーフページは 1回だけ書き込むことを強く推奨します。最高のパ
フォーマンスを得るには、512バイト境界に整列された 512バイト整列ライン全体でプログラムする必
要があります。
書き込みバッファ プログラムはフラッシュ メモリ アレイまたは SSR ASOでのみサポートされます。
書き込みバッファ プログラム動作は、最初に 2つのロック解除サイクルの書き込みを⾏うことで開始し
ます。その後、プログラムが⾏われるセクタ アドレス (SA) で、バッファ書き込みコマンドの３番目の書
き込みサイクルが続きます。次に、システムは [ワード位置 -1] の値を書き込みます。これにより、デバ
イスはデータをロードする書き込みバッファ アドレス数が分かり、したがって、バッファからフラッ
シュへのプログラムの確認コマンドの実⾏タイミングが分かります。バッファ書き込みコマンドとワー
ド カウント書き込みコマンド内のセクタ アドレスは一致しなければなりません。プログラム対象のセ
クタはロック解除 (非保護 ) である必要があります。プログラム動作をロックされたセクタに対して⾏
おうとすると、動作は中止され、失敗がステータス レジスタに⽰されます。
その後、システムは開始アドレスとデータ ワードを書き込みます。開始アドレスはプログラムされる最
初のアドレスとデータのペアで、書き込みバッファ ライン内の開始アドレスを選択します。セクタ ア
ドレスは、バッファ書き込みコマンドのセクタ アドレスと一致する必要があります。そうでない場合
は、動作が中断され、開始状態に戻ります。それ以降のシングル ワードのアドレスとデータのペアはす
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べて順次に書き込む必要があります。すべての書き込みバッファ アドレスは同じライン内にある必要が
あります。システムがこの範囲外のデータをロードしようとすると、動作は中止され、開始状態に戻り
ます。
ワード カウンターは、データ ワードがロードされるたびにデクリメントします。データ書き込みをカ
ウントダウンする際、毎回の書き込みは、データが書き込みバッファにロードされると⾒なされること
に注意してください。書き込みバッファ ロード中は、すべてのコマンドが実⾏不可能です。書き込み
バッファのロードを停止する唯一の方法は、プログラム動作のライン外にあるアドレスに書き込むこと
です。無効なアドレスを受け取ると、バッファ書き込みコマンド シーケンスは直ちに中止され、バッ
ファ書き込み中止ステータス ビット (WRBFAB - STRV[3]) がセットされます。
書き込みバッファ位置の指定した数のロードが完了した後、システムはセクタ アドレスに、バッファか
らフラッシュへのプログラム コマンドを書き込まなければなりません。デバイスはその後ビジー状態に
なります。組込みプログラム アルゴリズムはデータを自動的にプログラムし、データ パターンが正し
いかを検証します。システムは、これらの動作中に制御やタイミングを提供する必要はありません。書
き込みバッファ位置の不正な数がロードされた場合、動作は中止され、開始状態に戻ります。ワード カ
ウントで指定されたデータ ワード数の最後にバッファからフラッシュへのプログラム コマンドが書き
込まれず、別のコマンドやデータが書き込まれると、動作は中止されます。
書き込みバッファの組込みプログラム動作は、プログラム中止コマンドにより中止できます。組込みプ
ログラム アルゴリズムが完了すると、EACは、プログラム動作が開始されたときの EACスタンバイまた
は消去一時停止スタンバイの状態に戻ります。
システムは、ステータス レジスタを使用してプログラム動作のステータスを調べられます。プログラム
動作図については、Figure 36を参照してください。
書き込みバッファ プログラム シーケンスは、以下の条件で中止されます。
• バッファ サイズ (255) を超えたワード カウント値をロードします。
• バッファ書き込みコマンドで指定したライン外にあるアドレスに書き込みます。
• ワード カウント書き込みで指定したデータ ワード数がロードされた後にバッファからフラッシュへの
プログラム コマンドが発⾏されません。
バッファ書き込みコマンドの強制終了を引き起こす何らかの条件が発生すると、動作は直ちに中止し、
ステータス レジスタのビット位置 4 (PRGERR=1 - STRV[4]) に、バッファ書き込み中止のビット位置 3 
(WRBFAB=1 - STRV[3]) によるプログラム失敗が報告されます。バッファ書き込み中止リセット コマンド
またはステータス レジスタ クリア コマンドで、失敗ステータスをクリアします。
書き込みバッファ プログラム シーケンスは、ハードウェア リセットまたはパワー サイクルにより終了
させられます。しかしいずれかの方法の使用は、プログラムする領域が無効や不安定なデータ値のある
中間的な状態になってしまう場合があります。この場合、データ値が正しくプログラム /消去されるた
めには、同じデータで同じ領域を再プログラム /消去する必要があります。最高のデータ整合性を確実
にするために、プログラム動作が終了したセクタを消去し再プログラムする必要があります。
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Figure 36 ステータス レジスタでの書き込みバッファ プログラム動作

4.10.1.3 プログラム粒度
S26HS-T/S26HL-Tは、ワード プログラムと書き込みバッファ プログラムの 2つのプログラム方式をサ
ポートします。
ワード プログラムは、コマンドによって提供されたデータ ワードを診断し、コマンドのデータ ワード
の「0」と一致させるようにアドレス指定したメモリ アレイのワードに「0」をプログラムします。
書き込みバッファ プログラムは、書き込みバッファを診断し、書き込みバッファの「0」と一致させる
ようにアドレス指定したメモリ アレイのラインに「0」をプログラムします。なお、書き込みバッファ
をデータで完全に満たす必要はありません。単一ビット、複数ビット、単一ワード、複数ワード、1
ハーフページ、複数ハーフページ、またはバッファ全体を 1回のプログラム動作でプログラムできま
す。書き込みバッファ方式を使用すると、プログラム コマンドを書き込む時のホスト システムのオー
バーヘッドが削減され、プログラム動作時のメモリ デバイスの内部オーバーヘッドが削減されるため、
書き込みバッファ プログラムはより効率的になり、ワード プログラム コマンドによって個別ワードを
プログラムする方式よりプログラム時間が短縮されます。
各ハーフページはどちらかの方式でプログラムできます。異なる方式でプログラムされたハーフページ
は同じラインに混在する場合もあります。異なる方式でプログラムされたページは、産業用温度バー

Write “Write to Buffer”
command Sector Address

Write “Word Count”
to program - 1 (WC)

Sector Address

Write Starting Address/Data

WC = 0?

ABORT Write to 
Buffer Operation?

Write to a different
Sector Address

Write to Buffer ABORTED.
Must write “Write-to-Buffer

ABORT RESET”
command sequence to
return to READ mode.Write next Address/Data pair

WC = WC - 1

Write Program Buffer to Flash
Confirm, Sector Address

Read Status Register

DRB
SR[7] = 0?

WBASB
SR[3] = 1?

PSB
SR[4] = 0?

Program Fail Program Successful

No

Yes

No

No

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Program aborted during
Write to Buffer command

SLSB
SR[1] = 0?

No

Yes

Sector Locked Error Program Fail

(注 24)

注
24.書き込みバッファ プログラムに必要なコマンド シーケンスについては、Table 120を参照してください。
25.セクタ アドレスが指定されたとき、指定されたセクタのいずれのアドレスも有効になります。ただし、書き込みバッファ アドレス位置
にデータをロードする際、すべてのアドレスは選択されたライン内に収める必要があります。
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ジョン (−40°C〜 +85°C) では、同じラインに混在する場合があります。産業用プラス バージョン (−40°C
〜 +105°C)、車載用 AEC-Q100グレード 1 (−40°C〜 +125°C)、グレード 2 (−40°C〜 +105°C) とグレード 3 
(−40°C〜 +85°C) のバージョンでは、デバイスは消去動作と消去動作の間にページごとに 1回のみのプロ
グラム動作をサポートします。また、シングル ワード プログラム コマンドをサポートしません。
ハーフページで 2回以上のワード プログラムと書き込みバッファ プログラムはレガシー ソフトウェア
互換性に対応します。 しかし、 ハーフページで消去無しでワード プログラムまたは書き込みバッファ プ
ログラムを 2回以上実⾏すると、 そのハーフページに対するデバイスの ECC機能が無効になります。 同
じハーフページで複数回のプログラム動作を必要とするアプリケーションでは、 ハーフページのデータ
整合性を強化するためにシステム ソフトウェアのエラー検出と訂正機能を追加することを推奨します。
2ビット ECCが有効な場合、 同じページに対する複数回のワード プログラムまたは書き込みバッファ プ
ログラムはプログラム エラーとなります。
次世代のシリコン プロセスのHYPERFLASH™では、 ハーフページを含むセクタで消去動作を実⾏せずに同
じハーフページでの複数回のプログラム動作に対応しなくなる可能性があります。 次世代へのソフト
ウェア マイグレーション計画として、 ハーフページごとと 1回の消去動作ごとに単一のプログラム動作
のみに対応するデータ構造とデータ管理方式を採用する必要があります。

4.10.1.4 増分プログラム
同じワード位置または同じハーフページでは、ワード プログラムまたは書きこみバッファ プログラム
方式のいずれによっても、1から 0へ増分的に変更するために 1回以上のプログラムが可能です。しか
し 69ページのプログラム粒度で説明したように、増分プログラムは ECCシンドローム ビットに影響
し、デバイスはそのハーフページに対する ECCを無効にします。
2ビット ECCが有効な場合、同じページに対する増分的なワード プログラムまたは書き込みバッファ プ
ログラムはプログラム エラーとなります。

4.10.1.5 レジスタ プログラム トランザクション
レジスタ プログラム (PRNPOR_4_0, PGVINC_4_0, PGVINS_4_0, PGVCR1_4_0, PGVCR2_4_0, PGNCR1_4_0, 
PGNCR2_4_0, PGOASP_2_1, PGNPWD_2_1, PGNATB_2_1, PGOENX_2_1) トランザクションは不揮発性と揮発
性のすべてのデバイス レジスタをプログラムする方法を提供します。トランザクションには、ロック解
除サイクルとそれに続く 1つの書き込みデータ ワードが含まれます。

4.10.1.6 SSRプログラム トランザクション
セキュア シリコン プログラム (PG_SSR_4_1) トランザクションは、メイン アレイから独⽴した異なるア
ドレス空間かつ OTPである SSRにデータをプログラムします。SSRは 1024バイトであるため、このト
ランザクションでは A31〜 A10のアドレス ビットは「0」でなければなりません。 
PRGERRビット (STRV[4]) を確認することで、動作中にエラーが発生したかを判定できます。

4.10.1.7 ダイナミック保護ビット (DYB) セット
ダイナミック保護ビット セット (STVDYB_2_1) トランザクションは DYBレジスタのビットをセットし、
アドレス指定したセクタをプログラムや消去から保護します。

4.10.1.8 持続的保護ビット (PPB) プログラム
持続的保護ビット プログラム (PGNPPB_2_1) トランザクションは PPBレジスタのビットをプログラム
し、アドレス指定したセクタをプログラムや消去から保護します。
PRGERRビット (STRV[4]) を確認することで、動作中にエラーが発生したかを判定できます。PPBLCK
ビット (PPLV[0]) によって保護された PPBビットをプログラムしようとすると、PPBビット プログラム 
トランザクションは中止します。

4.10.1.9 ECCステータス レジスタ クリア トランザクション
ECCステータス レジスタ クリア (CLRECC_1_1) トランザクションは ECSV[4]ビット (2ビット ECC検出 )、
ECSV[3]ビット (1ビット ECC訂正 )、INSV[1:0]の ECC検出ステータス ビット をリセットします。
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4.10.1.10 PPBロック ビット クリア
PPBロック ビット クリア (CLVPPL_2_1) トランザクションは PPBロック レジスタの PPLV[0]を「0」にク
リアします。PPBLCKビットは PPBビットを保護するために使用されます。PPLV[0]=0のとき、PPBプ
ログラム /消去トランザクションは中止されます。

4.10.2 レガシー (x1) SPI
SPI では、 デバイスはプログラム トランザクションを受け入れる前に、書き込みイネーブル (WRENB_0_0) 
トランザクションを発⾏する必要があります。 これにより、 ステータス レジスタ 1の書き込み /プログ
ラム イネーブル ビット (WRPGEN) がセットされ、 プログラム動作が可能になります。 プログラム トラン
ザクションが完了すると、 WRPGENビットは「0」にリセットされます。
プログラム トランザクション進⾏中に、 ステータス レジスタを読み出してデバイス レディ /ビジー 
(RDYBSY) ビットの値を確認できます。 RDYBSYビットはセルフタイムのプログラム トランザクション中
は「1」であり、 そのトランザクションが完了すると「0」になります。
PGMERR ビットを確認することで、 プログラム トランザクション中にエラーが発生したかを判定できま
す。
いずれかの保護スキームにより書き込み保護されたセクタに適用されたプログラム トランザクションは
実⾏せずに、PGMERR失敗ステータス ビットをセットします。

4.10.2.1 プログラム粒度
HS/L-T familyは、セクタに対して消去動作を実⾏せずに「1」から「0」にプログラムするマルチパス プ
ログラム (ビットウォーキング ) に対応します。ビットウォーキングは本デバイスの非 AEC-Q100産業用
温度範囲 (-40°C〜 +85°C) でサポートされます。より高い温度範囲 (-40°C〜 +105°C) と (-40°C〜 +125°C) の
デバイスおよびすべての AEC-Q100デバイスでは、各 ECCデータ ユニットに対して消去動作と消去動作
の間に 1つのプログラム動作のみ (シングルパス プログラム ) を実⾏する必要があります。
消去動作のないマルチパス プログラムは、そのデータ ユニットに対するデバイスの ECC機能を無効に
します。2ビット ECCが有効な場合、同じセクタ内のマルチパス プログラムはプログラム エラーを引き
起こすことに注意してください。

4.10.2.2 ページ プログラム
ページ プログラムはプログラムされるデータをページ バッファにロードし、データをバッファからメ
モリ アレイへ転送するプログラム コマンドを発⾏することで⾏われます。これは単一のプログラム ト
ランザクションでプログラムできるデータ量の上限を設定します。ページ プログラムにより、1つの動
作で最大 1ページ サイズ (256または 512バイト ) までプログラムできます。ページ サイズはコンフィ
ギュレーション レジスタ 3の CFR3V[4]ビットで決まります。ページはページ サイズのアドレス境界に
整列されます。各ページ プログラム動作で 1ビットからページ サイズまでプログラムすることが可能
です。16バイトの倍数である⻑さの整列されたプログラム ブロックで書き込むことが推奨されます。
これは、ECCが無効にならないようにするためです。ページ プログラムの最高のスループットを得るた
めに、プログラムは 512バイト境界に整列された 512バイトのフルページに対して⾏い、各ページを一
度だけプログラムするべきです。

4.10.2.3 ページ プログラム トランザクション
ページ プログラム (PRPGE_4_1) トランザクションはデータをメモリ アレイにプログラムします。開始ア
ドレスとページ整列終了境界間の空間であるページ サイズ (256Bまたは 512B) よりも多くのデータがデ
バイスに送信された場合、データ ロード シーケンスはページの最後のバイトから同ページの 0バイト
位置にラップし、同ページに既にロードされているデータを上書きします。1ページより少ないデータ
がデバイスに送信された場合、データ バイトはページ内の他のバイトに影響することなく、ページ内の
与えられたアドレスから順々にプログラムされます。プログラム プロセスはデバイスの内部制御ロジッ
クで制御されます。PRGERRビットは、プログラムを正常に完了させないエラーがプログラム トランザ
クションに発生したかどうかを⽰します。これには保護された領域をプログラムすることが含まれます 
(130ページのトランザクション テーブルを参照してください )。
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4.10.2.4 SSRプログラム トランザクション
セキュア シリコン プログラム (PRSSR_4_1) トランザクションは、 メイン アレイから独⽴した異なるアド
レス空間かつ OTPである SSRにデータをプログラムします。 SSRは 1024バイトであるため、 このトラン
ザクションでは A31〜 A10のアドレス ビットは「0」でなければいけません。
PRGERRビット (STR1V[6]) を確認することで、 動作中にエラーが発生したかを判定できます。
OTPアレイをビット単位でプログラムするために、 データ バイト内の残りのビットを「1」にセットで
きます。
各 SSRメモリ空間は、ロックされていない限り、 1回以上プログラムできます。 ロックされた領域に「0」
をプログラムしようとすると、 動作は失敗し、 PRGERRビット (STR1V[6]) が「1」にセットされます。 保護
された領域であっても「1」をプログラムしたら、 エラーが発生せず、 PRGERRビットもセットされませ
ん。 後続のプログラムはプログラムされていないビット (「1」のデータ ) に対してのみ⾏えます。 ECCユ
ニット内で 2回以上プログラムすると、 そのデータ ユニットでの ECCは無効になります。

4.10.2.5 持続的保護ビット (PPB) プログラム
持続的保護ビット プログラム (PRPPB_4_0) トランザクションは PPBレジスタのビットをプログラムし、
与えられたアドレスのセクタをプログラムや消去から保護します。
PRGERRビット (STR1V[6]) を確認することで、動作中にエラーが発生したかを判定できます。ASPPPB 
(ASPO[3])、ASPPRM (ASPO[0]) および PPBLCK (PPLV[0]) ビットによって保護されている PPBビットをプロ
グラムしようとすると、PPBビット プログラム トランザクションは中止します。

4.10.3 HYPERBUS™ プログラム関連レジスタとトランザクション

4.10.4 レガシー (x1) SPI プログラム関連レジスタとトランザクション

Table 52 HYPERBUS™プログラム関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )
関連 HYPERBUS™トランザクション

(Table 120を参照してください )

HYPERBUS™ステータス レジスタ (STR1V) ワード プログラム (PGWORD_4_0)

HYPERBUS™コンフィギュレーション レジスタ 1 (CFR1N, CRF1V) 

POR タイマ レジスタ プログラム (PRNPOR_4_0)
揮発性割込みコンフィギュレーション レジスタ プログラム (PGVINC_4_0)
揮発性割込みステータス レジスタ プログラム (PGVINS_4_0)
揮発性コンフィギュレーション レジスタ 1プログラム (PGVCR1_4_0)
揮発性コンフィギュレーション レジスタ 2プログラム (PGVCR2_4_0)
不揮発性コンフィギュレーション レジスタ 1プログラム (PGNCR1_4_0)
不揮発性コンフィギュレーション レジスタ 2プログラム (PGNCR2_4_0)
ワインタイムプログラマブル高度セクタ保護レジスタ プログラム 
(PGOASP_2_1)
不揮発性パスワード プログラム (PGNPWD_2_1)
不揮発性オートブート レジスタ プログラム (RDATBN_1_0)
ワインタイム プログラマブル EnduraFlexレジスタ [4:0]プログラム 
(PGOENX_2_1)

HYPERBUS™高度セクタ保護レジスタ (ASPO) セキュア シリコン領域ワード プログラム (PG_SSR_4_1)

HYPERBUS™ ASP PPBロック (PPLV) 

不揮発性持続的保護ビット プログラム (PGNPPB_2_1)
揮発性ダイナミック保護ビット セット (STVDYB_2_1)

ECCエラー ステータス失敗フラグ クリア (CLRECC_1_1)
ステータス レジスタ失敗フラグ クリア (CLVSTR_1_0)

Table 53 レガシー (x1) SPI プログラム関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

SPIステータス レジスタ 1 (STR1N, STR1V) 書き込みイネーブル (WRENB_0_0) 

SPI高度セクタ保護レジスタ (ASPO) セキュア シリコン プログラム (PRSSR_4_1) 

SPI ASP PPBロック (PPLV) 持続的保護ビット プログラム (PRPPB_4_0)
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4.11 消去
データ ビットを「1」に消去する (全バイトは FFh) ために消去トランザクションがあります。プログラ
ム トランザクションは 2つのプロトコルのいずれも使用できます。
• SDRのレガシー (x1) SPIインターフェース :メモリ アレイと持続的保護ビットを消去します。
• DDRの HYPERBUS™インターフェース :レジスタ、メモリ アレイと持続的保護ビットを消去します。
• 工場出荷時の消去状態は、全バイトが FFhです。

4.11.1 HYPERBUS™

4.11.1.1 チップ消去
チップ消去機能は、フラッシュ メモリ アレイ全体を消去します。消去の前にデバイスをプリプログラ
ムする必要はありません。組込み消去アルゴリズムは自動的にメモリをプログラムし、電気的な消去実
⾏の前にメモリ全体が全 0のデータ パターンになっているかを検証します。チップ消去が正常に完了す
ると、デバイス内のすべての位置は FFFFhになります。システムは、これらの動作中に制御やタイミン
グを提供する必要はありません。チップ消去コマンド シーケンスは、2つのロック解除サイクルでの書
き込みとそれに続くセットアップ コマンドで始まります。次に、もう 2つのロック解除書き込みサイク
ルの後にチップ消去コマンドが続き、組込み消去アルゴリズムが開始します。 
組込み消去アルゴリズムが完了すると、EACはスタンバイ状態に戻ります。組込み消去動作の実⾏中
は、デバイスから有効なデータを読み出せません。システムは、ステータス レジスタを読み出して消去
動作のステータスを調べられます。これらのステータス ビットについては、81ページのエラー タイプ
と報告 - HYPERBUS™を参照してください。チップ消去動作がいったん開始すると、ステータス読み出
し、ハードウェア リセット、パワー サイクルのみが有効です。その他のすべてのコマンドは無視され
ます。ただし、ハードウェア リセットまたはパワー サイクルは消去動作を直ちに終了させ、tRPH時間
後に読み出しモードに戻ります。チップ消去動作が終了した場合は、データの整合性を確保するため
に、デバイスがスタンバイ状態に戻ったら、チップ消去コマンド シーケンスを再実⾏する必要がありま
す。
ASP DYBと PPBビットによって保護されたセクタは消去されません。チップ消去は、保護されたセクタ
を飛ばして、次のセクタの消去を続⾏します。保護されたセクタで消去動作が失敗しても、ステータス 
レジスタの消去ステータス ビットとセクタ ロック ビットは「1」にセットされません。
チップ消去は一時停止できません。

4.11.2 セクタ消去
セクタ消去機能は、メモリ アレイ内の 1つのセクタを消去します。消去の前にデバイスをプリプログラ
ムする必要はありません。組込み消去アルゴリズムは自動的にメモリをプログラムし、電気的な消去の
前に、セクタ全体が全 0のデータ パターンになっているかを検証します。セクタ消去が正常に完了する
と、消去されたセクタ内のすべての位置が FFFFhになります。システムは、これらの動作中に制御やタ
イミングを提供する必要はありません。セクタ消去コマンド シーケンスは、2つのロック解除サイクル
での書き込みとそれに続くセットアップ コマンドで始まります。次に、もう 2つのロック解除書き込み
サイクルの後に消去セクタのアドレスとセクタ消去コマンドが続きます。 
システムは、ステータス レジスタを読み出して消去動作のステータスを調べられます。
いったんセクタ消去動作が始まると、ステータス レジスタ読み出しコマンドと消去一時停止コマンドが
有効になります。他のコマンドはすべて組込みアルゴリズム コントローラーによって無視されます。た
だし、ハードウェア リセットは直ちに消去動作を終了させ、tRPH時間後に読み出しモードに戻ることに
注意してください。セクタ消去動作が終了した場合は、データの整合性を確保するために、デバイスの
動作がリセットされたらセクタ消去コマンド シーケンスを再度実⾏しなければなりません。17ページ
の組込みアルゴリズム コントローラー (EAC)を参照してください。
ASP DYBと PPBビットによって保護されたセクタは消去されません。ロックされたセクタで消去動作を
実⾏しようとすると、その動作は中止され、ステータス レジスタに失敗が⽰されます。
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Figure 37 セクタ消去動作

4.11.2.1 レジスタ消去トランザクション
レジスタ消去 (ERNC12_3_0) トランザクションは不揮発性のデバイス レジスタを消去します。トランザ
クションにはロック解除サイクルが含まれます。
ERSERRビット (STRV[5]) を確認することで、動作中にエラーが発生したかを判定できます。

4.11.2.2 持続的保護ビット (PPB) 消去
持続的保護ビット消去 (ERNPPB_2_1) トランザクションはすべての PPBビットを消去します。
ERSERRビット (STRV[5]) を確認することで、動作中にエラーが発生したかを判定できます。PPBLCK
ビット (PPLV[0]) によって保護された PPBビットを消去しようとすると、PPBビット消去トランザク
ションは中止します。

Write Unlock Cycles:
Address 555h, Data AAh
Address 2AAh, Data 55h

Write Sector Erase Cycles:
Address 555h, Data 80h
Address 555h, Data AAh
 Address 2AAh, Data 55h
Sector Address, Data 30h

FAIL. Write reset command
to return to reading array.

PASS. Device returns 
to reading array.

Perform Write Operation
Status Algorithm

Unlock Cycle 1
Unlock Cycle 2

Yes

Yes

No

No

Done?

Erase Error?

Command Cycle 1
Command Cycle 2
Command Cycle 3
Specify first sector for erasure 

Error condition (Exceeded Timing Limits)

Status may be obtained by Status Register Polling.
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4.11.3 消去ステータスおよびカウント

4.11.3.1 消去ステータス判断トランザクション
消去ステータス判断 (EVERST_1_0) トランザクションはアドレス指定されたセクタの直前の消去動作が正
常に完了したかを確認します。 選択されたセクタが正常に消去された場合、 消去ステータス ビット 
(SESTAT - STRV[0]) は「1」にセットされます。 完全に消去されていない場合、 STRV[0]は「0」にクリアさ
れます。
消去ステータス判定トランザクションは、 消去動作中の電力喪失、 リセットや動作失敗による消去動作
不良を検出するために使用されます。 トランザクションは、 それを完了して STRVでの消去ステータスを
更新するために tEESを要します。 RDYBSYビット (STRV[7]) を読み出して消去ステータス判定トランザク
ションが完了したかを判定できます。 STRV[0]=0でセクタが消去されなかったことを検出した場合、 その
セクタ内のデータ格納を確保するためにセクタを再び消去しなければいけません。

4.11.3.2 セクタ消去カウント レジスタ読み出しトランザクション
セクタ消去カウント読み出し (RDSECV_1_0) トランザクションはアドレス指定されたセクタの消去サイク
ル数を出力します。 消去サイクル数はセクタ消去カウント (SECV[22:0]) レジスタに格納されます。 セクタ
消去カウント レジスタのロードはセクタ アドレス ロード (LDSRAD_2_1) トランザクションで開始します。
トランザクションは、 それを完了して SECV[22:0]レジスタを更新するために tSECを要します。 RDYBSY
ビットを読み出してセクタ消去カウント トランザクションが完了したかを判定できます。 SECV[23]ビッ
トは、 報告されたセクタ消去カウントが破損し、 リセットされたかを判定するために使用します。

4.11.3.3 ブランク チェック トランザクション
ブランク チェック (BLKCHK_1_0) トランザクションは選択されたフラッシュ メモリ アレイ セクタが完全
に消去されたかどうかを確認します。ブランク チェック中は、対象アレイへの読み出しは許可されませ
ん。コマンドの実⾏中に対象アレイを読み出すと、不明なデータが返されます。
デバイスがプログラム中 , 消去中 , または一時停止中は、ブランク チェック コマンドが書き込まれない
場合があります。
ステータス レジスタを読み出し、 デバイスがビジーであるかどうか、 また、 完了後にセクタがブランクに
なっているかどうかを確認します。 ステータス レジスタのビット 7に、 デバイスがブランク チェックを
実⾏中であるかどうかが⽰されます (消去動作と同様 )。 ステータス レジスタのビット 5は、 セクタが消
去された場合は「0」にクリアされ、 消去されなかった場合は「1」にセットされます。
消去されなかったビットを発⾒するとすぐに、 デバイスは動作を停止して、 結果を報告します。
ブランク チェックが完了すると、 EACはスタンバイ状態に戻ります。

4.11.4 レガシー (x1) SPI
デバイスは消去トランザクションを受け入れる前に、 書き込みイネーブル (WRENB_0_0) トランザクショ
ンを発⾏して復号する必要があります。 デバイスは、ステータス レジスタの書き込み /プログラム イ
ネーブル ビット (WRPGEN) が消去動作を有効にするために「1」にセットされた場合にのみ消去トラン
ザクションを実⾏できます。 消去トランザクションが完了すると、WRPGENビットは「0」にリセットさ
れます。
消去トランザクション進⾏中に、 ステータス レジスタ 1を読み出してデバイスのレディ /ビジー 
(RDYBSY) ビットの値を確認できます。 RDYBSYビットはセルフタイムの消去トランザクション中は「1」
で、完了時には「0」です。
ERSERRビット (STR1V[5]) を確認することで、 消去トランザクション中にエラーが発生したかどうかを判
定できます。
ブロック保護ビットまたは ASPにより書き込み保護されたセクタに消去トランザクションを適用する
と、 トランザクションは実⾏せずに、 ERSERR失敗ステータス ビットをセットします。
CS#が論理 HIGH状態に駆動されると、消去トランザクションは開始されます。
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4.11.5 4KBセクタ消去トランザクション
4KBセクタ消去 (ER004_4_0) トランザクションは、 4KBセクタのすべてのビットを「1」にセットします (
全バイトは FFh)。
デバイスがユニフォーム セクタのみに設定された場合 (CFR3V[3]=1)、このトランザクションは無視され
ます。4KBセクタ消去トランザクションが 4KBでないセクタ アドレスに対して発⾏された場合、デバ
イスは動作を中止し、ERSERR失敗ステータス ビットをセットしません。

4.11.6 256KBセクタ消去トランザクション
256KBセクタ消去 (ER256_4_0) トランザクションはアドレス指定されたセクタのすべてのビットを「1」
にセットします (全バイトは FFh)。
デバイス コンフィギュレーション オプション (CFR3V[3]) はハイブリッド セクタ アーキテクチャが使用さ
れているかどうかを判定します。 CFR3V[3]=0の場合、 4KBセクタはデバイス アドレス空間の最上位また
は最下位アドレス (128KBまたは 64KB) の一部に重ねます。 4KBセクタによって重ねられた 256KBセクタ
にセクタ消去コマンドを適用すると、 重ねられた 4KBセクタは消去動作に影響されません。 消去される
のは、 128KBまたは 192KBセクタの可視の (重ねられていない ) 部分のみです。 CFR3V[3]=1の場合、 デバ
イス アドレス空間には 4KBセクタがなく、 セクタ消去コマンドは常に完全に可視の 256KBセクタで動作
します。
BLKCHKが有効にされると、 消去トランザクションは最初にセクタの消去状態を判断します。 セクタが消
去された場合、 消去動作は中止されます。 消去動作はセクタでプログラムされたビットが検出された場
合にのみ実⾏されます。 BLKCHKが無効の場合、消去動作が無条件に実⾏されます。

4.11.7 チップ消去トランザクション
チップ消去 (ERCHP_0_0) トランザクションは、 フラッシュ メモリ アレイ全体のすべてのビットを「1」に
セットします (全バイトは FFh)。
チップ消去トランザクションは、 ブロック保護 (BP2, BP1, BP0) ビットが「0」にセットされた場合にのみ
実⾏できます。 BPビットが「0」でない場合、 トランザクションは実⾏されず、 ERSERR失敗ステータス 
ビットがセットされません。 トランザクションは高度セクタ保護 DYBまたは PPBにより保護されている
すべてのセクタを飛ばし、 ERSERR失敗ステータス ビットがセットされません。

4.11.8 持続的保護ビット (PPB) 消去トランザクション
PPB消去トランザクションはすべての PPBビットを「1」にセットします。 PPBビットが ASPPPB 
(ASPO[3]), ASPPRM (ASPO[0]), および PPBLCK (PPLV[0]) ビットにより保護されている場合、 トランザクショ
ンは中止します。

4.11.9 消去ステータスおよびカウント

4.11.9.1 消去ステータス判断トランザクション
消去ステータス判定 (EVERS_4_0) トランザクションは、 アドレス指定されたセクタの直前の消去動作が正
常に完了したかを確認します。 選択されたセクタが正常に消去された場合、 消去ステータス ビット 
(STR2V[2]) は「1」にセットされます。 完全に消去されていない場合、 STR2V[2]は「0」です。 このトラン
ザクションの前に書き込み /プログラム イネーブル トランザクション (WRPGENビットをセットするた
め ) を実⾏する必要がありません。 ただし RDYBSYビットは、ステータス読み出し中に STR1V[0]に⽰さ
れるようにデバイスによってセットされ、 動作終了時クリアされます。
消去ステータス判定トランザクションは、 消去動作中の電力喪失、 リセットや動作失敗による消去動作
不良を検出するために使用されます。 このトランザクションは、 完了し STR2Vでの消去ステータスを更
新するために tEESを要します。 RDYBSYビット (STR1V[0]) を読み出すことにより、 消去ステータス判定ト
ランザクションがいつ完了したかを判定できます。 STR2V[2]=0でセクタが消去されなかったことを検出
した場合、 そのセクタ内のデータ格納を確保するために、そのセクタを再び消去しなければいけません。

4.11.9.2 セクタ消去カウント トランザクション
セクタ消去カウント (SEERC_4_0) トランザクションは、 アドレス指定されたセクタの消去サイクル数を
出力します。 消去サイクル数はセクタ消去カウント (SECV[22:0]) レジスタに格納され、 任意レジスタ読み
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出し (RDARG_4_0) トランザクションで読み出せます。 RDYBSYビットは、ステータス読み出し中に
STR1V[0]に⽰されるようにデバイスによってセットされ、 動作終了時クリアされます。
トランザクションは、 それを完了して SECV[22:0]レジスタを更新するために tSECを要します。 RDYBSY
ビット (STR1V[0]) を読み出してセクタ消去カウント トランザクションが完了したかを判定できます。
SECV[23]ビットは、 報告されたセクタ消去カウントが破損し、 リセットされたかを判定するために使用
します。

4.11.10 HYPERBUS™消去関連レジスタとトランザクション

4.11.11 レガシー (x1) SPI 消去関連レジスタとトランザクション

4.12 組込み動作の一時停止と再開
HL-T/HS-Tデバイスは、消去、プログラムまたはデータ整合性チェックなど実⾏中の組込み動作を中断
し、一時停止させることができます。ホストが中間動作を終了し、該当する再開トランザクションをデ
バイスに送信すると、一時停止された動作の再開もできます。 

4.12.1 消去 /プログラム /データ整合性チェック一時停止
一時停止トランザクションにより、システムはプログラム /消去 /データ整合性チェック動作を中断さ
せ、他の消去一時停止ではないセクタ、プログラム一時停止ではないページ、またはアレイから読み出
すことが可能になります。プログラム /消去 /データ整合性チェック動作がいつ停止されたかを確認す
るために、ステータス レジスタ (SPI - STR1V[0]、HYPERBUS™ STRV[7]) のデバイス レディ /ビジー ステー
タス フラグ (RDYBSY) をチェックする必要があります。

4.12.1.1 プログラム一時停止
• プログラム一時停止はプログラム動作の間にのみ有効です。
• プログラム動作一時停止ステータス フラグ (SPI - PROGMS STR2V[0]、HYPERBUS™ - PROGMS STRV[2]) は、

RDYSYが「0」になったときにプログラム動作が一時停止されたか、または完了したかを判定するため
に使用されます。

• 読み出し動作を可能にするためにプログラム動作を一時停止できます。
• プログラム一時停止されたページ内のいかなるアドレスを読み出しても、不確定なデータが返されま
す。

Table 54 HYPERBUS™ ERASES関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )
関連 HYPERBUS™トランザクション

(Table 120を参照してください )

HYPERBUS™ステータス レジスタ (STRV) セクタ消去 (ERSCTR_6_0)

HYPERBUS™コンフィギュレーション レジスタ 1 (CFR1N, CFR1V) チップ消去 (ERCHIP_6_0)

SPI ASP PPBロック (PPLV)
HYPERBUS™ ASP PPBロック (PPLV) 不揮発性持続的保護ビット消去 (ERNPPB_2_1)

HYPERBUS™セクタ消去カウント レジスタ (SECV)
消去ステータス判定 (EVERST_1_0)

セクタ消去カウント (RDSECV_1_0)

Table 55 レガシー (x1) SPI 消去関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

SPIステータス レジスタ 1 (STR1N, STR1V) 書き込みイネーブル (WRENB_0_0) 

SPIステータス レジスタ 2 (STR2V) 4KBセクタ消去 (ER004_4_0)

SPI ASP PPBロック (PPLV) チップ消去 (ERCHP_0_0)

SPIセクタ消去カウント レジスタ (SECV) セクタ消去カウント (SEERC_4_0)
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4.12.1.2 消去一時停止
消去一時停止コマンドを実⾏すると、システムはセクタ消去動作を中断して、フラッシュ メモリ アレ
イから /へのデータ読み書きができるようになります。このコマンドはセクタ消去動作中にのみ有効で
す。チップ消去動作中に書き込まれた消去一時停止コマンドは無視されます。
• 消去一時停止は、セクタ消去動作の間のみ有効です。
• 消去動作一時停止ステータス フラグ (SPI - ERASES STR2V[1]、HYPERBUS™ - ERASES STRV[6]) は、RDYBSY
が「0」になったときに消去動作が一時停止されたか、または完了したかを判定するために使用され
ます。

• バルク消去動作を一時停止することをできません。
• プログラム動作または読み出し動作を可能にするために消去動作を一時停止できます。消去一時停止
されたプログラム動作が完了すると、デバイスは消去一時停止モードに戻ります。

• 既に一時停止された消去 /プログラム /データ整合性チェック動作では新しい消去動作を⾏えません。
この場合、消去コマンドは無視されます。

• 消去一時停止中にプログラムが失敗した場合は、ステータス レジスタ クリアまたはソフトウェア リ
セット トランザクションにより、デバイスを消去一時停止状態に復帰させられます。

• 消去一時停止されたセクタ内のいかなるアドレスから読み出しても、不確定なデータが返されます。

4.12.1.3 データ整合性チェック一時停止 - レガシー SPIのみ
• データ整合性チェック一時停止はデータ整合性チェック計算動作の間にのみ有効です。
• メモリ アレイ データ整合性チェック CRC一時停止ステータス フラグ (SPI - DICRCS STR2V[4]、

HYPERBUS™ - DICRCS STRV[8]) は、RDYBSYが「0」になったときにデータ整合性チェック動作が一時停
止されたか、または完了したかを判定するために使用されます。

• 読み出し動作を可能にするためにデータ整合性チェック動作を一時停止できます。
• 一時停止動作を完了するために tPEDSを要します。
通常のプログラム動作と同じように、システムはステータス レジスタ 1の RDYBSYビットを読み出すこ
とでプログラム動作の状態を確認できます。
Table 56に、一時停止動作中に許可されるトランザクションの一覧を⽰します。
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Table 56 一時停止中に許可される HYPERBUS™トランザクション
トランザクション名 消去一時停止中に許

可
プログラム一時停止

中に許可
データ整合性チェッ
ク一時停止中に許可

読み出し (RDMARY_1_0) - 一時停止中でないセクタ
有

有

有ステータス レジスタ読み出し (RDVSTR_2_0)

ソフトウェア リセット /ASO終了 (SRASOE_1_0)

プログラム再開 (RSPROG_1_0) 無 無
揮発性割込みコンフィギュレーション レジスタ プログラム 
(PGVINC_4_0)

有

有揮発性割込みコンフィギュレーション レジスタ読み出し 
(RDVINC_4_0)

揮発性割込みステータス レジスタ プログラム (PGVINS_4_0)

揮発性割込みステータス レジスタ読み出し (RDVINS_4_0)

無 無ワード プログラム (PGWORD_4_0) - 一時停止中でないセクタ
書き込みバッファ プログラム (LDBUFR_6_0, PGBFCM_1_0, 
RSTWBA_3_0)

揮発性コンフィギュレーション レジスタ 1, 2読み出し (RDVCR1_4_0, 
RDVCR2_4_0) 有 有

不揮発性コンフィギュレーション レジスタ 1, 2読み出し 
(RDNCR1_4_0, RDNCR2_4_0) 無 無
消去再開 (RSERSE_1_0)

デバイス ID/固有 ID/SFDP ASO
(IDSFE1_3_1, IDSFE2_1_1, RDIDSF_1_1, 
ASOEXT_1_1)

有 有
セキュア シリコン領域 ASO プログラム (SSRENT_3_1, 
RD_SSR_1_1, PG_SSR_4_1, LDBSSR_5_1, 
PGCSSR_1_1, RSWSSR_3_1, ASOEXT_1_1)

Table 57 一時停止中に許可されるレガシー (x1) SPIトランザクション
トランザクション名 消去一時停止中に許

可
プログラム一時停止

中に許可
データ整合性チェック
一時停止中に許可

書き込みディセーブル (WRDIS_0_0)

有

無 無
ステータス レジスタ 1読み出し (RDSR1_0_0, RDSR1_4_0) 有 有
書き込みイネーブル (WRENB_0_0) 無 無
ステータス レジスタ 2読み出し (RDSR2_0_0, RDSR2_4_0) 有 有
ページ プログラム (PRPGE_4_1) 無 無
ECCステータス読み出し (RDECC_4_0)

有 有
ECCステータス レジスタ クリア (CLECC_0_0)

PPBロック ビット読み出し (RDPLB_0_0, RDPLB_4_0)
有 有

プログラム /消去 /データ整合性チェック再開 (RSEPD_0_0)
Program SSR (PRSSR_4_1) 無 無
SSR読み出し (RDSSR_4_0)

有 有固有 ID読み出し (RDUID_0_0, RDUID_4_0)

SFDP読み出し (RSFDP_3_0, RSFDP_4_0)

インターフェース CRCレジスタ読み出し (RDCRC_4_0)

有 有任意レジスタ読み出し (RDARG_4_0)

ソフトウェア リセット イネーブル (SRSTE_0_0)

プログラムおよび消去失敗フラグ クリア (CLPEF_0_0)

有

有 有
ソフトウェア リセット (SFRST_0_0)

IDレジスタ読み出し (RDIDIN_0_0, RDIDIN_4_0)
(メーカーおよびデバイス ID) 有 有

プログラム /消去 /データ整合性チェック一時停止 (SPEPD_0_0) 無 無
DYB読み出し (RDDYB_4_0)

有 有
PPB読み出し (RDPPB_4_0)
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4.12.2 消去 /プログラム /データ整合性チェック一時再開
一時停止した消去 /プログラム /データ整合性チェック動作を再開するために再開トランザクションを
書き込まなければいけません。 プログラム /消去 /データ整合性チェック一時停止中にプログラムまた
は読み出し動作が完了すると、 一時停止中の動作を再開するために再開トランザクションが送信されま
す。
プログラム /消去 /データ整合性チェック再開トランザクションが発⾏された後、ステータス レジスタ
の RDYBSYビットが「1」にセットされ、一時停止されたプログラム動作が再開されます。 一時停止され
たプログラム動作がない場合、 一時停止された消去動作は再開されます。 一時停止されたプログラム /消
去 /データ整合性チェック動作がない場合、再開トランザクションは無視されます。
プログラム /消去 /データ整合性チェック動作は必要に応じて何度でも中断できます。 例えば、プログ
ラム一時停止トランザクションをプログラム再開トランザクションの直後に発⾏できます。 ただし、 プ
ログラムまたは消去動作が完了するには、 再開と次の一時停止トランザクションの間に tPEDRS以上の時
間が必要です。
Figure 38に、一時停止と再開の動作フローを⽰します。

Figure 38 一時停止と再開シーケンス

4.12.3 HYPERBUS™一時停止と再開関連レジスタとトランザクション

4.12.4 レガシー (x1) SPI一時停止と再開関連レジスタとトランザクション

Table 58 HYPERBUS™一時停止と再開関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(94ページの HYPERBUS™レジスタを参照してください )
関連 HYPERBUS™トランザクション

(Table 120を参照してください )

HYPERBUS™ステータス レジスタ (STRV) 

消去一時停止 (SPERSE_1_0)

消去再開 (RSERSE_1_0)

プログラム一時停止 (SPPROG_1_0)

プログラム再開 (RSPROG_1_0)

ステータス レジスタ読み出し (RDVSTR_2_0)

Table 59 レガシー (x1) SPI一時停止と再開関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

SPIステータス レジスタ 1 (STR1N, STR1V) 消去 /プログラム /データ整合性チェック一時停止 (SPEPD_0_0)

SPIステータス レジスタ 2 (STR2V) 

消去 /プログラム /データ整合性チェック再開 (RSEPD_0_0)

任意レジスタ読み出し (RDARG_4_0)

ステータス レジスタ 1読み出し (RDSR1_0_0)

ステータス レジスタ 2読み出し (RDSR2_0_0)
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4.13 エラー タイプと報告 - HYPERBUS™
組込み動作ステータス方式により報告されるエラーは 3種類あります。エラー タイプによって、報告さ
れるエラー ステータスとそのクリア⼿順が異なります。
以下で、エラー ステータスのクリア⼿順について説明します。
• エラーの発生前に ASOに入っていた場合、デバイスは ASOに入ったままとなり、ASO読み出しまたは
コマンド書き込みの待機状態となります。

• エラーの発生前に消去を一時停止していた場合は、デバイスは消去一時停止状態に戻り、フラッシュ 
アレイの読み出しまたはコマンド書き込みの待機状態となります。

• それ以外の場合は、デバイスはスタンバイ状態になり、フラッシュ アレイの読み出しまたはコマンド
書き込みの待機状態となります。

4.13.1 保護エラー
組込みアルゴリズムが、保護された領域内でデータを変更しようとすると (保護されたセクタまたは
OTP領域に対してプログラムまたは消去 )、デバイス (EAC) は 20〜 100µsの間ビジーになってから通常
動作に戻ります。保護メカニズムは PPBとロックが含まれます。ビジーの間に、ステータス レジスタ
は無効ステータス ビットでレディでない状態を⽰します (SR[7]=0)。プログラムまたは消去動作をロック
された領域で⾏おうとすると、その動作は中止され、ステータス レジスタに失敗が⽰されます。
保護エラーによるビジー状態の期間中に受け入れられるコマンドは次のとおりです。
• ステータス レジスタ読み出し
ビジー期間が終了すると、デバイスは通常動作に戻り、ステータス レジスタは有効ステータス ビット
でレディ状態を⽰します。このときデバイスは、フラッシュ アレイの読み出しまたは新しいコマンド書
き込みを受け入れる準備ができています。
保護エラーによるビジー状態の期間後は、ステータス レジスタ ビットは以下のようになります。
• SR[7]=1:有効ステータスを⽰します。
• SR[6]=X:保護エラーによるビジー期間後に消去一時停止中か、そうでないかもしれないことを⽰しま
す。

• SR[5]=1:消去エラーが発生した場合に⽰します。そうでなければ SR[5]=0。
• SR[4]=1:プログラムまたはパスワード ロック解除エラーが発生した場合に⽰します。そうでなければ

SR[4]=0。
• SR[3]=X:「ドント ケア」(マスクされた ) として扱われます。
• SR[2]=0:一時停止状態のプログラムがないことを⽰します。
• SR[1]=1:保護領域を変更しようとすることに起因したエラーを⽰します。
• SR[0]=X:「ドント ケア」(マスクされた ) として扱われます。
保護エラーによるビジー状態の期間後に受け入れられるコマンドは次のとおりです。
• すべてのコマンド
プログラム ステータス ビットがセットされた場合は、さらにプログラム動作を⾏うと SR[4]がクリアさ
れます。消去ステータス ビットがセットされた場合は、さらに消去動作を⾏うと SR[6]がクリアされま
す。
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4.13.2 バッファ書き込み中止 (プログラム中止 /DICRC中止 )
バッファ書き込みコマンドの実⾏中にエラーが発生すると、 デバイス (EAC) はビジーのままになります。
ステータス レジスタは、 有効ステータス ビットでレディ状態を⽰します。 ホスト システムのステータス
監視によりエラー ステータスが検出され、 エラー ステータスがクリアされるまで、 デバイスはビジーの
ままになります。
組込みアルゴリズムがエラー状態にある間は、ステータス レジスタは以下のようになります。
• SR[7]=1:有効ステータスを⽰します。
• SR[6]=X:WBAエラー状態中で消去一時停止中か、そうでないかもしれないことを⽰します。
• SR[5]=0:正常に消去されたことを⽰します。
• SR[4]=1:プログラム関連のエラーが発生したことを⽰します。そうでなければ、SR[4]=0。
• SR[3]=1:バッファ書き込み中止を⽰します。
• SR[2]=0:一時停止状態のプログラムがないことを⽰します。
• SR[1]=0:動作中にセクタがロックされないことを⽰します。
• SR[0]=X:「ドント ケア」(マスクされた ) として扱われます。
WBAのエラー ステータスが検出された場合は、デバイスが通常動作に戻り、新しい読み出しまたはコ
マンド書き込みを⾏えるようにするには、エラー ステータスをクリアする必要があります。エラー ス
テータスは、以下を書き込むことでクリアできます。
• バッファ書き込み中止リセット コマンド

- ステータス レジスタをクリアし、通常動作に戻ります。
• ステータス レジスタ クリア コマンド
組込みアルゴリズムのエラー状態の期間中に受け入れられるコマンドは次のとおりです。
• ステータス レジスタ読み出し

- ステータス レジスタを読み出し、WBAビジー状態に戻ります。
• バッファ書き込み中止リセット コマンド
• ステータス レジスタ クリア コマンド
組込みアルゴリズムを実⾏している間、ステータス レジスタ読み出しに関係ない読み出しトランザク
ションを⾏うと、DSがトグルし、不確定なデータが返ります。
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4.14 エラー タイプおよび報告 - レガシー (x1) SPI
組込み動作ステータス方式により報告されるエラーは 2種類あります。エラー タイプによって、報告さ
れるエラー ステータスとそのクリア⼿順が異なります。
Table 60および Table 61はエラー ステータスの消去について詳細を提供します。
Table 60 プログラム エラー (PRGERR) のまとめ
エラー フラグ 記号 条件

プログラム 
エラー PRGERR

ビットを「1」から「0」にプログラムできません。
保護領域をプログラムしようとする試み
ASP0[2]または ASP0[1]が 0の場合、CFR1N[6:2]/CFR1V[6:2]の値を変更しようとする不揮発性レジスタの
書き込み
パスワード保護モードが選択され、ASPパスワード レジスタ更新トランザクションが実⾏された後
セーフブート失敗
コンフィギュレーション失敗

Table 61 消去エラー (ERSERR) のまとめ
エラー フラグ 記号 条件

消去エラー ERSERR

セクタ デバイス消去 - すべてのビットを「1」に消去できない
保護領域を消去しようとする試み
レジスタ消去 - レジスタ書き込みの消去動作中にすべてのビットを「1」に消去できません。
セーフブート失敗
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4.15 リセット
HL-T/HS-Tデバイスは 4種類のリセット メカニズムに対応します。
• ハードウェア リセット (RESET#入力ピンによる )

• パワーオン リセット (POR)

• CS#シグナリング リセット
• ソフトウェア リセット - SPIのみ

4.15.1 ハードウェア リセット (RESET#⼊力ピンによる )
RESET#入力が tRPより⻑い期間で論理 HIGHから論理 LOWに遷移するとリセット動作が始まり、デバ
イスは PORで実⾏する完全なリセット プロセスを実⾏します。ハードウェア リセット プロセスは完了
するために tRHを要します。タイミング仕様は Table 129を参照してください。

Figure 39 RESET#⼊力によるハードウェア リセット (リセット パルス =tRP(Min))

Figure 40 RESET#⼊力によるハードウェア リセット (リセット パルス >(tRP+tRH)) 

Figure 41 RESET#⼊力によるハードウェア リセット (連続したハードウェア リセット )
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4.15.2 パワーオン リセット (POR)
デバイスは、VCCが最小 VCC閾値を超えてから tPUの遅延時間が経過するまで、PORプロセスを実⾏し
ます (Figure 42と Figure 43を参照してください )。電源投入 (tPU) 時にデバイスは選択できません。した
がって、CS#は VCCと共に⽴ち上がる必要があります。tPUが経過するまで、デバイスにコマンドは送
信できません。タイミング仕様は Table 129を参照してください。
RESET#は POR中は無視されます。RESET#が POR中に LOWであり、tPU期間中およびこの時間が経過
した後にも LOWのままであれば、RESET#が HIGHに戻ってから tRSが経過するまで CS#は HIGHのまま
でなければなりません。

Figure 42 POR終了時の RESET# LOW

Figure 43 POR終了時の RESET# HIGH
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4.15.3 CS#シグナリング リセット
CS#シグナリング リセットには CS#と DQ0信号が必要です。このリセット方式は、既存の信号を用い
てシングナリング プロトコルを定義し、デバイスの動作モードやパッケージ ピン数に関係しない SPIフ
ラッシュ ハードウェア リセットを実⾏します。
シングナリング プロトコルを Figure 44に⽰します。タイミング仕様は Table 129を参照してください。
CS#シングナリング リセットの⼿順は以下のとおりです。
• CS#はアクティブ LOWに駆動されます。
• CKは HIGHまたは LOWのいずれかで安定したままです。
• CS#と DQ0の両方は LOWに駆動されます。
• CS#は HIGH (非アクティブ ) に駆動されます。
• DQ0の状態を変更するたびに上記の 4ステップを繰り返します (合計で 4回 )。
• 4番目の CS#サイクルが完了し、CS#が HIGH (非アクティブ ) になった後、リセットは⾏われます。
4番目の CS#パルスの後、スレーブは内部リセットをトリガーし、デバイスは tRESETの間に実⾏中の動
作を終了させ、すべての出力を高インピーダンスにし、すべての読み書きトランザクションを無視しま
す。その後、デバイスはスタンバイ状態になります。
このリセット シーケンスは通常の電源投入時に使用されず、デバイスがシステムに応答していないとき
にのみ使用されます。このリセット シーケンスはデバイスのいかなる状態でも実⾏可能です。したがっ
て CS#シグナリング リセットは 、RESET#ピンをサポートしないパッケージでは、ハードウェア リセッ
トと同じ動作を提供するために役⽴ちます。

Figure 44 CS#シグナリング リセット プロトコル
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4.15.4 ソフトウェア リセット - SPIのみ
ソフトウェアで制御されたリセット トランザクションは、保護レジスタを除き、揮発性レジスタを不揮
発性デフォルト値でリロードすることで、デバイスを電源投入時の初期状態に復帰させます。トランザ
クション終了時に CS#が HIGHになると、リセット (SFRST_0_0) トランザクションは実⾏され、完了す
るのに tSRを要します。タイミング仕様は Table 129を参照してください。
ソフトウェア リセットが 2つのトランザクションから成るシーケンスとなるように、リセット イネー
ブル (SRSTE_0_0) トランザクションはリセット トランザクション (SFRST_0_0) の直前に必要とされます。
SRSTE_0_0トランザクションの後に続く SFRST_0_0以外のいかなるトランザクションも、リセット イ
ネーブル条件をクリアし、それ以降の SFRST_0_0トランザクションが認識されないようにします。
SRSTE_0_0トランザクションの直後にリセット (SFRST_0_0) トランザクションを実⾏することで、ソフ
トウェア リセット プロセスは開始します。ソフトウェア リセット中、デバイスの揮発性と不揮発性の
コンフィギュレーション状態が同じであれば、ステータス レジスタ 1の RDSR1_4_0と RDARG_4_0のみ
がサポートされます。ソフトウェア リセット中にコンフィギュレーション状態が変更された場合、ス
テータス レジスタ 1の読み出しはソフトウェア リセット期間が経過した後にのみ⾏う必要があります。
ソフトウェア リセットは RESET#の状態に依存しません。RESET#が HIGHまたは未接続のときにソフト
ウェア リセット トランザクションが発⾏された場合、デバイスはソフトウェア リセットを実⾏します。 

4.15.4.1 ソフトウェア リセットに関連レジスタとトランザクション
Table 62 ソフトウェア リセットに関連レジスタとトランザクション

関連レジスタ
(111ページのレガシー (x1) SPIレジスタを参照してください )

関連 SPIトランザクション
(Table 122を参照してください )

該当なし
ソフトウェア リセット イネーブル (SRSTE_0_0)

ソフトウェア リセット (SFRST_0_0)
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4.15.5 リセット動作
Table 63 リセット動作

トランザクション
/レジスタ名 POR ハードウェア リセットと

CS#シグナリング リセット
ソフトウェア リセット 

(x1モード専用 )

まとめ

• デバイスはリセットします。
• ステータス ビットはリセットしま
す。

• すべての揮発性レジスタはリセッ
トします。

• コンフィギュレーションはデフォ
ルトに再ロードします。

• 揮発性保護はデフォルトにリセッ
トします。

• 不揮発性保護は変化しません。
• すべての組込み動作はリセットし
ます。

• デバイスはリセットします。
• ステータス ビットはリセットしま
す。

• すべての揮発性レジスタはリセッ
トします。

• コンフィギュレーションはデフォ
ルトに再ロードします。

• 揮発性保護はデフォルトにリセッ
トします。

• 不揮発性保護は変化しません。
• すべての組込み動作はリセットし
ます。

• デバイスはリセットします。
• ステータス ビットはリセットし
ます。

• コンフィギュレーションはデ
フォルトに再ロードします。

• 揮発性保護はデフォルトにリ
セットします。

• 不揮発性保護は変化しません。
• すべての組込み動作はリセット
します。

インターフェース要件
• すべての入力は無視されます。
• すべての出力はトライステートに
なります。

• すべての入力は無視されます。
• すべての出力はトライステートに
なります。

トランザクション 
(SRSTE_0_0, SFRST_0_0)

ステータス レジスタ 不揮発性レジスタからロードしま
す。

不揮発性レジスタからロードしま
す。

不揮発性レジスタからロードしま
す。

コンフィギュレーション レ
ジスタ

不揮発性レジスタからロードしま
す。

不揮発性レジスタからロードしま
す。

不揮発性レジスタからロードしま
す。

保護レジスタ

PPBロック レジスタは ASPO[2:1]に
基づいてロードします。 

PPBロック レジスタは ASPO[2:1]に
基づいてロードします。 

PPBロック レジスタは変化しませ
ん。

DYBアクセス レジスタは ASPO[4]に
基づいてロードします。

DYBアクセス レジスタは ASPO[4]に
基づいてロードします。

DYBアクセス レジスタは変化しま
せん。

パスワード レジスタは ASPO[2]およ
び ASPO[0]に基づいてロードしま
す。

パスワード レジスタは ASPO[2]およ
び ASPO[0]に基づいてロードしま
す。

パスワード レジスタは変化しませ
ん。

ECCステータス レジスタ 0x00をロードします。 0x00をロードします。 0x00をロードします。

オートブート レジスタ 不揮発性レジスタからロードしま
す。

不揮発性レジスタからロードしま
す。 変化しません。

データ整合性チェック レジ
スタ

0x00をロードします。 0x00をロードします。 0x00をロードします。
インターフェース CRCレジ
スタ
ECCエラー カウント レジス
タ
アドレス トラップ レジスタ
EnduraFlexレジスタ 不揮発性レジスタからロードしま

す。
不揮発性レジスタからロードしま
す。 変化しません。

I/Oモード
進⾏中のメモリ /レジスタ
消去

該当なし

消去を中止します。 消去を中止します。

進⾏中のメモリ /レジスタ 
プログラム プログラムを中止します。 プログラムを中止します。

進⾏中のメモリ /レジスタ
読み出し 読み出しを中止します。 該当なし
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4.16 電力モード

4.16.1 アクティブ電力モードとスタンバイ電力モード
チップ セレクト (CS#) が LOWのとき、デバイスは有効になり、アクティブ電力モードに入ります。CS#
が HIGHになると、デバイスは無効になりますが、プログラム /消去 /書き込み動作が完了するまでは
アクティブ電力モードのままです。その後、デバイスはスタンバイ電力モードに移⾏し、消費電力は
ISBに低下します。パラメーター仕様は、Table 127を参照してください。

4.16.2 ディープ パワー ダウン (DPD) モード
通常動作時のスタンバイ電流は比較的低いですが、DPDモードを使うとさらにスタンバイ電流を減らせ
ます。低い消費電力により、DPDモードは特にバッテリ駆動アプリケーションに役⽴ちます。

4.16.2.1 DPD開始
デバイスは DPDモードを開始するには 2つの方法があります。
1.トランザクションによる DPDモード開始
2.電源投入またはリセットによる DPDモード開始
ディープ パワー ダウン モード開始トランザクションによる DPDモード開始
DPDモードは、ディープ パワー ダウン モード開始トランザクション (ENDPD_0_0、ENTDPD_3_0) を送信
することで有効にします。CS#が HIGHに駆動された後、tENTDPDの期間以内にパワー ダウン状態に入り 
(タイミング仕様は Table 129を参照してください )、消費電力が IDPDに低下します。
デバイスは、アイドル状態からのみ DPDに移⾏します。DPDトランザクションは、レディ /ビジー ス
テータス フラグ (RDYBSY) で⽰されるように組込みアルゴリズムを実⾏していないときにのみ受け入れ
られます。tENTDPD時間中にデバイスにトランザクションは送信できません。
電源投入またはリセットによる DPDモード開始
DPDPORコンフィギュレーション ビットが有効になった場合、デバイスは電源投入、ハードウェア リ
セットまたは CS#シグナリング リセットの完了後に DPDモードに入ります。PORまたはリセット中、
Figure 45に⽰すように DPDモードに入るために CS#は VCCに印加された電圧に従う必要があります。
tENTDPD時間中にデバイスにトランザクションは送信できません。

Figure 45 電源投⼊またはリセットによる DPDモード開始
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4.16.2.2 DPD終了
デバイスは DPDモードを終了するために以下の方法があります。
ハードウェア リセットによる DPDモード終了
デバイスが DPDモードにあり、DPDPOR=0のとき、ハードウェア リセットはデバイスをスタンバイ 
モードに復帰させます。
CS#パルスによる DPDモード終了
デバイスが DPDモードにあるか、または DPDPOR=1のとき、パルス幅が tCSDPDの CS#パルスはデバイ
スに DPDモードを終了させます。パルスの後に CS#を HIGHに駆動する必要があります。DPD終了後に
トランザクション サイクルを開始するために CS#の HIGHから LOWへの遷移が必要です。DPDモード
を終了するために tEXTDPDを要します。デバイスは tEXTDPDが経過するまで応答しません。

Figure 46 DPDモード終了

DPD中にデバイスはコンフィギュレーションを維持する、すなわち、デバイスは DPDの開始時と同じ
状態で DPDを終了します。ECCステータス、ECCエラー検出カウンター、アドレス トラップ、割込み
ステータスなどのレジスタはクリアされます。

4.16.2.3 HYPERBUS™ DPD関連レジスタとトランザクション

4.16.2.4 レガシー (x1) SPI DPD関連レジスタとトランザクション

Table 64 HYPERBUS™ DPD関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(93ページのレジスタを参照してください )
関連 HYPERBUS™トランザクション

(Table 120を参照してください )

コンフィギュレーション レジスタ 1(CFR1N, CFR1V) ディープ パワー ダウン モード開始 (ENTDPD_3_0)

Table 65 レガシー (x1) SPI DPD関連レジスタとトランザクション
関連レジスタ

(93ページのレジスタを参照してください )
関連 SPIトランザクション

(Table 122を参照してください )

コンフィギュレーション レジスタ 4 (CFR4N, CFR4V) ディープ パワー ダウン モード開始 (ENDPD_0_0)



Datasheet 91 002-23658 Rev. *F
2025-02-13

 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
機能

4.17 電源投⼊と電源切断
電源投入と電源切断時に、以下のように VCCが正しい値に達するまでデバイスを選択してはいけませ
ん。
• 電源投入時、そして、tPUの遅延時間の間 VCC (Min)

• 電源切断時には VSS

4.17.1 電源投⼊
デバイスは、VCCが最小 VCC閾値を超えてから tPUの遅延時間が経過するまですべてのトランザクショ
ンを無視します (Figure 47を参照してください )。ただし、tPU中に VCCが VCC (Min) 以下になった場合、
デバイスの正常な動作は保証されません。tPUの終了まで、コマンドをデバイスに送信しないようにし
てください。
デバイスは tPU中に IPOR電流を消費します。電源投入 (tPU) 後、デバイスは DPDモードまたはスタンバ
イ モードに入るオプションがあります。コンフィギュレーション レジスタの DPDPORビットでは、POR
完了後にデバイスが DPDモードまたはスタンバイ モードに入るかを制御します。DPDPORビットが有
効の場合、電源投入後にデバイスは DPDモードに入ります。POR後にデバイスがスタンバイ モードに
戻るには、ハードウェア リセット (RESET#) が必要です。

Figure 47 電源投⼊

4.17.2 電源切断
電源切断中または電圧が VCC (Cut-off) を下回っている間、電圧は tPD時間の間 VCC (Low) を下回る必要が
あります。これにより、デバイスは電源投入時に正常に初期化できます (Figure 48を参照してください
)。電圧低下中に、VCCが VCC (Cut-off) を上回ったままの場合は、デバイスは初期化状態のままとなり、
VCCが再度 VCC (Min) を上回ったとき、正常に動作します。電源投入後に PORが正常に完了しない場合、
RESET#のアサート時に PORプロセスが再起動されます。

Figure 48 電源切断と電圧低下
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4.17.3 電源投⼊と電源切断シーケンス
HL-T/HS-Tデバイスの保証される信頼できる動作のためには、 以下の電源シーケンスに従ってください。 

• 電源投入シーケンス中、 VCCQの前に VCCを印加します。 電源投入時 VCCQが VCCを超えない限り、 VCCと
VCCQを同時に印加できます。

• 電源切断モード時、 VCCの前に VCCQを下げます。 電源投切断時 VCCQが VCCを超えない限り、 VCCと VCCQ
を同時に下げられます。

• VCCQ ≤ VCCにすることを推奨します。

Figure 49 電源投⼊と電源切断シーケンス

VCC

VCCQ

Power Up Power 
DownNormal Operation

tVR tVF

VCC

VCCQ

Power Up Power 
DownNormal Operation

tVR tVF
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5 レジスタ
レジスタは、 デバイス動作の設定およびステータス報告のために使用される小さなストレージ セル グ
ループです。 HL-T/HS-Tデバイス ファミリは、 レガシー互換性および新機能のために個別の不揮発性と揮
発性ストレージ グループを使用して異なるレジスタ ビット タイプを実装します。 各レジスタは揮発性
ビットと対応する不揮発性ビット (恒久的な保存が必要な場合 ) のグループとして構成されます。 電源投
入、 ハードウェア リセットまたはソフトウェア リセットのとき、 レジスタの不揮発性ビットのデータは
揮発性ビットに転送され、 揮発性ビットのデフォルト状態を提供します。 レジスタの不揮発性ビットに
新しいデータを書き込むと、 揮発性ビットも新しいデータで更新されます。 しかし、揮発性レジスタ 
ビットに新しいデータを書き込むと、 不揮発性ビットは古いデータを保持します。 レジスタ構造を
Figure 50に⽰します。

Figure 50 レジスタ構造

Figure 51 レジスタ要素内のデータ移動

HYPERBUS™インターフェース対応のSEMPER™フラッシュ デバイスは、 HYPERBUS™とレガシー (x1) SPIそ
れぞれのインターフェース タイプ用に個別のレジスタ セットを使用します。 両方のレジスタ セットは対
応するインターフェース動作のために設定する必要があります。

(example)



Datasheet 94 002-23658 Rev. *F
2025-02-13

 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
レジスタ

5.1 レジスタ命名規則

5.2 HYPERBUS™レジスタ

5.2.1 コンフィギュレーション レジスタ 1 (CFR1x) (x8)
コンフィギュレーション レジスタ 1はデバイスの機能を制御します。

Table 66 レジスタ ビットの表記法

ビット番号 名称 機能 読み出し /書き込み (R/W)
工場出荷時
設定

(2進 )
説明

REGNAME#T[x]
T=N, V, O

降順
– –

オプション :
N/A - 該当なし
R - 読み出し専用
R/W - 読み出し /書き込み
R/1 - 読み出し /ワンタイム プログラマブル

オプション :
0
1

フォーマット :
コンフィギュレーション ビットの説明
0=ビットを「0」に選択するオプション
1=ビットを「1」に選択するオプション

依存性 : このビットは実装に複数のビットを
必要とする機能の一部ですか？

Table 67 コンフィギュレーション レジスタ 1 (x8) (1/2)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定 (2進 ) 説明

CFR1N[15]
CFR1V[15] DPDPOR

パワーオン リセット
時のディープ パワー 
ダウン電力節約モー
ド開始の選択

N=>R/W
V=>R/W 1

説明 : 
DPDPORビットはデバイスがパワーオン リセット (POR) 
完了後にディープ パワー ダウン (DPD) モードまたはスタ
ンバイ モードになるかを選択します。有効の場合、
DPDPORはデバイスが DPDモードで開始するように設定
し、デバイス動作が必要となるまで消費電流を減らしま
す。デバイスが DPDモードにある場合、CS#パルスまた
はハードウェア リセットはデバイスをスタンバイ モー
ドに戻します。

選択オプション : 
0=パワーオン リセット完了時にディープ パワー ダウン
電力モードに入ります。
1=パワーオン リセット完了時にスタンバイ モードに入
ります。 

依存性 : 該当なし

CFR1N[14:12]
CFR1V[14:12] IOIMPD[2:0] I/Oドライバ出力イ

ンピーダンス選択
N=>R/W
V=>R/W 101

説明 : 
IOIMPD[2:0]ピットは IOドライバ出力インピーダンス (
駆動強度 ) を選択します。出力インピーダンス コンフィ
ギュレーション ビットは、システム信号の整合性要件を
満たすために、通常のデバイス動作中の駆動強度を調整
します。

選択オプション : 
000 = 45Ω
001 = 120Ω
010 = 90Ω
011 = 60Ω
100 = 45Ω
101=30Ω (工場出荷時設定 )
110 = 20Ω
111 = 15Ω

依存性 : 該当なし

CFR1N[11]
CFR1V[11] TLCFRP

コンフィギュレー
ション レジスタの一
時的ロックの選択

N=>R/W
V=>R/W 1

説明 : 
TLCFRPビットはコンフィギュレーション レジスタを一
時的に保護します。電源投入時またはハードウェア リ
セットで、TLCFRPはデフォルト状態に設定されます。
選択されたとき、コンフィギュレーション レジスタをプ
ログラムから保護します。
注 :TLCFRPを「0」にセットする前に他のコンフィギュ
レーション ビットをプログラム /確認することが推奨さ
れます。

選択オプション : 
0=コンフィギュレーション レジスタは保護されます。
1=コンフィギュレーション レジスタは保護されません。

依存性 : 該当なし
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CFR1N[10]
CFR1V[10] TLSSRP

セキュア シリコン領
域の一時的ロックの
選択

N=>R/W
V=>R/W 1

説明 : 
TLSSRPビットは SSRを一時的に保護します。電源投入
時またはハードウェア リセットで、TLSSRPはデフォル
ト状態に設定されます。選択された時、プログラムから
SSRを保護します。

選択オプション : 
0=セキュア シリコン領域は保護されます。
1=セキュア シリコン領域は保護されません。

依存性 : 該当なし

CFR1N[9:8]
CFR1V[9:8] TB4KBS[1:0]

4KBセクタ ブロック
用の最上位 /最下位
アドレス範囲選択

N=>R/W
V=>R/W 10

説明 : 
TB4KBSビットは 4KBセクタ ブロックの論理アドレス位
置を定義します。4KBセクタ ブロックは最上位または最
下位アドレス セクタの該当部分を置き換えます。

選択オプション : 
00=4KBセクタ ブロックとパスワード読み出し保護セク
タはメモリ アドレス空間の最下部にマッピングされま
す。
01=4KBセクタ ブロックとパスワード読み出し保護セク
タはメモリ アドレス空間の最上部にマッピングされま
す。
10=ユニフォーム セクタ アーキテクチャとパスワード読
み出し保護セクタはメモリ アドレス空間の最下部にマッ
ピングされます。
11=ユニフォーム セクタ アーキテクチャとパスワード読
み出し保護セクタはメモリ アドレス空間の最上部にマッ
ピングされます。

依存性 : 該当なし

CFR1N[7:4]
CFR1V[7:4] MEMLAT[3:0]

メモリ アレイ読み出
しレイテンシの選択 
- 初期データ アクセ
スに必要なダミー サ
イクル

N=>R/W
V=>R/W 1011

説明 : 
MEMLAT[3:0]ビットはすべての可変レイテンシ メモリ ア
レイおよび不揮発性レジスタ読み出しトランザクション
での読み出しレイテンシ (ダミー サイクル ) を制御しま
す。MEMLATの選択により、異なる動作周波数に基づい
て通常動作での読み出しレイテンシを調整できます。デ
バイスは、コンフィギュレーション レジスタ 1が消去さ
れると 20の読み出しレイテンシ サイクルをサポートし
ます。

選択オプション : 
0000=トランザクション オペコードに基づいて 5レイテ
ンシ サイクルを選択します。
…..
1100=トランザクション オペコードに基づいて 20レイ
テンシ サイクルを選択します。

依存性 : 該当なし

CFR5V[3] RESVRD 将来使用するために
予約済み

N=>R/W
V=>R/W 1

これらのビットは将来使用するために予約されていま
す。常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要
があります。

CFR1N[2]
CFR1V[2] DTSTSL

デバイス エラー時の
データ ストローブ 
(DS) 停止の選択

N=>R/W
V=>R/W 1

説明 : 
DTSTSLビットは 2ビット ECC検出などのデバイス エ
ラーのときにデータ ストローブ (DS) が停止するかどうか
を選択します。

選択オプション : 
0=DSはデバイス エラー時に停止します。
1=DSはデバイス エラー時に停止しません。

依存性 : 該当なし

CFR1N[1:0]
CFR1V[1:0] RBSTWL[1:0] バースト ラップ読み

出し⻑の選択
N=>R/W
V=>R/W 11

説明 : 
RBSTWL[1:0]ビットは通常動作でのバースト ラップ読み
出しの⻑さと境界を選択します。これは 16、32または
64バイトの固定された⻑さ /アラインメントを選択しま
す。

選択オプション : 
00=予約済み
01=64バイト ラップ⻑
10=16バイト ラップ⻑
11=32バイト ラップ⻑

依存性 : 該当なし

Table 67 コンフィギュレーション レジスタ 1 (x8) (2/2)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定 (2進 )

説明
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Table 68 MEMLAT[3:0]レイテンシ コード オプションに応じた HYPERBUS™最⼤動作周波数
レイテンシ 
コード

レイテンシ クロックの初期レイテンシ シ
ングル /ダブル

シングル初期レイテンシ最⼤周波数 
(MHz)

ダブル初期レイテンシ最⼤周波数 
(MHz)

0000 5 / 10 57 107

0001 6 / 12 71 121

0010 7 / 14 85 135

0011 8 / 16 100 150

0100 9 / 18 107 164

0101 10 / 20 114 178

0110 11 / 22 128 192

0111 12 / 24 142 200

1000 13 / 26 157 200

1001 14 / 28 171 200

1010 15 / 30 185 200

1011 16 / 32 200 200

1100 20 / 40 200 200

1101 予約済み – –

1110 予約済み – –

1111 予約済み – –
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5.2.2 コンフィギュレーション レジスタ 2 (CFR2x) (x8)
コンフィギュレーション レジスタ 2はデバイスの機能を制御します。
Table 69 コンフィギュレーション レジスタ 2 (x8) (1/2)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定 (2進 ) 説明

CFR2V[15:8] RESVRD 将来使用するため
に予約済み

N=>R/W
V=>R/W 11111111 これらのビットは将来使用するために予約されています。常にデ

フォルトの状態に書き込む /ロードする必要があります。

CFR2N[7]
CFR2V[7] PGLTNS

メモリ読み出し
ページ境界レイテ
ンシの選択

N=>R/W
V=>R/W 1

説明 : 
PGLTNSビットは読み出し命令中にシングルまたはダブル初期レ
イテンシが発生したかを選択します。ダブル初期レイテンシは
ページ境界越えのレイテンシが発生しないようにします。 

選択オプション : 
0=ダブル初期レイテンシ - ページ境界でレイテンシが発生しませ
ん。
1=シングル初期レイテンシ - ページ境界でレイテンシが発生しま
す。

依存性 : 該当なし

CFR2N[6]
CFR2V[6] ATP12S

アドレス トラップ 
レジスタの 1ビッ
トまたは 1ビット
/2ビット ECCエ
ラーの選択

N=>R/W
V=>R/W 1

説明 : 
ATP12Sビットはアドレス トラップ レジスタ用に 1ビット ECCエ
ラー検出 /訂正、または 1ビット ECCエラー検出 /訂正と 2ビッ
ト ECCエラー検出の両方を選択します。

選択オプション : 
1=アドレス トラップ レジスタは 2ビット ECCエラーのアドレス
をトラップします。
0=アドレス トラップ レジスタは 1ビットと 2ビットの ECCエ
ラーのアドレスをトラップします。 

依存性 : 該当なし

CFR2N[5]
CFR2V[5] ECC12S

エラー訂正コード 
(ECC) の 1ビットま
たは 1ビット /2
ビット エラー訂正
の選択

N=>R/W
V=>R/W 0

説明 : 
ECC12Sビットは 1ビット ECCエラー検出 /訂正、または 1ビッ
ト ECCエラー検出 /訂正と 2ビット ECCエラー検出の両方を選
択します。 

選択オプション : 
0=1ビット ECCエラー検出 /訂正と 2ビット ECCエラー検出
1=1ビット ECCエラー検出 /訂正 

依存性 : 該当なし

CFR2N[4]
CFR2V[4] HYBSEL

ハイブリッド バー
スト選択 - このオ
プション用に
CA[45]はラップ 
バースト タイプを
選択

N=>R/W
V=>R/W 1

説明 : 
HYBSELビットは、最初に 1つのラップ バーストの後に続いてリ
ニア バーストを提供するハイブリッド バーストを選択します。

選択オプション : 
0=ハイブリッド バーストは有効です (ラップ バーストの後にリ
ニア バーストが続きます )。
1=ハイブリッド バーストは無効です。

依存性 : 該当なし
CFR2N[3]
CFR2V[3] RESVRD 将来使用するため

に予約済み
N=>R/W
V=>R/W 1 これらのビットは将来使用するために予約されています。常にデ

フォルトの状態に書き込む /ロードする必要があります。

CFR2N[2]
CFR2V[2] SP4KBS

最上位と最下位の
アドレス空間の間
での 4KBセクタの
分割 

N=>R/W
V=>R/W 1

説明 : 
SP4KBSビットは 4KBセクタがグループ化されるか、または上位
と下位のアドレス範囲の間で均等に分割されるかを選択します。

選択オプション : 
0=4KBセクタは一緒にグループ化されます。
1=4KBセクタは上位アドレスと下位アドレスの間で分割されま
す。

依存性 : TB4KBS[1:0] (CFR1x[9:8])
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CFR2V[1] RESVRD 将来使用するため
に予約済み

N=>R/W
V=>R/W 1 これらのビットは将来使用するために予約されています。常にデ

フォルトの状態に書き込む /ロードする必要があります。

CFR2N[0]
CFR2V[0] CK#SEL

マスター クロック
選択 - シングルエ
ンドまたは差動

N=>R/W
V=>R/W 1

説明 : 
CK#SELビットはマスター クロックがシングルエンド (CK) または
差動 (CK、CK#) であるかを選択します。

選択オプション : 
1=マスター クロックはシングルエンド (CK) です。
0=マスター クロックは差動 (CK、CK#) です。

依存性 : 該当なし

Table 69 コンフィギュレーション レジスタ 2 (x8) (2/2)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定 (2進 )

説明
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5.2.3 ステータス レジスタ (x8)
ステータス レジスタはデバイスの動作時のステータスを提供します。
Table 70 ステータス レジスタ (x8) [26] (1/2)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

STRV[15:10] RESVRD 将来使用するために
予約済み V=>R 1111111 このビットは将来使用するために予約されています。常にデ

フォルトの状態に書き込む /ロードする必要があります。

STRV[9] RESVRD 将来使用するために
予約済み V=>R

1
このビットは将来使用するために予約されています。常に 
(1Gb, 512Mb) デフォルトの状態に書き込む /ロードする必要が
あります。

0
このビットは将来使用するために予約されています。常に 
(256Mb) デフォルトの状態に書き込む /ロードする必要があり
ます。

STRV[8] DICRCS
メモリ アレイ デー
タ整合性チェック
CRC一時停止
ステータス フラグ

V=>R 0

説明 : 
DICRCSビットはデバイスがメモリ アレイ データ整合性
チェック CRC一時停止モードになっているかどうかを判断す
るために使用されます。

選択オプション : 
0=メモリ アレイ データ整合性チェック CRCは一時停止モー
ドではありません。
1=メモリ アレイ データ整合性チェック CRCは一時停止モー
ドです。

依存性 : 該当なし

STRV[7] RDYBSY
デバイス レディ /ビ
ジー ステータス フ
ラグ

V=>R 1

説明 : 
RDYBSYビットは、デバイスが組込み動作を実⾏しているか、
またはスタンバイ モードで新しいトランザクションの受け入
れができることを⽰します。
注 :PRGERRまたは ERSERRがセットされると、RDYBSYビット
は「1」にセットされます。

選択オプション : 
0=デバイスはビジーであり、新しい動作トランザクションを
受け入れられません。 
1=デバイスはスタンバイ モードであり、新しい動作トランザ
クションを受け入れられません (ホストは、新しいトランザ
クションを提供する前に PRGERRと ERSERRを確認する必要
があります )。

依存性 : 該当なし

STRV[6] ERASES 消去動作一時停止ス
テータス フラグ V=>R 0

説明 : 
ERASESビットは消去動作が一時停止されているかどうかを⽰
すために使用されます。

選択オプション : 
0=消去動作は一時停止モードではありません。
1=消去動作は一時停止モードです。

依存性 : 該当なし

STRV[5] ERSERR 消去エラー ステータ
ス フラグ V=>R 0

説明 : 
ERSERRビットは消去動作の成功または失敗を⽰します。
ERSERRビットが「1」にセットされたとき、最終の消去動作
にエラーがあったことを⽰します。ERSERRビットは保護され
たメモリ セクタで消去動作が⾏われたときにもセットされま
す。ERSERRがセットされている場合、ステータス レジスタ 
クリア (CLSR) トランザクションまたはハードウェア /ソフト
ウェア リセットでのみクリアできます。
注 :デバイスは、ERSERRフラグがクリアされた場合にのみス
タンバイ モードに入ります。

選択オプション : 
0=前回の消去動作は成功しました。
1=前回の消去動作は成功しませんでした。

依存性 : 該当なし
注
26. POR/ハードウェア リセット /DPD終了 /CS#シグナリング リセット中の STRVの値は無効です。
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STRV[4] PRGERR プログラム エラー 
ステータス フラグ V=>R 0

説明 : 
PRGERRビットはプログラム動作の成功または失敗を⽰しま
す。PRGERRビットが「1」にセットされた場合、前回のプロ
グラム動作にエラーが発生したことを⽰します。PRGERR
ビットは保護されたメモリ領域でプログラム動作が⾏われた
ときにもセットされます。PRGERRがセットされている場合、
ステータス レジスタ クリア (CLSR) トランザクションまたは
ハードウェア /ソフトウェア リセットでのみクリアできます。
注 :デバイスは PRGERRフラグがクリアされた場合にのみス
タンバイ モードになります。

選択オプション : 
0=前回のプログラム動作は成功しました。
1=前回のプログラム動作は成功しませんでした。

依存性 : 該当なし

STRV[3] WRBFAB バッファ書き込み中
止ステータス フラグ V=>R 0

説明 : 
WRBFABビットはプログラム中止条件を⽰します。バッファ
書き込み動作の強制終了を引き起こす何らかの条件が発生す
ると、動作は直ちに中止し、ステータス レジスタにプログラ
ム失敗 (PRGERR=1) とバッファ書き込み中止 (WRBFAB=1) が⽰
されます。その後、プログラム動作が成功すると、失敗の状
態はクリアされます。またはステータス レジスタ クリアを実
⾏すると、PSBステータス ビットがクリアされます。
WRBFABはまた、メモリ アレイ CRC計算動作が中止されたこ
とを⽰します。終了アドレス (EA) は開始アドレス (SA) より少
なくとも 1アドレス上位である必要があります。[EA<SA+1] の
場合、チェック値の計算は中止され、デバイスはレディ状態
に戻ります。中止条件を⽰すために WRBFABは「1」にセッ
トされます。[EA<SA+1] の場合、CRCRは不確定なデータを保
持します。

選択オプション : 
0=バッファ書き込み命令実⾏中にプログラムは中止しない
か、または CRC終了アドレス ロード命令は中止しませんでし
た。
1=バッファ書き込み命令実⾏中にプログラムは中止したか、
または CRC終了アドレス ロード命令は中止しました。

依存性 : 該当なし

STRV[2] PROGMS
プログラム動作一時
停止ステータス フラ
グ

V=>R 0

説明 : 
PROGMSビットはプログラム動作が一時停止されているかど
うかを⽰すために使用されます。

選択オプション : 
0=プログラム動作は一時停止モードではありません。
1=プログラム動作は一時停止モードです。

依存性 : 該当なし

STRV[1] SPROTE セクタ保護 (ロック
) エラー フラグ V=>R 0

説明 : 
SPROTEビットは、対象の領域 (メモリ アレイ、レジスタまた
は SSR) が保護 (ロック ) されたためプログラムまたは消去動
作が失敗したことを⽰します。SPROTEは前回のプログラム
または消去動作の状態を反映します。

選択オプション : 
0=動作は保護エラーを発生させませんでした。
1=動作は保護エラーを発生させました。

依存性 : 該当なし

STRV[0] SESTAT セクタ消去成功 /失
敗ステータス フラグ V=>R 0

説明 : 
SESTATビットはセクタの消去動作が正常に完了したかどうか
を⽰します。消去ステータス判定トランザクション 
(EVERS_4_0) はセクタ アドレスを指定する SESTATビットを読
み出す前に実⾏する必要があります。 

選択オプション : 
0=アドレス指定したセクタは正常に消去されていません。
1=アドレス指定したセクタは正常に消去されました。

依存性 : 該当なし

Table 70 ステータス レジスタ (x8) [26] (2/2)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

注
26. POR/ハードウェア リセット /DPD終了 /CS#シグナリング リセット中の STRVの値は無効です。
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5.2.4 ECCステータス レジスタ (ECSV) (x8)
ECCステータス (ECSV) はユニット データに対するエラー訂正の状態を格納します。 

5.2.5 ECCアドレス トラップ レジスタ (EATV) (x8)
ECCアドレス トラップ レジスタ (EATV) は、読み出し動作中に 1ビット /2ビット エラーまたは 1ビット 
エラーのみが発生した ECCユニット データのアドレスを格納します。最初の ECCエラーの ECCユニッ
ト アドレスを格納します。

Table 71 ECCステータス レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書
き込み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定 (2進 ) 説明

ECSV[15:4] RESRVD 将来使用するために
予約済み V=>R 000000000000

このビットは将来使用するために予約されています。
常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要があり
ます。

ECSV[3] ECC2BT 2ビット ECCエラー
検出フラグ V=>R 0

説明 : ECC2BTビットは 2ビット ECCエラーがデータ ユ
ニット (16バイト ) で検出されたかどうかを⽰します。 

選択オプション : 
0=2ビット ECCエラーがデータ ユニット (16バイト ) で検
出されていません。
1=2ビット ECCエラーがデータ ユニット (16バイト ) で検
出されました。

依存性 : 該当なし

ECSV[2] RESVRD 将来使用するために
予約済み V=>R 0

このビットは将来使用するために予約されています。常に
デフォルトの状態に書き込む /ロードする必要がありま
す。

ECSV[1] ECC1BT 1ビット ECCエラー
検出と訂正フラグ V=>R 0

説明 : ECC1BTビットは 1ビット ECCエラーがデータ ユ
ニット (16バイト ) で検出されて訂正されたかどうかを⽰
します。 

選択オプション : 
0=1ビット ECCエラーがデータ ユニット (16バイト ) で検
出されませんでした。
1=1ビット ECCエラーがデータ ユニット (16バイト ) で検
出されました。

依存性 : 該当なし

ECSV[0] ECCDBL ECCディセーブル フ
ラグ V=>R 0

説明 : ECCDBLビットはアドレス指定されたデータ ユニッ
ト (16バイト ) で ECCが有効であるか無効であるかを⽰し
ます。 

選択オプション : 
0=アドレス指定されたデータ ユニット (16バイト ) で ECC
は有効です。
1=アドレス指定されたデータ ユニット (16バイト ) で ECC
は無効です。

依存性 : 該当なし

Table 72 ECCアドレス トラップ レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

EATV[31:0] ECCATP[31:0]
ECC 1ビットと 2
ビット エラー ア
ドレス トラップ 
レジスタ

V=>R 0x00000000

説明 : アドレス トラップ レジスタ (ECCATP[31:0]) は、読み出
し動作中に 1ビット /2ビット エラーが発生した ECCユ
ニット データ アドレスを格納します。ECCATP[31:0]は、前
回の ECCステータス レジスタ クリア トランザクション 
(CLECC) 以降のメモリ読み出し動作中にキャプチャされた
最初の ECCエラーの ECCユニット アドレスを格納します。
注 :ECCATP[31:0]は読み出し命令中にのみ更新されます。 
注 :ECCユニットアドレスから，有効ではない上位 ECCATP
アドレスビットをマスクします。
注 :ECCステータス レジスタ クリア トランザクション 
(CLECC)、PORまたはハードウェア /ソフトウェア リセット
は EATV[31:0]を 0x00000000にクリアします。

選択オプション : ECCエラー データ ユニット アドレス

依存性 : 該当なし +F6:F20
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5.2.6 ECCエラー検出カウント レジスタ (ECTV) (x8)
ECCエラー検出カウント レジスタ (ECTV) は、最後の PORまたはハードウェア /ソフトウェア リセット
後に読み出し動作中に発生した 1ビット /2ビットまたは 1ビットのみの ECCエラーの数を格納します。

5.2.7 ASPパスワード レジスタ (PWDO) (x8)
ASPパスワード レジスタ (PWDO) はパスワードを恒久的に定義するために使用されます。

5.2.8 高度セクタ保護レジスタ (ASPO) (x8)
ASPレジスタ (ASPO) は高度セクタ保護スキームの動作を設定します。

Table 73 ECCカウント レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書
き込み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷
時設定
(16進 )

説明

ECTV[15:0] ECCCNT[15:0]
ECC 1ビットと 2
ビットエラー カ
ウント レジスタ

V=>R 0x0000

説明 : ECCCNT[15:0]は、前回の PORまたはハードウェア /ソフト
ウェア リセット以降の読み出し動作中に発生した 1ビット /2ビット
ECCエラーの数を格納します。
注 :ECCCNT[15:0]は読み出し命令中にのみ更新されます。
注 :データ ユニットごとに 1つの ECCエラーのみがカウントされま
す。もし複数の読み出しトランザクションが ECCエラーのある同じ
データ ユニットにアクセスした場合は、ECCCNT[15:0]はデータ ユ
ニットが読み出されるたびにインクリメントします。
注 :カウントが 0xFFFFに達すると、ECCCNT[15:0]はインクリメント
を停止します。
注 : PORまたはハードウェア /ソフトウェア リセットは、
ECCNT[15:0]を 0x0000にクリアします。

選択オプション : ECCエラー カウント

依存性 : 該当なし

Table 74 パスワード レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書
き込み (R/W)
N=不揮発性 

V=揮発性

工場出荷
時設定
(16進 )

説明

PWDO[63:0] PASWRD[63:0] パスワード レジスタ N=>R/1 0xFFFFFFF
FFFFFFFFF

説明 : PASWRD[63:0]は、パスワード保護動作モードで使用され
るパスワードを恒久的に保持します。パスワード保護モード
が有効の場合、このレジスタはパスワード読み出し要求のと
きに全ビット 1のデータを出力します。 

選択オプション : パスワード

依存性 : 該当なし

Table 75 高度セクタ保護レジスタ (x8) (1/2)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書
き込み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷
時設定
(2進 )

説明

ASPO[15:6] RESVRD 将来使用するた
めに予約済み N=>R/1 11111111

11
このビットは将来使用するために予約されています。常にデフォルトの
状態に書き込む /ロードする必要があります。

ASPO[5] ASPRDP
パスワード読み
出しベース保護
の選択

N=>R/1 1

説明 : 
ASPRDPビットはパスワード読み出し保護モードを選択します。パス
ワード読み出し保護モードは、すべてのセクタを読み出し /消去 /プロ
グラムから保護するために、パスワード保護モードと連携して動作しま
す。TB4KBS[1:0]コンフィギュレーション ビット (CFR1x[9:8]) に基づき、
最上位または最下位のどちらかのセクタは読み出せます。

選択オプション : 
0=パスワード読み出し保護モードは有効です。
1=パスワード読み出し保護モードは無効です。

依存性 : TB4KBS[1:0] (CFR1x[9:8])

ASPO[4] RESVRD 将来使用するた
めに予約済み N=>R/1 1 このビットは将来使用するために予約されています。常にデフォルトの

状態に書き込む /ロードする必要があります。

ASPO[3] RESVRD 将来使用するた
めに予約済み N=>R/1 1 このビットは将来使用するために予約されています。常にデフォルトの

状態に書き込む /ロードする必要があります。
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5.2.9 ASP PPBロック レジスタ (PPLV) (x8)
ASP PPBロック レジスタ (PPLV) の PPBLCKビットは PPBビットを保護するために使用されます。

5.2.10 ASP PPBアクセス レジスタ (PPAV) (x8)
ASP PPBアクセス レジスタ (PPAV) は各セクタの PPB保護ビットの状態を提供するために使用されます。 

ASPO[2] ASPPW
D

パスワード ベー
ス保護の選択 N=>R/1 1

説明 : 
ASPPWDビットはパスワード保護モードを選択します。パスワード保護
モードは、正しいパスワードが入力されるまで、すべての PPBビット、
すべてのレジスタおよびメモリ全体を消去 /プログラムから保護しま
す。ASPPWDは、すべてのレジスタとすべてのメモリを消去 /プログラ
ムから保護するため、および正しいパスワードが提供されるまでセクタ
を読み出しから保護するために、ASPRDPと組合わせて使用できます。
ただし、TB4KBS[1:0]コンフィギュレーション ビット (CFR1x[9:8]) に基づ
き、最上位または最下位のどちらかのセクタは読み出せます。
注 : ASPPWDが選択されている場合、ASPO[15:0]は書き込み動作から保
護されます。

選択オプション : 
0=パスワード保護モードは有効です。
1=パスワード保護モードは無効です。

依存性 : ASPPER (ASPO[1])

ASPO[1] ASPPER
持続的保護の選
択 (レジスタ保
護の選択 )

N=>R/1 1

説明 : 
ASPPERビットは持続的保護モードを選択します。持続的保護モード 
(ASPPER) は ASPO[15:0]レジスタを消去 /プログラムから保護します。

選択オプション : 
0=持続的保護モードは有効です。
1=持続的保護モードは無効です。

依存性 : ASPPWD (ASPO[2])

ASPO[0] RESVRD 将来使用するた
めに予約済み N=>R/1 1 このビットは将来使用するために予約されています。常にデフォルトの

状態に書き込む /ロードする必要があります。

Table 76 ASP PPBロック レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書
き込み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷
時設定
(2進 )

説明

PPLV[15:1] RESVRD 将来使用するために
予約済み V=>R 11111111

111111
このビットは将来使用するために予約されています。
常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要があります。

PPLV[0] PPBLCK PPBの一時的保護選
択 V=>R 1

説明 : PPBLCKビットは、すべての PPBビットを一時的保護するため
に使用されます。

選択オプション : 
0=PPBビットは、次の PORまたはハードウェア リセットまで消去 /
プログラムから保護されます。
1=PPBビットは消去 /プログラムできます。 

依存性 : 該当なし

Table 77 ASP PPBアクセス レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書
き込み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷
時設定
(2進 )

説明

PPAV[15:0] PPBACS[15:0]

セクタ 
ベース
PPB保護
ステータ
ス

N=>R/W 11111111
11111111

説明 : PPBACS[7:0]ビットは、個別セクタの PPBビットの状態を提供するた
めに使用されます。 

選択オプション : 
FFFF=PPB読み出しトランザクションによってアドレス指定されたセクタ
の PPBは「1」であり、セクタをプログラム /消去動作から保護しません。
0000=PPB読み出しトランザクションによってアドレス指定されたセクタ
の PPBは「0」であり、セクタをプログラム /消去動作から保護します。

依存性 : 該当なし

Table 75 高度セクタ保護レジスタ (x8) (2/2)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書
き込み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷
時設定
(2進 )

説明
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5.2.11 ASPダイナミック ブロック アクセス レジスタ (DYAV) (x8)
ASP DYBアクセス レジスタ (DYAV) は各セクタの DYB保護ビットの状態を提供するために使用されます。

5.2.12 オートブート レジスタ (ATBN) (x8)
オートブート レジスタ (ATBN) は、パワーオン リセットまたはハードウェア リセット プロセスの一部と
して、ブートコードを自動的に読み出す方法を提供します。

5.2.13 POR時間レジスタ (PORT) (x8)
POR時間レジスタは RSTO#時間が POR時間より延⻑されるカウントを格納します。

Table 78 ASP DYBアクセス レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き込
み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

DYAV[15:0] DYBACS[15:0] セクタ ベース DYB保
護ステータス V=>R/W 1111111111

111111

説明 : DYBACS[7:0]ビットは個別セクタの DYBビット
の状態を提供するために使用されます。 

選択オプション : 
FFFF=DYB読み出しトランザクションによってアドレ
ス指定されたセクタの DYBは「1」であり、セクタを
プログラム /消去動作から保護しません。
0000=DYB読み出しトランザクションによってアドレ
ス指定されたセクタの DYBは「0」であり、セクタを
プログラム /消去動作から保護します。

依存性 : 該当なし

Table 79 オートブート レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

ATBN[31:9] STADR[22:0]
オートブートがデータ
読み出しを始める開始
アドレスの選択

N=>R/W
0000000000
0000000000

000

説明 : STADR[22:0]ビットは、デバイスが読み出しデータ
を出力する開始アドレスを設定します。

選択オプション : アドレス ビット

依存性 : 該当なし

ATBN[8:1] STDLY[7:0] オートブート読み出し
初期遅延の選択 N=>R/W 00000000

STDLY[7:0]ビットは、ホストがデータを受け入れる前に
必要な初期遅延 (クロック サイクル ) を指定します。 
注 :STDLY[7:0]=0x00は最大 50 MHzの SPIに対応します。
STDLY[8:1]=0x01以上は最大 166 MHzの SPI/DPI/QPIに対
応します。STDLY[7:0]=0x05以上は最大 200 MHzの
OPI/HYPERFLASH™に対応します。 

選択オプション : アドレス ビット

依存性 : 該当なし

ATBN[0] ATBTEN オートブート機能の選
択 N=>R/W 0

説明 : ATBTENビットはオートブート機能を有効 /無効に
します。

選択オプション : 
0=オートブート機能は無効です。
1=オートブート機能は有効です。

依存性 : 該当なし

Table 80 POR時間レジスタ (x8)
不揮発メモリ コアビット

説明
ビット 名称 機能 読み出し /書き込

み (R/W)
デフォルト
状態

15:0 PORT_NV パワーオン -リセット
時間 R/W FFFFh

RSTO#時間を POR時間より⻑くするためには、不揮発性
の POR時間レジスタをプログラムする必要があります。

0000000000000000b
...............................
1111111111111111b
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5.2.14 セクタ消去カウント レジスタ (SECV) (x8)
セクタ消去カウント レジスタ (SECV) はアドレス セクタが消去された回数を格納します。

5.2.15 メモリ アレイ データ整合性チェック CRCレジスタ (DCRV) (x8)
メモリ アレイ データ整合性チェック CRCレジスタ (DCRV) は、指定された開始アドレスと終了アドレス
の間に格納されたデータに対する CRC計算の結果を格納します。

5.2.16 インターフェース CRCチェック値レジスタ (ICRV) (x8)
インターフェース CRCチェック値レジスタ (ICRV) は、保護のためにインターフェース経由のコマンドと
データ内容に対する CRC計算の結果を格納します。

Table 81 セクタ消去カウント レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き込
み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

SECV[31:24] RESVRD 将来使用するために
予約済み V=>R 11111111

このビットは将来使用するために予約されていま
す。常にデフォルトの状態に書き込む /ロードす
る必要があります。

SECV[23] SECCPT
セクタ消去カウント
破損ステータス フラ
グ

V=>R 0

説明 : SECCPTビットは、報告されたセクタ消去カ
ウントが破損してリセットされたかを判定するた
めに使用されます。
注 :SECCPTがカウント破損でセットされた場合、
選択されたセクタに対する次回の消去動作が正常
に終了すると「0」にリセットされます。

選択オプション : 
0=セクタ消去カウントは破損せず、有効です。
1=セクタ消去カウントは破損し、無効です。

依存性 : 該当なし

SECV[22:0] SECVAL[22:0] セクタ消去カウント
値 V=>R 0

説明 : SECVAL[22:0]ビットはセクタが消去された回
数を格納します。

選択オプション : 値

依存性 : 該当なし

Table 82 メモリ アレイ データ整合性チェック CRCレジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(16進 )
説明

DCRV[31:0] DTCRCV[31:0]
メモリ アレイ データ
整合性チェック CRC
チェックサム値

V=>R 0xFFFFFFFF

説明 : DTCRCV[31:0]ビットは、開始アドレスと終了
アドレスの間に格納されたメモリ アレイ データに
対する CRCプロセスのチェックサム値を格納しま
す。

選択オプション : チェックサム値

依存性 : 該当なし

Table 83 インターフェース CRCチェック値レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(16進 )
説明

ICRV[31:0] ITCRCV[31:0] インターフェース
CRCチェックサム値 V=>R 0xFFFFFFFF

説明 : ITCRCV[31:0]ビットは、開始アドレスと終了
アドレスの間に格納されたメモリ アレイ データに
対する CRCプロセスのチェック値を格納します。

選択オプション : チェックサム値

依存性 : 該当なし
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5.2.17 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (EFXx) 
(x8)

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (EFXx) は、4ポインタ アーキテクチャに基
づいて⻑期データ保持または高耐久性領域を定義します。
Table 84 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (ポインタ 4) (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き込
み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場
出荷時設定

(2進 )
説明

EFX4[10:2] EPTAD4[8:0] EnduraFlexポインタ
4アドレス選択 N=>R/1 111111111

説明 : EPTAD4[8:0]ビットは、⻑期データ保持 /高耐久
性領域が定義される開始セクタの 9ビット アドレスを
定義します。

選択オプション : ポインタ アドレス

依存性 : 該当なし

EFX4[1] ERGNT4
EnduraFlexポインタ
4ベースの領域タイ
プ選択

N=>R/1 1

説明 : ERGNT4ビットは、領域が⻑期データ保持であ
るか高耐久性であるかを定義します。

選択オプション : 
0=⻑期データ保持セクタ
1=高耐久性セクタ 

依存性 : 該当なし

EFX4[0] EPTEB4 EnduraFlexポインタ
4イネーブル選択 N=>R/1 1

説明 : EPTEN4ビットは、ウェア レベリング ポインタ
が有効 /無効を定義します。

選択オプション : 
0=ポインタ アドレスは有効です。
1=ポインタ アドレスは無効です。 

依存性 : 該当なし

Table 85 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (ポインタ 3) (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き込
み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

EFX3[10:2] EPTAD3[8:0] EnduraFlexポインタ
3アドレス選択 N=>R/1 111111111

説明 : EPTAD3[8:0]ビットは、⻑期データ保持 /高耐久
性領域が定義される開始セクタの 9ビット アドレスを
定義します。

選択オプション : ポインタ アドレス

依存性 : 該当なし

EFX3[1] ERGNT3
EnduraFlexポインタ
3ベースの領域タイ
プ選択

N=>R/1 1

説明 : ERGNT3ビットは、領域が⻑期データ保持である
か高耐久性であるかを定義します。

選択オプション : 
0=⻑期データ保持セクタ
1=高耐久性セクタ 

依存性 : 該当なし

EFX3[0] EPTEB3 EnduraFlexポインタ
3イネーブル選択 N=>R/1 1

説明 : EPTEN3ビットは、ウェア レベリング ポインタが
有効 /無効を定義します。

選択オプション : 
0=ポインタ アドレスは有効です。
1=ポインタ アドレスは無効です。 

依存性 : 該当なし
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Table 86 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (ポインタ 2) (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

EFX2[10:2] EPTAD2[8:0] EnduraFlexポインタ 2
アドレス選択 N=>R/1 111111111

説明 : EPTAD2[8:0]ビットは、⻑期データ保持 /高耐
久性領域が定義される開始セクタの 9ビット アドレ
スを定義します。

選択オプション : ポインタ アドレス

依存性 : 該当なし

EFX2[1] ERGNT2
EnduraFlexポインタ 2
ベースの領域タイプ選
択

N=>R/1 1

説明 : ERGNT2ビットは、領域が⻑期データ保持であ
るか高耐久性であるかを定義します。

選択オプション : 
0=⻑期データ保持セクタ
1=高耐久性セクタ 

依存性 : 該当なし

EFX2[0] EPTEB2 EnduraFlexポインタ 2
イネーブル選択 N=>R/1 1

説明 : EPTEN2ビットは、ウェア レベリング ポインタ
が有効 /無効を定義します。

選択オプション : 
0=ポインタ アドレスは有効です。
1=ポインタ アドレスは無効です。 

依存性 : 該当なし

Table 87 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (ポインタ 1) (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定 (2進 ) 説明

EFX1[10:2] EPTAD1[8:0] EnduraFlexポインタ 1
アドレス選択 N=>R/1 111111111

説明 : EPTAD1[8:0]ビットは、⻑期データ保持 /高耐
久性領域が定義される開始セクタの 9ビット アドレ
スを定義します。

選択オプション : ポインタ アドレス

依存性 : 該当なし

EFX1[1] ERGNT1
EnduraFlexポインタ 1
ベースの領域タイプ選
択

N=>R/1 1

説明 : ERGNT1ビットは、領域が⻑期データ保持であ
るか高耐久性であるかを定義します。

選択オプション : 
0=⻑期データ保持セクタ
1=高耐久性セクタ 

依存性 : 該当なし

EFX1[0] EPTEB1 EnduraFlexポインタ 1
イネーブル選択 N=>R/1 1

説明 : EPTEN1ビットは、ウェア レベリング ポインタ
が有効 /無効を定義します。

選択オプション : 
0=ポインタ アドレスは有効です。
1=ポインタ アドレスは無効です。

依存性 : 該当なし
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Table 88 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (ポインタ 0) (x8)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き込
み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定 (2進 ) 説明

EFX0[1] GBLSEL 全セクタ ベースの領
域タイプ選択 N=>R/1 1

説明 : GBLSELビットは、すべてのセクタが⻑期
データ保持領域であるか高耐久性領域であるかを定
義します。
注 :他のすべてのポインタ レジスタが無効の場合、
このビットはメモリ空間全体の動作を定義し、セク
タ 0から始まるように固定されます。

選択オプション : 
0=⻑期データ保持セクタ
1=高耐久性セクタ 

依存性 : 該当なし

EFX0[0] WRLVEN ウェア レベリングイ
ネーブル選択 N=>R/1 1

説明 : WRLVENビットはウェア レベリング機能を有
効 /無効にします。

選択オプション : 
0=ウェア レベリングは無効です。
1=ウェア レベリングは有効です。 

依存性 : 該当なし
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5.2.18 INT#ピン コンフィギュレーション レジスタ (INCV) (x8)
INT#ピン コンフィギュレーション レジスタ (INCV) は、どの内部イベントが INT#出力ピンの HIGHから
LOWへの遷移をトリガーするかを設定します。 
Table 89 割込みコンフィギュレーション レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定 (2進 ) 説明

INCV[15] INTBEN INT#ピン イネーブル
選択 V=>R/W 1

説明 : INT#ピンは、メモリ デバイスでイベントが
発生したことをホスト システムに⽰すために使用
される、オープン ドレイン出力です。INTBENビッ
トは INT#ピンを制御する機能を有効 /無効にしま
す。

選択オプション : 
0=INT#ピン機能は有効です。
1=INT#ピン機能は無効です。

依存性 : 該当なし

INCV[14] RESRVD 将来使用するために
予約済み V=>R/W 11

これらのビットは将来使用するために予約されて
います。常にデフォルトの状態に書き込む /ロー
ドする必要があります。

INCV[13:5] RESRVD 将来使用するために
予約済み V=>R/W 111111111

これらのビットは将来使用するために予約されて
います。常にデフォルトの状態に書き込む /ロー
ドする必要があります。

INCV[4] REYBSY レディ /ビジー遷移選
択 V=>R/W 1

説明 : REYBSYビットはデバイスのレディ /ビジー
状態が INT#を遷移することを有効 /無効にします。

選択オプション : 
0=ビジーからレディへの遷移は INT#出力の HIGH
から LOWへの遷移を発生させます。
1=レディ /ビジー遷移は INT#出力の遷移を発生さ
せません。

依存性 : 該当なし

INCV[3:2] RESRVD 将来使用するために
予約済み V=>R/W 11

これらのビットは将来使用するために予約されて
います。常にデフォルトの状態に書き込む /ロー
ドする必要があります。

INCV[1] ECC2BT ECC 2ビット エラー検
出選択 V=>R/W 1

説明 : ECC2BTビットは 2ビット ECC検出エラーが
INT#を遷移させることを有効 /無効にします。 

選択オプション : 
0=2ビット ECC検出は INT#出力の HIGHから LOW
への遷移を発生させます。
1=2ビット ECC検出は INT#出力の遷移を発生させ
ません。

依存性 : 該当なし

INCV[0] ECC1BT ECC 1ビットのエラー
検出と訂正の選択 V=>R/W 1

説明 : ECC1BTビットは、1ビット ECC検出エラー
と訂正が INT#を遷移させることを有効 /無効にし
ます。 

選択オプション : 
0=1ビット ECC検出と訂正は INT#出力の HIGHか
ら LOWへの遷移を発生させます。
1=1ビット ECC検出と訂正は INT#出力の遷移を発
生させません。

依存性 : 該当なし
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5.2.19 INT#ピン ステータス レジスタ (INSV) (x8)
INT#ピン ステータス レジスタ (INSV) は、最後に ISRがクリアされてからどの内部イベントが発生したか
を⽰します。
Table 90 割込みステータス レジスタ (x8)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定 (2進 ) 説明

INSV[15:5] RESRVD 将来使用するために
予約済み V=>R/W 1111111111

1
これらのビットは将来使用するために予約され
ています。常にデフォルトの状態に書き込む /
ロードする必要があります。

INSV[4] REYBSY レディ /ビジー遷移 V=>R/W 1

説明 : REYBSYビットは、デバイスのレディ /ビ
ジー ステータスが INT#の遷移を発生させたかど
うかを⽰します。 

選択オプション : 
0=ビジーからレディへの遷移が発生しました。
1=ビジーからレディへの遷移が発生しませんで
した。

依存性 : 該当なし

INSV[3:2] RESRVD 将来使用するために
予約済み V=>R/W 11

これらのビットは将来使用するために予約され
ています。常にデフォルトの状態に書き込む /
ロードする必要があります。

INSV[1] ECC2BT ECC 2ビット エラー検
出 V=>R/W 1

説明 : ECC2BTビットは、2ビット ECC検出エ
ラーが INT#の遷移を発生させたかどうかを⽰し
ます。

選択オプション : 
0=2ビット エラー検出が発生しました。
1=2ビット エラー検出が発生しませんでした。

依存性 : 該当なし

INSV[0] ECC1BT ECC 1ビット エラー検
出と訂正 V=>R/W 1

説明 : ECC1BTビットは、1ビット ECC訂正エ
ラーが INT#の遷移を発生させたかどうかを⽰し
ます。

選択オプション : 
0=1ビット エラー訂正が発生しました。
1=1ビット エラー訂正が発生しませんでした。

依存性 : 該当なし
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5.3 レガシー (x1) SPIレジスタ

5.3.1 ステータス レジスタ 1 (STR1x) (x1)
ステータス レジスタ 1はステータス ビットおよび制御ビットを含みます。Table 91で、サポートされた
ステータス レジスタ 1の機能を説明します。
Table 91 ステータス レジスタ 1 (x8)[27] (1/2)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定 (2進 ) 説明

STR1N[7]
STR1V[7] RESRVD 将来使用するために

予約済み
N->R
V->R 0

このビットは将来使用するために予約されています。
常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要が
あります。

STR1V[6] PRGERR プログラム エラー ス
テータス フラグ V->R 0

説明 : PRGERRビットはプログラム動作の成功または失
敗を⽰します。PRGERRビットが「1」の場合、最後の
プログラム動作にエラーがあったことを⽰します。
PRGERRビットは保護されたメモリ領域でプログラム
動作が試⾏されたときにもセットされます。PRGERR
がいったんセットされたら、ステータス レジスタ クリ
ア (CLSTR_0_0) トランザクションまたはハードウェア /
ソフトウェア リセットでのみクリアできます。
注 :デバイスは PRGERRフラグがクリアされた場合に
のみスタンバイ モードになります。

選択オプション : 
0=前回のプログラム動作は成功しました。
1=前回のプログラム動作は成功しませんでした。

依存性 : 該当なし

STR1V[5] ERSERR 消去エラー ステータ
ス フラグ V->R 0

説明 : ERSERRビットは消去動作の成功または失敗を⽰
します。ERSERRビットが「1」にセットされたとき、
最終の消去動作にエラーがあったことを⽰します。
ERSERRビットは保護されたメモリ セクタで消去動作
が試⾏されたときにもセットされます。ERSERRが
いったんセットされたら、ステータス レジスタ クリア 
(CLSTR_0_0) トランザクションまたはハードウェア /ソ
フトウェア リセットでのみクリアできます。
注 :デバイスは、ERSERRフラグがクリアされた場合に
のみスタンバイ モードに入ります。

選択オプション : 
0=前回の消去動作は成功しました。
1=前回の消去動作は成功しませんでした。

依存性 : 該当なし

STR1N[4:2]
STR1V[4:2] RESRVD 将来使用するために

予約済み
N->R
V->R 000

これらのビットは将来使用するために予約されていま
す。常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必
要があります。

注
27. POR/ハードウェア リセット /DPD終了 /CS#シグナリング リセット中の STR1xの値は無効です。
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STR1V[1] WRPGEN
書き込み /プログラム
イネーブルステータ
スフラグ

V->R 0

説明 : 
WRPGENビットに「1」をセットし、すべてのプログ
ラム、消去またはレジスタ書き込み動作を有効にしま
す。これにより、メモリやレジスタ値を誤って変更す
ることを防げます。書き込みイネーブル (WRENB_0_0) 
と書き込みイネーブル揮発性 (WRENV_0_0) トランザク
ションは WRPGENビットを「1」にセットし、プログ
ラム、消去または書き込みトランザクションの実⾏を
許可します。書き込みディセーブル (WRDIS_0_0) トラ
ンザクションは WRPGENを「0」にリセットし、プロ
グラム、消去および書き込みトランザクションの実⾏
をすべて禁止します。WRPGENビットは、プログラ
ム、消去またはレジスタ書き込み動作が正常に終了す
ると、「0」にクリアされます。電源切断 /電源投入
シーケンスまたはハードウェア /ソフトウェア リセッ
トの後、ディープ パワー ダウン WRPGENビットは
「0」にクリアされます。

選択オプション : 
0=プログラム /消去 /レジスタ書き込みは無効です。
1=プログラム /消去 /レジスタ書き込みは有効です。

依存性 : 該当なし

STR1V[0] RDYBSY
デバイス レディ /ビ
ジー ステータス フラ
グ

V->R 0

説明 : 
RDYBSYビットはデバイスが組込み動作を実⾏してい
る、またはスタンバイ モードで新しいトランザクショ
ンの受信ができることを⽰します。
注 :RDYBSYがセットされた間、PRGERRおよび ERSERR
ステータス ビットは更新されます。PRGERRまたは
ERSERRがセットされている場合、RDYBSYビットは
セットしたまま で、デバイスがビジーであり、新しい
トランザクションが受信できないことを⽰します。デ
バイスをスタンバイ モードに戻すためにステータス レ
ジスタ クリア (CLSTR_0_0) トランザクションを実⾏す
る必要があります。

選択オプション : 
0=デバイスはスタンバイモードであり、新しい動作ト
ランザクションを受信できます。
1=デバイスはビジーであり、新しい動作トランザク
ションを受け入れられません。

依存性 : 該当なし

Table 91 ステータス レジスタ 1 (x8)[27] (2/2)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定 (2進 ) 説明

注
27. POR/ハードウェア リセット /DPD終了 /CS#シグナリング リセット中の STR1xの値は無効です。
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5.3.2 ステータス レジスタ 2 (STR2x) (x1)
ステータス レジスタ 2はデバイスの動作時のステータスを提供します。Table 92で、サポートされたス
テータス レジスタ 2の機能を説明します。 
Table 92 ステータス レジスタ 2 (x1)[28]

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

STR2V[7:5] RESRVD 将来使用するために
予約済み V->R 0

このビットは将来使用するために予約されています。
常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要が
あります。

STR2V[4] DICRCS
メモリ アレイ データ
整合性チェック CRC
一時停止ステータス 
フラグ

V->R 0

説明 : DICRCSビットはデバイスがメモリ アレイ データ
整合性チェック CRC一時停止モードになっているかど
うかを判断するために使用されます。

選択オプション : 
0=メモリ アレイ データ整合性チェック CRCは一時停
止モードではありません。
1=メモリ アレイ データ整合性チェック CRCは一時停
止モードです。

依存性 : 該当なし

STR2V[3] DICRCA
メモリ アレイ データ
整合性チェック CRC
中止ステータス フラ
グ

V->R 0

説明 : DICRCAビットはメモリ アレイ データ整合性
チェック CRC計算動作が中止されたことを⽰します。
中止条件は終了アドレス (ENDADD) と開始アドレス 
(STRADD) の関係に基づきます。[ENDADD<STRADD+3] の
場合、DICRCAはセットされ、デバイスはスタンバイ状
態に戻ります。[ENDADD≥STRADD+3] の場合、DICRCA
フラグは次のデータ整合性 CRC計算動作でクリアされ
ます。

選択オプション : 
0=メモリ アレイ データ整合性チェック CRC計算は中
止されていません。
1=メモリ アレイ データ整合性チェック CRC計算は中
止されました。

依存性 : 該当なし

STR2V[2] SESTAT セクタ消去成功 /失敗
ステータス フラグ V->R 0

説明 : SESTATビットはセクタでの消去動作が正常に完
了したかどうかを⽰します。消去ステータス判断トラ
ンザクション (EVERS_4_0) はセクタ アドレスを指定す
る SESTATビットを読み出す前に実⾏する必要があり
ます。 

選択オプション : 
1=アドレス指定されたセクタ (EVERS_4_0) は正常に消
去されました。
0=アドレス指定されたセクタ (EVERS_4_0) は正常に消
去されていません。

依存性 : 該当なし

STR2V[1] ERASES 消去動作一時停止ス
テータス フラグ V->R 0

説明 : ERASESビットは消去動作が一時停止されている
かどうかを⽰すために使用されます。

選択オプション : 
0=消去動作は一時停止モードではありません。
1=消去動作は一時停止モードです。

依存性 : 該当なし

STR2V[0] PROGMS
プログラム動作一時
停止ステータス フラ
グ

V->R 0

説明 : PROGMSビットはプログラム動作が一時停止され
ているかどうかを⽰すために使用されます。

選択オプション : 
0=プログラム動作は一時停止モードではありません。
1=プログラム動作は一時停止モードです。

依存性 : 該当なし
注
28. POR/ハードウェア リセット /ソフトウェア リセット /DPD終了 /CS#シグナリング リセット中の STR2xの値は無効です。STR2xビットは

SRT1V[0]/RDYBSY=0のときのみ有効です。
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5.3.3 コンフィギュレーション レジスタ 1 (CFR1x) (x1)
コンフィギュレーション レジスタ 1はインターフェースとデータ保護機能を制御します。
Table 93 コンフィギュレーション レジスタ 1 (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き込

み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

CFR1N[7]
CFR1V[7] RESRVD 将来使用するために

予約済み
N->R/W
V->R/W 0

このビットは将来使用するために予約されています。
常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要
があります。

CFR1N[6]
CFR1V[6] SP4KBS

最上位と最下位のア
ドレス空間の間での
4KBセクタの分割 

PLPROT=0の場合
N->R/W

V->R
PLPROT=1の場合

N->R 
V->R

0

説明 : SP4KBSビットは 4KBセクタがグループ化され
るか、または上位と下位のアドレス範囲の間で均等
に分割されるかを選択します。

選択オプション : 
0=4KBセクタは一緒にグループ化されます。
1=4KBセクタは上位アドレスと下位アドレスの間で
分割されます。

依存性 : TB4KBS (CFR1N[2])

CFR1N[5]
CFR1V[5] TBPROT

パスワード読み出し
保護モード用の上位
と下位アドレスの選
択

PLPROT=0の場合
N->R/W

V->R
PLPROT=1の場合

N->R 
V->R

0

説明 : TBPROTビットは、パスワード入力が正常に完
了する前にもパスワード読み出し保護モードで読み
出し可能な状態を維持するメモリ アドレス範囲 (最
下位または最上位 ) を選択します。

選択オプション : 
0=アドレス空間の上部
1=アドレス空間の下部

依存性 : 該当なし

CFR1N[4]
CFR1V[4] PLPROT

4KBセクタ アーキテ
クチャの恒久的ロッ
ク選択

N->R/1
V->R 0

説明 : PLPROTビットは 4KBセクタ位置を恒久的に保
護します。 
注 :PLPROTは、SP4KBS、TBPROT、TB4KBSのビット
をプログラムおよび消去から保護し、PLPROTビッ
トを設定する前にこれらのビットを設定することを
推奨します。

選択オプション : 
0=4KBセクタ位置は保護されません。
1=4KBセクタ位置は保護されます。

依存性 : 該当なし

CFR1N[3]
CFR1V[3] RESRVD 将来使用するために

予約済み
N->R/W
V->R/W 0

このビットは将来使用するために予約されています。
常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要
があります。

CFR1N[2]
CFR1V[2] TB4KBS

4KBセクタ ブロック
用の上位または下位
アドレス範囲の選択

PLPROT=0の場合
N->R/W

V->R
PLPROT=1の場合

N->R 
V->R

0

説明 : 
TB4KBSビットは 4KBセクタ ブロックの論理アドレ
ス位置を定義します。4KBセクタ ブロックは最上位
または最下位アドレス セクタの該当部分を置き換え
ます。

選択オプション : 
0=4KBセクタ ブロックはメモリ アドレス空間の最下
部にあります。
1=4KBセクタ ブロックはメモリ アドレス空間の最上
部にあります。

依存性 : SP4KBS (CFR1x[6])

CFR1N[1]
CFR1V[1] RESRVD 将来使用するために

予約済み
N->R/W
V->R/W 0

このビットは将来使用するために予約されています。
常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要
があります。

CFR1N[0]
CFR1V[0] TLPROT

レガシー ブロック保
護とセクタ アーキテ
クチャの一時的ロッ
ク選択

N->R
V->R/W 0

説明 : 
TLPROTビットは一時的にセクタ アーキテクチャを
変更から保護します。
注 :TLPROTは SP4KBS、TBPROTおよび TB4KBSビッ
トをプログラムと消去から保護します。

選択オプション : 
0=4KBセクタ位置は保護されません。
1=4KBセクタ位置は一時的に保護されます。

依存性 : 該当なし
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5.3.4 コンフィギュレーション レジスタ 2 (CFR2x) (x1)
コンフィギュレーション レジスタ 2はメモリ読み出しレイテンシ選択を制御します。

Table 94 4KBパラメーター セクタ位置の選択
SP4KBS TB4KBS 4KB位置

0 0 4KB物理セクタは最下部 (下位アドレス ) にあります。
0 1 4KB物理セクタは最上部 (上位アドレス ) にあります。

1 X 4KBパラメーター セクタは最上部 (上位アドレス ) と最下部 (下位アドレス ) の間で
分割されます。

Table 95 PLPROTと TLPROT保護
PLPROT TLPROT アレイ保護と 4Kセクタ

0 0 非保護 (ロック解除 )
1 X TBPROT、SP4KBS、TB4KBSは恒久的に保護 (ロック ) されます。
0 1 TBPROT、SP4KBS、TB4KBSは次の電源切断まで保護 (ロック ) されます。

Table 96 コンフィギュレーション レジスタ 2 (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

CFR2N[7] 
CFR2V[7] ADRBYT

命令用の 3または 4
バイトのアドレス バ
イト⻑の選択

N->R/W
V->R/W 0

説明 : 
ADRBYTビットはアドレスを必要とするすべての命令
のアドレス⻑を制御し、3または 4バイトのどちらか
を選択できます。

選択オプション : 
0=命令は 3バイト アドレスを使用します。
1=命令は 4バイト アドレスを使用します。

依存性 : 該当なし

CFR2N[6:4]
CFR2V[6:4] RESRVD 将来使用するために

予約済み
N->R/W
V->R/W 000

これらのビットは将来使用するために予約されていま
す。常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必
要があります。

CFR2N[3:0]
CFR2V[3:0] MEMLAT[3:0]

メモリ アレイ読み出
しレイテンシの選択 - 
初期データ アクセス
で必要なダミー サイ
クル

N->R/W
V->R/W 1000

説明 : MEMLAT[3:0]ビットはすべての可変レイテンシ メ
モリ アレイおよび不揮発性レジスタ読み出しトランザ
クションでの読み出しレイテンシ (ダミー サイクル ) 
を制御します。MEMLATの選択は、ユーザーが異なる
動作周波数に基づいて通常動作での読み出しレイテン
シを調整することを可能にします。

選択オプション : 
0000=トランザクション オペコードに基づいて 0レイ
テンシ サイクルを選択します。
…..
1111=トランザクション オペコードに基づいて 15レイ
テンシ サイクルを選択します。

依存性 : 該当なし
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Table 97 レイテンシ コード (サイクル ) と周波数 [29, 30, 32]

レイテンシ コード CR サイクル数

SDR SPI読み出しトランザクション (MHz)
(1S-1S-1S)

RDAY2_C_0 
RDSSR_4_0

RDARG_4_0[31]

RDECC_4_0
RDPPB_4_0

0000 0 50

0001 1 68

0010 2 81

0011 3 93

0100 4 106

0101 5 118

0110 6 131

0111 7 143

1000 8 156

1001 9 166

1010 10 166

1011 11 166

1100 12 166

1101 13 166

1110 14 166

1111 15 166

注
29. ECCエラー レポート メカニズムを使用する場合、正しい ECCレポートのために出力読み出しデータは少なくとも 2バイトである必要が
あります。 

30. SCK周波数が 200 MHzより大きい SDRまたは 200 MHzより大きい DDRは HS-Tデバイス ファミリでサポートされません。SCK周波数が
166 MHzより大きい SDRまたは 166 MHzより大きい DDRは HL-Tデバイス ファミリでサポートされません。

31. RDARG_4_0は不揮発性レジスタ読み出しのためにレイテンシ サイクルを使用します。
32. RSFDP_3_0は常に 8ダミー サイクルおよび 8ダミー サイクルに関する異なるインターフェースの最大周波数を有します。
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5.3.5 コンフィギュレーション レジスタ 3 (CFR3x) (x1)
コンフィギュレーション レジスタ 3はトランザクション動作を制御します。
Table 98 コンフィギュレーション レジスタ 3 (x1) (1/2)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き込

み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

CFR3N[7:6]
CFR3V[7:6] VRGLAT[1:0]

揮発性レジスタ読み
出しレイテンシ選択 - 
初期データ アクセス
に必要なダミー サイ
クル

N->R/W
V->R/W 00

説明 : VRGLAT[1:0]ビットは、すべての可変レイテン
シ レジスタ読み出しトランザクションで、読み出
しレイテンシ (ダミー サイクル ) を制御します。
VRGLAT[1:0]の選択により、異なる動作周波数に基
づく通常動作での読み出しレイテンシの調整が可能
になります。

Table 99を参照してください。

選択オプション : 
トランザクション オペコードに基づいて 00, 01, 10, 
11レイテンシ サイクルを選択します。

依存性 : 該当なし

CFR3N[5]
CFR3V[5] BLKCHK

耐久性を向上させる
ための消去動作中の
ブランク チェック選
択

N->R/W
V->R/W 0

説明 : BLKCHKビットは消去動作を発⾏する前にセ
クタをチェックするかどうかを選択します。この機
能を有効にすると、消去トランザクションは最初に
セクタの消去状態を判断します。セクタが消去され
た場合、消去動作は中止されます。言い換えると、
消去動作は、プログラムされたビットがセクタで検
出された場合にのみ、実⾏されます。BLKCHKが無
効の場合、消去動作が無条件に実⾏されます。

選択オプション : 
0=ブランク チェックは消去動作前に無効にされま
す。
1=ブランク チェックの判定は消去動作実⾏前に有
効にされます。

依存性 : 該当なし

CFR3N[4]
CFR3V[4] PGMBUF プログラム バッファ 

サイズ選択
N->R/W
V->R/W 0

説明 : PGMBUFビットはページ プログラミングに使
用されるプログラム バッファ サイズを選択します。
プログラム バッファ サイズはデバイス プログラム
時間に影響します。
注 :プログラム データがプログラム バッファ サイ
ズを越えると、データはラップされます。 

選択オプション : 
0=256バイト書き込みバッファ サイズ
1=512バイト書き込みバッファ サイズ

依存性 : 該当なし

CFR3N[3]
CFR3V[3] UNHYSA

ユニフォーム /ハイブ
リッド セクタのアー
キテクチャ選択

N->R/W
V->R 1

説明 : UNHYSAビットはユニフォーム (全セクタが
256KB) またはハイブリッド (4KBセクタと 256KBセ
クタの組合せ ) セクタ アーキテクチャのどちらかを
選択します。ハイブリッド セクタ アーキテクチャ
が選択された場合、4KBセクタ ブロックはメイン 
フラッシュ アレイ アドレス マップの一部になりま
す。4KBセクタ ブロックはデバイスの最上位または
最下位のアドレス範囲のいずれかを重ねられます。
ユニフォーム セクタ アーキテクチャが選択された
場合、4KBセクタ ブロックはアドレス マップから
削除され、すべてのセクタはユニフォーム サイズ
になります。
注 :ハイブリッド セクタ アーキテクチャは 4KBセ
クタ消去トランザクション (20h) も有効にします。
そうでない場合、4KBセクタ消去トランザクション
が発⾏された場合、デバイスによって無視されま
す。

選択オプション : 
0=ハイブリッド セクタ アーキテクチャ (4Kセクタ
と 256KBセクタの組合せ )
1=ユニフォーム セクタ アーキテクチャ (すべては
256KBセクタ )

依存性 : SP4KBS (CFR1N[6]), TB4KBS (CFR1N[2])

CFR3N[2]
CFR3V[2] RESRVD 将来使用するために

予約済み
N->R/W
V->R/W 0

このビットは将来使用するために予約されていま
す。常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする
必要があります。
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CFR3N[1]
CFR3V[1] INTFTP

HYPERBUS™またはレ
ガシー (x1) SPIのイン
ターフェース タイプ
の選択

N->R/W
V->R/W 0

INTFTPビットは HYPERBUS™とレガシー (x1) SPIの
どちらかをデバイスのインターフェースに選択しま
す。

選択オプション :
1=HYPERBUS™インターフェース
0=レガシー (x1) SPI

依存性 : 該当なし

CFR3N[0]
CFR3V[0] RESRVD 将来使用するために

予約済み
N->R/W
V->R/W 0

このビットは将来使用するために予約されていま
す。常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする
必要があります。

Table 99 レジスタ レイテンシ コード (サイクル ) と周波数

レイテンシ コード

SDR SPIレジスタ トランザクション レイテンシ ダミー サイクル (1S-1S-1S)[34, 36]

周波数 [33] RDARG_4_0[35]

RDDYB_4_0

RDPLB_0_0
RDIDN_0_0
RDSR1_0_0
RDSR2_0_0

00 50 MHz 0 0

01 133 MHz 1 0

10 133 MHz 1 1

11 166 MHz 2 2

Table 98 コンフィギュレーション レジスタ 3 (x1) (2/2)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き込

み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

注
33. SCK周波数が 166 MHzより高い SDRはサポートされません。
34. RDUID_4_0および RDUID_0_0には常に 32サイクルのレイテンシがあります。最大周波数は、SDR SPIでは 166 MHz、HS-T SDR/DDRオクタ
ルでは 200 MHz、HL-T SDR/DDRオクタルでは 166MHzです。

35. RDARG_4_0は揮発性レジスタ読み出しのためにダミー サイクルを使用します。
36. RDCRC_4_0は常に 8レイテンシ サイクルがあります。最大周波数は、SDR SPIでは 166 MHz、HS-T SDR/DDRオクタルでは 200 MHz、HL-T 

SDR/DDRオクタルでは 166 MHzです。
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5.3.6 コンフィギュレーション レジスタ 4 (CFR4x) (x1)
コンフィギュレーション レジスタ 4はメイン フラッシュ アレイの読み出しトランザクションのバース
ト ラップ トランザクションおよび出力ドライバ インピーダンスを制御します。
Table 100 コンフィギュレーション レジスタ 4 (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書
き込み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷
時設定
(2進 )

説明

CFR4N[7:5]
CFR4V[7:5] IOIMPD[2:0] I/Oドライバ出力イン

ピーダンス選択
N->R/W
V->R/W 101

説明 : IOIMPD[2:0]ピットは IOドライバ出力インピーダンス (駆
動強度 ) を選択します。出力インピーダンス コンフィギュレー
ション ビットは、システム信号の整合性要件を満たすために、
通常のデバイス動作中の駆動強度を調整します。

選択オプション : 
000=45Ω
001=120Ω
010=90Ω
011=60Ω
100=45Ω
101=30Ω (工場出荷時設定 )
110=20Ω
111=15Ω

依存性 : 該当なし

CFR4N[4]
CFR4V[4] RBSTWP バースト ラップ読み

出しイネーブル選択
N->R/W
V->R/W 0

説明 : RBSTWPビットはバースト ラップ読み出し機能を選択し
ます。これにより、デバイスは通常動作中にバースト ラップ
読み出しモードになるかまたは終了することが可能になりま
す。ラップ⻑は RBSTWL[1:0]ビットにより選択されます。

選択オプション : 
0=バースト ラップ読み出しは無効です。
1=バースト ラップ読み出しは有効です。

依存性 : RBSTWL[1:0] (CFR4x[1:0])

CFR4N[3]
CFR4V[3] ECC12S

エラー訂正コード 
(ECC) の 1ビットまた
は 1ビット /2ビット 
エラー訂正の選択

N->R/W
V->R/W 1

説明 : ECC12Sビットは 1ビット ECCエラー検出 /訂正、また
は 1ビット ECCエラー検出 /訂正と 2ビット ECCエラー検出
の両方を選択します。このコンフィギュレーション オプショ
ンは、アドレス トラップ レジスタと ECCカウント レジスタの
機能に影響します。ホストは、ECCコンフィギュレーションの
変更により (1ビット訂正から 1ビット訂正および 2ビット検
出、またはその逆 )、SEMPER™フラッシュ メモリのデータを消
去および再プログラムする必要があります。

選択オプション : 
0=1ビット ECCエラー検出 /訂正
1=1ビット ECCエラー検出 /訂正と 2ビット ECCエラー検出

依存性 : 該当なし

CFR4N[2]
CFR4V[2] DPDPOR

POR時のディープ パ
ワー ダウン電力節約
モード開始選択

N->R/W
V->R 0

説明 : DPDPORビットは、デバイスが POR完了後にディープ パ
ワー ダウン (DPD) モードまたはスタンバイ モードになるかどう
かを選択します。有効の場合、DPDPORはデバイスが DPD
モードで開始するように設定し、デバイス動作が必要となる
まで消費電流を減らします。デバイスが DPDモードにある場
合、CS#パルスまたはハードウェア リセットはデバイスをス
タンバイ モードに戻します。

選択オプション : 
0=POR完了時にスタンバイ モードに入ります。
1=POR完了時にディープ パワー ダウン電力モードに入ります。

依存性 : 該当なし

CFR4N[1:0]
CFR4V[1:0] RBSTWL[1:0] バースト ラップ読み

出し⻑の選択
N->R/W
V->R/W 00

説明 : RBSTWL[1:0]ビットは、通常動作中のバースト ラップ読
み出しの⻑さとアライメントを選択します。これは 8、16、32
または 64バイトの固定された⻑さ /アライメントされたグ
ループを選択します。

選択オプション : 
00=8バイト ラップ⻑
01=16バイト ラップ⻑
10=32バイト ラップ⻑
11=64バイト ラップ⻑

依存性 : RBSTWP (CFR4x[4])
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5.3.7 インターフェース CRCイネーブル レジスタ (ICEV) (x1)
インターフェース CRC イネーブル レジスタはインターフェース CRC 機能の有効化 /無効化を制御します。

5.3.8 インターフェース CRCチェック値レジスタ (ICRV) (x1)
インターフェース CRCチェック値レジスタ (ICRV) は、保護のためにインターフェース経由のコマンドと
データ内容に対する CRC計算の結果を格納します。

Table 101 出力データ ラップ シーケンス
ラップ境界 (バイト ) 開始アドレス (16進 ) アドレス シーケンス (16進 )

シーケンシャル XXXXXX03 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

8 XXXXXX00 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 00, 01, 02

8 XXXXXX07 07, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 00, 01

16 XXXXXX02 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 00, 01, 02, 03

16 XXXXXX0C 0C, 0D, 0E, 0F, 00, 01, 02, 03, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E

32 XXXXXX0A 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 
1F, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F

32 XXXXXX1E 1E, 1F, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 00

64 XXXXXX03
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 
2D, 2E, 2F, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 00, 01, 02

64 XXXXXX2E
2E, 2F, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 00, 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2D

Table 102 インターフェース CRCイネーブル レジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き込み 
(R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

ICEV[7:1] RESVRD 将来使用するために
予約済み V->R 0000000

このビットは将来使用するために予約さ
れています。常にデフォルトの状態に書
き込む /ロードする必要があります。

ICEV[0] ITCRCE インターフェース
CRC選択 V->R/W 0

説明 : ITCRCEビットはインターフェース
CRC機能の有効化 /無効化を制御します。

選択オプション : 
0=インターフェース CRCは有効です。
1=インターフェース CRCは無効です。

依存性 : 該当なし

Table 103 インターフェース CRCチェック値レジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き込み 

(R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定

(16進 )
説明

ICRV[31:0] ITCRCV[31:0] インターフェース
CRCチェックサム値 V->R 0xFFFFFFFF

説明 : ITCRCV[31:0]ビットは、開始アドレ
スと終了アドレスの間に格納されたメモ
リ アレイ データに対する CRCプロセスの
チェック値を格納します。 

選択オプション : チェックサム値

依存性 : 該当なし
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5.3.9 メモリ アレイ データ整合性チェック CRCレジスタ (DCRV) (x1)
メモリ アレイ データ整合性チェック CRCレジスタ (DCRV) は、指定された開始アドレスと終了アドレス
の間に格納されたデータに対する CRC計算の結果を格納します。

5.3.10 ECCステータス レジスタ (ESCV) (x1)
ECCステータス レジスタ (ESCV) は、バイトが最後の読み出し中にアドレス指定されたユニット データ
に対するエラー訂正の状態を格納します。 
注 :ユニット データは ECCが計算されるバイト数として定義されます。HL-T/HS-Tファミリには、16バ
イト (128ビット ) のユニット データがあります。

Table 104 メモリ アレイ データ整合性チェック CRCレジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き込み 

(R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定

(16進 )
説明

DCRV[31:0] DTCRCV[31:0]
メモリ アレイ データ
整合性チェック CRC
チェックサム値

V->R 0x00000000

説明 : DTCRCV[31:0]ビットは、開始アドレ
スと終了アドレスの間に格納されたメモ
リ アレイ データに対する CRCプロセスの
チェックサム値を格納します。 

選択オプション : チェックサム値

依存性 : 該当なし

Table 105 ECCステータス レジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

ECSV[7:5] RESRVD 将来使用するために
予約済み V->R 000

このビットは将来使用するために予約されています。
常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要
があります。

ECSV[4] ECC2BT 2ビット ECCエラー
検出フラグ V->R 0

説明 : ECC2BTビットは 2ビット ECCエラーがデータ 
ユニット (16バイト ) で検出されたかどうかを⽰しま
す。ECCステータス レジスタ クリア トランザクショ
ン (CLECC_0_0) は ECC2BTをリセットします。 
注 :任意のメモリ アドレスが読み出されるたびに
ECC2BTは更新され、保持されます。すなわち、
セットされると、セットされたままになります。
ECC2BTステータスは ECCステータス レジスタ クリ
ア トランザクション (CLECC_0_0) が実⾏されるまで
維持されます。
注 :ECC2BTステータス フラグがセットされている場
合、ECC1BTは無効です。
選択オプション : 
0=2ビット ECCエラーがデータ ユニット (16バイト ) 
で検出されていません。
1=2ビット ECCエラーがデータ ユニット (16バイト ) 
で検出されました。
依存性 : CFR4x[3]

ECSV[3] ECC1BT 1ビット ECCエラー
検出と訂正フラグ V->R 0

説明 : ECC1BTビットは 1ビット ECCエラーがデータ 
ユニット (16バイト ) で検出されて訂正されたかどう
かを⽰します。ECCステータス レジスタ クリア トラ
ンザクション (CLECC_0_0) は ECC1BTをリセットしま
す。 
注 :任意のメモリ アドレスが読み出されるたびに
ECC1BTは更新され、保持されます。すなわち、
セットされると、セットされたままになります。
ECC1BTステータスは ECCステータス レジスタ クリ
ア トランザクション (CLECC_0_0) が実⾏されるまで
維持されます。
選択オプション : 
0=1ビット ECCエラーがデータ ユニット (16バイト ) 
で検出されませんでした。
1=1ビット ECCエラーがデータ ユニット (16バイト ) 
で検出されました。
依存性 : 該当なし

ECSV[2:0] RESRVD 将来使用するために
予約済み V->R 000

このビットは将来使用するために予約されています。
常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要
があります。
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5.3.11 ECCアドレス トラップ レジスタ (EATV) (x1)
ECCアドレス トラップ レジスタ (EATV) は、読み出し動作中に 1ビット /2ビット エラーまたは 1ビット 
エラーのみが発生した ECCユニット データのアドレスを格納します。前回の ECCクリア トランザク
ション (CLECC_0_0) 以降のメモリ読み出し動作中にキャプチャされた最初の ECCエラーの ECCユニット 
アドレスを格納します。

5.3.12 ECCエラー検出カウント レジスタ (ECTV) (x1)
ECCエラー検出カウント レジスタ (ECTV) は、最後の PORまたはハードウェア /ソフトウェア リセット
後に読み出し動作中に発生した 1ビット /2ビットまたは 1ビットのみの ECCエラーの数を格納します。

Table 106 ECCアドレス トラップ レジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き込

み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定

(16進 )
説明

EATV[31:0] ECCATP[31:0]
ECC 1ビットと 2ビッ
ト エラー アドレス ト
ラップ レジスタ

V->R 0x00000000

説明 : アドレス トラップ レジスタ (ECCATP[31:0]) 
は、読み出し動作中に 1ビット /2ビット エラーが
発生した ECCユニット データ アドレスを格納しま
す。ECCATP[31:0]は、前回の ECCステータス レジ
スタ クリア トランザクション (CLECC_0_0) 以降に
メモリ読み出し動作中にキャプチャされた最初の
ECCエラーの ECCユニット アドレスを格納しま
す。
注 :ECCATP[31:0]は読み出し命令中にのみ更新され
ます。
注 :ECCステータス レジスタ クリア トランザク
ション (CLECC_0_0)、PORまたはハードウェア /ソ
フトウェア リセットは EATV[31:0]を 0x00000000に
クリアします。

選択オプション : ECCエラー データ ユニット アド
レス

依存性 : 該当なし

Table 107 ECCカウント レジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き込

み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定

(16進 )
説明

ECTV[15:0] ECCCNT[15:0]
ECC 1ビットと 2ビッ
トエラー カウント レ
ジスタ

V->R 0x0000

説明 : ECCCNT[15:0]は、最後の PORまたはハード
ウェア /ソフトウェア リセット以降の読み出し動
作中に発生した 1ビット /2ビット ECCエラーの数
を格納します。
注 :ECCCNT[15:0]は、読み出し命令中にのみ更新さ
れます。
注 :データ ユニットごとに 1つの ECCエラーのみ
がカウントされます。もし複数の読み出しトラン
ザクションが ECCエラーのある同じデータ ユニッ
トにアクセスした場合は、ECCCNT[15:0]はデータ 
ユニットが読み出されるたびにインクリメントし
ます。
注 :カウントが 0xFFFFに達すると、ECCCNT[15:0]
はインクリメントを停止します。
注 :PORまたはハードウェア /ソフトウェア リセッ
トは、ECCNT[15:0]を 0x0000にクリアします。

選択オプション : ECCエラー カウント

依存性 : 該当なし
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5.3.13 高度セクタ保護レジスタ (ASPO) (x1)
ASPレジスタ (ASPO) は高度セクタ保護スキームの動作を設定します。
Table 108 高度セクタ保護レジスタ (x1) (1/2)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き込

み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

ASPO[15:6] RESRVD 将来使用するために
予約済み N=>R/1 1111111111

このビットは将来使用するために予約されています。
常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要があ
ります。

ASPO[5] ASPRDP パスワード読み出し
ベース保護の選択 N=>R/1 1

説明 : ASPRDPビットはパスワード読み出し保護モード
を選択します。パスワード読み出し保護モードは、す
べてのセクタを読み出し /消去 /プログラムから保護す
るために、パスワード保護モードと連携して動作しま
す。TBPROTコンフィギュレーション ビット (CFR1x[5]) 
に基づき、最上位または最下位のどちらかのセクタが
読み出せます。

選択オプション : 
0=パスワード読み出し保護モードは有効です。
1=パスワード読み出し保護モードは無効です。

依存性 : TBPROT (CFR1x[5])

ASPO[4] ASPDYB
電源投入時の全セク
タに対するダイナ
ミック保護 (DYB) の選
択 

N=>R/1 1

説明 : ASPDYBビットは、電源投入時またはハードウェ
ア リセット後、すべての DYBビット (セクタ ) が保護状
態にあるかどうかを選択します。DYBビットはセクタ保
護を変更するために、個別にリセットされる必要があ
ります。

選択オプション : 
0=電源投入またはハードウェア リセットで、DYBベー
スのセクタ保護が有効になります。
1=電源投入またはハードウェア リセットで、DYBベー
スのセクタ保護が無効になります。

依存性 : 該当なし

ASPO[3] ASPPPB
全セクタ プログラマ
ビリティに対する恒
久的保護 (PPB) の選択 

N=>R/1 1

説明 : ASPPPBビットはすべての PPBビットが OTPであ
る (PPBセクタ保護を恒久的にする ) かどうかを選択し
ます。 
注 :ASPPPBは PPB消去トランザクション (ERPPB_0_0) 
を無効にします。

選択オプション : 
0=PPBビットは OTPです。
1=PPBビットは必要に応じて消去 /プログラムできま
す。

依存性 : 該当なし

ASPO[2] ASPPWD パスワード ベース保
護の選択 N=>R/1 1

説明 : ASPPWDビットはパスワード保護モードを選択し
ます。パスワード保護モードは、正しいパスワードが
入力されるまで、すべての PPBビットを保護するモー
ドです。ASPPWDは、すべてのレジスタとすべてのメモ
リを消去 /プログラムから保護するため、および正しい
パスワードが提供されるまでセクタを読み出しから保
護するために、ASPRDPと組合わせて使用できます。た
だし TBPROTコンフィギュレーション ビット (CFR1x[5]) 
に基づき、最上位または最下位のどちらかのセクタは
読み出せます。
注 : ASPPWDが選択されている場合、ASPO[15:0],、
CFR1N[7:2]、PWDO[63:0]は書き込み動作から保護されま
す。

選択オプション : 
0=パスワード保護モードは有効です。
1=パスワード保護モードは無効です。

依存性 : 該当なし
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5.3.14 ASPパスワード レジスタ (PWDO) (x1)
ASPパスワード レジスタ (PWDO) はパスワードを恒久的に定義するために使用されます。

5.3.15 ASP PPBロック レジスタ (PPLV) (x1)
ASP PPBロック レジスタ (PPLV) の PPBLCKビットは PPBビットを保護するために使用されます。

ASPO[1] ASPPER 持続的保護の選択 (レ
ジスタ保護の選択 )

N=>R/1 1

説明 : ASPPERビットは持続的保護モードを選択します。
持続的保護モード (ASPPER) は、ASPO[15:0]、CFR1x[6, 5, 
4, 2]および CFR3x[3]レジスタを消去またはプログラム
から保護します。

選択オプション : 
0=持続的保護モードは有効です。
1=持続的保護モードは無効です。

依存性 : 該当なし

ASPO[0] ASPPRM 恒久的保護選択 N=>R/1 1

説明 : ASPPRMビットは恒久的保護モードを選択します。
恒久的保護モード (ASPPRM) は恒久的に PPBビットを消
去またはプログラムから保護します。ASPPRMビットは
すべての PPBベースのセクタ保護が確定した後にプロ
グラムする必要があります。
注 :恒久的保護は PPBLOCKビットとは独⽴しています。

選択オプション : 
0=恒久的保護モードは有効です。
1=恒久的保護モードは無効です。

依存性 : 該当なし

Table 109 パスワード レジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き込
み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(16進 )
説明

PWDO[63:0] PASWRD[63:0] パスワード レジス
タ N=>R/1 0xFFFFFFFF

FFFFFFFF

説明 : PASWRD[63:0]は、パスワード保護動作モードで使
用されるパスワードを恒久的に保持します。パスワード
保護モードが有効の場合、このレジスタはパスワード読
み出し要求のときに未定義のデータを出力します。 

選択オプション : パスワード

依存性 : 該当なし

Table 110 ASP PPBロック レジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能

読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

PPLV[7:1] RESVRD 将来使用するために
予約済み V->R 0000000

このビットは将来使用するために予約されています。
常にデフォルトの状態に書き込む /ロードする必要が
あります。

PPLV[0] PPBLCK PPBの一時的保護選
択 V->R/W 1, ASPO[2:1]

説明 : PPBLCKビットは、すべての PPBビットを一時的
保護するために使用されます。

選択オプション : 
1=PPBビットは消去またはプログラムできます。
0=PPBビットは、次の PORまたはハードウェア リセッ
トまで消去 /プログラムから保護されます。

依存性 : 該当なし

Table 108 高度セクタ保護レジスタ (x1) (2/2)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き込

み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明
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5.3.16 ASP PPBアクセス レジスタ (PPAV) (x1)
ASP PPBアクセス レジスタ (PPAV) は各セクタの PPB保護ビットの状態を提供するために使用されます。

5.3.17 ASPダイナミック ブロック アクセス レジスタ (DYAV) (x1)
ASP DYBアクセス レジスタ (DYAV) は各セクタの DYB保護ビットの状態を提供するために使用されます。

Table 111 ASP PPBアクセス レジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き込

み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

PPAV[7:0] PPBACS[7:0]
セクタ ベース
PPB保護ステー
タス

N->W/R 11111111

説明 : PPBACS[7:0]ビットは、個別セクタの PPBビットの
状態を提供するために使用されます。 

選択オプション : 
FF=PPB読み出しトランザクション (RDPPB_4_0) によって
アドレス指定されたセクタの PPBは「1」であり、セクタ
をプログラム /消去動作から保護しません。
00=PPB読み出しトランザクション (RDPPB_4_0) によって
アドレス指定されたセクタの PPBは「0」であり、セクタ
をプログラム /消去動作から保護します。

依存性 : 該当なし

Table 112 ASP DYBアクセス レジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

DYAV[7:0] DYBACS[7:0] セクタ ベース DYB
保護ステータス V->R/W 11111111

説明 : DYBACS[7:0]ビットは個別セクタの DYBビットの状
態を提供するために使用されます。 

選択オプション : 
FF=DYB読み出しトランザクション (RDDYB_4_0) によって
アドレス指定されたセクタの DYBは「1」であり、セクタ
をプログラム /消去動作から保護しません。
00=DYB読み出しトランザクション (RDDYB_4_0) によって
アドレス指定されたセクタの DYBは「0」であり、セクタ
をプログラム /消去動作から保護します。

依存性 : 該当なし
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5.3.18 オートブート レジスタ (ATBN) (x1)
オートブート レジスタ (ATBN) は、パワーオン リセットまたはハードウェア リセット プロセスの一部と
して、ブートコードを自動的に読み出す方法を提供します。

5.3.19 セクタ消去カウント レジスタ (SECV) (x1)
セクタ消去カウント レジスタ (SECV) はアドレス セクタが消去された回数を格納します。

Table 113 オートブート レジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

ATBN[31:9] STADR[22:0]
オートブートがデータ
読み出しを始める開始
アドレスの選択

N->R/W
0000000000
0000000000

000

説明 : STADR[22:0]ビットは、デバイスが読み出し
データを出力する開始アドレスを設定します。

選択オプション : アドレス ビット

依存性 : 該当なし

ATBN[8:1] STDLY[7:0] オートブート読み出し
初期遅延の選択 N->R/W 00000000

説明 : STDLY[7:0]ビットは、ホストがデータを受け
入れる前に必要な初期遅延 (クロック サイクル ) を
指定します。 
注 :STDLY[7:0]=0x00は最大 50 MHzの SPIに対応しま
す。STDLY[7:0]=0x01以上は最大 166 MHzの
SPI/DPI/QPIに対応します。STDLY[7:0]=0x05以上は
最大 166 MHzの HL-Tオクタルに、最大 200 MHzの
HS-Tオクタルに対応します。 

選択オプション : アドレス ビット

依存性 : 該当なし

ATBN[0] ATBTEN オートブート機能の選
択 N->R/W 0

説明 : ATBTENビットはオートブート機能を有効 /
無効にします。

選択オプション : 
0=オートブート機能は無効です。
1=オートブート機能は有効です。

依存性 : 該当なし

Table 114 セクタ消去カウント レジスタ (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き込

み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷時
設定

(16進 )
説明

SECV[23] SECCPT セクタ消去カウント破
損ステータス フラグ V->R 0x0

説明 : SECCPTビットは、報告されたセクタ消去カ
ウントが破損してリセットされたかを判定するた
めに使用されます。
注 :SECCPTがカウント破損でセットされた場合、
選択されたセクタに対する次回の消去動作が正常
に終了すると「0」にリセットされます。

選択オプション : 
0=セクタ消去カウントは破損せず、有効です。
1=セクタ消去カウントは破損し、無効です。

依存性 : 該当なし

SECV[22:0] SECVAL[22:0] セクタ消去カウント値 V->R 0x000000

説明 : SECVAL[22:0]ビットはセクタが消去された回
数を格納します。

選択オプション : 値

依存性 : 該当なし
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5.3.20 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (EFXx) 
(x1)

インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (EFXx) は、4ポインタ アーキテクチャに基
づいて⻑期データ保持または高耐久性領域を定義します。
Table 115 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (ポインタ 4) (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

EFX4O[10:2] EPTAD4[8:0] EnduraFlexポインタ 4
アドレス選択 N=>R/1 111111111

説明 : EPTAD4[8:0]ビットは、⻑期データ保持 /高耐久
性領域が定義される開始セクタの 9ビット アドレス
を定義します。

選択オプション : ポインタ アドレス

依存性 : 該当なし

EFX4O[1] ERGNT4
EnduraFlexポインタ 4
ベースの領域タイプ
選択

N=>R/1 1

説明 : ERGNT4ビットは領域が⻑期データ保持である
か高耐久性であるかを定義します。

選択オプション : 
0=⻑期データ保持セクタ
1=高耐久性セクタ 

依存性 : 該当なし

EFX4O[0] EPTEB4 EnduraFlexポインタ 4
イネーブル選択 N=>R/1 1

説明 : EPTEN4ビットはウェア レベリング ポインタが
有効 /無効を定義します。

選択オプション : 
0=ポインタ アドレスは有効です。
1=ポインタ アドレスは無効です。 

依存性 : 該当なし

Table 116 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (ポインタ 3) (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷時
設定

(2進 )
説明

EFX3O[10:2] EPTAD3[8:0] EnduraFlexポインタ 3
アドレス選択 N=>R/1 111111111

説明 : EPTAD3[8:0]ビットは、⻑期データ保持 /高耐久
性領域が定義される開始セクタの 9ビット アドレス
を定義します。

選択オプション : ポインタ アドレス

依存性 : 該当なし

EFX3O[1] ERGNT3
EnduraFlexポインタ 3
ベースの領域タイプ
選択

N=>R/1 1

説明 : ERGNT3ビットは、領域が⻑期データ保持であ
るか高耐久性であるかを定義します。

選択オプション : 
0=⻑期データ保持セクタ
1=高耐久性セクタ 

依存性 : 該当なし

EFX3O[0] EPTEB3 EnduraFlexポインタ 3
イネーブル選択 N=>R/1 1

説明 : EPTEN3ビットは、ウェア レベリング ポインタ
が有効 /無効を定義します。

選択オプション : 
0=ポインタ アドレスは有効です。
1=ポインタ アドレスは無効です。 

依存性 : 該当なし
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Table 117 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (ポインタ 2) (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書
き込み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷
時設定
(2進 )

説明

EFX2O[10:2] EPTAD2[8:0] EnduraFlexポイン
タ 2アドレス選択 N=>R/1 111111111

説明 : EPTAD2[8:0]ビットは、⻑期データ保持 /高耐久性領域が定
義される開始セクタの 9ビット アドレスを定義します。

選択オプション : ポインタ アドレス

依存性 : 該当なし

EFX2O[1] ERGNT2
EnduraFlexポイン
タ 2ベースの領域
タイプ選択

N=>R/1 1

説明 : ERGNT2ビットは、領域が⻑期データ保持であるか高耐久性
であるかを定義します。

選択オプション : 
0=⻑期データ保持セクタ
1=高耐久性セクタ 

依存性 : 該当なし

EFX2O[0] EPTEB2
EnduraFlexポイン
タ 2イネーブル選
択

N=>R/1 1

説明 : EPTEN2ビットは、ウェア レベリング ポインタが有効 /無効
を定義します。

選択オプション : 
0=ポインタ アドレスは有効です。
1=ポインタ アドレスは無効です。 

依存性 : 該当なし

Table 118 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (ポインタ 1) (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書き
込み (R/W)

N=不揮発性
V=揮発性

工場出荷
時設定
(2進 )

説明

EFX1O[10:2] EPTAD1[8:0] EnduraFlexポイン
タ 1アドレス選択 N=>R/1 111111111

説明 : EPTAD1[8:0]ビットは、⻑期データ保持 /高耐久性領域が
定義される開始セクタの 9ビット アドレスを定義します。

選択オプション : ポインタ アドレス

依存性 : 該当なし

EFX1O[1] ERGNT1
EnduraFlexポイン
タ 1ベースの領域
タイプ選択

N=>R/1 1

説明 : ERGNT1ビットは、領域が⻑期データ保持であるか高耐久
性であるかを定義します。

選択オプション : 
0=⻑期データ保持セクタ
1=高耐久性セクタ 

依存性 : 該当なし

EFX1O[0] EPTEB1
EnduraFlexポイン
タ 1イネーブル選
択

N=>R/1 1

説明 : EPTEN1ビットは、ウェア レベリング ポインタが有効 /無
効を定義します。

選択オプション : 
0=ポインタ アドレスは有効です。
1=ポインタ アドレスは無効です。 

依存性 : 該当なし



Datasheet 129 002-23658 Rev. *F
2025-02-13

 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
レジスタ

Table 119 インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ選択レジスタ (ポインタ 0) (x1)

ビット番号 名称 機能
読み出し /書
き込み (R/W)
N=不揮発性

V=揮発性

工場出荷
時設定
(2進 )

説明

EFX0O[1] GBLSEL
全セクタ ベース
の領域タイプ選
択

N=>R/1 1

説明 : GBLSELビットは、すべてのセクタが⻑期データ保持領域である
か高耐久性領域であるかを定義します。
注 :他のすべてのポインタ レジスタが無効の場合、このビットはメモ
リ空間全体の動作を定義し、セクタ 0から始まるように固定されます。

選択オプション : 
0=⻑期データ保持セクタ
1=高耐久性セクタ 

依存性 : 該当なし

EFX0O[0] WRLVEN
ウェア レベリン
グイネーブル選
択

N=>R/1 1

説明 : WRLVENビットはウェア レベリング機能を有効 /無効にします。

選択オプション : 
0=ウェア レベリングは無効です。
1=ウェア レベリングは有効です。 

依存性 : 該当なし
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6 トランザクション テーブル
6.1 HYPERBUS™トランザクション テーブル
Table 120 HYPERBUS™トランザクション説明 (1/5)
トランザクション名 説明 サイクル

RDMARY_1_0 読み出しトランザクションはメモリ アレイ データを特定のアドレスで読み出し、DQ[7:0]にデータ
を配置します。 1

ENSPIM_3_0 SPI開始トランザクションはデバイス インターフェースを HYPERBUS™からレガシー (x1) SPIに変更
します。 

3

SRASOE_1_0
ソフトウェア リセット /ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。また、デバイスがビジーでないとき、またはトラ
ンザクション シーケンス中、または ASOに入っているときに SR0[5, 4, 3, 1, 0]をクリアします。

1

ENTDPD_3_0 ディープ パワー ダウン モード開始トランザクションはデバイスを最低消費電力モードに移⾏させ
ます。 3

RDVSTR_2_0 ステータス レジスタ読み出しトランザクションはステータス レジスタ内容を読み出し、DQ[7:0]に
データを配置します。 2

CLVSTR_1_0 ステータス レジスタ失敗フラグ クリア トランザクションは報告中の失敗フラグをすべてリセット
します。 1

PRNPOR_4_0
不揮発性 PORタイマー レジスタ プログラム トランザクションは、tPOR_CK (25〜 42µs) の倍数であ
る値を 16ビット PORタイマー レジスタにプログラムし、tVCSが経過した後の RSTO#パルスの拡
張⻑さを定義し、DQ[7:0]にデータを配置します。

4

RDNPOR_4_0 不揮発性 PORタイマー レジスタ読み出しトランザクションは 16ビット PORタイマー レジスタの
内容を読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。 4

PGVINC_4_0 揮発性割込みコンフィギュレーション レジスタ プログラム トランザクションは、DQ[7:0]に配置さ
れたデータで 16ビット割り込みコンフィギュレーション レジスタをプログラムします。 4

RDVINC_4_0 揮発性割込みコンフィギュレーション レジスタ読み出しトランザクションは 16ビット割込みコン
フィギュレーション レジスタの内容を読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。 4

PGVINS_4_0 揮発性割込みステータス レジスタ プログラム トランザクションは、DQ[7:0]に配置されたデータで
16ビット割込みステータス レジスタをプログラムします。 4

RDVINS_4_0 揮発性割込みステータス レジスタ読み出しトランザクションは 16ビット割込みステータス レジス
タの内容を読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。 4

PGVCR1_4_0 揮発性コンフィギュレーション レジスタ プログラム 1トランザクションは、DQ[7:0]に配置された
データで 16ビット揮発性コンフィギュレーション レジスタ 0をプログラムします。 4

PGVCR2_4_0 揮発性コンフィギュレーション レジスタ プログラム 2トランザクションは、DQ[7:0]に配置された
データで 16ビット揮発性コンフィギュレーション レジスタ 1をプログラムします。 4

RDVCR1_4_0 揮発性コンフィギュレーション レジスタ読み出し 1トランザクションは 16ビット揮発性コンフィ
ギュレーション レジスタ 0の内容を読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。 4

RDVCR2_4_0 揮発性コンフィギュレーション レジスタ読み出し 2トランザクションは 16ビット揮発性コンフィ
ギュレーション レジスタ 1の内容を読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。 4

PGNCR1_4_0 不揮発性コンフィギュレーション レジスタ プログラム 1トランザクションは、DQ[7:0]に配置され
たデータで 16ビット不揮発性コンフィギュレーション レジスタ 0をプログラムします。 4

PGNCR2_4_0 不揮発性コンフィギュレーション レジスタ プログラム 2トランザクションは、DQ[7:0]に配置され
たデータで 16ビット不揮発性コンフィギュレーション レジスタ 1をプログラムします。 4

ERNC12_3_0 不揮発性コンフィギュレーション レジスタ消去 1と 2トランザクションは 2つの 16ビット不揮発
性コンフィギュレーション レジスタ (0、1) の内容を消去します。 3

RDNCR1_4_0 不揮発性コンフィギュレーション レジスタ読み出し 1トランザクションは 16ビット不揮発性コン
フィギュレーション レジスタ 0の内容を読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。 4

RDNCR2_4_0 不揮発性コンフィギュレーション レジスタ読み出し 2トランザクションは 16ビット不揮発性コン
フィギュレーション レジスタ 1の内容を読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。 4

PGWORD_4_0 ワード プログラム トランザクションはアドレス指定されたメモリ アレイに DQ[7:0]で供給された
データ ワード (全ビットが 0) をプログラムします。 4

LDBUFR_6_0 書き込みバッファ ロード トランザクションは書き込みバッファに DQ[7:0]で供給された最大 256 / 
512データ バイト (全 0) をロードします。 6

PGBFCM_1_0 書き込みバッファ プログラム確認トランザクションはデバイスに、書き込みバッファにロードさ
れたデータをアドレス指定されたメモリ アレイにプログラムします。 1

RSTWBA_3_0
バッファ書き込み中止リセット トランザクションはステータス レジスタのバッファ書き込み中止
ステータス フラグ (WRBFAB - STRV[3]) とプログラム エラー ステータス フラグ (PRGERR - STRV[4]) を
リセットします。

3

ERCHIP_6_0 チップ消去トランザクションはフラッシュ メモリ アレイ全体のすべてのビットを「1」にセットし
ます (全バイトは FFh)。 

6

ERSCTR_6_0 セクタ消去トランザクションはアドレス指定された 256KBセクタまたは 4KBセクタのすべての
ビットを「1」にセットします (全バイトは FFh)。 6
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BLKCHK_1_0
ブランク チェック トランザクションは選択されたフラッシュ メモリ アレイ セクタが完全に消去さ
れたかどうかを確認します。ERSERR (STRV[5] - ステータス レジスタのビット 5) が、セクタが消去さ
れた場合は「0」にクリアされ、セクタが消去されていない場合は「1」にセットされます。

1

EVERST_1_0
消去ステータス判定トランザクションはアドレス指定されたセクタに対する前回の消去動作が正常
に完了したかどうかを確認します。選択されたセクタが正常に消去された場合、SESTAT (STRV[5] - 
ステータス レジスタのビット 0) が「1」にセットされます。

1

SPERSE_1_0 消去一時停止トランザクションはシステムに消去動作を中断させます。 1

RSERSE_1_0 消去再開トランザクションはシステムに消去動作を再開させます。 1

SPPROG_1_0 プログラム一時停止トランザクションはシステムにプログラム動作を中断させます。 1

RSPROG_1_0 プログラム再開トランザクションはシステムにプログラム動作を再開させます。 1

IDSFE1_3_1

ASO 
デバイス ID 
固有 ID 
SFDP

ID/固有 ID/SFDP ASO開始 1トランザクションはデバイス ID、固有 IDおよび
SFDPパラメーターを読み出します。この開始トランザクションはコマンド
内のセクタ アドレス (SA) を使用し、どのセクタがオーバレイされるかを確認
します。

3

IDSFE2_1_1
ID/固有 ID/SFDP ASO開始 2トランザクションはデバイス ID、固有 IDおよび
SFDPパラメーターを読み出します。この開始トランザクションはコマンド
内のセクタ アドレス (SA) を使用し、どのセクタがオーバレイされるかを確認
します。

1

RDIDSF_1_1
ID/固有 ID/SFDP読み出しトランザクションは特定のアドレスでデバイス
ID、固有 IDおよび SFDPパラメーターを読み出し、DQ[7:0]にデータを配置
します。

1

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1

SSRENT_3_1

ASO SSR

SSR ASO開始トランザクションは SSRへのアクセスを許可します。この開始
トランザクションはコマンド内のセクタ アドレス (SA) を使用し、どのセクタ
がオーバレイされるかを確認します。

3

RD_SSR_1_1 SSR読み出しトランザクションは特定のアドレスで SSRデータを読み出し、
DQ[7:0]にデータを配置します。 1

PG_SSR_4_1 SSRワード プログラム トランザクションはアドレス指定された SSRに
DQ[7:0]で供給されたデータ ワード (全 0) をプログラムします。 4

LDBSSR_5_1 SSRバッファ ロード トランザクションは書き込みバッファに DQ[7:0]で供給
された最大 256 / 512データ バイト (全 0) をロードします。 5

PGCSSR_1_1 SSRバッファ プログラム確認トランザクションはデバイスに、書き込みバッ
ファにロードされたデータをアドレス指定された SSRにプログラムします。 1

RSWSSR_3_1
バッファ書き込み中止リセット トランザクションはステータス レジスタの
バッファ書き込み中止ステータス フラグ (WRBFAB - STRV[3]) をリセットしま
す。

3

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1

ASPENT_3_1

ASO 
高度セクタ保護

高度セクタ保護 ASO開始トランザクションは高度セクタ保護コンフィギュ
レーション レジスタへのアクセスを許可します。この開始トランザクション
はオーバレイするために開始トランザクションからのセクタ アドレスを使用
しません。ASPコンフィギュレーション レジスタはデバイス アドレス空間の
ワード位置 0に現れます。

3

PGOASP_2_1
ワンタイム プログラマブル高度セクタ保護レジスタ プログラム トランザク
ションは、DQ[7:0]に配置されたデータで 16ビット OTP ASPコンフィギュ
レーション レジスタをプログラムします。

2

RDOASP_1_1
ワンタイム プログラマブル高度セクタ保護レジスタ読み出しトランザクショ
ンはデバイス アドレス 0での 16ビット OTP ASPコンフィギュレーション レ
ジスタの内容を読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。

1

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1
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PWDENT_3_1

ASOパスワード

パスワード ASO開始トランザクションは 64ビット パスワードへのアクセス
を許可します。この開始トランザクションはオーバレイするために開始トラ
ンザクションからのセクタ アドレスを使用しません。パスワードはデバイス 
アドレス空間のワード位置 0〜 3に現れます。

3

PGNPWD_2_1 不揮発性パスワード プログラム トランザクションは、DQ[7:0]に配置された
データで 64ビット パスワードをプログラムします。 2

RDNPWD_1_1 不揮発性パスワード読み出しトランザクションはデバイス アドレス 0〜 3で
の 64ビット パスワードの内容を読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。 1

ULNPWD_7_1 不揮発性パスワード ロック解除トランザクションは、デバイス アクセスを
ロック解除するために DQ[7:0]での 64ビット パスワードを入力します。 7

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1

PPBENT_3_1

ASO持続的保護ビッ
ト

持続的保護ビット ASO開始トランザクションはセクタに対応する持続的保
護ビット (PPB) へのアクセスを許可します。この開始トランザクションは
オーバレイするために開始トランザクションからのセクタ アドレスを使用し
ません。セクタの PPBビットはセクタ内のすべてのワード位置のビット 0
に現れます。

3

PGNPPB_2_1
不揮発性持続的保護ビット プログラム トランザクションは、DQ[7:0]に配置
されたデータでセクタに対応する PPBビットをプログラムします。セクタ
の PPBビットはセクタ内のすべてのワード位置のビット 0に現れます。

2

ERNPPB_2_1 不揮発性持続的保護ビット消去トランザクションはすべての PPBビットを
消去します。 2

RSWPPB_3_1
バッファ書き込み中止リセット トランザクションは、PPBプログラム失敗に
起因したステータス レジスタのバッファ書き込み中止ステータス フラグ 
(WRBFAB - STRV[3]) をリセットします。

3

RDNPPB_1_1
不揮発性持続的保護ビット読み出しトランザクションはセクタに対応する
PPBビットを読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。セクタの PPBビッ
トはセクタ内のすべてのワード位置のビット 0に現れます。

1

PRTSTS_2_1

セクタ保護ステータス トランザクションはアドレス指定されたセクタの保護
ステータスを提供します。SA保護ステータス読み出し中のデータ出力は、
指定されたセクタがビット 0〜 2で保護されるかどうかを⽰します。
ビット 0:指定されたセクタが保護されるかどうかを⽰します (0=保護、1=非
保護 )。
ビット 1:セクタの DYBビットにより保護 (0=保護、1=非保護 )
ビット 2:セクタの PPBビットにより保護 (0=保護、1=非保護 )
ビット 3〜 15はすべて 1です。

2

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1

PPLENT_3_1

ASO PPBロック

持続的保護ロック ASO開始トランザクションはグローバルな持続的保護
ロック ビットへのアクセスを許可します。この開始トランザクションはオー
バレイするために開始トランザクションからのセクタ アドレスを使用しませ
ん。グローバルな持続的保護ロック ビットはデバイスのすべてのワード位置
のビット 0に現れます。

3

CLVPPL_2_1 揮発性持続的保護ロック クリア トランザクションはグローバルな持続的保
護ロック ビットをクリアします。 2

RDVPPL_1_1
揮発性持続的保護ロック読み出しトランザクションはグローバルな持続的保
護ロック ビットを読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。PPLビットは
セクタ内のすべてのワード位置のビット 0に現れます。

1

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1
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DYBENT_3_1

ASOダイナミック保
護ビット

ダイナミック保護ビット ASO開始トランザクションはセクタに対応するダ
イナミック保護ビット (DYB) へのアクセスを許可します。この開始トランザ
クションはオーバレイするために開始トランザクションからのセクタ アドレ
スを使用しません。セクタの DYBBビットはセクタ内のすべてのワード位置
のビット 0に現れます。

3

STVDYB_2_1
揮発性ダイナミック保護ビット セット トランザクションは DQ[7:0]に配置さ
れたデータでセクタに対応する DYBビットをセットします。セクタの DYB
ビットはセクタ内のすべてのワード位置のビット 0に現れます。

2

CLVDYB_2_1
揮発性ダイナミック保護ビット クリア トランザクションは DQ[7:0]に配置さ
れたデータでセクタに対応する DYBビットをクリアします。セクタの DYB
ビットはセクタ内のすべてのワード位置のビット 0に現れます。

2

RDVDYB_1_1
揮発性ダイナミック保護ビット読み出しトランザクションはセクタに対応す
る DYBビットを読み出し、DQ[7:0]にデータを配置します。セクタの DYB
ビットはセクタ内のすべてのワード位置のビット 0に現れます。

1

PRTSTS_2_1

セクタ保護ステータス トランザクションはアドレス指定されたセクタの保護
ステータスを提供します。SA保護ステータス読み出し中のデータ出力は、
指定されたセクタがビット 0〜 2で保護されるかどうかを⽰します。
ビット 0:指定されたセクタが保護されるかどうかを⽰します (0=保護、1=非
保護 )。
ビット 1:セクタの DYBビットにより保護 (0=保護、1=非保護 )
ビット 2:セクタの PPBビットにより保護 (0=保護、1=非保護 )
ビット 3〜 15はすべて 1です。

2

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1

ECCENT_3_1

ASOエラー訂正コー
ド

エラー訂正 (ECC) ASO開始トランザクションはフラッシュ メモリ アレイの任
意のハーフページのエラー訂正アクション (ECCステータス ) へのアクセスを
許可します。

3

RDECST_1_1
エラー訂正 (ECC) ステータス読み出しトランザクションはアドレス指定され
たハーフページの ECCステータス値を DQ[7:0]に提供します。ステータスの
単一ワードはハーフページ内の任意のワード位置に現れます。

1

RDADTL_2_1
アドレス トラップ レジスタ下位ワード読み出しトランザクションは、
DQ[7:0]でのアドレス トラップ レジスタ (32ビット ) に格納されたエラー訂正
アクション (ECC) 関連のアドレス値の下位 16ビットを提供します。

2

RDADTU_2_1
アドレス トラップ レジスタ上位ワード読み出しトランザクションは、
DQ[7:0]でのアドレス トラップ レジスタ (32ビット ) に格納されたエラー訂正
アクション (ECC) 関連のアドレス値の上位 16ビットを提供します。

2

RDCONT_2_1 ECCカウント値レジスタ読み出しトランザクションはエラー訂正アクション
の数の ECCカウントを DQ[7:0]に提供します。 2

CLRECC_1_1 ECCエラー ステータス失敗フラグ クリア トランザクションは報告中の失敗
フラグと割込みをすべてリセットします。 1

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1

ICRCEN_3_1

ASOインターフェー
ス CRC

インターフェース CRCレジスタ ASO開始トランザクションはインター
フェース CRCレジスタの内容へのアクセスを許可します。インターフェー
ス CRCレジスタ ASOを終了すると、インターフェース CRCレジスタはクリ
アされます。

3

RDICRC_1_1
揮発性インターフェース CRCレジスタ読み出しトランザクションはイン
ターフェース CRCレジスタの内容を DQ[7:0]に提供します。アドレス 0x00
と 0x01は下位と上位の 16ビット インターフェース CRCレジスタ値を定義
します。

1

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1
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DICREN_3_1

ASOデータ整合性
CRC

データ整合性 CRCレジスタ ASO開始トランザクションはデータ整合性 CRC
チェック値へのアクセスを許可します。データ整合性 CRC計算が一時停止
されない間に、データ整合性 CRC ASOはフラッシュ メモリ アレイ全体を
オーバレイします。CRC計算が一時停止された時、フラッシュ メモリ アレ
イは読み出し用に⾒えます。

3

LDSTAD_1_1 開始アドレス ロード トランザクションはデータ整合性 CRCの開始アドレス
位置をロードします。 1

LDENAD_1_1 終了アドレス ロード トランザクションはデータ整合性 CRCの終了アドレス
位置をロードします。 1

SP_DIC_1_1 データ整合性 CRC一時停止トランザクションはシステムにデータ整合性
CRC計算動作を中断させます。 1

RDCMRY_1_1
データ整合性 CRC一時停止中のメモリ アレイ読み出しトランザクションは
メモリ アレイ データを特定のアドレスで読み出し、DQ[7:0]にデータを配置
します。

1

RS_DIC_1_1 データ整合性 CRC再開トランザクションはシステムに一時停止中のデータ
整合性 CRC計算動作を再開させます。 1

RDDICL_2_1 データ整合性 CRCレジスタ下位ワード読み出しトランザクションはデータ
整合性 CRCチェック値の下位 16ビットを DQ[7:0]に提供します。 2

RDDICU_2_1 データ整合性 CRCレジスタ上位ワード読み出しトランザクションはデータ
整合性 CRCチェック値の上位 16ビットを DQ[7:0]に提供します。 2

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1

ATBNEN_3_1

ASOオートブート

不揮発性オートブート レジスタ ASO開始トランザクションはオートブート 
レジスタへのアクセスを許可します。この開始トランザクションは開始トラ
ンザクションからのセクタ アドレスを使用しません。

3

PGNATB_2_1
不揮発性オートブート レジスタ プログラム トランザクションは、DQ[7:0]に
配置されたデータで 16ビット不揮発性オートブート レジスタをプログラム
します。

2

RDATBN_1_0
不揮発性オートブート レジスタ読み出しトランザクションは 32ビット不揮
発性オートブート レジスタの内容を読み出し、DQ[7:0]にデータを配置しま
す。アドレス 0x00と 0x01は下位と上位の 16ビット オートブート レジスタ
値を定義します。

1

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1

SECTEN_3_1

ASOセクタ消去カウ
ント

セクタ消去カウント揮発性レジスタ ASO開始トランザクションはセクタ消
去カウント レジスタへのアクセスを許可します。この開始トランザクション
は開始トランザクションからのセクタ アドレスを使用しません。

3

LDSRAD_2_1 セクタ アドレス ロード トランザクションは消去カウントの対象となるセク
タ アドレスをロードします。 2

RDSECV_1_0
揮発性セクタ消去カウント レジスタ読み出しトランザクションは 16ビット
揮発性セクタ消去カウント レジスタの内容を読み出し、DQ[7:0]にデータを
配置します。

1

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1

ENX_EN_3_1

ASO EnduraFlex

EnduraFlexポインタ選択 (パーティション ) ワンタイム プログラマブル レジ
スタ ASO開始トランザクションは EnduraFlexポインタ レジスタへのアクセ
スを許可します。この開始トランザクションは開始トランザクションからの
セクタ アドレスを使用しません。

3

PGOENX_2_1
ワンタイム プログラマブル EnduraFlexレジスタ [4:0]プログラム トランザ
クションは DQ[7:0]に配置されたデータでワンタイム プログラマブル
EnduraFlexレジスタ [3:0]をプログラムします。アドレス 0x00、0x01、0x02、
0x03、0x04は 4つの EnduraFlexレジスタ値を定義します。

2

RDOENX_1_1
ワンタイム プログラマブル EnduraFlexレジスタ [4:0]読み出し トランザク
ションはワンタイム プログラマブル EnduraFlexレジスタ [3:0]を読み出し、
DQ[7:0]にデータを配置します。アドレス 0x00、0x01、0x02、0x03、0x04は
4つの EnduraFlexレジスタ値を定義します。

1

ASOEXT_1_1
ASO終了トランザクションはデバイスが ASOに入ったときにデバイスをメ
モリ アレイ データ読み出しモードに戻します。いずれかの ASO開始コマン
ドが発⾏されると、ASO終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモード
にリセットする必要があります。

1
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Table 121 HYPERBUS™トランザクション サイクル (1/8)
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45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

RDMARY_1_0 101b DA[1:0] || 
RDA[AMAX:

0]

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ENSPIM_3_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

F5h - - - - - - - - - - - -

SRASOE_1_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ENTDPD_3_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

B9h - - - - - - - - - - - -

RDVSTR_2_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

70h 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

CLVSTR_1_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

71h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRNPOR_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

34h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Pr_data
[15:0]

- - - - - - - - -

RDNPOR_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

3Ch 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Rd_data
[15:0]

- - - - - - - - -

PGVINC_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

36h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Pr_data
[15:0]

- - - - - - - - -

RDVINC_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

C4h 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Rd_data
[15:0]

- - - - - - - - -

PGVINS_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

37h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

FFFFh - - - - - - - - -

RDVINS_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

C5h 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Rd_data
[15:0]

- - - - - - - - -

PGVCR1_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

38h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Pr_data
[15:0]

- - - - - - - - -

PGVCR2_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

3Ah 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Pr_data
[15:0]

- - - - - - - - -
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RDVCR1_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

C7h 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Rd_data
[15:0]

- - - - - - - - -

RDVCR2_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

C9h 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Rd_data
[15:0]

- - - - - - - - -

PGNCR1_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

39h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Pr_data
[15:0]

- - - - - - - - -

PGNCR2_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

3Bh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Pr_data
[15:0]

- - - - - - - - -

ERNC12_3_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

C8h - - - - - - - - - - - -

RDNCR1_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

C6h 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Rd_data
[15:0]

- - - - - - - - -

RDNCR2_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

CAh 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Rd_data
[15:0]

- - - - - - - - -

PGWORD_4_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

A0h 001
b

DA[1:0] || 
Pr_addr[AM

AX:0]

Pr_data
[15:0]

- - - - - - - -

LDBUFR_6_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

25h 001
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

Wd_cnt 001
b

DA[1:0] || 
WBL[AMAX:

0]

Pr_dat
a

[15:0]

001
b

DA[1:0] || 
WBL[AMAX:

0]

Pr_dat
a

[15:0]

- - -

PGBFCM_1_0 001b DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]

29h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RSTWBA_3_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - -

ERCHIP_6_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

80h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

10h - - -

ERSCTR_6_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

80h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

30h - - -

BLKCHK_1_0 001b DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN] 

|| 555h

33h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Table 121 HYPERBUS™トランザクション サイクル (2/8)

トランザクショ
ン名

バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル
1番目 2番目 3回目 4回目 5回目 6回目 7番目

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ
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EVERST_1_0 001b DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN] 

|| 555h

D0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SPERSE_1_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

B0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RSERSE_1_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

30h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SPPROG_1_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

51h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RSPROG_1_0 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

50h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IDSFE1_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

90h - - - - - - - - - - - -

IDSFE2_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

98h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RDIDSF_1_1 101b DA[1:0] || 
RDA[AMAX:

0]

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SSRENT_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN] 

|| 555h

88h - - - - - - - - - - - -

RD_SSR_1_1 101b DA[1:0] || 
RDA[AMAX:

0]

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

PG_SSR_4_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

A0h 001
b

DA[1:0] || 
Pr_addr[AM

AX:0]

Pr_data
[15:0]

- - - - - - - - -

LDBSSR_5_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

25h 001
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

Wd_cnt 001
b

DA[1:0] || 
WBL[AMAX:

0]

Pr_dat
a

[15:0]

001
b

DA[1:0] || 
WBL[AMAX:

0]

Pr_dat
a

[15:0]

- - -

PGCSSR_1_1 001b DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

29h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Table 121 HYPERBUS™トランザクション サイクル (3/8)

トランザクショ
ン名

バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル
1番目 2番目 3回目 4回目 5回目 6回目 7番目

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ
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RSWSSR_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASPENT_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

40h - - - - - - - - - - - -

PGOASP_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

A0h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Pr_data
[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

RDOASP_1_1 101b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PWDENT_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

60h - - - - - - - - - - - -

PGNPWD_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

A0h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || 
{PSWD 

Addr[1:0]}

P_PWD
X

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

RDNPWD_1_1 101b DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || 
{PSWD 

Addr[1:0]}

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ULNPWD_7_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 
'bX} || {0h}

25h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 
'bX} || {0h}

03h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 
'bX} || {0h}

PWD0
[15:0]

001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 
'bX} || {1h}

PWD1
[31:16]

001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 
'bX} || {2h}

PWD2
[47:32]

001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 
'bX} || {3h}

PWD3
[63:48]

001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 
'bX} || {0h}

29h

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PPBENT_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

C0h - - - - - - - - - - - -

PGNPPB_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

A0h 001
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

00h - - - - - - - - - - - - - - -

ERNPPB_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

80h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 000h

30h - - - - - - - - - - - - - - -

Table 121 HYPERBUS™トランザクション サイクル (4/8)

トランザクショ
ン名

バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル
1番目 2番目 3回目 4回目 5回目 6回目 7番目

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ
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RSWPPB_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - -

RDNPPB_1_1 101b DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRTSTS_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

60h 101
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PPLENT_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

50h - - - - - - - - - - - -

CLVPPL_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

A0h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

00h - - - - - - - - - - - - - - -

RDVPPL_1_1 101b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DYBENT_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

E0h - - - - - - - - - - - -

STVDYB_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

A0h 001
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

00h - - - - - - - - - - - - - - -

CLVDYB_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

A0h 001
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

01h - - - - - - - - - - - - - - -

RDVDYB_1_1 101b DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRTSTS_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

60h 101
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ECCENT_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

75h - - - - - - - - - - - -

Table 121 HYPERBUS™トランザクション サイクル (5/8)

トランザクショ
ン名

バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル
1番目 2番目 3回目 4回目 5回目 6回目 7番目

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ
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RDECST_1_1 101b DA[1:0] || 
RDA[AMAX:

0]

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

RDADTL_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

60h 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || {00b}

Rd_dat
a0

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

RDADTU_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

60h 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || {01b}

Rd_dat
a0

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

RDCONT_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

60h 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || {10b}

Rd_dat
a0

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

CLRECC_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

50h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ICRCEN_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

76h - - - - - - - - - - - -

RDICRC_1_1 101b DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || {00b}

Rd_dat
a0

[15:0]

101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || {01b}

Rd_dat
a1

{31:16]

- - - - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DICREN_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

78h - - - - - - - - - - - -

LDSTAD_1_1 001b DA[1:0] || 
Start_addr
[AMAX:AMI

N]

C3h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LDENAD_1_1 001b DA[1:0] || 
End_addr
[AMAX:AMI

N]

3Ch - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SP_DIC_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

C0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RDCMRY_1_1 101b DA[1:0] || 
RDA[AMAX:

0]

Rd_dat
a

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Table 121 HYPERBUS™トランザクション サイクル (6/8)

トランザクショ
ン名

バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル
1番目 2番目 3回目 4回目 5回目 6回目 7番目

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ
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RS_DIC_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

C1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RDDICL_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

60h 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || {00b}

Rd_dat
a0

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

RDDICU_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

60h 101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || {01b}

Rd_dat
a0

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ATBNEN_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

14h - - - - - - - - - - - -

PGNATB_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

A0h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:1] 

'bX} || 
{AUTOBOO
T Addr[0]}

P_AUT
OBOOT

X
[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

RDATBN_1_0 101b DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || {00b}

Rd_dat
a0

[15:0]

101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || {01b}

Rd_dat
a1

{31:16]

- - - - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SECTEN_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

15h - - - - - - - - - - - -

LDSRAD_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

A0h 001
b

DA[1:0] || 
Sec_addr[A
MAX:AMIN]  

5Dh - - - - - - - - - - - - - - -

RDSECV_1_0 101b DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 

'bX} || {00b}

Rd_dat
a0

[15:0]

101
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:2] 
'bX} || 01b}

Rd_dat
a1

{31:16]

- - - - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ENX_EN_3_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

AAh 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 2AAh

55h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:12] 
'bX} || 555h

16h - - - - - - - - - - - -

PGOENX_2_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

A0h 001
b

DA[1:0] || 
{[AMAX:3] 

'b0} || 
Pointer 

Addr[2:0]

Pr_data
X

[15:0]

- - - - - - - - - - - - - - -

Table 121 HYPERBUS™トランザクション サイクル (7/8)

トランザクショ
ン名

バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル
1番目 2番目 3回目 4回目 5回目 6回目 7番目

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
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]

CA
[4

4:
0]
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ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
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ー
タ
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RDOENX_1_1 101b DA[1:0] || 
{[AMAX:3] 

'b0} || 
Pointer 

Addr[2:0]

Rd_dat
a

{15:0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASOEXT_1_1 001b DA[1:0] || 
{[AMAX:0] 

'bX} 

F0h - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Table 121 HYPERBUS™トランザクション サイクル (8/8)

トランザクショ
ン名

バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル バス サイクル
1番目 2番目 3回目 4回目 5回目 6回目 7番目

CA
[4

7:
45

]

CA
[4

4:
0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
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]

CA
[4
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0]

ア
ド
レ
ス

D
Q

[7
:0

]
デ
ー
タ

CA
[4

7:
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]
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0]

ア
ド
レ
ス
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Q
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]
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タ
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]
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Q
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]
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タ

CA
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]
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タ
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]
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256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
トランザクション テーブル

コマンド定義の凡例
X=ドント ケア
RA=読出しメモリ アドレス
RD=読出し動作中に RA位置から読み出されるデータ
PA=プログラム対象のメモリ位置のアドレス
PD=PA位置でプログラムされるデータ
SA=選択されたセクタのアドレス。256KBセクタのアドレス ビット AMAX〜 A17および 4KBパラメーター セクタの AMAX〜 A11はセクタを一意
的に選択します。
WBL=書き込みバッファ位置。アドレスは同じライン内でなければなりません。 
WC=ワード カウント。ロードする書き込みバッファ位置の値 - 1。
PWAx=ワード 0=00h、ワード 1=01h、ワード 2=02h、ワード 3=03hのパスワード アドレス
PWDx=ワード 0、ワード 1、ワード 2、ワード 3のパスワード データ
EFPRx=インフィニオン Endurance Flexアーキテクチャ ポインタ アドレス レジスタ 0、1、2、3、4
DA=ダイ アドレス (すべてのデバイスで DA[1:0]=00b)
注
37.すべての値は 16進表記です。すべてのアドレスは 16ビット ワードを参照します。
38.以下を除いて、バス サイクルはすべて書き込みサイクルです。読み出し中の読み出しサイクル、ID読み出し (メーカー ID/デバイス ID)、
インジケータ ビット、SSR読み出し、SSRロック読み出し、2サイクル目のステータス レジスタ読み出し。

39.データ ビット DQ15〜 DQ8は、RD、PD、WC、PWDを除いて、コマンド シーケンスでは「ドント ケア」です。
40.アドレス ビット AMAX〜 A11は、SAまたは PAが必要な場合を除いて、ロック解除およびコマンド サイクルでは「ドント ケア」です。

(AMAXは最上位アドレス ピンです。)
41.アレイ データを読み出す際、ロック解除またはコマンド サイクルは不要です。 
42.デバイスが ID-SFDP (自動選択 ) モードのとき、アレイ データの読み出しに戻るにはリセット コマンドが必要です。
43.デバイスがアレイ データを読み出す準備ができたとき、またはデバイスが ID-CFIモードのとき、コマンドが有効になります。 
44.消去一時停止モードのとき、システムは消去対象となっていないセクタを読み出しプログラム /プログラム一時停止したり、ID-SFDP ASO
に入れます。消去一時停止コマンドは、セクタ消去動作の間のみ有効です。

45.消去再開 /プログラム再開コマンドは、消去一時停止 /プログラム一時停止モードの間のみ有効です。 
46.デバイスのバッファ書き込み中止状態を検出後に、デバイスを読み出しモードに復帰させるためにこのコマンド シーケンスを実⾏します。

ABORTからリセットする場合は、完全なコマンド シーケンスが必要であることに注意してください。
47.終了コマンドは、デバイスをアレイの読み出しに戻します。 
48. PWDxの場合は、プログラムできるパスワード領域は、A0コマンド 1回につき、1つだけです。パスワード領域は、シーケンシャルに 

(PWD0〜 PWD3) プログラムする必要があります。
49.すべての ASPレジスタ ビットは OTPです。プログラム状態 =0、消去状態 =1です。また、持続的保護モード ロック ビットとパスワード保
護モード ロック ビットは、同時にプログラムできません。同時にプログラムすると、ASPRレジスタ ビットのプログラム動作が中止され、
デバイスが読み出しモードに戻ります。将来の使用のために予約されている ASPレジスタ ビットは未定義であり、「0」でも「1」でもかま
いません。

50.いずれかの開始コマンドが発⾏されたら、終了コマンドを発⾏してデバイスを読み出しモードにリセットする必要があります。
51.ビット 0=0は保護状態、ビット 0=1は非保護状態を⽰します。ビット 1〜 15は、保護状態では全 0、非保護状態では全 1です。DYBセッ
ト、DYBクリア、または PPBプログラム コマンドのセクタ アドレスは、セクタ内の任意の位置でかまいません。セクタ アドレスの下位
ビットは「ドント ケア」です。ビット 1〜 15が全 0でなければ、PPBプログラム コマンドが中止されることに注意してください。

52.レジスタ読み出しトランザクションのデータ出力は、デバイスが出力する最初のワードでのみ有効です。CS#が LOWのままにある間
CK/CK#がトグルし続けると、後続のデータ値出力は未定義になります。

53. SA保護ステータス読み出し中のデータ出力は、指定されたセクタがビット 0〜 2で保護されるかどうか⽰します。
ビット 0:指定されたセクタが保護されるかどうかを⽰します (0=保護、1=非保護 )。
ビット 1:セクタの DYBビットにより保護されます (0=保護、1=非保護 )。
ビット 2:セクタの PPBビットにより保護されます (0=保護、1=非保護 )。
ビット 3〜 15は全 1です。

54.より小さいパラメーター セクタは、消去とプログラム コマンド シーケンスのときに対象のパラメーター セクタを指定するアドレスの一部
として、A[16:11]を含む必要があります。

55.リセット /ASO終了動作。
56.デバイスがビジーでないときまたはコマンド シーケンス中、SR0[5, 4, 3, 1, 0]をクリアします。
デバイスがビジーでないとき、または ASOに入ったとき、SR0[5, 4, 3, 1, 0]をクリアします。

57.不正なコマンド シーケンスに入った場合、デバイスは CS#が HIGHになるとスタンバイ モードに戻ります。
58.リセット、ASO終了、ステータス レジスタ読み出しおよびステータス レジスタ クリアのコマンドはグローバルにすべての ASOに適用可能
です。

59.オートブート モードでは、メモリ アレイからの読み出し時にラップ機能は無効です。
60.パワーオン リセット タイマー レジスタおよび不揮発性コンフィギュレーション レジスタに対するプログラム動作は一時停止してはいけま
せん。もし一時停止したら、不確定な結果となり、スタンバイ モードに戻るにはハードウェア リセットが必要です。

61. HYPERBUS™インターフェースから SPIインターフェースへの正常な遷移のためには、SPIモード開始コマンド シーケンスの後に続いて、
SPIモードで任意レジスタ読み出しコマンド (RDAR) を実⾏しなければいけません。
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6.2 レガシー (x1) SPIトランザクション テーブル
Table 122 SPI (1S-1S-1S) トランザクション テーブル (1/3)

機能 トランザク
ション名 説明

前提条件ト
ランザク
ション

バイ
ト

1(16
進 )

バイト 2 
(16進 )

バイト 3 
(16進 )

バイト 4 
(16進 )

バイト 5 
(16進 )

バイ
ト

6(16
進 )

バイ
ト

7(16
進 )

バイ
ト

8(16
進 )

バイ
ト

9(16
進 )

トランザク
ション 

フォーマッ
ト

最⼤周波
数 (MHz)

アドレ
ス⻑

デバイス
ID読み出
し

RDIDN_0_0 メーカーとデバイス ID読み出しトランザクションは、メー
カーとデバイス IDへの読み出しアクセスを提供します。

- 9F 
(CMD)

- - - - - - - - Figure 10 166 該当な
し

RSFDP_3_0 JEDECシリアル フラッシュ検出可能パラメーター読み出し
トランザクションは、シリアル フラッシュ検出パラメー
ター (SFDP) に順次アクセスします。

- 5A 
(CMD)

00 
(ADDR)

00 
(ADDR)

00 
(ADDR)

- - - - - Figure 11 156 3

RDUID_0_0 固有 ID読み出しはデバイスごとに固有である工場出荷時の
64ビット番号にアクセスします。 

- 4C 
(CMD)

- - - - - - - - Figure 10 166 該当な
し

レジスタ 
アクセス

RDSR1_0_0 ステータス レジスタ 1読み出しトランザクションはステー
タス レジスタ 1の内容を DQ1/SOから読み出します。 

- 05 
(CMD)

- - - - - - - -

RDSR2_0_0 ステータス レジスタ 2読み出しトランザクションはステー
タス レジスタ 2の内容を DQ1/SOから読み出します。 

- 07 
(CMD)

- - - - - - - -

RDARG_C_0
任意レジスタ読み出しトランザクションは、すべてのアド
レス指定された不揮発性と揮発性のデバイス レジスタの読
み出し方法を提供します。

- 65 
(CMD)

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - - Figure 11 3

- ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - 4

WRENB_0_
0

書き込みイネーブルはステータス レジスタ 1の書き込みイ
ネーブル ラッチ ビットを「1」にセットし、書き込み、プ
ログラムおよび消去のトランザクションを有効にします。

- 06 
(CMD)

- - - - - - - - Figure 5 該当な
し

WRDIS_0_0 書き込みディセーブルは、ステータス レジスタ 1の書き込
みイネーブル ラッチ ビットを「0」にセットし、書き込み、
プログラムおよび消去のトランザクションを無効にします。

- 04 
(CMD)

- - - - - - - -

WRARG_C_
1

任意レジスタ書き込みトランザクションは、すべてのアド
レス指定された不揮発性と揮発性のデバイス レジスタに書
き込む方法を提供します。

WRENB_0_0 71 
(CMD)

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

入力
データ

[7:0]

- - - - Figure 8 3

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

入力
デー
タ

[7:0]

- - - 4

CLPEF_0_0 プログラムおよび消去失敗フラグ クリア トランザクション
は STR1V[5] (消去失敗フラグ ) および STR1V[6] (プログラム
失敗フラグ ) をリセットします。

- 82 
(CMD)

- - - - - - - - Figure 5 該当な
し

EN4BA_0_0 4 バイト アドレス モード開始トランザクションは、アドレ
ス⻑ビットを設定します。

B7 
(CMD)

- - - - - - - -

EX4BA_0_0 4 バイト アドレス モード終了トランザクションは、アドレ
ス⻑ビットを設定します。

B8 
(CMD)

- - - - - - - -

ECC

RDECC_4_0 ECCステータス読み出しは、アドレス指定されたデータ ユ
ニットの ECCステータスを決定するために使用されます。

- 19 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - Figure 11 4

CLECC_0_0 ECCステータス レジスタ クリア トランザクションは、ECC
ステータス レジスタ ビット [4] (2ビット ECC検出 )、ECCス
テータス レジスタ ビット [3] (1ビット ECC訂正 )、アドレス 
トラップ レジスタおよび ECC検出カウンターをリセットし
ます。 

- 1B 
(CMD)

- - - - - - - - Figure 5 該当な
し

CRC
DICHK_4_1 データ整合性チェック トランザクションは、デバイスが

ユーザー定義アドレス範囲でデータ整合性チェックを実⾏
します。 

- 5B 
(CMD)

開始
ADDR[31:

24]

開始
ADDR[23:

16]

開始
ADDR[15:

8]

 開始
ADDR[7:0

]

終了
ADDR[
31:24]

終了
ADDR[
23:16]

終了
ADDR[
15:8]

 終了
ADDR[

7:0]

Figure 7 4
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フラッ
シュ アレ
イ読み出
し

RDAY1_C_0

読み出しトランザクションは指定されたアドレスからメモ
リ内容を読み出します。トランザクションの最大 CK周波
数は 50MHzです。

- 03 
(CMD)

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - - Figure 12 50 3

- ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - 4

RDAY1_4_0 - 13 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - -

RDAY2_C_0

高速読み出しトランザクションは指定された開始アドレス
からメモリ内容を読み出します。 

- 0B 
(CMD)

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - - Figure 11 166 3

- ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - 4

フラッ
シュ アレ
イ プログ
ラム

PRPGE_4_1
ページ プログラムは、1つのトランザクションで 256Bまた
は 512Bのデータをメモリ アレイにプログラムします。

WRENB_0_0 12 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

入力
デー
タ

1[7:0]

入力
デー
タ

2[7:0]

(続く
)

- Figure 8 4

フラッ
シュ アレ
イ消去

ER004_4_0 4KBセクタ消去トランザクションは 4KBセクタのすべての
ビットを「1」にセットします (すべてのバイトは FFh)。

WRENB_0_0 21 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - Figure 6

ER256_4_0 256KBセクタ消去トランザクションは 256KBセクタのすべ
てのビットを「1」にセットします (すべてのバイトは
FFh)。

WRENB_0_0 DC 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - -

ERCHP_0_0 チップ消去トランザクションは、フラッシュ メモリ アレイ
全体のすべてのビットを「1」にセットします (すべてのバ
イトは FFh)。 

WRENB_0_0 60ま
たは

C7 
(CMD)

- - - - - - - - Figure 5 該当な
し

EVERS_4_0 消去ステータス判断トランザクションは、アドレス指定さ
れたセクタの前回の消去動作が正常に完了したかを確認し
ます。 

- D0 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - Figure 6 4

SEERC_4_0 セクタ消去カウント トランザクション は、セクタ消去カウ
ント レジスタから入力されたアドレスのセクタに対する消
去回数を出力します。 

- 5D 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - -

一時停止
/再開

SPEPD_0_0 消去 /プログラム /データ整合性チェックの一時停止トラ
ンザクションは、システムがプログラム、消去またはデー
タ整合性チェック動作を中断することを可能にします。

- B0 
(CMD)

- - - - - - - - Figure 5 該当な
し

RSEPD_0_0 消去 /プログラム /データ整合性チェックの再開トランザ
クションは、システムがプログラム、消去またはデータ整
合性チェック動作を再開することを可能にします。 

- 7A
(CMD)

- - - - - - - -

セキュア 
シリコン
領域

PRSSR_4_1
SSRプログラム トランザクションは 1024バイトの SSRに
データをプログラムします。

WRENB_0_0 42 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

入力
デー
タ

1[7:0]

入力
デー
タ

2[7:0]

(続く
)

- Figure 8 4

RDSSR_4_0 SSR読み出しトランザクションは SSRからデータを読み出
します。 

- 4B 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - Figure 11

Table 122 SPI (1S-1S-1S) トランザクション テーブル (2/3)

機能 トランザク
ション名 説明

前提条件ト
ランザク
ション

バイ
ト

1(16
進 )

バイト 2 
(16進 )

バイト 3 
(16進 )

バイト 4 
(16進 )

バイト 5 
(16進 )

バイ
ト

6(16
進 )

バイ
ト

7(16
進 )

バイ
ト

8(16
進 )

バイ
ト

9(16
進 )

トランザク
ション 

フォーマッ
ト

最⼤周波
数 (MHz)

アドレ
ス⻑
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高度セク
タ保護

RDDYB_4_0 ダイナミック保護ビット読み出しトランザクションは、
DYBアクセス レジスタの内容を読み出します。 

- E0 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - Figure 11 166 4

WRDYB_4_1
ダイナミック保護ビット書き込みトランザクションは、
DYBアクセス レジスタに書き込みます。

WRENB_0_0 E1 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

入力
デー
タ

1[7:0]

入力
デー
タ

2[7:0]

(続く
)

- Figure 8

RDPPB_4_0 持続的保護ビット読み出しトランザクションは、PPBアク
セス レジスタの内容を読み出します。

- E2 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - Figure 11

PRPPB_4_0 持続的保護ビット プログラム トランザクションは、セクタ
保護を有効にするために、PPBレジスタにプログラム /書
き込みをします。 

WRENB_0_0 E3 
(CMD)

ADDR[31:
24]

ADDR[23:
16]

ADDR[15:
8]

ADDR[7:0
]

- - - - Figure 6

ERPPB_0_0 持続的保護ビット消去トランザクションはすべての持続的
保護ビットを「1」にセットします。

WRENB_0_0 E4 
(CMD)

- - - - - - - - Figure 5 該当な
し

WRPLB_0_0 PPB保護ロック ビット書き込みトランザクションは PPB
ロックを「0」にクリアします。

WRENB_0_0 A6 
(CMD)

- - - - - - - -

RDPLB_0_0 パスワード保護ロック ビット読み出しトランザクション
は、8ビット PPBロック レジスタの内容を MSbからシフト
アウトします。

- A7 
(CMD)

- - - - - - - - Figure 10

PWDUL_0_
1

パスワード ロック解除トランザクションは、フラッシュ デ
バイスに 64ビット パスワードを送ります。与えられたパ
スワードがパスワード レジスタでの隠しパスワードと一致
しない場合、デバイスはロックされ、ハードウェア リセッ
トまたは PORでのみデバイスはスタンバイ状態に戻り、
PWDUL_0_1の再実⾏などの新しいトランザクション用に準
備します。パスワードが一致の場合、PPBロック ビットは
「1」にセットされます。 

- E9 
(CMD)

パスワー
ド [7:0]

パス
ワード
[15:8]

パス
ワード
[23:16]

パス
ワード
[31:24]

パス
ワー
ド

[39:32
]

パス
ワー
ド

[47:40
]

パス
ワー
ド

[55:48
]

パス
ワー
ド

[63:56]

Figure 9

リセット

SRSTE_0_0 ソフトウェア リセット イネーブル コマンドは、SFRST_0_0
トランザクションの直前に必要です。

- 66 
(CMD)

- - - - - - - - Figure 5

SFRST_0_0 ソフトウェア リセット トランザクションは、不揮発性デ
フォルト値から揮発性レジスタの再ロードにより、デバイ
スを初期電源投入状態に戻します。

SRSTE_0_0 99 
(CMD)

- - - - - - - -

ディープ 
パワーダ
ウン

ENDPD_0_0 ディープ パワー ダウン モード開始トランザクションは、デ
バイスを最低消費電力モードに移⾏させます。

- B9 
(CMD)

- - - - - - - -

Table 122 SPI (1S-1S-1S) トランザクション テーブル (3/3)

機能 トランザク
ション名 説明

前提条件ト
ランザク
ション

バイ
ト

1(16
進 )

バイト 2 
(16進 )

バイト 3 
(16進 )

バイト 4 
(16進 )

バイト 5 
(16進 )

バイ
ト

6(16
進 )

バイ
ト

7(16
進 )

バイ
ト

8(16
進 )

バイ
ト

9(16
進 )

トランザク
ション 

フォーマッ
ト

最⼤周波
数 (MHz)

アドレ
ス⻑
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7 電気的特性
7.1 絶対最⼤定格 [64]

7.2 動作範囲
動作範囲は、デバイスの正常な機能が保証される範囲を定めたものです。

7.2.1 電源電圧

7.2.2 温度範囲

7.3 熱抵抗

プラスチック パッケージの保管温度 –65°C〜+150°C

通電時の周囲温度 –65°C〜+125°C

VCC (HL-T) -0.5 V〜+4.0 V
VCC (HS-T) -0.5 V〜+2.5 V

グランドを基準にした入力電圧 (VSS)[62] –0.5 V〜VCC + 0.5 V

出力短絡電流[63] 100 mA

VCC / VCCQ (HL-Tデバイス) 2.7 V〜3.6 V

VCC / VCCQ (HS-Tデバイス) 1.7 V〜2.0 V

Table 123 温度範囲

パラメーター 記号 デバイス
仕様

単位
Min Max

周囲温度 TA

産業用 /車載向け AEC-Q100グレード 3
-40

+85

°C産業用プラス /車載向け AEC-Q100グレード 2[65] +105

車載向け AEC-Q100グレード 1[65] +125

Table 124 熱抵抗
パラメーター 説明 テスト条件 デバイス 24ボール BGA 単位

Theta JA 熱抵抗
(接合部から周囲 )

テスト条件は EIA/JESD51による熱インピーダンスを測定する
ための標準的なテスト方法と⼿順に従います。 
無風時 (0m/s) の場合

256T 35.3

°C/W

512T 34.5

01GT 37

Theta JB 熱抵抗
( 接合部から基板 )

256T 19

512T 14.5

01GT 9.7

Theta JC 熱抵抗
( 接合部からケース )

256T 11

512T 5.4

01GT 7.5

注
62.信号遷移時に許可された最大値は 148ページの入力信号オーバーシュートを参照してください。 
63.複数の出力を同時にグランドに短絡できません。短絡時間は 1秒を超えてはいけません。
64. 147ページの絶対最大定格 [64]に記載されたものを超えるストレスの印加は、デバイスを完全に破壊する可能性があります。ただし、こ
れはストレスのみに対する定格です。上記の条件あるいは本データシートの動作説明の各節に記載されている条件を超える条件における
デバイスの機能動作は保証されません。⻑時間にわたってデバイスを絶対最大定格条件に放置すると、デバイスの信頼性に影響を与えま
す。

65.産業用プラス、車載向けグレード 2および車載向けグレード 1デバイスの動作および性能パラメーターはデバイス特性評価で決まり、本
仕様に⽰す標準産業用または車載向けグレード 3温度範囲のデバイスとは異なることがあります。
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7.4 静電容量特性

7.5 ラッチアップ仕様

7.6 DC特性

7.6.1 ⼊力信号オーバーシュート
DC条件において、入力または I/O信号は VSSQと VCCQの電圧範囲内にあることが必要です。電圧変動の
間、入力または I/Oは最大 20nsの期間で、VSSQが -1.0Vにオーバーシュートするか、または VCCQ+1.0V
にオーバーシュートする可能性があります。

Figure 52 最⼤負オーバーシュート波形

Figure 53 最⼤正オーバーシュート波形

Table 125 静電容量
記号 パラメーター テスト条件 : Typ Max 単位

CIN 入力容量 (CK, CS#, RESET#に適用 ) 1 MHz 3.0
7.50 pF 

COUT 出力容量 (すべての I/Oに適用 ) 6.50

Table 126 ラッチアップ仕様 [66]

説明 Min Max 単位
すべての入力専用接続での、VSSQを基準とした入力電圧 −1.0 

VCCQ+1.0 V
すべての I/O接続での、VSSQを基準とした入力電圧 

VCCQ電流 −100 +100 mA

注
66.電源電圧 VCCを除外します。テスト条件 : VCC=1.8 V / 3.0 V、一度に 1つの接続をテストし、テストされていないピンは VSSに接続します。

VSSQ VSSQ

VCCQ VCCQ

- 1.0 V

20ns Max

VSSQ

VCCQ

VCCQ + 1.0 V

VCCQ

20ns Max VSSQ
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7.6.2 DC特性 (全温度範囲 )
Table 127 DC特性 [67, 68] (1/2)

記号 パラメーター テスト条件 : Min Typ Max 単位 参照図
VIL 入力 LOW電圧 (すべての VCC)  − VCCQ×-0.15 – VCCQ×0.35

V –
VIH 入力 HIGH電圧 (すべての VCC)  − VCCQ×0.65 – VCCQ×1.15

VOL 出力 LOW電圧 (すべての VCC) 0.1mA時 – 0.2

VOH 出力 HIGH電圧 (すべての VCC) −0.1mA時 VCCQ-0.20 –

ILI 入力リーク電流 

VCC=VCC Max, VIN=VIHまた
は VSS, 
CS#=VIH, 85°C

– – ±2

µA 

–
VCC=VCC Max, VIN=VIHまた
は VSS, 
CS#=VIH, 105°C

– – ±3

VCC=VCC Max, VIN=VIHまた
は VSS, 
CS#=VIH, 125°C

– – ±4

ILO 出力リーク電流

VCC=VCC Max, VIN=VIHまた
は VSS, 
CS#=VIH, 85°C

– – ±2

–
VCC=VCC Max, VIN=VIHまた
は VSS, 
CS#=VIH, 105°C

– – ±3

VCC=VCC Max, VIN=VIHまた
は VSS, 
CS#=VIH, 125°C

– – ±4

ICC1 アクティブ供給電流 (読み出
し )[69] 

SDR@ 50 MHz 
(HL256T/HS256T)
(HL512T/HS512T) 
(HL01GT/HS01GT)

–
19 / 18
10 / 10
18 / 14

25 / 25
21 / 18
25 / 25

mA –

SDR@ 166 MHz 
(HL256T/HS256T)
(HL512T/HS512T) 
(HL01GT/HS01GT)

–
75 / 75
75 / 75
75 / 80

100 / 100
100 / 100
100 / 100

DDR@ 166 MHz 
(HL256T/HS256T)
(HL512T/HS512T) 
(HL01GT/HS01GT)

–
107 / 122

75 / 75
75 / 80

130 / 168
130 / 150
130 / 168

DDR@ 200 MHz 
(HS256T)
(HS512T) 
(HS01GT)

–
156
156
156

198
173
198

ICC2
アクティブ供給電流  
(ページ プログラム ) (256T / 
512T / 01GT)

VCC=VCC Max, CS#=VIH – 50 55 / 58 / 66

ICC3 
アクティブ供給電流 
(任意レジスタ書き込み ) 
(256T / 512T / 01GT)

VCC=VCC Max, CS#=VIH – 50 55 / 55 / 66

ICC4
アクティブ供給電流 
(セクタ消去 ) (256T / 512T / 
01GT)

VCC=VCC Max, CS#=VIH – 50 55 / 55 / 66

ICC5
アクティブ供給電流 
(チップ消去 ) (256T / 512T / 
01GT)

VCC=VCC Max, CS#=VIH – 50 55 / 55 / 66

注
67. Typ値は TAI=25°Cと VCC =1.8 V / 3. 0Vのときです。
68. INT#出力の推奨プルアップ抵抗は 5 kΩ〜 10 kΩです。 
69.読み出しデータが返るとき、出力は未接続です。出力スイッチング電流が含まれていません。 
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ISB

スタンバイ電流 
(HS256T/ HS512T/ HS01GT)

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 85°C

–

11

190 / 113 / 
160

µA

–

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 105°C

– 320 / 188 / 
320

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 125°C

– 600 / 340 / 
650

スタンバイ電流 
(HL256T/ HL512T/ HL01GT)

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 85°C

–

14

190 / 126 / 
160

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 105°C

– 320 / 188 / 
320

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 125°C

– 600 / 340 / 
490

IDPD

DPD電流 
(HS256T/ HS512T/ HS01GT)

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 85°C

–

1.4 / 1.3 / 1.3

24 / 18 / 24

µA

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 105°C

– 30 / 18 / 26

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 125°C

– 67 / 31 / 80

DPD電流 
(HL256T/ HL512T/ HL01GT)

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 85°C

–

2.3 / 2.2 / 2.2

24 / 18 / 26

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 105°C

– 30 / 18 / 26

RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ, 125°C

– 67 / 31 / 52

IPOR POR電流
RESET#, CS#=VCCQ。 
すべての I/O=VCCQまた
は VSSQ

–  – 80 mA

電源投⼊ /電源切断時の電圧

VCC (min) 
VCC (最小動作電圧 , HL-T) – 2.7  – –

V

Figure 47 / 
Figure 48VCC (最小動作電圧 , HS-T) – 1.7  – –

VCC (cut-off)

VCC (再初期化が必要となる
カットオフ電圧 , HL-T)

– 2.4  – –

Figure 48

VCC (再初期化が必要となる
カットオフ電圧 , HS-T)

– 1.55  – –

VCC (Low)

VCC (初期化が起こる低電圧 , 
HL-T) – 0.7  – –

VCC (初期化が起こる低電圧 , 
HS-T) – 0.7  – –

Table 127 DC特性 [67, 68] (2/2)
記号 パラメーター テスト条件 : Min Typ Max 単位 参照図

注
67. Typ値は TAI=25°Cと VCC =1.8 V / 3. 0Vのときです。
68. INT#出力の推奨プルアップ抵抗は 5 kΩ〜 10 kΩです。 
69.読み出しデータが返るとき、出力は未接続です。出力スイッチング電流が含まれていません。 
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7.7 ACテスト条件

Figure 54 テスト セットアップ

Table 128 AC測定条件 [71]

パラメーター Min Max 単位 参照図
負荷静電容量 (CL)  – 15 pF Figure 54

入力パルス電圧 0 VCCQ V Figure 56

200 MHz (HS-T) での CK⽴ち上り (tCRT1) および⽴ち下り (tCFT1) スルー 
レート [70] 1.13  –

V/ns

Figure 59
166 MHz (HL-T) での CK⽴ち上り (tCRT2) および⽴ち下り (tCFT2) スルー 
レート [70] 1.72  –

200 MHz (HS-T) でのデータ⽴ち上り (tDRT1) および⽴ち下り (tDFT1) ス
ルー レート [70] 1.13  –

Figure 56
166 MHz (HL-T) でのデータ⽴ち上り (tDRT2) および⽴ち下り (tDFT2) スルー 
レート [70] 1.72  –

VIL(ac) −0.30×VCCQ 0.30×VCCQ

V

VIH(ac) 0.7×VCCQ 1.30×VCCQ

VOH(ac) 0.75×VCCQ  –
Figure 57 / Figure 58

VOL(ac)  – 0.25×VCCQ

入力タイミング参照電圧 0.5 × VCC Figure 56

出力タイミング参照電圧 0.5 × VCC Figure 57 / Figure 58

Device 
Under 
Test

CL

注
70. VCC maxでの入力パルスの最小値〜最大値で測定した入力スルー レートです。 
71. AC特性表ではクロックとデータ信号が同じスルー レート (スロープ ) を持っていることを想定しています。



Datasheet 152 002-23658 Rev. *F
2025-02-13

 

256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™フラッシュ
HYPERBUS™インターフェース , 1.8 V/3.0 V
タイミング特性

8 タイミング特性
Table 129 タイミング特性 [72] (1/3)

記号 パラメーター Min Typ Max 単位 参照図
HYPERBUS™

fCK

DS (HS-T) を使用する HYPERBUS™モード トランザクション用の
CKクロック周波数

0 – 200
MHz –

DS (HL-T) を使用する HYPERBUS™モード トランザクション用の
CKクロック周波数 – 166

pCK CKクロック周期 1/fCK – ∞

ns

Figure 56

tCH クロック HIGH時間 
pCKの 45%

–
55% pCK Figure 59

tCL クロック LOW時間 –

tCS 
CS# HIGH時間 (読み出しトランザクション ) 7.5 – –

Figure 62

CS# High時間 (CRC ASO:ASO開始および終了の構成レジスタ ロー
ド プログラムを含む )

50 – –

tCSS CS#アクティブ セットアップ時間 (CKを基準とする ) 4 – –

tCSH0 CS#アクティブ ホールド時間 (モード 0で CKを基準とする ) 4 – –

tSU
HS-Tデータ セットアップ時間 (すべての VCC) 0.5 – –

HL-Tデータ セットアップ時間 (すべての VCC) 0.6 – –

tHD
HL-Tデータ ホールド時間 (すべての VCC) 0.6 – –

HS-Tデータ ホールド時間 (すべての VCC) 0.5 – –

tV
[73] クロック LOWから出力有効までの時間 (15pF負荷 ) (HS-T)

2
– 5.45 

Figure 63

クロック LOWから出力有効までの時間 (15pF負荷 ) (HL-T) – 7.25

tCKDS
DS有効時間 (HS-T) – – 5.45

DS有効時間 (HL-T) – – 7.25

tDSS
[74] DS遷移からデータ有効までの時間  −0.4 – 0.4

tDSH
[74] DS遷移からデータ無効までの時間  −0.4 – 0.4

tDIS
[72] CS#非アクティブから出力ディセーブルまでの時間 (HS-T) – – 6.00

Figure 63
CS#非アクティブから出力ディセーブルまでの時間 (HL-T) – – 7.50

tDSZ
CS#非アクティブから DSディセーブルまでの時間 (HS-T) – – 6.00

CS#非アクティブから DSディセーブルまでの時間 (HL-T) – – 7.50

tIO_SKEW
[74] データ スキュー時間 (最初のデータ ビットから最後のデータ 

ビットまでの時間 )
– – 0.4 –

SPI SDR

fCK CKクロック周波数 0 – 166 MHz –

pCK CKクロック周期 1/fCK – ∞

ns

Figure 56

tCH クロック HIGH時間 pCKの 45% – 55% pCK Figure 59
tCL クロック LOW時間 pCKの 45% – 55% pCK

tCS 

CS# High時間 (読み出しトランザクション ) 10 – –

Figure 60 / 
Figure 61

トランザクションどうし間の CS# High時間 (中止されたコマン
ド )

20 – –

CS# High時間 (プログラム /消去トランザクション ) 50 – –
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tCSS CS#アクティブ セットアップ時間 (CKを基準とする ) (fCK≤50 MHz 
/ fCK>50 MHz) 5 / 4 – –

ns

Figure 60
tCSH0 CS#アクティブ ホールド時間 (モード 0で CKを基準とする ) 4 – –

tCSH3 CS#アクティブ ホールド時間 (モード 3で CKを基準とする ) 6 – –

Figure 60tSU データ セットアップ時間 (すべての VCC) (fCK≤ 50 MHz / fCK>50 MHz) 5 / 2 – –

tHD データ ホールド時間 (すべての VCC) (fCK≤ 50 MHz / fCK>50 MHz) 5 / 2 – –

tV 

クロック LOWから出力有効までの時間 
(15 pF負荷 , 3.0 V−3.6 V, 30 Ω出力インピーダンス ) (HL-T)

2 – 6.5

Figure 61

クロック LOWから出力有効までの時間 (30 pF負荷 ) (HS-T)
(256T / 512T / 01GT)

1.2 / 2 / 2 – 5.7 / 8 / 8

クロック LOWから出力有効までの時間 (30 pF負荷 ) (HL-T) 2 – 9

クロック LOWから出力有効までの時間 (15 pF負荷 ) (HS-T)
(256T / 512T / 01GT)

1.2 / 2 / 2 – 5.7 / 6 / 6

クロック LOWから出力有効までの時間 (15 pF負荷 ) (HL-T) 2 – 8

tHO 
出力ホールド時間 
(HL256T / HS256T)
(HL512T / HS512T) 
(HL01GT / HS01GT)

1.5 / 1.2
1.5 / 1.5
1.5 / 1.5

– –

tDIS 
出力ディセーブル時間 (HS-T) – – 6

出力ディセーブル時間 (HL-T) – – 7.50

電源投⼊ /電源切断タイミング

tPU 
VCC(min)から読み出し動作までの時間 
(HL256T/HS256T)
(HL512T/HS512T) 
(HL01GT/HS01GT)

– –
550 / 600
450 / 500
500 / 500 µs 

Figure 47

tPD VCC (LOW) 時間 25 – – Figure 48

tVR
[81] VCC / VCCQ電源投入時ランプ レート 1 – –

µs/V
Figure 49

tVF VCC / VCCQ電源切断時ランプ レート 30 – – Figure 64

ディープ パワー ダウン モード タイミング
tENTDPD

[81] DPDモード開始までの時間 – – 3

µs

–

tEXTDPD

DPD モード終了までの時間 
(HL256T/HS256T)
(HL512T/HS512T) 
(HL01GT/HS01GT)

– –
520 / 570
380 / 430
430 / 430 Figure 46

tCSDPD DPDを終了するチップ セレクト パルス幅 0.02 – 3

リセット タイミング [76, 77]

tRS リセット セットアップ時間 - CS# LOW前の RESET# HIGH時間 50 – – ns

Figure 39tRH

リセット パルス ホールド時間 - RESET# LOWから CS# LOWまでの
時間 
(HL256T/HS256T)
(HL512T/HS512T) 
(HL01GT/HS01GT)

550 / 600
450 / 500
500 / 500

– – µs

tRP RESET#パルス幅 200 – – ns

tSR 
ソフトウェア リセット トランザクションから内部デバイス リ
セットまでの時間 
(256T / 512T / 01GT)

– – 90 / 83 / 83 µs –

CS#シグナリング リセット タイミング
tCSLW チップ セレクト LOW時間 500 – –

ns

Figure 44

tCSHG チップ セレクト HIGH時間 500 – –

tRESET デバイス内部リセット時間 (HL256T / HS256T / HL512T / HS512T / 
HL01GT / HS01GT / 256T / 512T / 01GT) – –

550 / 600/
450 / 500 /
500 / 500

µs

tSUJ データ入力セットアップ時間 (CS#に対する ) 50 – –
ns

tHDJ データ入力ホールド時間 (CS#に対する ) 50 – –

組込みアルゴリズム (消去 , プログラム , データ整合性チェック ) 性能 [78, 79, 80, 81]

tW 不揮発性レジスタ書き込み時間 (256T / 512T / 01GT) – 50 / 44 / 44 357.5 ms –

Table 129 タイミング特性 [72] (2/3)
記号 パラメーター Min Typ Max 単位 参照図
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注
72.すべての動作温度オプションに適用可能です。
73. VCC範囲全体、CL = 15 pF。
74.出力 HI-Zはデータがもはや駆動されなくなる点として定義されます。
75. tPUの終わりに RESET#がアサートされた場合、デバイスはリセット状態のままとなり、tRHが CS#が LOWになる時点を決めます。
76. tRPと tRHの和は tRPH以上でなければいけません。
77.プログラムと消去時間の Typ値は次の条件を想定したものです。25°C、VCC = 1.8 Vと 3.0 V、およびチェッカーボード データ パターン。
78.任意の OTPプログラム トランザクションのプログラム時間は tPPと同じです。これは PRSSR_4_1を含みます。
79. PRPPB_4_0トランザクションのプログラム時間は tPPと同じです。ERPPB_0_0トランザクションの消去時間は tSEと同じです。
80.値は特性評価によって保証され、製造時に 100%テストされません。
81.設計で保証されています。
82. JEDEC (半導体技術協会 ) の JESD22-A117規格は、認定仕様に基づいた有効な耐久性およびデータ保持テストの実⾏の⼿続きの要件を定義
します。この⼿法は、フラッシュ デバイスの、故障なしに繰り返しデータ変更を持続させる能力 (すなわち、プログラム /消去可能回数 ) 
および期待される寿命の間データを保持する能力 (すなわち、データ保持期間 ) を判定するために使用されます。耐久性およびデータ保持
の認定仕様は JESD47に指定されているか、または JESD94に記載の知識ベース⼿法を使用して開発することもできます。

tPP

256Bページ プログラム (4KBセクタ ) (256T / 512T / 01GT)
– 533 / 430 / 

430
2175

µs –
256Bページ プログラム (256KBセクタ ) (256T / 512T / 01GT)

590 / 430 / 
430

1700

512Bページ プログラム (4KBセクタ ) (256T / 512T / 01GT)
827 / 680 / 

680
2175

512Bページ プログラム (256KBセクタ ) (256T / 512T / 01GT)
– 695 / 570 / 

570
1700

tSE

セクタ消去時間 (4KB物理セクタ ) – 42 335

ms –
セクタ消去時間 (256KB インフィニオン Endurance Flexアーキテ
クチャは無効 ) (256T / 512T / 01GT)

– 834 / 773 / 
773 2677

セクタ消去時間 (256KB インフィニオン Endurance Flexアーキテ
クチャは有効 ) (256T / 512T / 01GT)

– 834 / 773 / 
773 5869

tBE

チップ消去時間 (256Mb) – 139 348

s –チップ消去時間 (512Mb) – 201 696

チップ消去時間 (1Gb) – 398 1381

tEES

4KB物理セクタの消去ステータス判定時間 
(HL256T/HS256T)
(HL512T/HS512T) 
(HL01GT/HS01GT)

–
79 / 79
45 / 45
45 / 45

80 / 80
51 / 51
53 / 56

µs –
256KB物理セクタの消去ステータス判定時間 
(HL256T/HS256T)
(HL512T/HS512T) 
(HL01GT/HS01GT)

–

tDIC_SETUP
データ整合性チェック計算セットアップ時間
(256T / 512T / 01GT) – 63 / 50 / 17 – µs –

tDIC_RATES
データ整合性チェック計算レート (大きいデータ ブロック (>1024
バイト ) に対する計算レート ) (256T/512T/01GT)

51 / 55 / 56 56 / 65 / 65 – MBps –

tSEC

セクタ消去カウント時間 
(HL256T/HS256T)
(HL512T/HS512T) 
(HL01GT/HS01GT)

–
79 / 79
55 / 55
55 / 55

90 / 90
63 / 63
70 / 70

µs –

tBEC1 ブランク チェック (単一 256KBセクタ ) – 15 17
ms –

tBEC2 ブランク チェック (単一 4KBセクタ ) – 1 2

tPSWD
有効な 64ビット パスワードがデバイスに与えられた後の PPB
ロック ビットをセットする時間 80 100 120 µs –

プログラム /消去 /データ整合性チェックの一時停止 /再開のタイミング
tPEDS プログラム /消去 /データ整合性チェックの一時停止時間 – – 100

µs –
 tPEDRS

プログラム /消去 /データ整合性チェックの再開から次のプログ
ラム /消去 /データ整合性チェックの一時停止までの時間
(256T / 512T / 01GT)

350 / – / –  100 / 100 / 
100 –

Table 129 タイミング特性 [72] (3/3)
記号 パラメーター Min Typ Max 単位 参照図
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8.1 タイミング波形

8.1.1 タイミング波形の重要な要素

Figure 55 波形要素の意味

8.1.2 タイミング参照レベル

Figure 56 ⼊力タイミング参照レベル

Figure 57 SDR出力タイミング参照レベル

Figure 58 DDR出力タイミング参照レベル

Valid at logic High or Low High Impedance Any change permitted Logic High Logic Low

Valid at logic High or Low High Impedance Changing, state unknown Logic High Logic Low

Input

Symbol

Output

pCK

tSU tSU

VCCQ

VSSQ

VIH(ac)

VIL(ac)

VCCQ

VSSQ

CK

DQ[7:0]

tDRT tDFT

Timing Reference Level

PCK
VCCQ

VSSQ

CK

tV tV
VCCQ

VSSQ

DQ[7:0]
VOH(ac)

VOL(ac)
Timing Reference Level

PCK

DS

VOH(ac)

VOL(ac)

VCCQ

VSSQ

DQ[7:0]

tDSS tDSH

VCCQ

VSSQ

Timing Reference Level
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8.1.3 クロック タイミング

Figure 59 クロック タイミング

8.1.4 ⼊力 /出力タイミング

Figure 60 SPI⼊力タイミング

Figure 61 SPI出力タイミング

Figure 62 HYPERBUS™ DDR⼊力タイミング
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Figure 63 HYPERBUS™ DDR出力タイミング
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9 デバイス ID

9.1 JEDEC SFDP Rev Dヘッダ テーブル
Table 130 JEDEC SFDP Rev Dヘッダテーブル
バイト 
アドレス
(x1 SPI)

ワード
アドレス
(x8 HB)

SFDP DWORD
名 データ 説明 

00h
(SA) +00h

SFDPヘッダ 

53h SFDP読み出し (5Ah) コマンドのエントリ ポイントで、すなわち SFDP空間内の位置 0
ASCII 「S」

01h 46h ASCII「F」
02h

(SA) +01h
44h ASCII「D」

03h 50h ASCII「P」
04h

(SA) +02h

08h SFDPマイナー レビジョン (08h=JEDEC JESD216 レビジョン D) 

05h 01h
SFDPメジャー レビジョン (01h=JEDEC JESD216 レビジョン D)
これはオリジナルのメジャー レビジョンです。あらゆる SFDP読み出しおよび構文
解析ソフトウェアと互換性があります。

06h

(SA) +03h

02h パラメーター ヘッダ数 (0オリジン , 02h=3パラメーター )

07h FFh (x1)
FAh (x8)

SPI 1S-1S-1Sでの起動 (FFh)
xSPI NORプロファイル 2 HYPERBUS™、(8D, 8D, 8D) 動作、 
SFDPコマンド用の 5バイト アドレッシング、8ウェイト ステートでの起動 (FAh)

08h
(SA) +04h

第 1パラメー
ター ヘッダ

00h パラメーター ID LSB (00h=JEDEC SFDP基本 SPIフラッシュ パラメーター )
09h 00h パラメーター マイナー レビジョン (00h=JEDEC JESD216 レビジョン D)

0Ah
(SA) +05h

01h パラメーター メジャー レビジョン (01h=オリジナル メジャー レビジョン )。あらゆ
る SFDPソフトウェアはこのメジャー レビジョンと互換性があります。

0Bh 14h パラメーター テーブル⻑ (14h=パラメーター テーブル⻑は 20 DWORD)

0Ch
(SA) +06h

00h (x1)
80h (x8)

パラメーター テーブル ポインタ バイト 0 (DWORDは 4バイト境界 )
JEDEC基本 SPIフラッシュ パラメーター x1バイト オフセット =0100h, x8ワード オフ
セット =0080h

0Dh 01h (x1)
00h (x8)

パラメーター テーブル ポインタ バイト 1

0Eh
(SA) +07h

00h パラメーター テーブル ポインタ バイト 2
0Fh FFh パラメーター ID MSB (FFh=JEDECで定義されたパラメーター ID)
10h

(SA) +08h

第 2パラメー
ター ヘッダ

06h パラメーター IDの LSB (JEDEC xSPI (HYPERBUS™) プロファイル 2.0)
11h 00h パラメーター テーブル マイナー レビジョン (00h=JEDEC JESD216レビジョン D)
12h

(SA) +09h
01h パラメーター テーブル メジャー レビジョン (01h=JEDEC JESD216レビジョン D)

13h 03h パラメーター テーブル⻑ (3h=パラメーター テーブル⻑が 3 DWORD)

14h
(SA) +0Ah

50h (x1)
A8h (x8)

パラメーター テーブル ポインタ バイト 0 (DWORDは 4バイト境界 )
JEDEC xSPIプロファイル 2.0=x1バイトオフセット =150h, x8ワードオフセット
=00A8h

15h 01h (x1)
00h (x8)

パラメーター テーブル ポインタ バイト 1

16h
(SA) +0Bh

00h パラメーター テーブル ポインタ バイト 2
17h FFh パラメーター ID MSB (FFh=JEDECで定義されたパラメーター )

18h
(SA) +0Ch

第 3パラメー
ター ヘッダ

0Ah パラメーター IDの LSB (0Ah=HYPERBUS™ (8D-8D-8D) モードに変更するコマンド シー
ケンス )

19h 00h パラメーター テーブル マイナー レビジョン (00h=JEDEC JESD216レビジョン D)
1Ah

(SA) +0Dh
01h パラメーター テーブル メジャー レビジョン (01h=JEDEC JESD216レビジョン D)

1Bh 04h パラメーター テーブル⻑ (4h=パラメーター テーブル⻑は 4 DWORD)

1Ch
(SA) +0Eh

5Ch (x1)
AEh (x8)

パラメーター テーブル ポインタ バイト 0 (DWORDは 4バイト境界 )
JEDECステータス , 制御およびコンフィギュレーション レジスタ マップ x1バイト オ
フセット =015Ch, x8ワード オフセット =00AEh

1Dh 01h (x1)
00h (x8)

パラメーター テーブル ポインタ バイト 1

1Eh
(SA) +0Fh

00h パラメーター テーブル ポインタ バイト 2
1Fh FFh パラメーター ID MSB (FFh=JEDECで定義されたパラメーター )
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9.2 JEDEC SFDP Rev Dパラメーター テーブル
SFDPデータ構造では、3つの独⽴したパラメーター テーブルがあります。その中の 2つは固定⻑であ
り、残りの 1つは注文製品番号 (OPN) によって可変の構造と⻑さを持ちます。パラメーター テーブルは
Table 131で 1つのテーブルとして⽰されます。
Table 131 JEDEC SFDP Rev Dパラメーター テーブル (1/4)
バイト 
アドレス
(x1 SPI)

ワード
アドレス
(x8 HB)

SFDP DWORD名 データ 説明

100h
(SA) +80h

JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター
DWORD 1

F7h

ビット 7:5=未使用 =111b
ビット 4=1b
ビット 3=ブロック保護ビットは不揮発性 /揮発性。不揮発性 =0b
ビット 2=プログラム バッファ >64バイト =1b
ビット 1:0=ユニフォーム 4KB消去は実⾏不可 =11b

101h 21h ビット 15:8=ユニフォーム 4KB消去オペコード =21h

102h
(SA) +81h

8Ah

ビット 23=未使用 =1b
ビット 22=クアッド出力 (1-1-4) 読み出しのサポート =無 =0b
ビット 21=クアッド I/O (1-4-4) 読み出しのサポート =無 =0b
ビット 20=デュアル I/O (1-2-2) 読み出しのサポート =無 =0b
ビット 19=DDRのサポート =有 =1b
ビット 18:17=アドレス バイト数 =3または 4バイト =01b
ビット 16=デュアル出力 (1-1-2) 読み出しのサポート =無 =0b

103h FFh ビット 31:24=未使用 =FFh
104h

(SA) +82h

JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター
DWORD 2

FFh

ビット単位での容量 , 0オリジン , 256Mb=0FFFFFFFh
ビット単位での容量 , 0オリジン , 512Mb=1FFFFFFFh
ビット単位での容量 , 0オリジン , 1Gb=3FFFFFFFh

105h FFh

106h

(SA) +83h

FFh

107h

256Mでは
0Fh

512Mでは
1Fh

1Gでは 3fh
108h

(SA) +84h JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター
DWORD 3

00h

未対応
109h 00h

10Ah
(SA) +85h

00h

10Bh 00h

10Ch
(SA) +86h JEDEC基本フ

ラッシュ パラ
メーター
DWORD 4

00h

未対応
10Dh 00h

10Eh
(SA) +87h

00h

10Fh 00h

110h
(SA) +88h JEDEC基本フ

ラッシュ パラ
メーター
DWORD 5

EEh
ビット 7:5 RFU=111b
ビット 4=未対応 =0b
ビット 3:1 RFU=111b
ビット 0=2-2-2は未対応 =0b

111h FFh ビット 15:8=RFU=FFh
112h

(SA) +89h
FFh ビット 23:16=RFU=FFh

113h FFh ビット 31:24=RFU=FFh
114h

(SA) +8Ah JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター
DWORD 6

FFh ビット 7:0=RFU=FFh
115h FFh ビット 15:8=RFU=FFh
116h

(SA) +8Bh
00h

未対応
117h 00h

118h
(SA) +8Ch JEDEC基本フ

ラッシュ パラ
メーター
DWORD 7

FFh ビット 7:0=RFU=FFh
119h FFh ビット 15:8=RFU=FFh
11Ah

(SA) +8Dh
00h

未対応
11Bh 00h

11Ch
(SA) +8Eh JEDEC基本フ

ラッシュ パラ
メーター
DWORD 8

0Ch 消去タイプ 1, サイズ 2^Nバイト =2^12バイト =4KB (工場出荷初期状態 )
11Dh 21h 消去タイプ 1命令
11Eh

(SA) +8Fh
00h 消去タイプ 2, サイズ 2^Nバイト =未対応

11Fh FFh 消去タイプ 2命令 =未対応
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120h
(SA) +90h

JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター
DWORD 9

00h 消去タイプ 3=未対応
121h FFh 消去タイプ 3命令

122h
(SA) +91h

12h 消去タイプ 4サイズ , 256KB消去命令 =消去タイプ サイズ =2^N (ここで、
N=18) =12h

123h DCh 消去タイプ 4命令 =DCh
124h

(SA) +92h

JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター

DWORD 10

23h ビット 31:30=消去タイプ 4消去 , 標準時間単位 (00b: 1ms, 01b: 16ms, 10b: 128ms, 
11b: 1s) =128 ms
=10b
ビット 29:25=消去タイプ 4, 標準時間カウント =00110b (256M), 00101b (512 & 1G)
ビット 24:23=消去タイプ 3消去 , 標準時間単位 (00b: 1 ms, 01b: 16 ms, 10b: 128 
ms, 11b: 1 s) =1S=11b (RFU)
ビット 22:18=消去タイプ 3, 標準時間カウント =11111b (RFU)
ビット 17:16=消去タイプ 2消去 , 標準時間単位 (00b: 1 ms, 01b: 16 ms, 10b: 128 
ms, 11b: 1 s) =1S=11b (RFU)
ビット 15:11=消去タイプ 2消去 , 標準時間カウント =11111b (RFU)
ビット 10:9=消去タイプ 1消去 , 標準時間単位 (00b: 1 ms, 01b: 16 ms, 10b: 128 ms, 
11b: 1 s) =16 ms=01b
ビット 8:4=消去タイプ 1消去 , 標準時間カウント =00010b (標準消去時間 =カ
ウント +1*単位 =3*16 ms 
=48 ms)
ビット 3:0=カウント = (最大消去時間 /(2*標準消去時間 ))-1=0001b

125h FAh

126h

(SA) +93h

FFh

127h
256Mでは

8Dh
512M & 1Gで
は 8Bh

128h

(SA) +94h

JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター

DWORD 11

256Mでは
81h

512M & 1Gで
は 82h

ビット 31=予約済み =1b
ビット 30:29=チップ消去 , 標準時間単位 (00b: 16ms, 01b: 256ms, 10b: 4s, 11b: 64s) 
= 11b
ビット 28:24=チップ消去標準時間カウント =00010b (256M), 00011b (512M) およ
び 00110b (1G)
ビット 23:19=バイト プログラム標準時間 , 追加のバイト =11111b
ビット 18:14=バイト プログラム標準時間 , 最初のバイト =11111b
ビット 13=ページ プログラム標準時間単位 (0: 8μs, 1: 64μs) =64μs=1b
ビット 12:8=ページ プログラム標準時間カウント =01001 (256M), 00111 (512M & 
1G)
=512 μs)
ビット 7:4=ページ サイズ (256B) =2^Nバイト =1000h
ビット 3:0=カウント =[最大ページ プログラム時間 /(2*標準ページ プログラム
時間 )]-1=0001b (256), 0010b (512M & 1G)

129h
256Mでは E9
512M, 1Gでは

E7

12Ah

(SA) +95h

FFh

12Bh

256Mでは
E2h

512Mでは
E3h

1Gでは E6h
12Ch

(SA) +96h

JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター

DWORD 12

ECh ビット 31=一時停止および再開に対応 =0b
ビット 30:29=消去進⾏中の最大一時停止レイテンシ単位 (00b: 128 ns, 01b: 1 μs, 
10b: 8 μs, 11b: 64 μs) =64μs = 11b (256M), 8μs =10b (512M & 1Gb)
ビット 28:24=消去進⾏中の最大一時停止レイテンシ カウント =01001b, 消去の
最大一時停止レイテンシ 00000b (256M), 01001b (512M & 1G)
ビット 23:20=消去再開から一時停止までの間隔カウント =0101b (256Mb), 
0001b (512M & 1G)
ビット 19:18=プログラム進⾏中の最大一時停止レイテンシ単位 (00b: 128 ns, 
01b: 1 μs, 10b: 8 μs, 11b: 64 μs) = 64 μs = 11b (256M), 8 μs =10b (512M & 1G)
ビット 17:13=プログラム進⾏中の最大一時停止レイテンシ カウント =01001b, 
プログラムの最大一時停止レイテンシ = 00001b (256M), 01001b (512M & 1G)
ビット 12:9=プログラム再開から一時停止までの間隔カウント =0101b (256M), 
0001b (512M & 1G)
ビット 8=予約済み =1b
ビット 7:4=消去一時停止中の禁止動作
=xxx0b: どこでも新しい消去を開始できない (消去ネスティングが許可されな
い )
+ xx1xb: 消去が一時停止中のセクタ サイズ内で新しいページ プログラムを開始
できない
+ x1xxb: 消去が一時停止中のセクタ サイズ内で新しい読み出しを開始できない
+ 1xxxb: ビット 5:4の消去およびプログラム制限は十分
=1110b
ビット 3:0=プログラム一時停止中の禁止動作
=xxx0b: どこでも新しい消去を開始できない (消去ネスティングが許可されな
い )
+ xx0xb: どこでも新しいページ プログラムを開始できない (プログラム ネス
ティングが許可されない )
+ x1xxb: プログラムが一時停止中のセクタ サイズ内で読み出しを開始できない
+ 1xxxb: ビット 1:0での消去およびプログラム制限は十分
=1100b

12Dh
256Mでは

2Bh
512M & 1Gで
は 23h

12Eh

(SA) +97h

256Mでは
5Ch

512M & 1Gで
は 19h

12Fh
256Mでは

61h
512M & 1Gで
は 49h

130h
(SA) +98h JEDEC基本フ

ラッシュ パラ
メーター

DWORD 13

7Ah
ビット 31:24=消去一時停止命令 =B0h
ビット 23:16=消去再開命令 =7Ah
ビット 15:8=プログラム一時停止命令 =B0h
ビット 7:0=プログラム再開命令 =7Ah

131h B0h

132h
(SA) +99h

7Ah

133h B0h

Table 131 JEDEC SFDP Rev Dパラメーター テーブル (2/4)
バイト 
アドレス
(x1 SPI)

ワード
アドレス
(x8 HB)

SFDP DWORD名 データ 説明
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134h
(SA) +9Ah

JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター

DWORD 14

F7h

ビット 7:4=RFU=Fh 
ビット 3:2=ステータス レジスタ ポーリング デバイス ビジー=01b: レガシー ス
テータス ポーリングに対応 =05h命令によるステータス レジスタの読み出しお
よび WIPビット [0]の確認 (0=レディ , 1=ビジー ) によりレガシー ポーリング
を使用 
ビット 1:0=RFU=11b

135h 66h ビット 31=DPDのサポート =有 =0
ビット 30:23=DPD開始命令 =B9h
ビット 22:15=DPD終了命令は未対応 =00h
ビット 14:13=DPD終了から次の動作の遅延単位 = (00b: 128 ns, 01b: 1 μs, 10b: 8 μs, 
11b: 64 μs) 
=64 μs=11b 
ビット 12:8=DPD終了から次の動作までの遅延カウント =00110, DPD終了から
次の動作までの遅延時間 
= (カウント +1) *単位 = (6+1) *64 μs=448 μs

136h

(SA) +9Bh

80h

137h 5Ch

138h
(SA) +9Ch JEDEC基本フ

ラッシュ パラ
メーター

DWORD 15

00h

ビット 31:24=予約済み =FFh
ビット 23=HOLDまたは RESETディセーブル =未対応 =0b
ビット 22:0=未対応 =000000h

139h 00h

13Ah
(SA) +9Dh

00h

13Bh FFh

13Ch

(SA) +9Eh

JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター

DWORD 16

F9h ビット 7=予約済み =1 
ビット 6:0=ステータス レジスタ 1の揮発性または不揮発性レジスタおよび書
き込みイネーブル命令
=xxx_xxx1b: 不揮発性ステータス レジスタ 1は、電源投入後の値は前回書き込
まれた値。命令 06hを使用して書き込みを有効にする。
+ xxx_1xxxb: 不揮発性 /揮発性ステータス レジスタ 1は、電源投入後の値は前
回不揮発性ステータス レジスタに書き込まれた値。命令 06hを使用して不揮
発性ステータス レジスタへの書き込みを有効にする。電源投入後、揮発性ス
テータス レジスタは不揮発性ステータス レジスタをオーバーライドするため
にアクティブにできる。命令 50hを使用して書き込みを有効にし、揮発性ス
テータス レジスタをアクティブにする
+ xx1_xxxxb: ステータス レジスタ 1には、揮発性ビットと不揮発性ビットが混
在。06h命令によりレジスタ書き込みを有効にする。
+ x1x_xxxxb: 予約済み
+ 1xx_xxxxb: 予約済み
=1111001b

13Dh 10h

13Eh

(SA) +9Fh

F8h ビット 31:24=4バイト アドレッシング開始
+ xx1x_xxxxb: 専用の 4バイト アドレス命令セットに対応。命令セット定義につ
いてはベ ンダーのデータシートを参照してください。
+ 1xxx_xxxxb: 予約済み
=1010_0000b
ビット 23:14=4バイト アドレッシング終了
=xx_xx1x_xxxxb: ハードウェア リセット
+ xx_x1xx_xxxxb: ソフトウェア リセット (この DWORDのビット 13:8を参照して
ください )
+ xx_1xxx_xxxxb: パワー サイクル
+ x1_xxxx_xxxxb: 予約済み
+ 1x_xxxx_xxxxb: 予約済み
=11_1110_0000b
ビット 13:8=ソフト リセットおよび回復シーケンス対応
+ x1_xxxxb:リセット イネーブル命令に続いてリセット命令 99hを発⾏。リ
セット イネーブル -リセット シーケンスはデバイスの動作モードに応じて 1、
2、または 4線式で発⾏。
=010000b

13Fh A0h

140h
(SA) +A0h JEDEC基本フ

ラッシュ パラ
メーター

DWORD 17

00h

未対応
141h 00h

142h
(SA) +A1h

00h

143h 00h

144h
(SA) +A2h

JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター

DWORD 18

00h ビット 31=0b 
ビット 30:29=10b
ビット 28=0b
ビット 27:26=未対応 =00b
ビット 25:24=00b
ビット 23=JEDEC SPIプロトコル リセットに対応 =1b
ビット 22:18=01111b
ビット 17:0=予約済み =00000h

145h 00h

146h

(SA) +A3h

BCh

147h 40h

148h
(SA) +A4h JEDEC基本フ

ラッシュ パラ
メーター

DWORD 19
00h 未対応

149h

14Ah
(SA) +A5h

14Bh

Table 131 JEDEC SFDP Rev Dパラメーター テーブル (3/4)
バイト 
アドレス
(x1 SPI)

ワード
アドレス
(x8 HB)

SFDP DWORD名 データ 説明
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9.3 xSPIプロファイル 2

14Ch
(SA) +A6h

JEDEC基本フ
ラッシュ パラ
メーター

DWORD 20

FFh ビット 31:28=データ ストローブを利用する 8D-8D-8Dモードでのデバイス最大
動作速度 =1000b (200 MHz) / 0111b (166 MHz)
ビット 27:24=データ ストローブを利用しない 8D-8D-8Dモードは特性評価され
ない =1110b
ビット 23:20=1111b
ビット 19:16=1111b
ビット 15:0=未対応 =FFFFh

14Dh FFh

14Eh
(SA) +A7h

FFh

14Fh 8Eh HS-T
7Eh HL-T

Table 132 xSPIプロファイル 2パラメーター
バイト 
アドレス
(x1 SPI)

ワード
アドレス
(x8 HB)

SFDP DWORD名 データ 説明

150h

(SA) +A8h

JEDEC xSPI(プロ
ファイル 2.0)

DWORD 1

E0h
ビット 7=プログラム一時停止に対応 =1b
ビット 6=プログラム再開に対応 =1b
ビット 5=SPI (1S-1S-1S) 開始に対応 =1b
ビット 4:0=予約済み (00000b)

151h FFh

ビット 15=ディープ パワー ダウンに対応 =1b
ビット 14=ワード プログラムに対応 =1b
ビット 13=セクタ消去に対応 =1b
ビット 12=チップ消去に対応 =1b
ビット 11=消去一時停止に対応 =1b
ビット 10=消去再開に対応 =1b
ビット 9=バッファ書き込みに対応 =1b
ビット 8=書き込みバッファ プログラムに対応 =1b

152h

(SA) +A9h

FFh

ビット 23=メモリ リニア書き込みに対応 =1b
ビット 22=WREN1に対応 =1b
ビット 21=WREN2に対応 =1b
ビット 20=SRENに対応 =1b
ビット 19=ステータス レジスタ読み出しに対応 =1b
ビット 18=ステータス レジスタ クリアに対応 =1b
ビット 17=コンフィギュレーション レジスタ読み出しに対応 =1b
ビット 16=コンフィギュレーション レジスタ ロードに対応 =1b

153h FFh

ビット 31=xSPIプロファイル 2に対応 =1b
ビット 30=レジスタ ラップ読み出しに対応 =1b
ビット 29=レジスタ リニア読み出しに対応 =1b
ビット 28=メモリ ラップ読み出しに対応 =1b
ビット 27=メモリ リニア読み出しに対応 =1b
ビット 26=レジスタ ラップ書き込みに対応 =1b
ビット 25=レジスタ リニア書き込みに対応 =1b
ビット 24=メモリ ラップ書き込みに対応 =1b

154h
(SA) +AAh

JEDEC xSPI(プロ
ファイル 2.0)

DWORD 2

2Ch ビット 15:12=予約済み =0000b
ビット 11:7=200 MHz 16ダミー サイクル =10000b
ビット 6:2=200 MHzコンフィギュレーション ビット パターン =01011b
ビット 1:0=予約済み =00b

155h 08h

156h
(SA) +ABh

00h
ビット 31:16=予約済み =00000000000000000b

157h 00h

158h
(SA) +ACh

JEDEC xSPI(プロ
ファイル 2.0)

DWORD 3

0Ch ビット 31:27=166 MHz 14ダミー サイクル =01110b
ビット 26:22=166 MHzコンフィギュレーション ビット パターン =01001b
ビット 21:17=133 MHz 12ダミー サイクル =01100b
ビット 16:12=133 MHzコンフィギュレーション ビット パターン =00111b
ビット 11:7=100 MHz 8ダミー サイクル =01000b
ビット 6:2=100 MHzコンフィギュレーション ビット パターン =00011b
ビット 1:0=予約済み =00b

159h 74h

15Ah
(SA) +ADh

58h

15Bh 72h

Table 131 JEDEC SFDP Rev Dパラメーター テーブル (4/4)
バイト 
アドレス
(x1 SPI)

ワード
アドレス
(x8 HB)

SFDP DWORD名 データ 説明
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9.4 メーカーおよびデバイス ID

Table 133 プロファイル 2.0モード パラメーターに変更するコマンド シーケンス
バイト 
アドレス
(x1 SPI)

ワード
アドレス
(x8 HB)

SFDP DWORD名 データ 説明

15Ch
(SA) +AEh

プロファイル変
更コマンド シー
ケンス DWORD 1

00h
ビット 31:24=01h
ビット 23:16=06h
ビット 15:8=00h
ビット 7:0=00h

15Dh 00h

15Eh
(SA) +AFh

06h

150Fh 01h

160h
(SA) +B0h

プロファイル変
更コマンド シー
ケンス DWORD 2

00h
ビット 31:24=00h
ビット 23:16=00h
ビット 15:8=00h
ビット 7:0=00h

161h 00h

162h
(SA) +B1h

00h

163h 00h

164h
(SA) +B2h

プロファイル変
更コマンド シー
ケンス DWORD 3

00h
ビット 31:24=05h
ビット 23:16=71h
ビット 15:8=80h
ビット 7:0=00h

165h 80h

166h
(SA) +B3h

71h

167h 05h

168h
(SA) +94h

プロファイル変
更コマンド シー
ケンス DWORD 4

00h
ビット 31:24=04h
ビット 23:16=0Ah
ビット 15:8=00h
ビット 7:0=00h

169h 00h

16Ah
(SA) +95h

0Ah

16Bh 04h

Table 134 メーカーおよびデバイス ID (x1 SPI)
バイト アドレス [83] データ 説明

00h 34h
インフィニオン メーカー ID

01h 00h

02h 6Ah (HL-T)
7Bh (HS-T) インターフェース電圧タイプ

03h 00h

04h
19h = 256 Mb
1Ah = 512 Mb

1Bh = 1024 Mb デバイス容量
05h 00h

06h 0Fh
デバイス IDの⻑さ 

07h 00h

注
83.レガシー (x1) SPIはデバイス IDを読み出すために ID読み出し (RDIDN_0_0) トランザクションを使用します。 アドレスは必要ありません。

Table 135 メーカーおよびデバイス ID (x8 HYPERBUS™)
ワードアドレス [84] データ 説明

(SA) +0800h 0034h インフィニオン メーカー ID
(SA) +0801h 006Ah (HL-T)

007Bh (HS-T インターフェース電圧タイプ

(SA) +0802h 0019h = 256 Mb
001Ah = 512 Mb

001Bh = 1024 Mb
デバイス容量

(SA) +0803h 000Fh デバイス IDの⻑さ 
(SA) +0804h 0090h ファミリ ID: (HL-T/HS-Tファミリ )

注
84.アドレスベース命令 - アクセスダイ 1.
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9.5 固有 ID
Table 136 固有 ID [85]

バイト アドレス (x1 SPI) [86] ワードアドレス (x8 HB) [87] データ
00h

(SA) +0200h

デバイスによって異なる

01h

02h
(SA) +0201h

03h

04h
(SA) +0202h

05h

06h
(SA) +0203h

07h

注
85.実際の固有 IDはデバイスによって異なります。
86.レガシー (x1) SPIは固有 IDを読み出すために固有 ID読み出し (RDUID_0_0) トランザクションを使用します。アドレスは必要ありません。
87.アドレスベース命令
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10 パッケージ図

Figure 64 24ボール BGA (8 × 6 × 1mm) VAA024/ELA024/E2A024パッケージ外形 (PG-BGA-24), 
002-15550

N IS THE NUMBER OF POPULATED SOLDER BALL POSITIONS FOR MATRIX SIZE MD X ME.

WHEN THERE IS AN EVEN NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW, "SD" = eD/2 AND "SE" = eE/2.

WHEN THERE IS AN ODD NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW "SD" OR "SE" = 0.

POSITION OF THE CENTER SOLDER BALL IN THE OUTER ROW. 

"SD" AND "SE" ARE MEASURED WITH RESPECT TO DATUMS A AND B AND DEFINE THE

SYMBOL "ME" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "E" DIRECTION. 

SYMBOL "MD" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "D" DIRECTION.

 "e"   REPRESENTS THE SOLDER BALL GRID PITCH.

DIMENSION "b" IS MEASURED AT THE MAXIMUM BALL DIAMETER IN A PLANE PARALLEL TO DATUM C.

    BALL POSITION DESIGNATION PER JEP95, SECTION 3, SPP-020.

    DIMENSIONING AND TOLERANCING METHODS PER ASME Y14.5M-1994.

"+" INDICATES THE THEORETICAL CENTER OF DEPOPULATED BALLS.

A1 CORNER TO BE IDENTIFIED BY CHAMFER, LASER OR INK MARK, METALLIZED MARK INDENTATION9.

8.

7

NOTES:

6

5.

4.

3.

2.

1.

    ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

SD

b

eD

eE

ME

N

0.35

0.00 BSC

1.00 BSC

1.00 BSC

0.40

24

5

0.45

D1

MD

E1

E

D

A

A1 0.20

-

4.00 BSC

4.00 BSC

5

6.00 BSC

8.00 BSC

-

- 1.00

-

SE 0.00 BSC

DIMENSIONS
SYMBOL

MIN. NOM. MAX.

OR OTHER MEANS.

JEDEC SPECIFICATION NO. REF: MO-234E10.

002-15550 *B
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Figure 65 24ボール BGA (8 × 8 × 1 mm) VAC024パッケージ外形 (PG-BGA-24), 002-22282

N IS THE NUMBER OF POPULATED SOLDER BALL POSITIONS FOR MATRIX SIZE MD X ME.

WHEN THERE IS AN EVEN NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW, "SD" = eD/2 AND "SE" = eE/2.

WHEN THERE IS AN ODD NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW "SD" OR "SE" = 0.

POSITION OF THE CENTER SOLDER BALL IN THE OUTER ROW. 

"SD" AND "SE" ARE MEASURED WITH RESPECT TO DATUMS A AND B AND DEFINE THE

SYMBOL "ME" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "E" DIRECTION. 

SYMBOL "MD" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "D" DIRECTION.

 "e"   REPRESENTS THE SOLDER BALL GRID PITCH.

DIMENSION "b" IS MEASURED AT THE MAXIMUM BALL DIAMETER IN A PLANE PARALLEL TO DATUM C.

    BALL POSITION DESIGNATION PER JEP95, SECTION 3, SPP-020.

    DIMENSIONING AND TOLERANCING METHODS PER ASME Y14.5M-1994.

"+" INDICATES THE THEORETICAL CENTER OF DEPOPULATED BALLS.

A1 CORNER TO BE IDENTIFIED BY CHAMFER, LASER OR INK MARK, METALLIZED MARK INDENTATION9.

8.

7

NOTES:

6

5.

4.

3.

2.

1.

    ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

SD

b

eD

eE

ME

N

0.35

0.00 BSC

1.00 BSC

1.00 BSC

0.40

24

5

0.45

D1

MD

E1

E

D

A

A1 0.20

-

4.00 BSC

4.00 BSC

5

8.00 BSC

8.00 BSC

-

- 1.00

-

SE 0.00 BSC

DIMENSIONS
SYMBOL

MIN. NOM. MAX.

OR OTHER MEANS.

JEDEC SPECIFICATION NO. REF: N/A10. 002-22282 **
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11 注文情報
注文製品番号は下記の有効な組合せで構成されます。

S26HL
S26HS 512 T GA B H M 00 0

S26HL 3.0 V SEMPERTM Flash HYPERBUSTM Interface
S26HS 1.8 V SEMPERTM Flash HYPERBUSTM Interface 

GA = 200 MHz DDR
FP = 166 MHz DDR

T = 45-nm MIRRORBITTM Process Technology

B = 24-ball BGA, 1.0-mm pitch

H = Halogen-Free, Lead (Pb)-free

I = Industrial (-40°C to +85°C)
V = Industrial Plus (-40°C to +105°C)
A = Automotive, AEC-Q100 Grade 3 (-40°C to +85°C)
B = Automotive, AEC-Q100 Grade 2 (-40°C to +105°C)
M = Automotive, AEC-Q100 Grade 1 (-40°C to +125°C)

00 = x8 Default Boot, 6 x 8 mm package
01 = x1 Default Boot, 6 x 8 mm package
02 = x8 Default Boot, 8 x 8 mm package
03 = x1 Default Boot, 8 x 8 mm package

0 = Tray
3 = 13" Tape & Reel

Packing type

Model number

Temperature range

Package material

Package type

Performance

Technology

Density

Device Family

256 = 256 Mb
512 = 512 Mb
01G = 1 Gb

[88]

注
88.詳細情報については、www.Infineon.comにてパッキングとパッケージ ハンドブックを参照してください。

http://www.cypress.com/documentation/packing-and-packaging/packing-and-packaging-handbook
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11.1 有効な組合せ — 標準グレード
Table 137 は、 量産対応が計画されているコンフィギュレーションを⽰します。 ご使用になる組合せの有
無、 ならびに新たにリリースされる組合せは担当営業までお問い合わせください。
Table 137 有効な組合せ — 標準
ベース注文製品

番号 速度オプション パッケージ
および材料 温度範囲 モデル番号 包装形態 注文製品番号

(x=包装形態 ) パッケージ マーク

S26HL512T FP BH

I, V 00 0, 3
S26HL512TFPBHI00x 26HL512TPI00

S26HL512TFPBHV00x 26HL512TPV00

I, V 01 0, 3
S26HL512TFPBHI01x 26HL512TPI01

S26HL512TFPBHV01x 26HL512TPV01

S26HL01GT FP BH

I, V 02 0, 3
S26HL01GTFPBHI02x 26HL01GTPI02

S26HL01GTFPBHV02x 26HL01GTPV02

I, V 03 0, 3
S26HL01GTFPBHI03x 26HL01GTPI03

S26HL01GTFPBHV03x 26HL01GTPV03

S26HS512T GA BH

I, V 00 0, 3
S26HS512TGABHI00x 26HS512TAI00

S26HS512TGABHV00x 26HS512TAV00

I, V 01 0, 3
S26HS512TGABHI01x 26HS512TAI01

S26HS512TGABHV01x 26HS512TAV01

S26HS01GT FP BH

I, V 02 0, 3
S26HS01GTFPBHI02x 26HS01GTPI02

S26HS01GTFPBHV02x 26HS01GTPV02

I, V 03 0, 3
S26HS01GTFPBHI03x 26HS01GTPI03

S26HS01GTFPBHV03x 26HS01GTPV03

S26HS01GT GA BH

I, V 02 0, 3
S26HS01GTGABHI02x 26HS01GTAI02

S26HS01GTGABHV02x 26HS01GTAV02

I, V 03 0, 3
S26HS01GTGABHI03x 26HS01GTAI03

S26HS01GTGABHV03x 26HS01GTAV03
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11.2 有効な組合せ — 車載向けグレード /AEC-Q100
Table 138 は、車載向けグレード /AEC-Q100の認定がされた、量産対応が計画されているコンフィギュ
レーションを⽰します。新しい組合せがリリースされると、表は更新されます。特定の組合せの有無、
ならびに新たにリリースされる組合せは最寄りの販売代理店までお問い合わせください。
生産部品承認プロセス (PPAP) のサポートは AEC-Q100グレード製品のみに提供されます。
ISO/TS-16949準拠を必要とするエンドユース アプリケーションに使用される製品は PPAPに対応した
AEC-Q100グレード製品でなければなりません。非 AEC-Q100グレード製品は ISO/TS-16949要件に完全に
準拠して製造または記載されてはいません。
また、AEC-Q100グレード製品は ISO/TS-16949準拠を必要としないエンドユース アプリケーションにも
PPAPサポートなしで提供されます。
Table 138 有効な組合せ — 車載向けグレード /AEC-Q100[89] 
ベース注文製品

番号 速度オプション パッケージ
および材料 温度範囲 モデル番号 包装形態 注文製品番号

(x=包装形態 ) パッケージ マーク

S26HL512T FP BH

A, B, M 00 0, 3

S26HL512TFPBHA00x 26HL512TPA00

S26HL512TFPBHB00x 26HL512TPB00

S26HL512TFPBHM00x 26HL512TPM00

A, B, M 01 0, 3

S26HL512TFPBHA01x 26HL512TPA01

S26HL512TFPBHB01x 26HL512TPB01

S26HL512TFPBHM01x 26HL512TPM01

S26HS512T GA BH

A, B, M 00 0, 3

S26HS512TGABHA00x 26HS512TAA00

S26HS512TGABHB00x 26HS512TAB00

S26HS512TGABHM00x 26HS512TAM00

A, B, M 01 0, 3

S26HS512TGABHA01x 26HS512TAA01

S26HS512TGABHB01x 26HS512TAB01

S26HS512TGABHM01x 26HS512TAM01

S26HL01GT FP BH

A, B, M 02 0, 3

S26HL01GTFPBHA02x 26HL01GTPA02

S26HL01GTFPBHB02x 26HL01GTPB02

S26HL01GTFPBHM02x 26HL01GTPM02

A, B, M 03 0, 3

S26HL01GTFPBHA03x 26HL01GTPA03

S26HL01GTFPBHB03x 26HL01GTPB03

S26HL01GTFPBHM03x 26HL01GTPM03

S26HS01GT FP BH

A, B, M 02 0, 3

S26HS01GTFPBHA02x 26HS01GTPA02

S26HS01GTFPBHB02x 26HS01GTPB02

S26HS01GTFPBHM02x 26HS01GTPM02

A, B, M 03 0, 3

S26HS01GTFPBHA03x 26HS01GTPA03

S26HS01GTFPBHB03x 26HS01GTPB03

S26HS01GTFPBHM03x 26HS01GTPM03

S26HS01GT GA BH

A, B, M 02 0, 3

S26HS01GTGABHA02x 26HS01GTAA02

S26HS01GTGABHB02x 26HS01GTAB02

S26HS01GTGABHM02x[89] 26HS01GTAM02

A, B, M 03 0, 3

S26HS01GTGABHA03x 26HS01GTAA03

S26HS01GTGABHB03x 26HS01GTAB03

S26HS01GTGABHM03x[89] 26HS01GTAM03

注
89. 125°C、200 MHzの S26HS01GTデバイスを特性評価中です。これらデバイスの可用性の確認については、最寄りの営業所にお問い合わせ
ください。
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重要事項
本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条
件または特性の保証とみなされるものではあり
ません（「品質の保証」）。
本文に記された一切の事例、⼿引き、もしくは一
般的価値、および∕または本製品の用途に関する
一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジー
ズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者
の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限
らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否
定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客
様の用途におけるお客様の製品およびインフィ
ニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載さ
れた義務ならびに一切の関連する法的要件、規
範、および基準をお客様が遵守することを条件と
しています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた
従業員のみを対象としています。本製品の対象用
途への適合性、およびこれら用途に関連して本文
書に記載された製品情報の完全性についての評
価は、お客様の技術部門の責任にて実施してくだ
さい。

警告事項
技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる
可能性があります。当該種別の詳細については、
インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合
わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を
通じ、インフィニオンによる明⽰の承認が存在す
る場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製
品の障害またはその使用に関する一切の結果が、
合理的に⼈的傷害を招く恐れのある一切の用途
に使用することはできないこと予めご了承くだ
さい。

Trademarks
All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Please read the Important Notice and Warnings at the end of this document

mailto:erratum@infineon.com
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